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SY360/05 SY360/1 SY360/2 SY360/3 SY360/4 SY360/6 SY360/8 SY360/10 SY361/10 SY361/13
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VQH 604 ®

LED-Kompaktbauelement fiir den Einsatz in der Kon-

sumgiiterelektronik z.B. als Kassettenfachhinter-

leuchtung

— GréBe eines leuchtenden Segmentes 3,25 3 2,5 mm?2

~ Reihenschaltung von 1 rotem und 5 griinen LED-Chip -

~ hohe Pcckungsdlchte von LED-Einzelfunktionen pro. Flachen-
einheit bei min. Einbautiefe von ca. 1,5 mm

— verzinnte Anschliisse am Rande der Oberseite des Chip-
trdgers
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Grenzwerte _
DurchlaBgleichstrom 1 20 mA
bel &, = ~25...25°C Fmax
SpitzendurchlaBstrom IERM £ 150 mA
periodischer
e = —25...25°C
Reduktionskoffizient ~TKg - £ 0,25 mA/K
des DurchlaBgleichstromes
g = 25...550°C
Reduktionskoeffizient des —TK(FRM 21,27 %K
rel, SpitzendurchlaBstromes
= 25, 55 °C
Betrlabslemperatur 9 -25...55 °C
Lagerungstemperatur “}stg 5.,.35 °C
Lagerung bis zu 30 Tagen stg ~50,..55 °C
Kennwerte (9, = 25°C) .
Lichtstérkemittelwert | 150 ped
bel Ig = 10 mA Vmin
Rel. Temperaturkoeffizient -TK; =z 1,0 YK
der Lichtstérke , v
I = 10 mA
DurchlaBgleichspannung U 14 v
bel Ip = 10 mA Faes
Sperrgleichstrom 1 100 A
bel Up = 30 V Rmax Lt
Wellenldnge der max. Lp rot 635 + 10 nm
spektralen Emission griin 565 + 10 ° nm
Spektrale Strahlungsbandbreite Alg g grin 40 nm

rot 45 nm



A109D -B109D |

Integrierte bipolare hochverstérkende Operations-
verstérker flir universellen Einsatz.

Bauform 5

AnschluBbelegung

3 - Eingangsfrequenzkompensation
4 - invertierender Eingang

5 - nichtinvertierender Eingong

6 - negative Betriebsspannung
1,2, 7, 8, 13, 14 - nicht belegt

9 - Ausgangsfrequenzkompensation
10 - Ausgang
11 - positive Betriebsspannung
12 - Eingangsfrequenzkompensation

Innere Schaltung 3 12
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Grenzwerte min max
Betriebsspannung Ucc- + 18 v
Ucc- -—18 v
Gleichtakteingangsspannung U -10 + 10 v
Differenzeingangsspannung Upp -5 +5 v
Gesamtverlustleistung
(¥, = 25°C) Piot 300 mW
Dauer des KurzschluBausgangs-
stromes (O, = 25°C) f§ 5 s
Betriebstemperaturbereich A 109 D Oq 4] -+ 70 °C
B9 D, -25 + 85 °C
Lagerungstemperaturbereich g —40 +125 °C
Elektrische Kennwerte (Uge =+ 15V, ¥, =25°C)
min typ mox
Eingangsoffsetspannung
¥y =0...70°C A 109 Up 1 10 mV
Wy =—25...85°C B 109 Ujo 0,5 10 mv
Temperaturkoeffizient
der Eingangsoffsetspannung
Vg1 = 0°C, By =70°C A 109 AUl AH 1.9 nv/K
Ua1=—25°C, Ugp=285°C B 109 AUp/Ad 1,85 25 uwv/K
Eingangsoffsetstrom
Pg =0...470°C A 109 Iy 35 750 nA
Tg ==25...+85°C B 109 Iyg 27 750 nA
Eingangsbiasstrom
e =0...-+70°C A 109 I1g 350 2000 nA
thy ==25...485°C B 109 I|p 200 2000 nA
Betriebsspannungsunterdriickung
AUgp =1V A 109 SVR 50 200 uVV
AU =1V B 109 SVR 45 150 pVV
Ausgangsspitzenspannung
Rp =2kQ U, 10 13,3 v
Ry =10kQ U, 12 14 v
Gleichtakteingangsspannung U 8 v
Gleichtaktunterdriickung A 109 CMR 65 110 dB
B 109 CMR 70 115
GroBsignalverstdrkung o
U, =% 10V,R. =2kQ A109 A, 15 40 103
B 109 A, 25 40 -103
U, =410V, R =2kQ
hg =0...470°C A109 A, 12 -103
'ﬂ‘u =-25..,.+85°C B 109 A, 12 =103
Eingangswiderstand A109 Ry 50 370 kQ
B109 R, 150 500 kQ

A110D - B110D u

Integrierte bipolare Komparatoren mit einem Diffe-
renzeingang und einem TTL-kompatiblen, nieder-
ohmigen Ausgang.

Bauform 4 o 17

RIL)23k RS |]38%

AnschluBbelegung

D Volt

Michtinvertierender Eingang
invertierander Eingang
Negative Betriebsspannung
Ausgang

11 Positive Betriebsspannung

1, 5 7,8 10, 12, 13, 14
nicht belegt 2

- O e L B

Innere Schaltung

Grenzwerte

min max
Betriebsspannung Ueey + 14 v
leter) =7 v
Gleichtakteingangsspannung  Uje -7 + 7 v
Differenzeingangsspannung Uip -5 + 5 A
Ausgongsstrom o 10 mA
Gesamtver|ustleistung Peot 300 mWw
Betriebstemperatur
A110D L 0 70 *C
B1oD L =25 85 *C
Lagerungstemperatur ﬂﬂg = 40 + 125 Ll
Elektrische Kennwerte (Ugey = 12V, Uggg = =6V, #,=25°C, R, = 100 @)
Eingangsoffsetspannung min typ max
bg =0...4+70°C A110 VYo 12 10 mv
"o =—-25...4+85*C B 110 Vio 1 10 mV
Temperaturkoeffizient
der Eingangsoffsetspannung
#ay = 0°C, R e
Py — 4 70°C A0 O Ul od 2,7 VK
= _ DB o
f:;=r +255 “é BNO A Ul by 2,9 20 pviK
Eingangsoftsetstrom
8 =0...4+70°C A 110 IIO 1.5 20 pA
f, = —25...485°C B110 o 1 20 pA
Eingangsbiasstrom
bg =0...470°C A0 I 18 150 pA
#, = —25...+85°C B110 I 11 150 pA
Ausgangswiderstand
U, = 1,4V A 110 R, 190 Q
B 110 R, 160 0
High-Ausgangsspannung
Uip = 10 mV, 'CIH = — 5 mA UoH 2,5 3.0 v
Up=25V.lgpy = -5mA UoH 2,7 v
Low-Ausgangsspannung
Upp = 10 mV, lg_ = 1,6 mA
A 110 UgyL -0, oV
Uip = 10 mV, Ig = 2 mA
B 110 Ug -0,35 a v
Spannungsverstirkung
MU, =2V A 110 Aok 750 1 500
B 110 AUk 1000 1700
Gleichtaktunterdriickung
AU =10V A 110 CMR 70 100 dB
B 110 CMR 70 105 dB
Betriebsstrom
Uy =0V lect mA,
Icee 7 mA
Verzégerungszeit
r"l‘JUID= 100 mV, i = 5 mV, tle_ 44 fis
Ry= 2 k2 TalH 55 ns



A110D - B110D

Integrierte bipolare Komparatoren mit einem Diffe-
renzeingang und einem TTL-kompatiblen, nieder-

ohmigen Ausgang.

Bauform 4

AnschluBbelegung
0 Volt
invertierender Eingang

Ausgan

- O Oh s L B

1, 5,7, 8 10, 12, 13, 14
nicht belegt

Grenzwarte

Betriebsspannung

Gleichtakteingangsspannung

Differenzeingangsspannung
Ausgongsstrom
Gesamtverlustleistung
Betriebstemperatur

A10D

B110 D
Lagerungstemperatur

Elektrische Kennwerte (Upgy =

Eingangsoffsetspannung
By =0...4+70°C

Temperaturkoeffizient
der Eingangsoffsetspannung
#a1 = 0°C,

A 110
Ya = +70°C
Pat = —25°C, B 110
Bap= + 85°C

Eingangsoftsetstrom
g =0...+70°C

Eingangsbiasstrom
by =0...4+70°C
Ausgangswiderstand
Uy, = 1,4V

High-Ausgangsspannung
Up = 10 mV, loy = =5mA
UlD = 2.5 v. loH = — 5 mA

Low-Ausgangssponnung
U|D = 10 mWV, 'OL- 1,6 mA

A 110
Uip = 10 mV, gL = 2 mA
B 110
Spannungsverstérkung
U, =2V A 110
B 110
Gleichtaktunterdriickung
AU =10V A 110
B 110

Betriebsstrom
u o =0 v

Verzégerungszeit
AUip =100 mV, i = 5mV,
RL- 2 kn

Michtinvertierander Eingang
Megative Betriebsspannung

9
Positive Betriebsspannung

A 110
g =—25...4+85*C B 110

A0
fy = —25...485°C B 110

A 110
By = —25...+85°C B110

A 110
B 110

Innere Schaltung

min max
Yeer + 14
Bl olor <1
Ure -7 + 7
Uip -5 + 5
I 10
Ptot 300
L 0 70
- 25 85
a
ﬂm - 40 + 125

*C
c

12V, Uscp = -6V, #,=25°C, R, = 100 @)

min typ

Ui 1.2
Uio 1
AN VTV rAR 2.7
A Uiol 5 8y 2,9

I|0 1.5

B 18

he 1
[ 190
R, 160
Usn 2,5 3,0
UoH 2,7
UpL -0.41
VoL ~0,36
AUt 750 1 500
Ao 1000 1700
CMR 70 100
CMR 0 105
Icc
Iccz
!le_ 45

toLH 55

mox
10 mV
10 mV

VK

20 pVK

20 pA
20 pA

150 pA
150 pA

dB
dB

ns
ns



A202D

Integrierter Aufnahmeverstdrker mit automatischer

Aussteuerungsregelung, Mikrofonverstdrker und Wie- -

dergabeverstdarker fir Tonbandgerate.

Bauform 6

AnschluBbelegung

1 — Eingang Vorverstirker (VV)

2 — Emitter Eingangstransistor VV

3 - NF-Massepunkt VV

4 - Ausgang VV

5 —~ Masse VV und AA

6 - Ausgang automatische Aus-
steuerungsregelung (AA)

7 = Invertierender Eingang
Aufnahmeverstarker (AV)

8 — Nichtinvertierender Eingang AV

9 — Ausgang AV

10 —~ Masse AV und AA

11 — AnschluB Integrations-
kondensator

12 — AnschluB regelzeitbestimmendes
RC-Glied

13 — Eingang AA

14 — Eingang AA

15 — Betriebsspannung AV
und AA

16 — Betriebsspannung VV

Blockschaltung
16 3 FL N B VA )
? Q Q [+

| I T T i
1 |
1 |
| |
I |
| Aussteuerungs- |
| Automatik 1‘
| AA 1
| [
[ |
| |
| i
] )
| i
| I
! . Aufnahme- |
1 Vorverstarker verstirken |

' |
i vV AV i
| [
! !
i |
| 1| =L |
NS USRS SN DU U S I S |

?; 4 &
2 7 5 70 7 é 9
Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich
min max

Betriebsspannung Uee 57 12 Vv
Betriebstemperaturbereich?) Tq — 25 + 70 °C
Betriebstemperaturbereich
Ug < oV #,00V) —a5 4100 °C

) Bel Unterschreitung dieses Wertes ist die Funktion des Schaltkreises nicht

gewihrleistet.

) Die Schaltkreise sind im Umgebungstemperaturbereich funktionsféhig
unter Beriicksichtigung der Temperaturabhéingigkeit der KenngréBen.

Statische Kennwerte (0, = 25°C —

5K, Use=9V £ 03V)

min typ max .
Stromaufnahme VV Iccis ] 8 mA
Uy, =10
Stromaufnahme AV und AA lccis 10 16 mA
UlB =0

Dynamische Kennwerte (.= 25°C

—5K U, =9V + 0,3V, f = 1kHz)

min typ max

Spannungsverstirkung VV
u = 0,5mV ALyy 63 68 dB
Spannungsverstirkung AV A LAV 66 70 dB
Klirrfaktor VV
U =125 mv kyy 0,35 1,2 %
Klirrfaktor AV
Uss = 100 mV k AV 0,4 12 %
Ausgangsspannung AV
Ug =1V Ugo 800 900 1600 mV

UgglUjg=1V) 1,5 3 dB

Ausgangsspannungsverhdltnis AV

UOQ(UIB :0,1 V)

A210E - A210K

6 W-NF-Verstirker mit thermischer Schutzschaltung

Ausfiihrung K" — mit Kiihlkérper

Bauformen 20 (A 210 E)
21 (A 210K)

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung 7 Brummunterdriickung
2,3, 11 nicht belegt 8 Eingang
4 Bootstrapanschlul 9 Vorstufenmaosse
5 Frequenzkompensation 10 Endstufenmasse
[ Gegenkopplung 12 Ausgang
Blockschaltung
7 Arbeitspunkieinsleilung aufoma-
tische Mitfenspannungsregelung -
> '
7 tiry > ]
]
]
Wiarmeschutz -
seholtung
Ry
5 4
7 °5 0
Gronzwerts, gilltig for den Betrlebstemperaturberslich
min max
Betrlebsspannung Uce 4 E
Eingangsglelchspannung n -3 +5 vV
Eingangsgleichstrom =y 2 mA
Ausgangsspitzenstrom lom 2,5A
Gesamtverlustieistung
M, £25°C A210E Prot 13w
A210K ot 5 W
Wérmewlderstand
A210E Rypjc gesamt 95 Kw
A210K Rypje gesamt 25 Kw
A 210 E Rypje innen 15 K/w
Sperrschichttemperatur ﬂ'i 150 *C
Betriabstemperaturbereich i, -2 +70 °C
Elektrische Kennwerte (g =25 °C 4+ 5K, Upc =15V, Rg = 50 m@,
Rp =40, f=1 kHz)
min typ max
Gesamtstromoufnahme Icc 1.5 20 mA
Ausgangsglelchspannung Ugo 8,7 7.5 83V
Eingangsstrom o 0,22 4,0 pA
Eingangaspannung ) Uy 30 4 70 mYy
P, =25W
Klirrfaktor
Py = 50 mW k 016 2 %
Py = 2,5W) K 032 2 %
Py = 50W" k 32 %
Ausgangsleistung')
k=10 P, 5 5.8 w
Stérspannung .
Grundpegal Ug 0.63 1.2mV
offane Sponnungsverstéirkung A, 7.5 dB
obere Grenzfrequenz i, 20 “ kHz

P, =50 mW, 0 =15...55°C

") bei geeigneter Kiihlung

Bauform 20 (A 210 Ez
g man

r
H

ey wh |
o7 5
I D L2
5.9
Bauform 21 (A 210K)
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A211D Nicht fiir Neuentwicklungen m A200 -

Integrierter FM-ZF-Verstirker und Demodulator vor-

In i - - s T : i zugsweise fiir den Einsatz im Ton-ZF-Teil von Fern-
tﬂgrlerter 1 W-NF Verstﬂfkﬂf fur den ElnSﬂtI n sehgertiten und als FM-ZF-Verstdrker in Rundfunk-

Rundfunk- und Fernsehempfiingern sowie Phono- gerdten.
und Tonbandgeréten.

Bouform 5

AnschluBbelegung

1 -Masse 8 - NF-As
E o UfQ rm 4 2, 13 - Arbeilspunklriickfithrung "o - Buri:;gfpnugnnuno
des ZF-Verstérkers 12 = £-Diode
3 -Kollektor T 44 14 - ZF-Eingang
1 B Leutstarh
- Zur Lautstar
&, 10 - ZF-Auw
e - Msd:]guﬂﬂngdes Phosenschleber-
krelses
Bledkschaltung
tlhe 1t 2 4 3
U SRS v (N S
; Enji=el
I
L] ! t
S N —
?-Sf@-'lt‘—“—ge - FM-Hainzi- | Elektroni- I
! e o ; f ;DDem- .?;.‘les.{-'ﬂ:m- .
2 |5t~ _K later |_{fungsgiied :
| [ =
| Bt |
I |
Prrant ' [ 1
3ot ot
[ ]
w !
I 1
! |
Innere Schaltung 7 § 0 7 3 5
Greniwerte
min max
WVerlustleistung
AnschluBbelegung 8y = 25°C Pior 00 e
1 Bootstrap ) 8 Eingang poretmanng :}C‘c oo™
2 Betriebsspannung ? Gegenkopplung Spannung om Anschlud § us PRV
3,4, 5 Masse Vorstufe 10, 11, 12 Masse Vorstufe Strom he 15 mA
6 Ausgang 13, 14 Frequenzkompensation Kollektorstrom T 44 Iy 5 mA
7 Masse Endstufe Basisstrem 'l_u Iy 2 mA
Kollektor-Emitter-Spannung Usly 13 v
Widerstand zwischen
Graniwarbs ' Anschlub 13 und Anschiug 14 Rufe 1 k0
min max Umgebungstemperatur [ -10 + 70 °C
. Sperrschichttemperatur # + 123 “C
Betriebsspannung ) Wamewiderstand p,',,h 120 KW
mit Eingangssignal Uce 4,2 15 v Elektrische K. .
ris ENNWE
Batriebsspannung By =25°C—5K, Ucc = 12V, Af = & 50 kHz, f, = 1 kHz,
ohne Eingangssignal Uce 18 v Qg = 20 bui £ = 4,5 MHz, Oy = 45 bal 5,5 MH)

i i 1 max
Elngungupunnung U| = n's 1‘5 v Gesamtstromaufnahme "t "
Ausgangsspitzenstrom lom 1 A "G: =_d‘° lec s 2 mA
Gesamtverlustleistung N:_;;S::;”"“ o
i S“nc‘ Kem( P 1 W V, =0 Uy 7.6 W

a tot Ausgangswiderstand Raln 2.7 kit
Gesamtverlustleistung IZ-Spu;-nu;g .

13 == 5 m, (1 1.6
ﬂd Z45°C, K 2 & cm? " Pwt 1,35 W Stromverstirkung ’
Betriebstemperatur #q - 10 70 o ::;":\_-I:;I;Iidaen
Lagerungstemperatur L — 40 125 C Ush = 5V, I = 40 pA hare ”
Durchbruchsspannung
des zusbtziichen
Elektrische Kennwerta Transistors VBk (CEO)
by = 500 pA = Uyly 30 v
(i, =25*C-5K, U =0V, R <50 miR R =80 NF-Ausgongsspannung
a CcC s L
Ry =35ki2
min typ maox f o 5,5 MHz, U =10 mV Unp 1,10 v
Gesamtstromaufnahme ;i:q:'::s::nff,..:.u', mV Une 300 580 mv
U' == ICC 3,35 10 mA Begrenzungseinsatz’)
f=55MHz, Q, =45 ur a0 wv
Innerer Gegsnkopplungs- f=6,5MHz, Q, =20 urr s 12w
widerstand Ry 8.4 kB onnungsverstarkung
n ohne Phasenschieberkreis
Ausgangsspannung Uy =10V, f =55 MHz AuzE 7 d8
y = V] Uao 4,37 v U =10V, | = 6,5 MHz AuZE 62 dB
Eingangsstrom AM-Unterdriickung
I nA Uy = 1mV, Ry= 5k,
UI =0 [ ] 240 fe 65MHz, m=03,0, =20  aum 26 4B
Geschlossens nf;i = 1;:\:, g,= 5 ke,
55 MHz, Q, = 43 &5 dB
Spannungsverstirkung M
Klirrfaktar
f=1kHz, P, = 50 mW Aug 44 47,5 dB  y =iomv, R =550,
Signal-Rausch-Abstand fo 6.5 MHz, Qp =20 k 13 2%
U, =10 mV, R = 5 k@2,
Fo = 1W SIN 54,7 dB f == 5,5 MHz, 05_1 =45 E 2,8 o,
Eingangswiderstand ) NF-Abregelung
fiir offene Verstirkung Ui =1 mV, Unfny bel Ry = 54,
UniFmin bei Rs = 0, f = §,5 MHz
f=1kHz Ri 455 kQ 201 UpFmax 60 70 dB
g MFmex
Klirrfaktor . UNFemin
— B ingangswiderstand
f=1kHz, P, = 50 mW k 1.3 (] Up =10 mV, | = 5,5 MHz [ 28 Kl
f =1 kHz, P, = 850 mW k 1,43 10 LA U =10 mV, f = 6,5 MHz R - a
f=1kHz, FG = 925 mW k 3,16 'f. Eingangskapazitét )
8 Uy = 10mV, f = 55 MHz Ci 2.7 pF
f==1kHz, P, =1W k 8.0 /N Up =10 mV, f = 6,5 MHz c, 37 pF
") Dle Kihifliche bezieht sich auf eine einseitig kupferkaschierte Platinen- , ,, fir B Urr gt diejenige Span-

flache (K = 8 cm?®, die sich unmittelbar om Bauelement befindet und  nung Uy bei der die Ausgangssponnung Unp um 3 dB Klainar als bsi
mit den Anschlissen 3—5 und 10-12 verlbtet ist. Up=10mV ist {Ujp = U (threshold) ).



A223D

Integrierter Ton-ZF-Verstarker u
vorzugsweise fir den Einsatz im Ton-ZF-Teil von
Fernsehgerdten, AnschluB von Videorecordern und

Tonbandgeréten mdglich.

-]
nd Demodulator,

Bauform 5

Ans&luﬁbeTegung
1 Masse

2, 13 Arbeitspunktriickfihrung
des ZF-Verstarkers

NF-Eingang
Referenzspannungsausgang

3
4
5 AnschluB zur Lautstéirkeregelung
6

, 10 ZF-Ausgéinge

Blockschaltung

7,9 AnschluB des Phasen-

8

"
12

14

schieberkreises

Ausgang fir regelbare
NF-Spannung
Betriebsspannung UCC+
Ausgang fiir konstante
NF-Ausgangsspannung
ZF-Eingang

Ut 1 4 3
|
NF-Vorverstiirker
Referenz-
qustte
L
k Upet
z FM-Koinzidenz-
- _K_l_ demodulator
F-Begrenzer-|
verstdrker L'f
L}
z — | P} 1
ﬂ_ ) J_
[ 7 3 ¥

Grenzwerte giiltig flir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung

Spannung an 5
Einsatzfrequenzbereich
Verlustleistung bei #, = 25 °C
Betriebstemperaturbereich

Ucc
Ug

f
Py

‘90

ot

min 10V max 18 V
6V

0...12 MHz

400 mW
—25...470°C

Statische Kennwerte (#q =25°C —5K Uec =12V, Rg =10 k)

Gesamtstromaufnahme U; =0
Stabilisierte Spannung
Gleichspannung an den
NF-Ausgéngen, U; = QO

Eingangswiderstand am NF-Eingang

Ausgangswiderstand an 8
an 12

Dynamische Kennwerte

(fg =25°C—5K, Ucec =12V, = 55MHz, A f = 1 50 kHz, {

lso 135 (<175 mA

Uy 4,5V
Ug 38V
Uja 59V
Ri3 2,3 k0
Rog 1,1 kQ
Ro12 1,1 kQ

m — 1 kHz,

m =103, Uy =10mV, Qg = 45, C;, = 1,5 nF, Cy = 47 nF, R5 = 10 kQ2)

ZF-Spannungsverstiirkung U;zp= 10 uV

ZF-Ausgangsspannung U.zp — 10 mV

Eingangswiderstand U;zp = 10 mV

Eingnngsspannung fiir Begrenzungseinsatz

NF-Ausgangsspannung U;zp = 10 mV

Ucc= 18V, Ujzp = 500uV

Umfang der Lautstérke-

regelung Rs = 10 kQ/0 kQ
NF-Verstérkung

UNF3 = 100 mV, prgﬂ 1 kHz
AM-Unterdriickung U;zp = 500 uV
Klirrfaktor

Qg = 20

Qp = 45

QD = 45, UNF8 = 60 dB
Signal-Stérabstand U;zg = 10 mV
NF-Gerduschspannung Rs = 0 kQ

AuZE 68 dB
Uzrg 255 mV
Uzpqg 255 mV
Ri 100 k&
C; 2,8 pF
Uit 35 uVv
UnNFs 1,2 Vv
UnNF12 1.0V
‘UNFs 1,25 V
UnNF12 1,05 V
UnNFs %0 dB
AUNF 16 dB
aAM 60 dB
k 1,1 %
k 2,4 %
k 2,8 %
ag/N 80 dB
0, 12 uVv



A 223 D/A 224 D  Ton-ZF-Verstirker
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Ubersichtssehaltplan Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3)

Typstandard: A 223 D TGL 35149
A 224 D TGL 42624

Bezeichming der Anschliisse

1 Masse 7, 9 LC-Phasenschieberkreis

2 zweiter Eingang (A 223 D) bzw. piezokerami
3 NF-Eingang sches Diskriminatorfilter

4 Referenzspannungsausgang (A 224 D)

5 Lautstéirkeregelung 11 Betriebsspannung

6, 10 ZF- Ausgiinge 13, 14 LC-Eingangsfilter oder piezo
8 regelbarer NF-Ausgang keramischer Eingangsfilter
12 ungeregelter NF-Ausgang

Die bipolaren Schaltkreise A 223 D/A 224 D sind FM-ZF-Verstidrker mit Demodulator fiir
den Einsatz im Ton-ZF-Teil von Fernsehempfiingern.

Eigensehaften

Fnthilt einen  8stufigen hoeh verstirkenden symmetrischen Begrenzerverstirker,

- liber Gleichspannung regelbares NF-Signal,
die Lautstirkeeinstellercharakteristik ist keinen Sehwankungen unterworfen wegen der

internen Referenzspannung,
~'ein konstanter NF-Ausgang und ein zusiitzlicher NF-Eingang ermdglichen den Anschlufy
von Videorecordern oder Autorecordern,
sehr kleine ZFP-Restspannungen an den NF-Ausgiingen machen Oberwellenstérungen der

v

Bila-ZF durch die Ton-ZF vernachléissigbar.
Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

- ZF-Begrenzerverstiirker,

- symmetrischer Koinzidenzdemodulator,
- getrennte NF-Vorverstirker,

-+ Referenzspannungsquelle.

Beim A 224 D sind Eingang und Demodulator fiir den Betrieb mit piezokeramisehen Fil-
tern angepafit, wihrend der A 223 D zur. Beschaltung mit LC-Kreisen vorgesehen ist.

Ausgewidhite Kennwerte

Betriebsspannung UCC =10 ... 18V
Stromaufnahme ICC =9,5 ... 17,5 mA
Verlustleistung Ptot < 400 mW
ZF-Spannungsverstarkung AuZF = B7 dB
NF-Verstiirkung unabgeregelt Au.‘i—s = 16 dB



A 225D

Integrierter FM-ZF-Verstarker und Demodulator vor-
zugsweise fiir den Einsatz im FM-ZF-Teil von Hér-
rundfunkgeréten. Der Schaltkreis besitzt Instrumen-
tenanschluB zur Amplitudenanzeige, wahlweise posi-
tiv oder negativ gehende Mono-Stereo-Schaltspan-

nung,

AFC-Ausgang (Gegentakt-Strom-Ausgang)

mit Abschaltautomatik, tiber einen groBen Eingangs-
pegel-Bereich einstellbare Rauschsperre, die auBer-

dem auf Verstimmung anspricht.

Bauform 7

AnschluBbelegung

A231D

" Integrierte RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung fiir-

den Einsatz in Farbfernsehgeréten. Die R-, G- und
B-Ausgangsimpulse erlauben die direkte Ansteue-
rung der Videoendstufe.

Bauform 6

AnschluBbelegung
1 - Gleichspannungseingang

2 - Referenzspannungsausgang
3 - Farbdifferenzeingang Up.y)

4 - Betriebsspannung
5 - Blauausgang — Ug
6 - Helligkeitseinstellung

9 - Masse
10 - Rotausgang — Ug
11 - Dunkeltasteingang

12 - Dunkeltastausgang
fiir negative Impulse

13 - Leuchtdichteeingang Uy

12 glunzs:r~5ingung fiar Ig‘ s Et?rsi:rl;ssi:t::;:'gﬁa 7 - Durkeltasteingang 14 - Y-Riickkopplung
AFC-Abschaltung 12 Eingang fir feldstarke: fur positive Impulse 15 - Masse :
3 AFC-Abschaltzeitkonstante abhéngige Abschaltung 8 - Griinausgang - Ug 16 - Farbdifferenzeingang Ur:vy
4 Tlafpaﬁkond':lnsqtor fiur 14 InstrumentenanschluB und Blockschaltun :
Legs:;naal:hunglge Stereo-Schaltspannung Ocks 9
3 AF‘C-A:rs;:::\;ng (positiv gehend)
¢ Tulsobidorsator s 13 SpemungrEnselung g5 | gy for- | | Rt | m
nterdriickung des - o . (X~
schaltknackens bei Ver- ?::;e;iiﬁg\zlr::ﬁa;nung Emgctng Matrix Ausgang
stimmung und zu kleiner 16, 17 Arbeit I
7 Eﬁ!ﬂ;ﬁa’:‘:ﬂg des ZF-Verstdrkers ) f
8,11 Begranzerverstarker- 13 ZF-Eingang
Ausgéinge
Blockschaltung 7 Sﬁfifgz;gs | | pematri- [P Gran- | | Gran- | 8
o=l SO = —— . )
: stufe Matrix- Ausgan,
] W E % }f..__..__’_ef{:,ﬁ eingang gang
|
ite
- Blau- Blau- 5
J 3 Blau o
r— Eingang Matrix Ausgang
denz-
dewagi-
; faior I__—J
ﬁﬁ 7 | feferenz- Leuchtdichte-| | Dunkeitast- Dunkeltast-| 12
| spannungs- eingang ¥ schaltung ausgang
quelle
‘g'.?b-—-—-l ] 1 I I Ug -v—-—-fo
i w7 o7 g
Grenzwerte
Grenzwerte giiltig fir den Betviebstemperaturbereich min max
min max Betriebsspannung Ucc 15 \')
Betrlebsspannung Ucc 4 |V Spannung am Y-Eingang Uiz 0 3.5 v
i"a::l:;ﬁf‘m I mA Spannung an den Gleich- Uy 0 9 v
Strom aus dem | oA spannungs- und Farbdifferenz- U; 0 9 v
AnschluB 15 15 eingéingen Usg 0 9 v
Betrlebstemperatur- i, — 25 +7 °C Beluslung_'sstrom der lg 35 mA
bersich?) Farbausgénge Ig 35 mg
E lo 35 m.
Statischa Kennwarte (5, = 25°C — 5 K, Uge = 12V) Belastungsstrom fiir den
Dunkeltastausgang Lz 15 mA
IGnumuhnmqunuhm- lec max 15 mA Dunkeltasteingangsstrom Iz -2 42 mA
1 - I -2 + 2 mA
ohne Signal Belastungsstrom der Referenz-
Dynamische Kennwerte (2, = 25°C - 5K, Ucc =12V, f = 10,7 MHz, spannung l2 -2 + 2 mA
Af = £ 75kHz, f, = 1 kHz, Qg = 25, Belastungsstrom fiir die
. Y-Riickfl -
Cip = 470 BF, Ippc = 0 pA?Y), Deamphasis 2,2 k, 22 nF) Riddihrung T 3 +3 mA
. Gesomtverlustleistung
min typ max v bei e = 25 % Plet 1 060 mw
'TIF-‘::‘?:?II g rannine Une 270 320 " Sperrschichttemperatur ‘Bi 130 °C
AM-Unterdrickung Warmewiderstand Rnja 70 KW
U = 10mV, m = 0,3 apm 57 66 dB Betriebstemperaturbereich # - 10 -L55 “C
Elngungsspcnpungl fiir PR ] 33 50 Yy
egrenzungseinsatz Elektrische Kennwerte (#a == 25°C 4-5K, Uprr =12V
Spannung zur / - »Ueoe = .
Feldstark i = = —
[olesisaeie ‘ Us = 24%, Uy = Uy = U =69V, Uy = 16V)
U= 6V Yie 200 ™ . Gesamtstromaufnahme Icc 150 mA
Spannung zur Einstellung Sch
O 2o Us 22 v Farbavsgange™ oo U 7.6 88 v
U, = 10mV Usg 1 v Relﬂt!ve Schwarzwertpegel-
Schaltspannung fir abweichung FAY VIS 160 mV
AFC ,aus” Schwarzwertpegel des
:(,":';Ikl:nll-:z (V] 20 m¥  Dunkeltastausganges UDTsw 8,3 9.5 \
U, =10 mV k 0.4 0.8 9 Farbdifferenzeingangsstréme 123014 6 uA
Differenz der Farbdifferenz-
eingangsstréme |AN,3.4] 3 uA
g :;I l.‘e’d‘l chre ::'ldd:. Funk nicht gewdhrleistat ‘ Y-Signal-Verstirkung
a altkreise s m unter B =
gung der Temp bhéngigkelt der Kenngr8Ben fiir den vorgesehenen ‘3 Unt . ‘0'5 v fohl A“(V) 2.3 31
A dungsfall «f : ematrizierungsiehler
1 ist der Strom, der aus dem AnschluB 5 (oder in den AnschluB 5) U3 = 2,1V, f =1 kHz,
fllad. Dugg= A uz =03V ~Frop 5 %o
% Als Eingangssp fir Begr i gilt eine Spannung U;  Nichtlineare Verzerrungen
bel der die NF-Ausgangsspannung (Upe) 3dB klelner als bel U, = im Blaukanal
10 mV ist (Up = U, {thrashold)). li\s o 82V, U; ;-Vﬁ.!? v,
") O, ist nach Anlegen elner veréinderlichen NF-Spannung U; mit der Fre- 5(1)= - .
quenz f; an den AnschiuB 2 zu beurtellen. Uy ist nach Aufregeln von 0 /[ U5(2)E =10V, U; =13V mg 10 e

am Punkt lapc = 0 zu messen,



A232D

Integrierte RGB-Matrix mit Teilschaltungen fiir eine
Signalausblendung sowie direkter Ansteuerung lei-

gern

Bauform 6

AnschluBbalegung
1« ¥-Ein,

gung
2 « Farbdifferenzsignaleingang Blau
i Blau

9 « Betriebsspannung

10 « Ausgong Rot

3.
i = Forbdifferenzsignoleingang Griin
Grin

1 « G
12 « Ausgang Griin
13 . Gagenkappl

Raot

& - Farbdifferenzsignaleingang Rot

7 - Ausblendeingang
& - Tosteingang

q Griin

14 - Ausgang Blauw )
15 - Gegenkepplungseingang Blau
16 - Mosse

Grenzwerte glltig fir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung
¥-Eingangssponnung

Farbdiff

Ausblendspannung
Tosteingangssponnung
Ausgangsspannungen
Gegenkopplungsspannungen
Tasteingangsstrom

Gesomtverlustleistung (&, = 25 °C) P,

Betriebstemperaturbereich

Blockschaltung

min max
Uce 132V
U 0 Yee
Uss Us 0 Uee
Uz Uy: Uy ] Uee
Ly 0.5 2,3 - Uge
Uy 0 Uee
Uss 520 12 Uge +3V
Un; Ui Uy 03 Uge Uee
=y 1 mA
12w
i =25 +55°C

o 2
v 1
-
5.2
& £ &
i SES =
T E
a ] £
v ' = \> =
|:'|°2 | = % —— Y s &[
-4— 1 -
3 i i
B Lt 8w | L= %& —
HE &> & £ 5
& | ) | 1
g | B = I z
= i
£ 2 =
. i3 ) T
LI i P
'g ' & &
= 0 '
& B EEE |-y ETE |
5 K
a% &84 £82 283
e J I ¥
o =L =L _ =L
T= rs TS
= 2 =
T V V
Statische Kennwerte (i, =25 °C — 5K, Ugg = 12V, Uy = 1.5V)
min p max
Gesamtstromaulnahme lee 85 mA
Farbdifierenzeingangsstréme lgi g ls 3 A
{Quallwidarstond < 200 Ohm)
Kl 1sai
Elemmung .ein” Ugg 7.5 W
Klammung waus" Up 65V
Ausblendung .ein” Ugga, 1V
Ausblendung ,ous” LT 2 v
Klemmimpulseingangsstram
Klemmung .ein™ Iy 1 A
Klemmung wous" N =60 A
Ausblendeingongszpannung
Ausblendung .ein® Uy 1 W
Ausblendung wous” U; 05V
Auzgangsstréme Lz Dizs 35 mh
Gegenkepplungsspannungen Uges Ungr Uy 59 61V
Einstellspannungsbereich Us: U o Uee
Schwarzwart Uy Uyqa 1,8 "

Dynamischa Kennwerte (il, = 25°C - 5 K, Ugg =

Einstellbereich der
nominellen Verstirkung
Slag = £5V

Steilhelt des Diff Gk

Intagrierte Lastwiderstanda’)

Var
Farbdifferenzeingéingen bazw.
¥-Eingang und Gegenkepp-

lungsaingdngen

nominelle Signalamplituden

Spitze-Spitze Werte bei 75 7,
Farbe

12V, U = 15V)

fat™ 2 k40%
so typ. 20 mAV
Riofer Bizie Rogsy  typ. 640 Ohm
Ay typ. 0 dB
Ug v typ. 105V
Ug y typ. 0.62 V
Ug.y p. L33V
Uy typ. 1.0V

") Die integriarten Lostwiderstinde liegen jeweils in Reihe mit einer
Diode, wodurch die Widersténde bei Ui, 12, u 2 Ugg unwirksam were

den,

1d

Die fir diesen Fall er

missen fir

einen Strom von nominell 5 mA bemessen sein.

A240D

Integrierter Bild-ZF-Verstarker fiir Schwarz-WeiB- und
stungsarmer Video-Endstufen in Farbfernsehempfén- qubfernsehempfanger' Neben dem ge]—ege!ten ZF-
Verstarker enthalt der Schaltkreis einen bildtréger-
gesteuerten Demodulator und einen Video-Vorver-

stdrker.

Bauform 6
Anschlufibelegung

1,16 - Eingang ZF-Signal
2, 15 - ext. Kapazitat

3 - Masse

4 - Siebung der Regelspannung
5 - Tunerregelung

6 - Tunereinsatzregler

Blockschaltung.

7 -Eingang Tastimpuls
8, 9 - Referenzkreis

10 - WeiBpegelregler

11 - positiver Videoausgang)

12 - negativer Videoausgang')

13 - Versorgungsspannung

14 - stabilisierte Betriebsspannung

il %
LU
2 775 8 18 g 170 7%
| S A A A A SR A E—|
| |
] i
76 oo . i
| ZF-Verstarker ——  Jemodulator |
7ot - -
| LStabilis. }
| | |
|
| b
|| Seoweliwert-| | Regel- Tast- Videovor- |—e
§ o+ verstirker [ verstir+— verstirker [ verstirker 177
| ker ]l °
|
| I
-4 .
J & ¢ 7
Greniwerte min max
Betriebsspannung Uece 15 A
Stromaufnahme lis 50 mA
Spannung am Anschlufl 5 Us 15 v
U‘ =0 V. Uﬁ =0V
Strom von den Videoausgéngen Iu/a 5 mA
nach Masse hafs 5 mA
Spannung an AnschluB 10 Ui -1 +3 \'
Tastimpulsspannung - Uy 1,5 v
Gesamtverlustleistung Peot 700 mwW
By =25°C
Sperrschichttemperatur 01 125 *C
Umgebungstemperatur tg -10 -} 55 °C
Elektrische Kennwerte (#, == 25 °C +- 5K, Ucc=12V, R, =130 Q)
min typ max
Betriebsstrom Uy = 55V l1a 20,7 25 mA
stabilisierte Spannung i3 = 40 mA Uy, 6 64 V
Gleichspannung an den Uy 4,8 5.5 v
Videoausgéngen o = Uiz 8,3 7 v
Minimale Gleichspannung
an AnschluB 11 (Gleichpege!
Synchrondach)
y =20mV, Uy = 55V Yyimin 19 21 23 Vv
Tuner-Regelstrom
10 dB nach Tuner-Regeleinsatz Is 3 12 mA
Minimale Eingangsspannung
uy = 2,6 V,, Ui min 102 350 uV
BAS-Ausgangsamplitude
vy o= 20 mV, Uy = 5.5V Uy 2,6 3,2 4,2 V“
Uiz 2,0 35 V..
Regelumfang MNAZE 50 64 dB
Videobandbreite Aun = -3 dB Bvideo 7 8 MHz
Ton-ZF-Spannungen an
den Videoausgéngen
_B:r UDF(11) 30 60 mV
f=65MHz, TT =30dB Uprzy 30 mV



A241D ]

Integrierter Bild-ZF-Verstéarker mit interner AFC-Ge-
winnung und VCR-Betriebsmaglichkeit fiir Farbfern-
sehgerdte >

Bauform 5

AnschluBbelegung

1,16 Eingang ZF-Signal 7,10 AFC-Kreis .

2,15 Externe Kopozitat 8, % Referenzsignalkreis

3 Tunerregeleinsatz- 11 Betriebssponnung
punkteinstellung 12 Videocausgang
Tunerregalung 13 Masse

5 AFC-Regelstrom 14 Siebung der Regel-

6 AFC-An- und Abschaltung spannung, VCR-Schalter

Grenzwerte giiltig fir Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung Uee 14V
AFC-Schaltspannung Ug 6V
Tunerregelstrom la 12 mA
AFC-Strom ls ) t1mA
Betriebstemperaturbereich g =25...+55°C

Blockschaltung

—

{38V

amw
-Aug -

2

g

2002
2

i 20

1%

[¥i
Au
stu

Up
-
77

+
T

Videg-
vorver-
iy

s

i Videssig- 1}

2ZF-§ynchron-
demadutation

Referenz=-
signalkreis

il

4

P 5 8
. Fis i
=+ £ '
& 8 &
i >
£
it e
LRI
&t
ST iits
Eilw F
BT § =
ol
Statische Kennwerte (!, = 25°C, Uy = 12 V)
min max
Stromaufnahme lec 70 mA
Ausgangsspannung
vy =0, Uy=281V) U 57 63V
Ausgangsspannung AVR .ein"
(i = 10 mA, Uy = 6 V) Uy 300 mV
Ausgangsstrom AVR
(Uy=26WV) I 0 mA
Schaltspannung AFC ,ein® Us 3
AFC .aus” Ug 2V
Schaltspannung VCR Laus® Un 1V
AFC-Symmetris
(uyy =0, Us=2461V) Als ~40 +40 pA
Dynamische Kennwerte (0, = 25°C, U;; = 12 V)
BAS-Ausgangsamplitude bei Ujgge 2,25 306V
Resttréigar 10 %y (uy = 20 mV g}
Synchronpegel (4 = 20 mV ) Uy 2,9 32V
AFC-Strom
(uy = 20 mV gy 1 = figy £100 kHz) |5 —200 +200 pA
Ton-ZF-Spannung am Video-
Ausgang mit Selektion .
Upr v
(1 = 6,5 MHz, Urr = 30 dB) upF 10 m
min. Eingangsspannung fiir
Erreichen das Synchronpegels uy 200 uV
Regalumfang DAZE 50 dB
ZF-Restspannung am Video-Aus-
gang 38,9 MHz (uy =20mV ) Ugp . 50 mV

Wideobandbreite Byideo @ MHz

A2aaD - n

Integrierte AM-Empfangerschaltung fiir AM-Empfén-
ger bis 30 MHz. Der Schaltkreis beinhaltet neben
Vor-, Misch- und Oszillatorstufe einen vierstufigen
ZF-Verstéirker und zwei unabhéngige Regelkreise.
Neben der Regelung von drei Stufen des ZF-Verstdr-
kers wird die Vorstufe geregelt, wodurch eine sehr
gute GroBsignalfestigkeit erreicht wird.

Bauform 5

AnschluBbelegung

1,2 Eingang 10 Ausgang Indikator

k) Eingang HF-Regelung 11,12 ZF-Eingange

4,5, 6 Oszillater 13 Anschluf C

7 ZF-Ausgang 14 Betriebsspannung

a Masse 15, 16 Mischerausgéinge

9 Eingang ZF-Regelung

Grenzwerte: min max
Betriebsspannung Uee 4,5 15V
Betriebstemperaturbereich L -10 + *'C
Logerungstemperaturbereich  #,, =40 +125 °C

Blackschaltung

.
45V 18V

1.2F 2.2F 32F 4ZF |
7

n

=3

0

c 2 Upe Abstimmanzeige

Elektrische Kennwarte (#, — 25°C-5K Upp = 9V, §; =1 MHz

Faxh 4

_ii_=l|n ,EZFZ{'SSH"!.‘.“:'ILHz,m—-D.a]
HF-Teil:
Eingangswiderstand min typ max
Uy=0oV RiHE 34 kil
Uy == 04V RiME 4,2 ke
Mischer-Ausgangsimpedanz Ianr 420 kQ
Mischer-Ausgangskapazitit CoHE - 4.2 pF
ZF-Tail:
Regeleinsatzpunkt') UireZF 140 v
Regelumfang A Unp = 10dB DA 7F 60 dB
max. ZF-Eingangsspannung
k=10"% Ui 7Fmax 295 mY
ZF-Eingangswiderstand
Uy V RizF 2,9 k
Up == 0,4V RIZF 3.4 k2
Ausgangsimpedanz Zo7F 160 [ £4]
Ausgangskapazitét CozF 7.5 pF
Gesamtempféinger:
Stromaufnahme Ugone=0V Icc n.e 16 mA
Regeleinsatzpunkt?) UiReHF ¢ o
Regelumfang A Unyp= 1048 AhA, 95 dB
Signal-Rauschabstand
UsoHr = 20 uV siN 24 3 dB
NF-Ausgangsspannung
UGOHF = 20 pV UnE &0 120 mV
UGOHF = 500 mV UNE 100 320 560  mV
Kilrrfaktor
UgoHE = 30 mV k 2 L A
UG oHF ™ 500 mV k 2,3 10 9
Eingangsspannung fiir S/N = 20 dB
"' _; 2, m=03 Uyne 12,0 uy
max,
' :’ 5 fﬂﬂﬂ-ﬂﬂnnuﬂﬂ UIHF mox .8 v

" Als Regelelnsatzpunkt gilt die Eingangsspannung Uy bel der
Ly 10 dB

= — st
MNUNE 3da
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Integrierte Horizontalkombination fiir die Impuls-
abtrennung und Zeilensynchronisation in Fernseh-
empfdngern mit transistorisierten Zeilenendstufen.

Bauform 5

AnschluBbelegung

1 — Masse 8, 9 — Schaltstufe

2 — Ausgang Zeilenimpuls 10 = Eingang Zeilenriickschlag-

3 — Stabilisierte Betriebsspannung impuls

4 — Siebung der Regelspannung 11 - Sollphaseneinsteilung
des Oszillators 12 — Siebung der Phasen-

5 - Eingang BAS-Signal regelstufe

6 — Ausgang Synchronimpulsgemisch 13, 14 — Einstellung der

7 — Ausgang Bildsynchronimpuls Oszillatorfrequenz

Blockschaltung

T
]
|
|
|
|
|
|
|
]| =
|

Amp[/i‘aden-__ B:_Id- Ausgarngs- i
5oL | sieb mit figp stufe S
I | Stéraustastygl— {abie L. 'S__ |
I stufe - (Stabiirsg. i
1 .,
bt—— | P 72

| 3 g Oszillator hasenregel ||

! Scﬁaff | Phasen-| __| it sehaltuiy |

! stufe ven-

] ; Frequenz - —t—

i gfflu;‘?u requenz 5k |

! kg | |92 aitg| | | 2ehing |

i |

L ‘J‘ S -_—}-_L_—HH_P__L—J

8 3 & 1w 7
Grenzwerte
min max

Betriebsstrom lcc 50 mA
Eingangsspannung
an Anschluf 5 ]—U|5I 6 v
Eingangsstram Is 157) 2000 pA
Ausgangssperrspannung U, 12 Vv
Ausgangsstrom I 22 mA
Eingangsspannung
des Zeilenriickschlagimpulses |—U| 10! 5 \
Zeilenriickschlagimpulsstrom lig 0,59 5 mA
Umschaltstrom Iy 29 5 mA
Spannung fiir Sollphasenein- Uy 0 + U; v
stellung
Betriebstemperaturbereich g - 10 -+ 55 °C

Elektrische Kennwerte (#,= 25°C ~ 5 K, Ucc=12V,R;, =759,
f=15625 + 5 Hz)

min max

Stromaufnahme am
AnschluB 3, Up=09V I3 50 mA
Spannungsamplitude
des Bildsynchronimpulses
Us = 0,9 V,, U, 8 v
Restspannung am Ausgang 2
lz =20 I'I'IA, U‘j] = U2 rest 550 mV
Dauer des Horizontal-
ausgangsimpulses t; 23 30 us
Dauer des Bild-
synchronimpulses t; 150 400 [TH
freilaufende Oszillatorfrequenz
Cﬂo! = 10 nF
Run = 10,5 k@ fo 14 062 17 188 Hz
Frequenzfangbereich
Us=1V, + At 645 Hz

— A 645 1 000 Hz

) bei Unterschreiten Funktion nicht gewdhrleistet

A255D L
I H, ian_zur direkten An-
g von Thyristor-Ablenksch und Trei-
fer von Transi Ablantedhal
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fidr l

etsennte Ph
i Zedonridloufingu On-uelnr

- gcrmg. Steeuung der BiTomaresens und Gosamiphosen:

- Stabilltat gegen T, und B
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Baulorm &

AnuchluBbalegung

I — * Eingong Smcbscaimiut-
HE e 8 abiissnstile
Fotisontaiutete Uy 10 Eingang Stdrigrat
3 Rusgang dur Pinivansat auniage
e 11 Ausgang VCR-Umechalisr
. b
rthalute 12 Muspar Tanbeasiamies
3 ,
Aungang Promealaich 2 135 Alngang Phasesvaraleich 1
4 Eiagang Zaileasiihlasfimpuls I
! Auigang " i
2 Ausgang Venibatipachian: aimateilung
npvs 16 Mavke
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Helemtal mpulisesiten.
michaNspannurg
Batrlabuipanmeng de

Hsl

Fingangupansng der Sinchran.
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tingasgupansing du

Learugaala
Usschehpansrny 1 m. VCR Bairinn

sisdes £ ¢

Flebotlee

Snstinche Kanamerta (8, = 33°C = 3 K Uy = 12V
x

Srromoutnoame.
Aurgangrimeanuag das Teilan:
rickiad-Dusbaliaatimeslies

Ty

U= 12—y 439 (™

Aagungmpanmng den Fasbinchica
£ B mA U Yy 3 Uy
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U =BV My = Y 8 ~lua
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Uy W U =1V 8V e
Tingongiitien dor VCR Unschaltung

Uy = 12V —p 43V,

Uy =12V W

Up = 1% -1
Eegeiuiron dos Phasan:
vk

Unm b, u\. =1v,

Ly o= 33V — 80 bal thy

Uy o 12V 32 Bal <hs the
Spemimom des Fhowan
Ehiminatars 1

Uy o 6V, Uy = W,

Uy = BV s SAV e
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=g, L= 0V ey TH, tha
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e, Uy 1Y,

U= BV 83V =
Amgangrgannmg wishes den

1
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Uy €TV Uy 1,
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Integrierte Videoverstdrkerkombination fiir Schwarz-
weiB- und Farbfernsehempfénger. Neben der Ver-
stérkung des Video- bzw. Luminanzsignals enthdlt
der A 270 D Funktionsgruppen zur Strahlstrom-
begrenzung, Schwarzwerttastung und Helligkeits-
klemmschaltung. Die Kontrast- und Helligkeitsein-
stellung erfolgen durch Gleichspannungen. An den
Schaltkreis ist der Anschlub einer Verzégerungslei-
tung beliebiger Impedanz méglich.

Bauform 6
Anschlulibelegung
1 = Ausgang 18, 11 - Tasteingdnge fir
2 - Betriebsspannung Herizontalimpuls
3 - Eingang ‘.Ilg, 14 - li:(edlllgh;uelnnellung
« Kollek - Ladekondensato
; - ggﬂ: tor } 1":'::;5-.?»::'_ flir Klemmregelu'ng
& - Emittar 15 - Signoleingang fir
7 - Kentrostelnstellung Klammregelung
8, 9 - Srrohlstrembegrenzung 16 - Masse
Blockschaltung
mozoon now 2
1 1
, T
— 1
| Videa- Helligheit Sewarzwer-|
3 1= - L1715
verstaner Memn- | L fastsopoitung ||
I schalter 1
| 1
I |
|
7o Kontrast =7
L | stratstrom- Edstufe | |
ﬁ*m‘l_m e
i
IS S S S d
& ¥ 5 F
Grenzwerte
min max
Betriebsspannung Ucg = Ui 155 v
Kallaktor-Emittar-
Spanaung des npn-Transistors  Ugg 13.2 v
Kaollektor-Substrat-Spannung
des npn-Transistors Wins 15.5 v
Emittar-Basis-Sperrspannung
des npn-Transistors Ugs 5 v
Kollektorstrom des
npn-Transistors Te 10 ma
Basisstrom des
npn-Transistors Iy 2 mA
Verlustleistung des
npn-Transistars
g =25°C Fron 20 mw
Spannung an den
Anschlissen 8 und 9 Usats -2 T4 v
Usaa -2 +4 v
Spannung an den
Anschlissen 10 und 11 Usgag —5 +6 v
) Usiats -5 + & v
Sponnung an Anschluf 15
Ry 5 5.6 k0 Uisng 1] + 5 v
Signalspannung an Anschiuf 3
Uz =12V Ugas 2 v
Ausgangsstram -la 20 mA
Gesamtverlustieistung
fg =25°C Piot 700 mw
Betrichstemperaturbereich &, =10 + 35 “c
Elekirische Kennwerte  (Ups =12V, #, =25 "C L 5K,
Urag = 2.9V}
Stromaufnahme
Up=12V, h=1L=0 Iy k] mA
Spannungsverstérkung
£ WUang ™ Sprung ven
32 0uf 36V
Upag = 3,2V Ay 20 2.8
Sattigungsspannung des
npn-Transistors
Iy = 0,8 pA Ui gsar 120 mv
Schwarzwert-Einstellbereich
Ugg= 1,2V LEITRTY 0,5 v
Upgg == 4,2V Ui 3 v

Schwarzwertabweichung
2 Uy = Sprung von 2,8 auf 3,6 V
Usgyp =20V S Uies 0 mV

Nichtlinearitit des

Ausgangssignals

Uigag = 0.8V,

& Usnghy) =

Sprung von 3,2 auf 3,6 V

& Uala) =

Sprung von 2,8 auf 3,2V ™y 0,05

Nichtlinearitdt des

Ausgangssignals im Kon-

trasteinstellbereich von 15 dB

la =0 Uz () =32V

Unnsle) =25V, Ue(3 =17V

& Usas = Sprung von 3,2 auf 40V my 3! 0.1

Knnl(a;mtnimllumhnq

£y Uyag = Sprung von 3,2 auf 4,0V

Uragli) = 1.2V,

Uragla) = 3,3V, 13 =0 oY 0 dB

Ausgangssponnung bei

Strahlstrombegrenzung

Upig =21V, Upnu = 3.2 ¢

AU

= Sprung von 3,2 auf 4,0V O Uhag 160 my
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Integrierter Schaltkreis zur Lautstdrke- und
Balanceeinstellung von Stereo-NF-Verstarkern

Bauf

orm 5

Anschlufibelegung

1,2

Eingtinge der physiolegischen

NF-Massepunkt

Lautstarkekorrektur rechts 11 Eingang des Loutstérke-
3 Ausgaong der physiolegischen Balanceeinstelles links
Lautstéirkekorrektur rechts 12 Eingang Balanceeinstell-
4 AnschluB fiir Widerstand zum spannung
Einschalten der physiolegischen 13 Eingong Lautstérke- »
Lautstéirkekorrektur einstellspannung
5 Ausgang der physiclegischen 14 Eingang des Lautstarke-
Lautstérkekorrektur links Balanceeinstellers rechis
4, 7 Eingtinge der physiclegischen 15 Masse
Lautstéirkekarrektur links 16 Ausgang des Lautstérke-
8 Betriebsspannung Balanceeinstellers rechts
9 Ausgang des Loutstéarke-
Balanceeinstellers links
Blockschaltung
7 & 5
SR SN S .
' I
- | H>— ||
|
L'| ainstettbarer Venstirkes elskironisches Patentio- | |
I links mefer mif nachfoigendem |
; Operatisnsversidrien |
| links !
T L |
1
! Ansteuerschaifung Ansteverschal- | |
l Lautsidrke =] tung, Physioio= | |
| 1_ Balance M b gredeil :
I||. ¢ ]
I
| &lzkironisches Polenfi - |
) . mefer ait nachiofgendem
|} einsielibarer Verstarkes Uperationsverstarker, I
I rechis rechts I
|
O A 1 Y O — —
&
] 281 Z J 4
Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
min max
Betriebsspannung Uee 18
Steuerspannungen Un 12
Uy 12
U, 3
Lostwiderstand Ry 4,7
Betriebstemperaturbereich d, -25 + 70
Statische Kennwerte (ft, =25°C-5K, Ure=15V)
min typ max
Gesamtstromaufnahme lec 28 40
U“- = I..I-.; =gV
Eingangsstréme an den | FPRTY 1
Anschlissen 11 und 14
Eingangsimpedanz 7 7
ohne AuBenbeschaltung
Speisespannungsbareich 13,5 bis 16,5

‘15-::-:-::-:

mA,
nh
MQ

L)

Dynamische Kennwerte (0, = 25°C = 5K, Ugpe = 15V, | = 1 kHz)

Klirrfaktor k

y =

Ug =1V

Balance hargestellt

Uy ==
Ujy =

100 mV,
LAY

Ubersprechddmpfung ay
Balance hergestellt

U'| .
bei f

Ug=1V,
= 12,5 kHz

Lautsttirkeesinstallbereich
Balanceainstellbereich MAY

Fremdspannungsabstand oN

U|='

0,1V, Uy = 50 mV

Eingangsspannungsbereich
nominelle Eingangsspannung

min typ max
0,3 0.5

0.08 0,2

56 &7

36 66

+ 20 bis = 70
+ 10
52,5 55

0,1 bis 1
0,3

[ i’ﬂ

%

dB
dB
dB

dB
dB

v
W
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Integrierter Schaltkreis zur Héhen- und Tiefen-
einstellung von Stereo-NF-Verstérkern

Bauform 5
AnschluBbelegung

1.2 Eingdnge des Tiefenstellers 9,10 Eingéinge des Hahenstellers

rechts links

k3 Ausgang des Tiefenstellers 11 Ausgang des Héhenstellers
rechts links

4 Eingang der Steuerspannung 12 Eingang der Steuerspannung
des Tiefenstellers des Héhenstellars

5 Ausgang des Tiefenstellers 13 Ausgang des Hhenstellers
links rechts

4, 7 Eingdnge des Tiefenstellers 14, 13 Eingtinge des H&henstellers
links rechts

8 Betriebsspannung 16 Maosse

Blockschaltung

w0 .9

[
!

"l elkronisctes Fgnfometr elekironisches Potentiometor| |
|| mif ngchivlgendem oms- mif nachfolgendem Qperations-| |
V| verstdeker zur Hohenstelliung, verstdrker zup Mefensteflung, !
1| dinks links [
| Y ,
| |
| Ansteuersehal- Ansteuerschali-|
: tung Hihen- [ tung Tiefen- [ |
I 1 stellung 1 steliung i
I | |
I | elekironisches Pofentiometer | | elektronisehes Potentiometer :
UL mit machfolgendem Gpenations- it nachfbigendem (perafions-| | |
|| verstdnker zur Adhenstellung, verstdrker zur Tiefenstellung) | |
Ll rechis rechfs |
|
| |
L_t_ SRS — "f—JE ________ 1

ey oif e w29 =3 ag

Gl'tnﬂ.rh, giiltig fiir den Betrlebstemperaturbereich

min max
Batriabsspannung Uee 18 v
Steuerspannungen Uy 12 v
Uig 12 W
AbschluBwiderstand L] 4.7 kO
Betriebstemperatur-
bereich o —25 +7m °C
Statische Kennwerte {50 =25°C — 5K, UCC = 15 V)
min Lyp max
Speisespannungsbereich 13,5 165 W
Gesamtstromaufnahme
Ug=Up=55V; e 26,5 40 mA
Eingangsstréme 1.2 0,5 2 pA
|§.] I'.‘L5 2 |I.A
Pt 0.5 2 T8
YT 0,5 2 uA
Dynamische Kennwerte (i, = 25°C = 5K, Ugpg = 15V, f = 1 kHz)
min typ max
Klirrfaktor k 0,06 0.2 s
Ul = Uﬂ =1V
Obersprechdémpliung ag 56 65 dB
Ul - UD = 1V
Fremdspannungsabstand apy 56,5 &0 dB
U = 50 mV,
v, = 0dB
Tiefenainstellbaraich + 14 dB
f = 40 Hz zu 1 kHz
Héheneinstellbereich 1 16 dB

f == 15 kHz zu 1 kHz
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Integrierter Schaltkreis zur linearen Ansteuerung von

12 Lichtemitterdioden wahlweise in Punkt- oder
Bandbetrieb
Bauform 7
AnschluBbelegung
I Masse 10 LED &
2 Helligkeitssteuerung 11 LED 5
I mox. Referenzspannung 12 LED 4
4 LED 12 13 LED 3
5 LED 11 14 LED 2
& LED 10 15 LED 1
7 LED® 16 min. Referenzspannung
8 LED& 17 Steuerspannung
9 LED 7 18 Betriebsspannung Uee
Blockschaltung
' b 567 83V 12T
. A AL (14—
i _-_"_____"-‘n i
i LED Anzeigentreibar-Einhelt F' |
! I
i Umschaltérakt T Band-/ | |
| - Punkt- i
z i Matrix | l Matrix J Matrix Kennur !
1 | 'I
(17 Komparatorkette l
18¢ (Medwerterfassung und -aufbereitung) 5 be17
(U ——————— I ! (Uit
e e e . e e e - e e |t
16
i y
1
|

Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung
Helligkeitssteuerspannu
Steuerspannung

max. Referenzspannung
min. Referenzspannung

Betriebstemperaturbere

Statischa Kannwerte

Stromaufnahme

'lep = 0
Eingangsstréma

Uy =12V

Uy == 52V, Uygh =0
Unph =0

LED-5trom

U; = Uce

Betriebsbedingungen

Ucc o LT
ng u, o 18 v
Us 0 6,2V
Uy 0 6,2V
Uss 0 62V
ich ity -25 485 °C
(F, = 25°C —5K, Ugc = 12V)
min. typ mox.
lec 4,5 10 mA
Is 0,06 2 pA
hs 0.1 2 uA
Iy 0,06 2 pA
ILep L mA

Fiir die Spannung U gp an den Anschllssen 4 bis 15 wird gefordert:

Ulgp = 2,0 V fir
U Ep = 2,5 V Hir

ILeD
ILED

Die Betrisbsspannung des Schaltkreises darf

= 10 mA
= 20 mA
nicht kleiner als 5,5V

Arbeitsbereich der Eingangsspannungen

Uy U Usir
Flir UCC = 9V gilt

0-6,2V

=

U; £ Ugc—3V, Uy € Uge—av

Referenzspannungsdifferenz (U;=Uhg)

Punktbetrieb
Bandbetrieb

1.4 bis
1,2 bis

Umstellspannung fiir B
Punktbetrieb
Bandbetrieb

6,2V
6.2V

and-Punkt-Kennung

Us—Uu S 09V
Ups=Uqyy 2 1.3V

A281D

Nicht fiir Neuentwicklungen

Integrierter AM-FM-ZF-Verstarker fiir den Einsatz in
batterie- und netzgespeisten Rundfunkempféngern.

Bauform 4

AnschluBbelegung

Masse
Eingang
nicht belegt
Emitter T 6

—~O B R -

asse
Emitter T 3

Innere Schaltung

Grenzwerte

Betriebsspannung
Spannung

Sponnung

Strom

Strom

Strom
Umgebungstemperatur

Regelspannungseingang

8 Ausgang

9,10 nicht belegt
Betriebsspannung Ucg
Bosis T 4
interne stabilisiene
Spannung

1"
12
13

ke

Lind bl

min max
Uee "
Uzh - 4 L5
Ush 0.5 4
Iz 2
Iy 2
Iy 3
#a -10 + 70

mA
mA
mA
oC

Die Anschliisse § und 7 diirfen im Betriebsfall nicht ldnger als mox. 3 3 miw

einander verbunden sein,

Statische Kennwerte (L

a
Basisstrom T 6

Ucc =9V, Uy = -110 mV
Kollektorstrom T 3

Ugc =3V

Uge =9V
Gesamtstromaufnahme

Uce =5V

Uce =9V

Stobilisierte Spannung
Uge =5V

Yec =9V

= 25°C=5K U =0

min typ
-l 232
Iy 19
I 2.0
Icc 38
lec 6.4
Ussh 28
Uy 29

Dynamische Kennwerte (#, = 25°C — 5K}
AM-Betrieb (f = 455 kHz, f,, = 1 kHz, m = 0,8)

Obertragungsgewinn

Ug= 0, U, = 10 uV, Ugc =9V G, 65

Spannungsverstarkung

U, =5V Ucc =5V A, 88

Uy =5pV,Ucc =2V A, 9

Regelumfang®)

Uee =5V MRy &5

Uge =9V kg 70

Regeleinsotzspannung?)

Uee =8V Ui Reg 2

Uce =%V Ui Reg 73

min typ

NF-Ausgangsspannung

Uce =5V, Uy =50 uV Ung 241

Uce =9V, U =15 uV Upe 238

Ucc =9V, U =15mV Upre 508

Richtspannung

Upe =5V, Up =350 pV ~Ug 377

Uce =9V, Uy =15V —ug 82

Max, Eingangsspannung

Ugce= 59V. kS10%, Ugox 2

Ucc=9V. k2 10% Ujmar 19

Klirrfaktor

Ucc =9V, U =15mV k 7.2

Eingangsimpedanz

Upc =9V, Uy =200 4V R, 21
c, 5

FM-Betrieb (f == 10,7 MHz, f = 1 kHz, Af = 75 kHz)

Obertragungsgewinn

Ucc‘*?V.Ui‘wuV,Ug=ﬂGp &2

Uce =9V, U =25,V G, . &5

Spannungsverstirkung

Upe =5V, U =350V Ay 79

Uce =9V, U =5 uV Ay 88

NF-Ausgangsspannung

Ucc =5V, U; =50 mV Ung 410

Ugc =9V, U; =50 mV UNE 822

Eingal 1. Beg insatal)

Ugc =0V Uy 198

Ugc=sV Uy 205

AM-Unterdrickung

Ucc =19V, m=03 aam 55,2

Eingangsimpedanz

Ucc=9V,U =1mV R, 158
< 100

max
30 nA
mA

mA

mA

8.0 mA
v
v

dB

dB
dB

dB
dB

wv
wv

mV
mV
mV

mV
mV

mV
mV

l{l

kQ
eF

dB
dB

dB
mW
mV

n
uv

48

Q
eF

) Als Regelumfang gilt diejenige Eingangsspannungsiéinderung AU, , fir die

A Upp =10 dB wird, b

auf die Regelei

U

Reg,

7 Als Regelelnsatzspannung gilt die Eingangsspannung U;, bel der

AUy [AUE = 10/3 dB st
) Als B i gilt

-

die

bel der die NF-Aus-

gangsspannung um 3 dB abfallt. Bezugspotential ist dabei U; = 100 mV.



A283D

Einchip-AM/FM-Empfangerschaltkreis

mit NF-Lei-

stungsverstérker fiir Hérrundfunkempfénger

Bauform 5

AnschluBbelegung
ZF-Entkopplung
ZF-Eingang
HF-Masse
AM-Mischerausgang
AM-Oszillatorkreis
AM-Eingang
AM-Entkopplung
Demedulaterausgang

L A

Blockschaltung

9 NF-Eingang
MNF-Gegenkopplung
NF-Masse
MF-Ausgang

positive Betriebs-
spannung
Demodulatorkreis
AGC-/AFC-Spannung

ZF -Verstarker T H
7 %
2 5
d Demodulator
Jo—t—p ! AM-FM . %
4 AM- Z-Dioden B
- Regelung Stabilisierung
5 D—‘I—I_ J_ o7
3 AM-0szillator/ T n
” Mischer NF-ler- L 1
stirker
81 —o3
L —— -
Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbareich:
min max
Betriebsspannung Uce k] 12%) v
Versorgungsstrem
g = =10...455°C lec?™ 509  mA
Ty = +70°C Ice ¥  mA
Ausgangsspitzenstrom lom 400  mA
Gesamtverlustleistung
Bg = F70°C Fiot €0 . mwW
Betriebstemperaturbereich iy =10 +70 *C
Statischa Kennwerte (i, = 25°C - 5K)
Gesamtstromaufnahme
Ugc= 55V, S in Stellung FM e 20 mA
Versorgungsspannung bei
Stromspeisung .
lcc= #2mA + 0,42 mA, S in Stellung FM Uce 14,3 v
Dynamische Kennwerte (i, =25°C-5K, Ucc =55V)
AM-Verstirker  (fap = 1 MHz + 1 kHz, fzp = 455 kHz + 5 kHz,
fyp=1kHz £ 30 Hz, m=10,3, S In Stellung AM)
NF-Spannung am Demodulator- min max
ausgang
HAM =20 pV £ 4 uV uNE 30 my
wapm = 100 mV + 20 mV uNE 200 mv
Signal-Rauschabstand am
Demeodulaterausgang SN
uam =20 uV £ 4 Vv N 16 dB
Klirrfy em Demodulator-
ausgang
uiam = 100 mV & 20 mv kNE A
FM-Verstarker (hgm = 10,7 MHz 4+ 103,5 kHz,
figp == 1 kHz & 30 Hz, A f= $22,5 kHz 1 675 Hz,
S in Stellung FM)
‘ min max
NF-5p g am D dul
ausgang
upm =1 mV £ 0,2 mV upE 65 mV
Klirrfaktor am Demodulator-
ausgang
ugm =1mV £ 0,2mV kNE 15 %
AM-Unterdriickung
up =1mV £ 0.2mV, m =103 aaM 32 dB
Einga g fiir Beg gs
einsatr wr 120 uV
NF-Verstérker (i = 1 kHz £ 30 Hz, Ry = 8 Ohm,
S in Stellung FM)
Ausgangsleistun,
k= (10£2) % P, 300 mW
Eingongsspannung
ug =1,55V+023V uNE 30 mv

) bei U +
) bel Vi gung

g ist F

aus einer 5

nicht mehr gewdhrleistet

le

") bel Verwendung der integri;mn St;‘;lll:lerungssdwltung

9 bel Vi gung aus einer lle
:! Iln I’i diej i g
unE (vyr)
— = 071
upgg (1 mV)

fir die gilt:

A290 D

Integrierter PLL-Stereodekoder nach dem Zeitmulti-
plexverfahren fiir den Einsatz in Stereo-Rundfunk-

empféngern

Bauform 4

Anschlulibelegung

Betriebsspannung
MPX-Eingang
MPX-Ausgang
Ausgang linker Kanal
Ausgang rechter Kanal
Loampentreiberousgang

LN B Lk D —

B In:kaﬂhullunq

7 Masse
8, ? Schaltfilter
10 19 kHz-Ausgang
11 Eingang Phasenvergleich
12, 13 Tiefpal fir PLL
14 RC-Osziilator

fr A %
T (L S
Phagen- , ] Teiler ==l Teier ]
vergleich Tiefipal ‘B‘ bz e R }
i H
i
: I
= v H
1
o e
Stereo- T
: Spannungsvecsargung _L Teigger P Dekoder |—i—g
[ E R S ]
Lok
8 & &
Granzwerte
min typ max
Betrlebsspannung Uce 8 13V
Lompenstrom lg 75 mh
Eingangsspannung Ujss 28V
Betriebstemperaturbereich a =10 +Mm °C
Kennwearte bal 25°C - 5K, Uz = 15V
Stromaufnahme
Uy = 0, VCO frellaufend lcc 12,5 26  mA
Monobalance
Ulss - Z,I \.". f=1kHz IHSM"I D.1 1.5 da,
Stareceinschaltschwelle u 14,0 22 my
Obersprechddmpfung pe
MPX-Signal L meduliert SoL—R 30 42 dB
MPX-Signal R moduliert FpR-L 10 42 dB
Eingangswiderstand -
Uss = 28V, f = 1kHz R 30 80 k2
Sterecausschaltschwelle u' 10,0 mV
Stereolampenhysterese g':' 4,5 dB
Klirrfaktor Mono Links 0,35 o,
Uigg = 2,8V, f = 1 kHz Rechis 0,25 A
K S e
-Signal L modulier o
MPXaSi:nul R m?:duliarl : g‘g gg ﬂj::
Fangbereich ' '
Verstirkung Mono fu 1.1 kHz
Ujge= 28 V, f = 1 kHz AUM =13 dB
Arbeitswiderstiinde
AnschluB 45 jewsils 3,3 k2
Varstéirkung Stereo
MPX-Signal R oder L moduliert Aus - 10 -7.2 dB
'I?-I:H:[-Unmrlrﬂ:kung
vaflfgllﬂl oder L moduliert a19L/R 28 32,4 4B
38-kHz-Unterdriickung
Up = 100 mV a8L/R 30 37 dB
67-kHz-Unterdriickung as7L/R 82 dB
114-kHz-Unterdrickung a3 14L/R 53 dB
Pilotd&mpfung
up = 100 mV, f = 19 kHz a, 21,9 dB
Seitenbandunterdriickung
MPX-Signal agp 21,4 dB



A301D - -A301V

Integrierte Initiatorschaltungen fir induktive Schlitz-,
N&herungs- und Ringinitiatoren sowie allgemeine
Anwendung (Schwellwertschalter, fotoelektrische In-
itiatoren, kontaktlose Schalter). Die Schaltkreise be-

stehen aus

Stabilisierungsstufe,

Verstdrker

und

Schwellwertschalter. Sie sind kompatibel mit allen
TTL-, DTL- und MOS-Systemen.

A302D
Integrierter Schwellenspannungsschaltkreis

Der Schaltkreis arbeitet als einvon einer betriebsspannungs-
proportionalen Schwellenspannung gesteuerter Schalter und ist
fir allgemeine Initiator-Anwendungen der industriellen Elektro-
nik vorgesehen,

O

Bauform 5 (A 301 D), 3 (A 301 V)

AnschluBbelegung A 301 D

1,7, 8, 14 - nicht belegt
2 - Eingang E 2

3 - Eingang E 1

4 . Ausgang A 1

5- Ausgang A 2

6 - Ausgang Q

9 - Masse

A 301

v

1 - Eingang E 1
2- Ausgang A 1
3 - Ausgang A 2
4 - Ausgang Q
5 - Masse

6 - Ausgang Q
7 - Betriebsspannung Ucce

10 - Ausgang Q 8 - AnschluB C
11 - Betriebsspannung Ug
12 - AnschluB C
13 - Ausgang der stabilisierten
Spannung A,
Grenzwerte
min max
Betriebsspannung Uee 27 v
Funktionsbereich Ycc 4,75 27 v
Ausgangsspannung Upy o] 27 v
Ausgangsstrom oL 0 50 mA
Strombelastung der
stabilisierten Spannung?) —ha 0 1 mA
Lagerungstemperaturbereich 0“9 - 40 + 125 °C
Umgebungstemperaturbereich fq - 25 4+ 70 °C
" glilt fir A 301 D
Blockschaltung
r i - ——"
, B Stabilfsierungs; T u
et © stufe o7 et
|
 ——
(6 4%
. Schwellwert - Ausgangs~ [T
Verstirker 1= sehatter — stufen _
—od
| Jvs
lz TZ}_&‘ 9}}5‘
A301D, A30TV* s ol M
Elektrische Kennwerte (#, = 25°C ~5K)
‘ typ max
Stromaufnahme")
Ug =27V lzc 1,3 18,5 mA
L-Ausgcngs_s‘nunnungz)
an Q bzw. Q
Ug = 4,75V, IgL = 16 mA UL 350 mV
Ug = 475 V, lop == 50 mA Uot 211 1150 mV
Ausgangsstrom im H-Zustand?)
an Q bmw. Q
Ug =475V, Upy =27V
Ry=520Q loH 0,74 20 nA
Informationskennwerte (#, =25°C =5K)
Zul@ssige Lastkapazitét
des Ausgangs A, ) C,. 47 nF
interne stabilisierte Spqnnung‘)
Ug =475V, -l = 1 mA U, 2,9 v
Moximale Schaltfrequenz
Us =5V, Cp =15nF
RSIS =6k 'max 21 kHz
Ryis = 2,7 k2 £ 26,3 kHz

) Q und Q offen.

) 51 geschlossen: L-Niveau an Q bzw. 51 cffen: L-Niveau an Q.

%) Ver der Messung sind die Ausgéinge Q bzw. Q vom L- in den H-Zustand

2u schalten,
‘) gilt fiir A301 D

Bauform 1

Anschlufbelegung

i Betriebsspannung
2 Eingang

3 Masse
4 Ausgang

Blockschaltung

1 1
End'siufe

_K

| ]

Schwellen-
umschaiter

z Komparater o4

Grenzwerte, giiltig fiirden Betriebstemperaturbereich

min max

Uee 2,39 6,3 v
Eingangsstrom I 1

Betriebsspannung

Ausgangslaststrom loL &0

Lostinduktivitét LL 2 H

verpolte Betriebs- —Uee 5 v

spannung

Betriebstemperatur- i
bereich?) a

Statische Kennwerte (), = 25°C + 5K)

typ max

Batrisbsstrom

Uce =4V, Uy =0V, 5 oflen
Schaltpegel .l ous”

R =1204Q, Ucg =4V,

5y geschlossen

Schaltpegel .l ein®

R, =120 Q, Ucc =4V,

S geschlossen

mi

cc 2,7 5

a0y 0,57 0,587 0,6

0.5 0,518 0,535

D)
Eingangsstrom
Ucc = 4V, U|
5, geschlossen

=0...4V,

nh

Ausgangssdttigungs-
spannung

Uee =4V, U“_ﬁ av,
IgL= 40 mA, 5, offen

Ausgangssperrstrom
Ucc = U = Ugn =V,
5| offan

0,225 03 v

1,5 Tr.)

Dynomische Kennwerte (0, = 25°C - 5K, Uge =4V, Uy =26V Recht-
eckimpulse 10 ps, tpfT = 0,2, 1, = 30 2)

Ausschalt-
verzdgerungszelit tyy 1,3 s
Einschalt-
verzdgerungszelt tya o9 ps

Anstlegszelt des
Ausgangsimpulses L, a5 ns

Ablallzelt des

Ausgangsimpulses N 45 ns

") bei Unterschreiten Funktion nicht gewdhrleistet

7)) Die Schaltkreise sind im Betriebstemperaturbereich unter Beriicksichtigung
der Temperaturabh@ngigkeit der KenngrdBen fiir den vorgesehenen An-
wendungsfall einsetzbar.

) bezegen aul Betriebsspannung



A 321 G

Komplexer Kamersa-Schaltkreis
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Ubersichtschaltplen
In elektrenisch gesteuerten Kameras werden folgende PFunktionen realisiert:

Umwandiung der Eingabegrifen Objektleuchtdichte,

wert in eine der Belichtungszeit proportionale Impulsdauer lzﬁ'

Hellighettssteuerung des LED-Displays,

Gewinnung des Blitzldsehimpulses aus den Eingabegrifen,

Unterspannungskontrolle,

Blitzbereitsehaltsanzeige,

Bereitstellung temperalurstabiler und -proporticnsler Referenzspannungen.
Ausgewiihite Kennwerte

Kurg- . .
Kennwert 2aiehen MeBbedingung min. | typ. Max.
Betriebsspannung UE.EI- 3.6 G, B
Stromaufnahme [:m n

Filmempfindlichkeit und Blend

2 =



A1524D Vorldufige technische Daten

NF-Stereo-Einsteller fiir Lautstdrke, Hohen, Tiefen

und Balance mit physiol. Lautstdrkeeinstellung

Bauform 7
Blockschaltung

Stellgtieder und Verstdrker|

i || (tinker Kanal) Spannungsstabilisierung :
| |
| i !
L E | |
|| Steiiglicaer and verstirker H

#e (reckter Kanai) Emstelispannungskonverter | |
| |

J

ST

AnschluBbelegung :

7

1 EinstellanschluB Loutstérke- 10 EinstellanschluB Héhenregelung
regelung 11 Ausgeng (linker Kanal)
2 Betriebsspannungsabblockung 12 Netzwerk fiir Hohenbeeinflus-

3 Betriebsspannung Ucc

sung (linker Kanal)
4 Eingang (rechter Kanal) 8
5.

18 Netewerk fiir Tiefenbeein-

8 Netzwerk fir Tiefenbeein- flussung (linker Kanal)

flussung (rechter Kanal) 15 Eingang (linker Kangl)
7 Netzwerk fir Héhenbaein- 14 Einstellanschiub Balance

flussung (rechter Kanal) 17 Referenzspannung Uy
8 Ausgang (rechter Kanal) 18 Masse
9 Einstellanschiuf Tiefenregelung
Grenzwerte : .

min max
Betriebsspannung Uce 0 20
Eingangsspannung Us, U 0 Ucc
Verlustleistung Fiot 1.2
Sperrschichttemperotur 9 150
Referenzstrom =l 0 10
Aufgepragte Referenz- .
spannung®) Uy 45 Y . Uge =07
Einstellspannungen Uy, Us, 0 Uy
Uig, Uy

*) Galtig fir Uce 2 10,8 V, Physiologie fest eingeschaltet.
Betriebsbedingungen: min max
Betriebsspannung Uce 1.5 16.5

tig for Ugg = 15V, 8, = 25°C = 5K f = 1kHz,
Us = Ujpp = Uy = 0,5 - Uy)
lcc

KenngréBen

Stromaufnahme

u =0
Eingangsgleichspannung
U =0
Ausgangsgleichsponnung
u =0
Referenzspannung

U =0

Verstarkung

Uy =100 mV. Uy = Uy
Abregelung

U =1v. U,
Gleichlauf
Uily= 0.7 Un.
U /= 0,8+ Uy,
(' 80 mv?)
U, 1V, U/,= 04 Uy
Héhenanhebung
Up =100 mV, U
Héhenabsenkung
U =1V, Ug =0V
Tiefenanhebung

U =100mV, Uy = Uy

Ui, Uy

6.5
U Ui

5.7
Uy

AUmax?

20 26
AUmin )
LoV —&7

ARy

=2.5
-2.3

2,5
2,5

AUHmas 1)

= Uiy

AUHmin 19

AUTmax 1)

Tiefenabsenkung b}
U =1V, U =0V
Tiefenanhebung bei
Physiologie ,Ein®

U =1y,

U =03-Uy 6
Klirrfaktor (Y]

U =1v

Balanceeinstellung

U =1V,

Usels = 0,5 -+ U Uisfs = Uy
rechter Kanal

linker Kanal

Ui =05+ Ui Ul =0
rechter Kanal

linker Kanal

Ubersprechdéd mpfung

U =1V, Uy =06 Uy

AUTmin

AAyT Y9

Ay

-3 3
-3

=30
-3 3
ag b
a5

3 A < <
:,ni

< <

mA

dB

dB

dB

dB
dB

dB

dB

%

dB
dB

dB
dB

dB

") Bei 51 und §2 wird in Schalterstellung 1 der linke Konal und in Schal-

terstellung 2 der rechte Kanal Uberpriift.
) Abgleich Uis : Uis 2 AAy = 0dB bei Uy = 100 mV
U, fir S2 und 51 in Stellung 1

N AAU =G TorSzund §1 i Stellung 2
U, far S5 und 56 in Stellung 2
Y AUH U Tar §5 und 56 in Stellung 1
b gy = U, tir 53 und S 4 in Stellung 2
U, fir 53 und 5S4 in Stellung 1
U, fir S 7 in Stellung 2
) BAUT = G S 7 in Steflung 1
) Au =U ',E,r Uil
B T U, e Ui,
u
) °UL—>R=m% bei 51 in Stellung 2
U fiir 52 in Stellung 2 _
apR L= Wm—-]— bei 51 in Stellung 1

*) Abgleich U, auf Us = 2,2V

A1670V - A 1670 V1 B

Monolithisch integrierte Schaltkreise, welche alle
Baugruppen zur Vertikalablenkung in Fernsehgerd-
ten enthalten.

Folgende Funktionsgruppen sind integriert:

— Referenzspannungsquelle

— Oszillator mit Synchronisierstufe

— Sagezahngenerator mit Trennstufe
— Dunkeltastgenerator mit CRT-Schutz
— Riickschlaggenerator

Vorléufige technische Daten

- Endstufe
Bauform o i Zi
31
% p i
| 2 |
%
| &
i &
| 2
3
]

AnschluBbelegung

1 Verstdrker-Ausgang

2 Verstarker-Versorgungsspannung
3 Oszillater

Ostillator
Synchronisier-Eingong
Oszillator

Ségezahngeneratar — Bildhohe
Masse

Sagezahngeneratar

@ oo

<

0
1
12
13
14
13

Sdgezahngenerator

Nichtinvertierender Eingang — Verstarker
Invertierender Eingang — Verstérker
Dunkeltastimpuls — Ausgang
Versorungsspannung
Riickschlaggenerator

Blockschaltung
2
i
P
Dunkeltast -
generator
mil
CRT-Schutz
1 [

Referenz- Riickschlog-

generator

)

quelile

=

. Sdgezahn -
& ‘ Oszillator gererator

SN A YR

!

Synchronisier-

sehalfung
e o

| S

Grenzwerte

Versorgungsspannung
am AnschluB 14
Riickschlaggenerator-
spannung an den Anschliissen
1und 2

A 1670 V1

A 1670 V
Ausgangsstrom lopp

< rP<<

Spannung am Anschluff 13
Strom am Anschiuf 13
Synchroneingangssponnung
Spannung am Anschlufl

1M und 12

e
S
<

. U

Riickschlaggeneratorstrom

f = 50Hz, fy, < =15ms
Strom am Anschiuf 15
fir Uy << Un
Gesumtverlustleistung
bei 8, < = 60°C
Innerer Warmewiderstand

lspp

145 0 mA

Prot o

Kiw

Rinje 0 3
) o¢

Sperrschichttemperatur i -25 1421

"} wird durch interne Temperatursicherung im Bereich von 142 . ..158 °C

festgelegt
Betriebsbedingungen
Versorgungsspannung 35 v
am AnschiuB 14

Kennwerte giltig bei &,

Uie

= 25°C, Ugec = 24V
falls nicht anders angegeben
Daten der Ablenkspule: R = 6,5 Ohm, L = 10 mH
min

Freilaufende Oszillatorfrequenz [N 42

R, 15 kOhm, C; = 150 nF
Austastdauer

lo = 50 Hz, lgp, = 22A
Referenzspannung am
AnschluB 7

Ui = 35V, I = =20 uA
Referenzspannung am
AnschluB 11

Uy o= 35V
Séigezahngeneratorstrom

Upg = 35V, |y = —20 pA,

Us =10
Synchronisationsbereich ¥

Is = 100 pA
Vorstufenstromaufnahme

Uy = 35V
Endstufenstromaufnahme

Uy =35V, U =35V

[ 1,33

6,2 7 v

185 21,5 A

lccais mA

lccaz mA



A 1818 D
Integrierter

rauscharmer Bipolartechnologie.
Im A 1818 D erfolgt die fiir Aufnahme und Wieder-
gabe erforderliche Signalverarbeitung mit elektro-
nischer Umschaltung des Signalweges. Folgende
Funktionen sind enthalten: Mikrofonverstérker, Wie-
dergabeverstarker, Monitorverstarker, Aufnahmever-
stéirker, ALC-Stufe, Treiber fiir Aussteuerungsan-
zeige und interne Spannungsversorgung fiir Mikro-
fon- und Wiedergabeverstérker.

Aufnahme-Wiedergabeverstarker

in

A2000V - A2005V

Integrierte Doppel-NF-Leistungsverstérker,

Sie unterscheiden sich im

wesentlichen durch ihre Ausgangs-

leistung und Ruhestromaufnahme. Jeder einzelne Verstérker
besteht aus einer Eingangsstufe, einem Vorverstiirker sowie einer

Treiber- und Endstufe, die

im AB-Betrieb arbeitet. Die Schalt-

kreise sind mit Schutzschaltungen fiir Temperatur, Uberspan-

nung, SOAR und Lautspre
dem 2-Kanalbetrieb 1&Bt

cher-KurzschluB ausgestattet. Neben
sich eine Briickenschaltung, Stereo-

basisbreiten- und Stond-by-Beschaltung realisieren.

Bauform 30
200

45

B O

E me‘xaf °| b

£

15

s

Kditlffdche

mw

mA

mA

ma

9,

%o

s

“la

Bauform 9
Blockschaltung
20 5] 72 7r

R S e o e e Sl e e — e = Yo i i e

|

| 1| i

l Manifor- |

| verstark,

| T

i Witah

|

|

|

i I 1

U — Automati- Jnstru-

| schallg sche fegely | m f‘?;”” )
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Graniwerte min mox.
Betriebsspannung UCC 0 18
Verlustleistung Prat 450
Gleichspannung an den “Uyia 0,1
Anschliissen 2 und 5
Ausgangsstrom = Ausgang +lgy 5
Varverstarker
Ausgangsstrom — Anzeige =loa 3
Schaltspannung Vaiw o Uce
Aufnohme = Wiedergobe
Kennwerte
Stromaufnahme lee 12
Klirrfaktor
- Mikrofonverstirker k 1.5

f=1kH:z

Eingangsspannung u; = 5 mV
- Wiedergabevorverstéirker L 1.3

f = 1 kHz; Eingangs-

spannung u; = 5 mY
— Aufnahmeverstdrker k. 0.5

f = 1 kHz; Eingangs-

spannung u; = 100 mV
- Monitorverstirker — Wieder-  k 0.5

gabe

f = 1 kHz; Eingangs-

spannung ul = 100 mV
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce 35 18
Umschaltspannung
- Wisdergababetrieb Uy 07Uce Uere
— Aufnohmebetrich Ug 83U
Betriebstemperaturbereich ity 0 0

o
P

FRILEETEENON

i [ _ |
Ly
hd

a7 oran 7]

T

78

Ugr = 0,5V f = 100 Hz;
UA= 40 dB; Rg = 10 kHz
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" L
K- i = [T o
Eingang]  Eingang ﬁ;;va".rm'r— Endsfufe
Hanal I
Mitfen [
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SRV terfer sohutz Sorguny g
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il
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Masse
Grenzwerte min typ max.
Betriebsspannung Uee 2V
Ausgangsspitzenstrom o
—Az2o00V 25 A
-AZ2005V 35 A
' Gesamtverlustleistung [ 30w
innerer Wérmewiderstand Rihje 3 Kiwr
Sperrschichttemperatur QJ 150 *°C
Betriebstemperaturbereich &, -25 +70  °C
Kennwerte (bei Uce = 144 V: f = 1kHz; &, = 25°C)
Ruhestromaufnahme leer
- A 2000V 40 mA
—-Az2005V 15 mA
Ausgangsleistung PO
Upc=9%V: R = 29;
ky = 10 %
-AZ2000V 2.8 w
-A2005V 9.0 w
Klirrfaktor ko
Ure = 9V; Ry = 2Q:
Py = 0,05 W und 6 W I
Py = 0,05 W und 2 W 1 U
Uce=92Vi R =4 Q;
Py = 0,05 W und 41 W 1 Y
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uge 4.0 13 Vv
max. Eingangsspannung Uy 250 mVeff
Ubersprechen ag 55 dB
Ug=aV; R =48;
Rg = 10k
Obere Grenzfrequenz fo 70 kHz
Ay =40dB; R = 4Q
Fingangsrauschspannung Uy 3 Y
BW = 20 Hz . .. 20 kHz:
Rg = 10 kQ
Brummspannungsunter- SRV 50 dB
driickung



A 2014 DC

Yideoschalterschaltkreis fiir TV-Geriite
* In Entwicklung =

A2030H - A2030V

16 W-NF-Verstarker mit Gegentakt-B-Endstufe fiir

Rundfunk-, Fernseh- und Phonogerdte mit Schutz-
schaltungen gegen Uberstrom und thermische Uber-
— 3 lastung.
l']' 5 10k 52 9
J
&TuF | V=2 Bauform 24 (A 2030 H), 25 (A 2030 V)
; i [’ g .
I3 J S, B s,
| gEee] h e & (R[]
- =3
- ! s SIS
3 ) |- AiihiFiaone e ] =
60052 t
V=1
< ¢ N | 97mn.
15052 4
AnschluBbelegung
1 nichtinvertierter Eingang
2 invertierter Eingang
Ubersichtssehaltplan Bauform: DIP-B, Plast (Bild 2} 3 Ucc-
4 Ausgang
5 Ucct
Bezeichnung -der Anschliisse Blockschaltung
___________ —
1 Musse 5 Sehalteingang ’—_J
2 Videoausgang (nicht umsehaltbar) 6 umschaltbarer Videoausgang AR +
3 interner Videoeingang 7 Betriebsspannung — AC KurzschiviH
1 nicht zu nutzen 8 externer Videosingang schutz
Der bipolare integrierte Schaltkreis A 2014 DC realisiert die elektronische Umsehaltung 7o + D B I;;;m:;
won Videosignalen zwischen der Peri-TV-Buchse und der Videosektion des TV-Gerdites. 2e P ] 9 4
S0AR+
AG Kurzschiufy
ge“;:ﬂ-zh-en min. max Einheit schutz
ng &M Anschiugd 7 U(‘C [i] 18 v
aii am_ Ansehlud 5 |Ug 0 Upp ¥ i
sﬁﬂ am Anschlul 3 U3pp 4,5 v
Eﬁﬂﬂ 1 am Anschlug 8 Ugon 2,0 v I
fm.mﬂgistung PT.O{ 0,75 w Grenzwerte, giltig fir den Betriebstemperaturbereich
3 min. max.
wmw Betriebsspannung Uee T é +18 Vv
R Ausgangsspi lom 15 A
; Kurz- min max Einheit| Gesamtverlustieistung Prot W
Kennwert zeichen : Innerer Wiarmewiderstand Ribja I KW
11 v Betriebstemperaturbereich By —25 470 eC
i nnung U i
Betriehssaa ce . ) gilt nur, wenn $, = 150 °C-F,_, - Ry, nicht Gherschritten wird
Betriebstemperatur T, 1] 70 c ja
Ausgewlihlte Kennwerte (U, =12 V, T =25 °C - 5 K) Statische Kennwerte
min, typ, max.
o Kurz- . . § i 5t fnah I
. typ. . | Einheit romautnahme 40 60 A
Kennwert oiehen | MeBbedingung min ¥p max. |Einhei e = 210V cc m
stromaufnahme unbelastet |1 20 mA :;?c':“’;i‘:ifp““““"g Uo 5 2 omv
Stromauinahme Ausgangslelstung Fo
|Ansehtui 2 - 1 (150 Ohm)|I U, >3V 82 mA | Ycg = £V, R =aq 1o 20 w
: cC .5 a2 A f=1kHz, k = 10%
Ansehluf 6 - 1 (600 Ohm)|T., . Ug > 3V m Ugc =+ MV, R =80 1 n w
Signelverstirkung U= 1V fe=1kHz, k =107
. . - Klirrfaktor k
W] Sinus 15 kHz
i ' N Uge = £ 14V, P, = 01 W o 0.3 %
Auschiug 6 - 3 Vs -1 1 9B 1 I kHzL R = 40
Ansehluiz 2 - 3 v -1,8 -0,4 i1} Upe =+ 14V, P, = 12W 0.06 0,5 oy
Afhemus F-8 \,-2'_3 4 B B f=1kHz, R = 4Q T
X 6-8 ~ Ucc = £ 14V, B, = BW 0,05 0.5 %
Gleiehspannung am Uy R = 600 Ohm 1,7 2,4 ¥ f=1kHz, R = 8Q
Ausgang & Eingangsbiasstrom g 1 A
N Uee = + 18V
hspa = 1,7 2,4 v cc
ilslc nAung am u, R 150 Ohm W7 , Eingangsefisetspannung o] 4 20 mv
Usrang 2 Ucec = £ 18V '
Selq]_tgm“nung Low U 3 vV Eingangsoffsetstrom |||O| 2 500 nA
Schal i o 7 U v | Jec=Euv
tspannung  High Ush (ol Offene Spannungsverstirkung Aoy 76 dB
Ubersprechdimpfung Dyg f =15 kilz 50 dB Uce = + 14V
dvnam. Eingangswider-  |R. 50 kOhm | Yo =+ 10V,R — o=
1 Br : driickung  SVR 40 55 dB
Stand Uce = 28V, R, = 49, Rg = 22 k@
Lineﬂritiitsuerzerrung L\.' 2 3 [ 100 Hz, Ug, = 0,5V 4




3048 DC Bipolarer Infrarot-Empféngs-Schaltkreis

+ In Entwicklung *

A3501 D [ ]
Video-Kombi
Einbl

fiir . hempfanger mit
filr lineare RGB-SIgnoIg_ul_td
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Werstir ke
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1 & 7 L] L]
iy 2 —L ! R—
H renrgtutiger geregelier Synchron- lrmpul s~
€3 13 =
l ﬂ Differenzverstarker demodulator farmer

r S-nhmiti—"Ttlnpr
Ausgangshreibes

@

begrenzer
11
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tibersichtssehaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4
Bezeichnung der Anschliisse
1 Eingang des Amplitudenbegrenzers a9 Signaleusgang (A}

(AP} 10 Synchronmedulator, Ausgang 2
@ Differenzverstirker, Eingang 1 (Ei) (DMay
3 Q-Killer, Ausgasng i (K1} 11 Anschlu@ des Siebkondensators
4 Frequenzkompensation 1, fir Trigger (CT)

Eingang 1 {FK11) 12 Ansehluf des Kondensators fiir
5 Frequenzkompensation 2, die Regelzeitkonstante (CR)

Eingang 1 {FK21) 13 Frequenzkompensation 1,
[ Frequenzkompensation £, Eingang 2 (FE12)

Eingang % (FE22) 14 Q-Killer, Ausgang 2 (K2)
7 Synehronmodulator Ausgang 1 (DM1) 15 Differenzverstirker,
B Betriebsspannung {(U...) Eingang 2 (E2)

16 Masse

D
pernbedienungssignale .

pie Schaltung eignet sich besonders zum Empfang von modulierten Impulsen eines Fern-

bcdienungs&enders. Der Einsatz ist vorzugsweise in 1R-gesteverten Geriiten der Unterhal-

,ungselekhunik vorgesehen.
Rigrensehaften

. geringe Verlustleistung (typ. 2,1 mA Stromaufnahme),

_ 5 V-SpaRnnungsversorgung,

_ autamatische Verstdrkungsregelung (typ. 66 dB),
- grofie Reichweite der 1R-Strecke durch hehe Verstirkung,

¢ A 3048 DO st ein monolithiseh integrierter geregelter Vorverstidcker fiir infrarot- -

_ suiomatische Amplitudenbegrenzung des Eingangssignals bei ca. 806 mV maglich,

_ pedimpfung des Eingangssehwingkreises in Abhiingigkeit von der Signalamplitude

{@-Killer} méglich und

gute Stdrsicherheit gegeniiber Fremdlichteinfliissen .

2 elektrenischen filr g i
Griln- und Bloukanal sowie der Maglichkeit zur Spit-
zenstrahlitrombegrenzung

Bouform 14
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nemitalls Sigmalompinedes T 3 Faibel gy = 180V
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Bladihasiong

Grenzwerte

Grengwerl :':j';c'_;en imin., max. Einheit

Betriebsspannung UCC‘ 0 13,2 v

?Smnnung zwisehen den L'-n i 1,5 v

Anschlilssen

2und 15

4 und 13

T ound &

T und 10

% und 11

Stram aus AnsehluB 11 I, 0 10 ma

Betriebsbedingungen

Kennwert Kurz- i Einhei
zeichen mn. max. inheit

Betriobsspannung Uep 4,85 5,35 v

Imgebungstemperatur T, 0 7n o

Tanisinganguiparasey s v vee v
Sigaalomihalisisgargs:
1panrung 4 =03 3w
Eternas Enblenduignal [ L]
Ferdabigungiairgang.
1Baneurg Ui VzeR W
mpasnung der
Tonirasiregeling e 3 uger v
rparaay des
Hallighsitssgeteny Uz s vech v
-Engeaguig Uy "
Farbdiflerans-
wnganguig TS k]
fnganguposning li emamiche
Weliregalusg Uy 2w L Veg v
Finganguposnung des 558 gy L Ve v
ra@rgastiem dee Helligheoti
regaling ™ -t
Orremtrariantisiatung Fras 1w
Belrisbtemparaturbarsich y ° » e
intinche Karngeblan [bei 4, = 3 °C; Use = 11V}
Desemipmeraulaghng e A
Faibdifarassingargiiin
Upg 5 B3, Uy gp S 42V e EY
Enbardwisgorguiem
Urgsgz = 28¥ hasaiz L
Uyg o 1H, Uy = 1V
Tosteinganguation
o -1 A
[ ®
e B3 A
- . w
Augorgupiieniten
Unas S WV, Ugg e < 027 e =i =y
Degenbogolusgreingangy
Aparnung wikiend de
Fiammung
Uy 73 Ugnss ner e v

sk Kanawarta [yoitig His 5, = 35, Ugg = 1V, Uy = 3%,
Us = L0V, U = 2V, waan nichl sndess Sagegaben]
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A3510D ]

Monolithisch integrierter PAL-Decoder mit geregel-
tem Farbartsignalverstéirker, Referenz- und Regel-
spannungsteil sowie Demodulatorstufen und Identi-
fikationshilfsschaltungen fiir den Einsotz in Farb-
fernsehempféngern

A 3520 D |

Menolithisch integrierter SECAM-Deccder fiir Farb-
fernsehgerdte.

Einsatz sowoh! in*SECAM-Geréten als auch in PAL-
SECAM-Gerdten in Verbindung mit dem A 3510 D bei
minimaler AuBenbeschaltung méglich.

Bauform 11

AnschluBbelegung

1 Farbartsignaleingang 12, 13 Siebglied fir Machstimm-

2 Abblockung Forbartsignol- spannun;
varst@rker Verstérkerausgong Anschlufi
3,4 Siebung G kepplung 15 Riickk Quarz
signal 15 Zeitkonstante fir Identifikations-

signal und Farbe Aus”

Traibi fir Ver-
? b 17 Zeitkonstants fir Regel-

zdgerungsleitung

Bauform 14

AnschluBbalegung

1 Farbartsignalentkopplung

2 Identifikationskreis (Eingung)
3 Masse

4 ld (Ausgang)
5 Uge fir Schaltung

{ouBer Demodulatoren)
6 Identifikatlons-R-C- d 20 Anschlub fir 1 ps-RC-Glied

15 Uee for (R-Y)-Demadulator

16 Ausgang (R-Y)
‘l: Deamphasiskondensator {R=Y}
1 ek

kondensator {(R-Y)
19 Oszillator-Kondensator (R-Y)

6 Varspannung flr verzégerten 590"""“959"‘"“"“{' 7 Farbeinschalt-R-C-G 21 Synchronsignal-Eingang
Kanal . Ladekondensator fir Referanz- 8 Ausgang des unverzdgsrten 22 (Sandcastle)-Impulseingang

7 Eingang verzo?erl:r Kanal ip_"f"'“"g fir Farbe LEin® Farbschaltsignals 23 Eingang verzégerten

3 z e gs- 1 Le Jor Yarbe 4t 90 Kond {B=Y) Farbartsignals (ven VZL)
brw. Abfalizeit der Farbdif- 20 P! 10 Siebkondensator der 24 Masse
ferenzsignal-Gleichspan- 7 Ausgang Farbschaltspannung Demodulatoren 25 Farbartslgnal-Ausgang
nungspegel 22 Siebung Regelspannung fir | 11 Schwarmwertspeicher- (zur VZL)

9 Betriebsspannung Ucc Farbartsignalverstérker oL kondensater (B-Y) 26 Regelspannungssisbung

10 Ausgang - {B-Y)-Signal 23 Farbartsignal, Oszillo 12D d (B=") 27 Farbartsignal-Eingang

1 Ausgang — {R-Y)-Signal 24 asse . 13 Ausgong (B-Y) 28 .S_.i_oblkondcmmn des

14 Ugc for (B-Y)-Demodul

Grenzwerle, giltig fir den Betriabstemperaturbereich
X Grenzwerta giltig fir den Betriebstemperaturbaraich
min. max.
Betriebssponnung Uce 10,8 12V boiet u el U :’::‘ e
irial sspannung — - u—- tH o’ 13,
v bl cC &
Spannung am AnschluB 19 Lhy Uee Strome am Anschiulh & % 5 mA
Stréme am AnschluB 5 ] 10 mA 13 —hy 5 mA
2 Ia 10 mA J 16 —h 5 mA
0 —hs 1 mA 25 —l3 12 mA
. . 11_c'| ;hn . 7-; .T:A Gesamiverlustisistung Prot 17 W
Betriehstemperaturbarei a |Betriebstemperaturbereich 8, 0 TC
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Eekuische Kammware 0, = 25°C - 510 Lk | LE TR
Farbdif , . min, max, R St L. BB, R
rl aranzsignal-
A::Jsgﬂﬂgﬂpom‘?u:gen Elektrische Konnwerte min, MOX.
- (R-Y) ~ Signal 074 1.4 Farbdifferenzsignal-Ausgangs-
Unsfs ‘_l " !:;:‘v u1155 48V spannungen (R-Y)-Signal uia/ass 0.74 1,48 V
- 2855 = 100 mV, Uy =2V
PAL-Signal, + v-Sprung w2 s
in Zeilenmitte {B-Y)-Signal U 4/a55 0,94 1,88 V
- (B-¥) - Signai uyoss 0.4 1,88 V vz7/2855 =100 mV, Ug =2V
Uigs =y =72 mV, Verhdlinis der Farbdifferenz-
PAL-Signal, + u-Sprun signale o
in Zeileamitts ? s vy vieass 071 0,87
Verhiltnis der “1155 T U= 2V s
Farbdifferenzsignole ':1055 0.1 0.87 Signaldampfung g 40 dB
Signolabschwichung der Y37/2855 == 200 mV, U; = 7,7V a3 80 dB
Farbdifferenzsignale’) Stromaufnghme
Upgg = v = 200 mV, dp Ly 60 dB uyzppe =0, Upp =1V leo 10 mA
'PAL'SI'G"“!' + v-Sprung " Sattigungsspannung
in Zeilenmitte der Farbschaltstufe, Farbe .aus®  Ugga 500 mv
Upye = 0 = 144 mV, dg v é0 ds w728 = 0 Ug = 1.7V
PAL-Signol, £ u-Sprung Ugy =1V, Iy =5 mA
in Zeilenmittae
Ausgangsstrom der
Stromaufnahme Farbschaltstufe (Blauzeile)
v=0, Un=1V e w0 75 mA Farbe ain h 10 uA
Ug=Ugg Ug =2V
Forbschaltspannungen .
Farbe ,Aus" [V 500 mV Gleichspannungen an den
=0, Uy o1V, ) FD-Av:gangleJn Uz 55 6,5V
g, v 1}
Upg == Uy, lg5 = 10 mA "G?Iﬂil‘;- . U2 = hs
Farbe .Ein" eichspannung am
“cr=au Uﬂ v Uy 12 v Farbart-Ausgang
+ =0 Un Usm 7V, ugzpe =0 Uss 55V
U =4V, Iy =10 uA -
N (Farbe Aus®)
Gleichspannung on den U, =
Farbdifferenzausgdngen und o= 6V, upzpop =0 70 v
Leitungstreiber Farbe ,Ein® Uy 75 8,5V (Farbe .Ein®)
=0 Up=1V, Uy=4V Uy .5 85 W Farbart-Ausgangsspannung
Us 80 20V uz7/28ss =100 mV, Us =2 V Uagiaess 1.8 v
Farbe LAus® Ung 30 45V ugyfeess = 200mV, Uy = 2V EXR
wp =0, Upg =1V, Uy = Uy Uy, 3.0 45y Farbart-Démpfung aps 24 56 d8
s 3.0 45V Ubersprech-Démpfung
" . | der FD-Signale
Yy d=20lg ...55{mit Burstphasenumschaitung) Ug=2V, ugyjomss = 100 mV al8/13 32 dB
U g5 (ohne Burstphasenumschaliung) Ui =2V, uz7/2g55 = 100 mV PRESITS 32 dB



A 4100 D a

Integrierte AM/FM-Kombischaltung vorwiegend fiir
den Einsatz in Koffergeréten geeignet. Sie besitzt

r AM- und FM-Betrieb getrennte Signalwege und
somit .getrennte HF-Eingénge und getrennte NF-
Ausgdnge. Fiir jede Betriebsart ist ein getrennter Be-
triebsspannungsanschluB vorgesehen, die Feld-
stirkeindikatorausgénge fir AM und FM arbeiten
auf einem SchaltkreisanschluB. Weiterhin zeichnet
sich der A 4100 D durch ein besonders glinstiges
Signal-Rauschverhéltnis des AM- und FM-Teils und
durch eine geringe AuBenbeschaltung aus.

A4510D - A4511D

Stereodekeoder in !?L Ano]og B:polor!edmlk

Sie dekodi

(MPX-Signol)

die
in die beiden l.aulsprcdlors-gnolo L und R. Ein kentinuierliches
Oberkblenden ven Slereo uuf Mono Ist mgglld- Die Stereodeko

der sind lur

batrieb (M

werden mit-

Dis
tels PLL uufbaleule: Steleo;endnl welden durch eine Lampe

angezeigt.

Der A 4810 D zeichnet sich durch einen weiten Batrisbsspan-
nungsbercich (3,5 bis 18V) und rine geringe Gesomistrom-
aufnahme (ohne Lampenstrom) von <X 15 mA aus, wihrend der
A5 D einen Betrlebsspannungnbereld- wn 8 bis lBV und

eine geringe G (ehne L ven
<< 20 mA hat,
Boulorm 7
ArchluBbelegung
1 Maossa 11 (L4R)-Fingang
2 RC-Oszillator 12 (L-R)-Eingang
3,4 Tielpall fe PLL {Fhasen 13 Referenzsponnung
warglaich 1) 14 Ausgung des Operation
3 Pllottoneingang werstBrkers

Tielpal fur &

[Phasanvergluich 7}
L] 19-kHe-Aurgang/bew. Steraa-
Mane-Oberblendung
% MF.Ausgang Links (L)
W NF-Ausgong Redhts (R}

der Kingang des OF
Nichtinvertisrandar Eingang
des OF {MPX-Eingans)
Batrisbaspannung
Lempenanschiud

Bauform 10 Vodadhaltung ;
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| 7 | Hillssparnung U a 3w
| | Lampanstron [ = mA

gt [ | Sparrschichitamparatur o 1w oC
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g X NF Batrisbsbadingungan
J i f 1 ! Betrisbssponnung A 450D Uce 35 wowv
05 B3 J ]| o N A4S D s wov
I )f'rg I 1" Sterecbatiiel A0 D Uee 4 :
Elngongsspanmung an A 4510 O wy 1
| ? j_ It An:d\'l‘zﬂ‘:: " AGND il 14V
L. B e __‘:I, o e e e e e e T ) Betriehstamperaturbareich By -19 +0 e
e 8 i Kennwerte gilig bai (Uge = 8V; B, = 26°C - SK) bai A 45100
Grenrwerte (Mgg = 12V By = 23°C < 3K) bei A 831D
min typ. max. min  tp.  mas
. Stromaufnahme A0 o 10 " "
Betriebsspannung AM-Teil Uee - - 15,5 V fohnw Lampansteom) A 4511 0 1 mA
5, geuchlowen
Betriebsspannung FM-Teil Uece - = 165 V e o &8 ma
Zwangimens 5; olfen A 4311 D 15 mA
Kenndaten (bei Ucc = 10V B, 25 °C) Lampenieibersganuny  Utiavs (X
lM T 'r des Oszillaten)
° & Satung b

= Stromaufnahme lee - 14 20 mi Lamgentrsiberspannung [T 09 v

Ul — o: R - sn ﬁ s(:(:l:\‘l::llu des Oszillators)
5, in Stellung b

- MF-Ausgangsspannung UnF 30 55 - MV NEAwgengsipannung (Mool U gk I
Up =20uVim=30% Anachlon a8 Assin W om o
U =10mVim=30"% 7 10 mv s

- Klirrfaktor ' - 2.5 45 % bl A R
m =80 %; Uy = 10mV Arrht 18 snbarbatio

5y offen
- Signal-Rauschabstand” SN 20 25,5 - dB HF-Ausgangsspanmung A 4310 C U gy, 50 W 10 v
m= 30 DJFU; Ul = 20 “V N ::;:-;‘:;:ni"} ABNG w0 130 1800wV
Uy = 1V
FM-Tell S T Seetuns o
Ubenprachdamplung o, u 0 di
- Stromaufnahme leo - B.5 14 mA  MPxSianal)
Uy = 0; R = 500 5 .us‘dalmln
Sy in Stallung o

= NF-Ausgangssponnung UnE 300 470 - mA, Klinfakior KM )

Up = 10mV; Af = 75 kHz ey am for A 1D % os
f o= 1 kHr
- AM-Unterdrickung aam 55 43 - dB Anacl 18 untchaltr
m=30"%; U = 10mV I;IH.l-UnI,lldlﬂr.iunq
) - 70 m¥ fdr A " @ 1 4B
= Klirrfaktor .,::: - ::o my ‘:or ;:4: |°D v 2: :: 4B
1 -1 I3
Up =10 mV; Af = 75kHz & - 0.8 2 Yy i
5, in Stellung o
Privirismerer AT P i
5 offen AN oD w0 8 48
= 2,7 kOhen

Betriebsbedingungen paide a0 - v o

Betriebsspannung AM- und Uee 45 = 15 ¥ Smladmelle Sleree A D e . s

FM-Teil sd:ollm-u- Steres : :2? \; T @ wy

Oszillatorfrequenz fosz 05 - 30 MHz fSmoetemestio TOR Ve R

Eingangsfrequenz 17 AM 0.2 = 0,7 MHz Feraterm e ' o e

AM-ZF-Tell

Eingangsfrequenz 7F M 0 - 15 MHz

FM-ZF-Teil G

Betriebstemperaturbereich By -10 47  *C :’::"_";‘; S E".'f"?:o"..:f’ﬁif o Y fmod = ¥ HE.




A 45‘55 D Multistandarddekoder + In Entwicklung
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Ubersiehtssehaltplan Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)
Det pipolare Schaltkreis A 4555 D st ein Multistandarddekoder filr PAL, SECAM,
NTSC 5,58 MHz und NTSC 4,43 MHz mit negativen Farbdifferene Ausgangssignalen,
Eigcﬂﬁl?m"‘m

pie Farbdekodersehallung ist in der Lage, die Farbartsignale der meisten in Europa
and Ubersee verwendeten Ubertragungssysteme zu veparbeiten.

_ pie Sehaltung erméglieht eine Farbloneinstellung bei NTSC, sowie eine Identifikations-
wahl #wisehen H-, V- oder kombinierter H- wnd V-Identifikation bei SECAM.

Folgende Baugruppen sind aul dem Chip integriert:
. Farbartteil
mit geregeltem Farbartsignalverstiirker fiir PAL, SECAM und NTSC,
Farbarlsignal - Regelspunnungserzeugung
PAL - Burst - Austaststufe,
Leitungstreiberausgang (Gr die 64 -ps-Verzégerungsleitung (PAL, SECAM] sowie je ein
pegrenzer flr das verzogerte und das unverzogerte SECAM-Signal und SECAM-Kreuz-

sehalter.

- Demodilatorteil
mit zwei Quadraturdemadulatoren mit externen Phasenschieberkreisen fir SECAM und
zwei Synchrondemodulatoren mit Austastung fir PAL und NTSC mit interner Resttri-
gerabsiebung, Deemphasis und Eintastung einer- Referenzspannung als Unbuniwert bei

SECAM sowie FarbdifTerenz- Ausgangsstufen mit Farbabschaltung.

- Identifikationsteil
mit automatiseher Standarderkennung durch sequentielle Abfrage mit Farbeinschalt- und
Suchlaulstartverzbgerung, Standardzwangseinschaltung.

Vier Schallspannungsausginge zum Sehslten externer Filter,
identifikationsschaltungen fir PAL, SECAM, NTSC 3,58 MHz und NTSC 4,43 MHZ.

PAL/SECAM - Flipflop und PAL - Umschalter,
Quarzoszillator mit Teilerstufe und Phasenvergleiehssehaltung fiir doppeite Farbhilfs-

trigerfrequenz.

Ausgewiihlte Kennwerte
13,2V
& mA

Beiriebsspannung UC‘C‘
Elrom an Leitungstreiber Ly



A 4565 D signalversteilerungs- und Verzdgerungsschaltung

» In Entwicklung
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Ubersiehtsschaltplan Bauferm: DIP-28, Plast (Bild 1

Der bipolare Schaltkreis & 4566 D ist eine Signalversteilerungs- und Verzogerun
schaltung .

Eigenschaften

. Die Sehaltung wird zur Verbesserung des Kantenauflosungsvermogens der Farbdiffer
signale eingesetzt.

_ Sie wird an der (R-Y)- wund (B-Y)-Schnittstelle eingefligt. Das Leuchtdiehtesignal
kann syslemabhiingig von 720 bis 990 ns veradgert werden, was zum Wegfall der
lichen Y-Verzégerungsleitung fiihre.

Falgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

- Integrierte Gyratorverségerung, umsehaltbar in Sehritten von 43 ns,

_ Farbdifferengkanile (@-¥) und (B-Y} mit Speicherstufen und versteilerten Ausgan
signalen

- Ausgang zur Geschwindigkeitsmodulation der Zeilenablenkung.

Gremwerte
Grengwert :;rei-cn min. max. Einheit
petriebsspannung Voo ] 13,2 v
Eingangsspannung an UI 0 Ve ¥
gen Ansehlilssen 1,
2, 12, 15
Spannung an
anschluf 7 gegen 6 U?IB 0 & v
Ansehluf & gegen 9 USfS ] ) v
Eingangsspannung an
Anschlug 11 Uy 9 UCC -3 ¥
Anschluf 17 Uiq ] 7 v
Fingangsstrom it it mA
Iy
veriustleistung - Ptol 1,1 w
Betricbstempetatur- Tﬂ L] 0 °C
bereich
Lagerungstemperatur- Tstg -4 125 °C
mereich

An die Anschlilsse 3, 4, 5, 6, %, 13 und 14 ist das Anlegen einer Gleichspanmng nicht

erlaubt.

| ¥ W N
‘I - 51_'330.—.—! {t ¥ 0% Ver
= ' P

o ol ¥l P

A 4565 D
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s J lli‘mﬂ T 'ﬁ'

B ~,| Im——w-w 105 Vag
133v55 1B-¥1 1 3V

‘Ib Tp 330p i 22n

Applikationsbeispiel: Signalversteilerungs- und Verzigerungsschaltung




A 4580 D  vVideokombination + In Entwicklung EMD B gf;ErDc BD§2 - Bm:’“ St:?:ﬁ?dﬂfel:-
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widerstand, kleinen Bias- und Offsetstrdmen, interner Frequenz-
kompensation (ouBer B060D) fir 1-Verstdrkung, geringer
Lelstungsuufnuhme. Lutch up-frei, groBen Berelt.hen fir die-Dif-
ferenz- und Gleichtal g, hluBfest (bei
Einhaltung der max. Verlust!mslung)

Bauform 3 (B 060 D, B 061 D, B 062 D, B 066 D)

4(Bosa D)
AnschluBbalegungen BOoso BOS1 BOS2 Bos4 BOsS
Uac+ 7 7 a8 4 T o
4 a 4 n a
Frlqunnthp.nw‘idn 8 - - - -
Offsatabglaich 1.5 1.5 - - 1.5
Ausgang (1) & & 1 1 ]
Ausgang (I} - - 7 7 -
Ausgang (111} - - - L] -
Ausgang ] - - - 14 -
Michtinvartierender Eingang ?) 3 3 3 3 3
- - 5 5 -
- - - 10 -
wy - - - 12 -
Invertierender Eingang {II} 2 2 2 2 H
- - & & -
R S
- - - 1% -
nicht belegt - B - - -
Lefstungssteusrung - - - - B
Aus einem Spektrum werden selektien:
Grundtyp D = fir geringe Anforderungen
m-Typ  Dm — fir héhere Anforderungen
p-Typ Dp Ur héchste Anferderungen
t-Typ Dt - fir den erweiterten Temperaturbereich
Dar Typ BM lmnn mlt ||nom Wid | vom Anschluf 1=
b g in seiner Leistungsoufnohme

baeinflubt uarden.

E x
gE 5 Der Typ B 060 ist extern frequentkompensierbar.
i 3
— - B i Schal 2ur Froquenz- (B 060) und Ei fsot-K
] E & ] £
i E - o E H z s
ol g oz #
E M8 Grumy
H
a £
; 4 ’
w ks ¥ x o
= 4 R =20MR firllog = 2 75V o
2 G I R= SMRfirlp= 23y | 1552
i T+ T be™
& I iz 3 & B 050 BOs1, B 04§
Grenzwerte, giltig fir den Betrlebstemperaturbereich
min, max,
Ubersichtssehaltolan Bauform: DIP-18, Plast (Bild' 6] Betriebsspannung 322— - BY
+
inolare Schaltkreis A 4580 D ist eine Videokombination fir RGB-Endstufen Diffsranzaingangsspannung') Yp % oV
Der bipolar 1| Gleichtakteingangsspannung”) Upg =15 LAY
Farblfernsehgeriten. Umgabungstemperatur
fir D-, Dm-, Dp-Typ By -10 +70 *C
gigensehaften fir DETyp 8, =25 185 °C
Die Videokembination realisiert die Videoeinstelifunktionen in Farbfernsehgeriiten mit Sperrschichttemparatur B +115+C
- ) . Statizche Kennwarta’) (B, =25°C-5K Ugg= £15V)
parbdifferenzsehnittstelle. Eingangsoffsstspannung Uig
gie besitzt Einblendmiéglichkeiten fiir 2 externe analoge RGRE-Signale. Esr_ 10 kOhm
- o i ) D-Typ 15 mV
_ pie Sehaltung erméglicht automatischen Sperrpunktabgleich. DmeTyp 6 :v
B . - Dp-Typ Imv
Fg]gﬂndc Besonderheiten werden dureh den Sehaltkreis realisiert: Dt-Typ M :\,
s . I . : Ausgangsspannungshub
. apazitive Signalankopplung der Farbdifferenzsignale und der externen RGB-Signale und o "2ReR b ) Uggs 20 v
wlemmung dieser Signale aufl einen kinstlichen Schwarzwert, sowie Horizontal- und Gleichtaktunterdriidung MR
Ujg = £ 10V, Rg = 10 kGhm
yertikalaustastung . D-Typ 0 dB
_ zwei unsbhingige RGB-Einginge mit schnellen Signalumsehaltern, wobei suf RGH 1 Om Op- Dty o &0 o d8
alle Einstellfunktionen wirken und auf RGE 2 nur die Helligkeitselnstellung, umsehalt- (AUgc = 20V) Ugg, = 48V,
o Ugcga = 118V, Rg = 10 kOhm
pare Matrix fir PAL/SECAM und NTSC entsprechend der untersehiedlichen Primarfar- D-‘lﬁ s » @
pen, Mittelwertstrahlstrombegrenzung mit Istwerteingang, Spitzenwertpegel der Lnd Dm-, Dp-, DLTyp e L dB
* N Stremaufrohme pro Kanal - Icc 250 pA
stufensteuerspanmung extern withlbar, automatische Sperrpunkiregelung mit Kompenss-  Eingangsoffsststrom e
L . . . . D-T; 00
tion oes Bildehrenleckstroms und EBinsehaltverzdgerungen zur Vermeidung von sieht- DH:"’D}. LTy ?oo ::
paren Einlaufeffektien, Bandbreite in allen Videokandlen typ. 10 MHz, Emitterfolger- E:nrgdnnsbiusﬂmm [
-Typ 400 pA
pusginge zu den RGE-Endstufen. Dm-, Dp-, Dt-Typ 200 phA
t e
By = =10 bis +70°C o-T 5 nA
1 a e
Umserattsigna 1 |y Mg PUNSC Bt Aiggy | ¥q = =10 bis 70°C Dm-, Dp-Typ 3 nA
9,Tvgg r"u.,;i‘i 1 — B, = =25 bis +85°C Dt-Typ 10 nA
®oaoan Eingangsbiasstrom ™
.l. By = =10 bis +70°C Dp-Typ 10 nA
L] #, = =10 bis +70°C Dm-, DpTyp 7nA
1 s B, = =25 bis +85°C ouTyp 20 na
" Ausgangsspannungsbercich Ve
I I ] 8, = —10 bis +70°C, Ry = 10 kOhm
} 0-, Dm-, Dp-Typ 20 v
T T T T 1 Dy = =25 bis +85*C, R| = 10 kOhm Dt-Typ e v
I ] O 1 Offena Spannungsvarstirkung L
Ug = 210V, Ry = 10 kOhm
#, = =10 bis 470°C D-Typ 1.9
A 4580 D ][ % Do = =10 bis --70°C D, Dp-Typ 10
- ! D, = —25 bis 485°C Dt-Typ 4. 100
Grin -Endstute = ! Eingangseffsetspannung U,
E % T WR EBpP g NE B TR - Rg = 10 kOhm ©
___"_] l - 3, = =18 bis +76°C DATyp 20 mv
¢ havg 1 I " Dm-Typ .15 my
. I - Dp-Typ 5 mV
——— Rt - Endsiuke - B, == —25 bis +85°C Dt-Typ 5 mv
1890 1 0% veg | | Eingangsbereich u; 412,35 v
— Zur Bquﬁhrlulslunf der Funktion muB die Eingangsspannung 2,5V Gber
1511 33y brw. unter £Uge liegen.
i ] i\ ‘o (Uged 15V, Ry = 10k, Cf = 100 pF)
Fertsithgung ] X B2 Gz Wi Sperpurhtmessung | Slew-rate U, =10V SR 3,5 s
76V Weg ﬂ 9 +* | Anstiegszeit U = 20 mV Y, 02 P
Halligheit 1 | Bandbreite by 1 MH:
L Umschatt signal 2 :
|

1) Die Eingangsspannung darf nur klainer bzw. gleich der Betriebsspan-
nunn hachstens aber 15V se Pe

Applikationsbeispiel:  Videokombination

Die galten fir dan B 0&6 D, wenn der Leistungsstausrein-
:dnn (Pin 8) mlt =Upe verbundan ist.



B08OD - B081D - Bo82D n
B083D -B084D

BIFET-Operationsverstérker mit SFET-Eingangsstufe,
kleinen Bias- und Offset-Strémen, sehr groBem Ein-
gangswiderstand, interner Frequenzkompensation
(auBer B 080 D) fiir 1-Verstérkung, geringer Lei-
stungsaufnahme, Latch-up-frei, groBen Differenz-
und Gleichtakteingangsspannungen, kurzschluBfest
(bei Einhaltung der maximalen Verlustleistung).

Bauform 3 (B 080 D, B 081 D, B 082 D)
4(B083D,Bos4D)

AnschluBbalegungen Bosd  Bos Bos2  Bo083  Bosd
OHuetabgleichanschlsse 1.5 1.5 - 3,14 -
85
Frequenzkompensation 8 - - - -
negative Betriebsspannung 4 4 4 n
positive Betrlebsspannung 7 7 2 13/7) ]
invertisrandar Eingang
1.OPYV 2 ? 2 1 2
2.0FV - - 4 ? &
lorv - - - - o
$OPV - - - - "
nichtinvertierender Eingang
1.0PY L] k] 1 2 3
2,0PV - 5 & 3
3.0PV - - 10
4.0PV - - - - 'H
Ausgang
1.0PV & & 1 12 1
2.0V - ] w0 7
10PV - z z H
4.0PV - - - - 14
nicht belegt - B " -
1) wihlbar (sind intern varbunden)
Aus einem Spekirum werden selektiert:
Grundtyp D— fir geringe Anforderungen
m-Typ Dm = fiir héhere Anforderungen
p-Typ Dp = Hir hichste Anforderungen
-Typ Dt = fir den erwalterien Temperolurbereich
Der Typ B 080 D ist ewtarn frequenzkompoensierbar.
Schal zur Freq {B 080) und Ei
lpe*
M2
M 't‘,‘w_
L]
1544
U
Boso D Boa1D, BOBID
Greniwerte gliltig fir den Betrichstemperaturbereich
min, max.
pos. Betriebsspannung Ucet nv
neg. Betrlabssponnung Ugc =18 v
Diffaranzeingangsspannung Up =30 +aov
Olelchtaktelngangsspannung Uem —15 H15VY
Dover des AusgangskurzschluBlsiromes
Proy = 0B0W 4 o
Varlustlelstung
8, w25C L. &80 mW
Umgsbungstemperatur D-, Dm-, DpTyp 8, =10 +70C
Umgebungstamperatur Dt-Typ B, -25 +85°C
Sperrachichitamperatur o +1%0'C
Lagerungstamparatur 1‘“' =55 +1%0*C

'} Dis Eingangssponnung darf nur kleiner bzw. gleich der Betriebsspan-

nung, héchstens aber 15 V sein.

Stotische Kennwarte min.  typ. max.
Eingangsoffsetspannung Yio

Fg = 50 Ohm

D-T; 5 15 mV
Bmte 3 6 my
Dp-Tyn 2 1 my
D-Typ 3 § mv
Hlligangﬂ'pﬂﬂ!nuﬁglhub

Spitze-Spitze]

.‘tL"_ 10 kohm Upss 20 27 v
Gleichtokt- CMR -
untardrickung

Ug= £ 10V, Rg = 10 kOhm

D-Typ 70 92 dB
Dm-. Dp-, Dt-Typ 80 25 dB
Betriabsspannungs- SVR

unterdriickung
(Ugey = 8V, Ugps = + 18V),
Rg= 10 kOhm

D-Typ 70 25 dB
Dm-, Dp-, Dt-Typ a0 100 dB
Stremaufnahme 'so
pro Verstirker 2 2.8 mA
Eingangsoffsetstrom o
g = 25°C
D-Typ 12 200 pA
Dm-, Dp-, Dt-Typ 12 100 pA
Elngangsbiasstrom 1

e s b
D-Typ &0 400 pA
Dm-, Dp-, Dt-Typ &0 200 pA
Eingangsoffsetsirom o
#, =10 bis 470 *C D-Typ 5 nA
8, =10 bls +70°C Drm-, Dp-Typ 3 nA
By = =25 bis +-85°C Dt-Typ 10 nA
Eingangsbiasstrom g

8, 10 bis +70°C D-Typ 10 nA
¥, =10 bis +70°C Dm-, Dp-Typ 7 nA
#g = =25 bis +85°C Dt-Typ 20 nA
Offens Spannungs-
verstiirkung At
Ug= 10V, R = 2 kOhm

85 =10 bis +70°C B-Typ 15 10
#5 10 bls +70°C Drm-, Dp-Typ 25 o
g = —25 bis 485+C Dt-Typ 25 w
Eingangsspannungsbereich Wy +11 s v

Zur Gewﬂhllelllunr der Funktion muf die Eingongsspennung 4V Gbar
baw. unter £Ugq llegen.

Dynamische Kennwerte (Ucc =1 15V, Rg= 2k, €| = 100 pF)

Slew-rate U, = 10V SR 13 Vius
Anstlegszeit U, = 20 mV [ 0.1 ps
Bandbraite fy 2.5 MHz

A109D - B109D

Integrierte bipolare hochverstdrkende Operations-
verstérker flir universellen Einsatz.

Bauform 5
AnschluBbelegung

3 - Eingangsfrequenzkompensation

4 - invertierender Eingang

5 - nichtinvertierender Eingong
6 - negative Betriebsspannung
1,2, 7, 8, 13, 14 - nicht belegt

Innere Schaltung

9 - Ausgangsfrequenzkompensation
10 - Ausgang
11 - positive Betriebsspannung
12 - Eingangsfrequenzkompensation

3
[} (=] i 11
f]fm Yee*
o UL
RIS
—m——of
3
FK
T3
T2
Qm
8

Grenzwerte min max
Betriebsspannung Ucct + 18 v
Ucc. —-18 \'4
Gleichtakteingangsspannung y -10 + 10 A
Differenzeingangsspannung Up -5 +5 v
Gesamtverlustleistung
(¥, = 25°C) Piot 300 mw
Dauer des KurzschluBausgangs-
stromes (5= 25 °C) ty 5 s
Betriebstemperaturbereich A 109 D | 0 + 70 °C
B109D ¥, - 25 4 85 °C
Lagerungstemperaturbereich g — 40 +125 °C
Elektrische Kennwerte (Ugoe = £ 15V, O, =25°C)
min typ max
Eingangscffsetspannung
#, =0...70°C A 109 Ujg 1 10 mV
thy =—25...85°C B 109 Ujp 0,5 10 mv
Temperaturkoeffizient
der Eingangsoffsetspannung
Pa1 = 0°C, By = 70°C A 109 AUl AB 1,9 uv/K
Ug1 =—25°C, Ugp=185°C B 109 AUp/A® 1,85 25 uv/K
Eingangsoffsetstrom
tg =0...470°C A 109 Iig 35 750  nA
bg =—25...+85°C B 109 Iyg 27 750 nA
Eingangsbiasstrom
e =0...+70°C A 109 lig 30 2000 nA
Uy ==25.,.485°C B 109 11g 200 2000 nA
Betriebsspannungsunterdriickung
AlUgp =1V A 109 SVR 50 200  uVV
AU, =1V B 109 SVR 45 150 pVV
Ausgangsspitzenspannung
Rp =2k@ U, 10 13,3 v
R =10kQ Uy 12 14 \Y%
Gleichtakteingangsspannung +U, 8 v
Gleichtaktunterdriickung A 109 CMR 65 110 dB
B 109 CMR 70 115 dB
GroBsignalverstérkung
Uy =% 10V,R. =2kQ A109 A, 15 40 108
B 109 A, 25 40 .10
U, =10V, RL =2k
g =0...470°C A109 A, 12 -103
ﬂa =-25.,.+485°C B 109 A, 12 «103
Eingangswiderstand A9 R, 50 370 kQ
B 109 Ry 150 500 kQ



B 165 H/V =
Leistungsoperationsverstarker
Bauform 24B 165 H 25B 165V
0 45 00
57 13 937" |
bt 3
O5 ] & i
S o)
i g .
—T1"
12345 bl 12349
i - Ly o
T sl 1
.07mi I
\7min xhs
s
2 B8 |
27 0,7min.
39049 2
AnschluBbelegung
1 nichtinvertierender Eingang
2 invertierender Eingang
3 Betriebsspannung Ucc
4 Ausgang
5 Betriebsspannung Ucc 4
Blockschaltung
- —— g
 EE—
AC-Hurzschlubschutz
—{ und Verlustieistungs-
begrenzung
10____]+ — | emperatur-
D Uberwachung
2 O] — t ol
b
AG-Kurzschlufischutz
L nd Verlustielstungs- -
begrenzuny
.
| T
Grenzwerte, giiitig fir den Betriebstemperaturbareich
min. typ. max.
Betriebsspannung Uga O 36V
Ausgangsspitzenstrom Ie 35A
Gesamtverlustieistung Poot 20 W
Innerer Warmewlderstand Rehjc 3 K/w
Sparrschichttemperatur b 150 °C
Ausgangsgleichstrom tout 2,5 A
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce 6 T8V
Umgebungstemperatur &y -25 +70 °C
Statische Kennwerte bei 0, = 25°C ~ 5K
Stromaufnahme lec 40 60 mA
Uee =118V
Ausgangsoffsetspannung |U°°i 5 22 mV
Ucc =418V
Eingangsbiasstrom =lg 0,2 1 uA
Uec =+ 18V
Eingangsoffsetspannung Vie 5 20 mV
Uece =L 18V
Eingangsoffsetstrom | ho | 20 200 nA
Usc =t 18V
Offene Spannungsverstirkung A, ¢ 76 90 dB
Ucc =+ 14V
Upet = 20V, R > oo
Brummspannungs- SVR 40 50 dB
unterdriickung
Uce =28V, R = 40, Ry = 22kQ
fg, = 100 Hz, Up = 0,5 Ve,
A, = 30 dB
Gleichtaktunterdriickung CMR 56 70 dB

10kQ, A, = 30dB

B176 D - B177D

Om

Programmierbare Kleinleistungs-Operationsverstdr-
ker mit hoher Verstdrkung, kleinen OffsetgréBen,
groBem Eingangswiderstand und groBer Ausgangs-
empfindlichkeit. B 176 D ist intern frequenzkompen-

siert.

Bauform 3 (B 176), 4 (B 177 D)

AnschluBbelegungen
B176 D

1 Offsetkompensation

2 invertierender Eingang

3 nichtinvertierender Eingang

4 negative Betriebsspannung Ucc ..
5 Offsetkompensation

6 Ausgang

7 positive Betrlebsspannung Ucc.
8 Steuerstrom —l

B 177D

1 nicht belegt

2 externe Frequenzkompensation

3 Offsetkompensation

4 invertierender Eingang

5 nichtinvertierender Eingang

6 negative Betriebsspannung Ucc
7.8 nicht belegt

9 Offsetkompensation

10 Ausgang

11 positive Betriebssponnung Ucc 1
12 Steuerstrom —lgg,

13 externe Frequenzkompensation
14 nicht belegt

Grenzwerte min max.
positive Betriebsspannung Ucc - 8V
negative Betriebsspannung Uce—- =18 v
Gleichtakteingangsspannung Uic ~15 + 15V
Differenzeingangsspannung Uip =30 430V
Steuerstrom Lot 200 pA
Dauer des AusgangskurzschluBstromes
be! &, max mub I, = 30 uA sein £ unbegrenzt
Betriebstemperatur Ty ~25...85°C
Blockschaltung
.—IM
8%, 12
1 7
Strom- Arbeitspunkt |
Sspiegel einstellung ”%°+
Potential] Emf:gsfufe 5;
P - b
verschie- [} Strombe-| |10
bung
grenzuny
7 -
OFfset- b
kompen-
. P
3 Uge~
B1760* B1770 2 13
FK FK
Informationswerte (8, = 25°C - 5K; Ugcc =+ 3V)
Eingangsoffsetspannung Uio 6 mV
Eingangsoffsetstrom
—sat = 1.5 pA o 6 nA
“set = 15 pA 25 nA
Eingangsstrom
—lgep = 1,5 pA Iy 10 nA
—liat = 158A 50 nA
Stromaufnahme je Verstdrker
—lige = 1.5 pA; R = oo Icc 20 pA
—lger = 15 pA, Rf = = 120 pA
Gleichtaktuntardriickung
AUp=1V CMR 70 dB
Betrlebsspannungsunterdriickung
AUp=1V SVR 200 pv/V
Spannungsverstirkung
et = 15 AR =T5kQ £ 1% Ay 23 dB



B222D Nicht fiir Neuentwicklungen |
Integrierter Doppelgegentaktmischer
Bauform 4
AnschluBbelegung
1,5 Masse ) 7,9 Eingang1
2, 11 Betriebsspannung 12, 13 Ausgdnge
(+Ucc) 8,10 i. V. (Anschliisse
3, 4 nicht belegt diirfen nicht
6, 14 Eingang 2 belegt werden)
Innere Schaltung
R¢ 12 13
1 o™ Ry
2o
T
Ry r] ) ! ljﬁz o
s D,
77 -Q [ T Ts ¢
O
yi)
R_f,-[h Re [17 fo
6o VTg T . )
T o~ - R
1
TvaL\l 1
Ljﬁﬁ' Ry ﬂ_ﬁ;& [I]Rru Ree
T 1
7 3§ 5
Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
Betriebsspannung Uee mox 18 V
min 6V
Spannung UGI“ Uiaj max 5V
U7l1' U°I1 _max 8V
U6/14 max 5V
Uﬂg max 5V
Verlustleistung &, =25°C Peot max 360 mW
Betrlebstemperaturbereich Dy —25... 1+ 85C"
Kennwerte (&, = 25°C - 5K)
Gesamtstromaufnahme lee max 12,7 mA
Uce == 18 V, AnschluB 5 an Masse,
Elnglinge offen)
Dynamische Kennwerte (9, = 25°C — 5K und Ucc = 15V)
Trégerunterdrlickung a (Tréger) 45,8 dB
Ui (Trager) =200 mV, f; (1y5ger) = 200 kHz
Ui (Signal) = 20mV,f; (5ignany = 50 kHz
Ofisetkampensation
Mischverstéirkung Vm 31.4 dB
Ui (Trager) ™ 200 mV, f| (Tréger) == 200 kHz
Vi (Signal) = 20mV,  (gignql) = 50kHz
Offsetkompensation (mittels R 8)
MeBschaltung
. olf, +
(o
sk To | Talien
LT i . .
: ~ Yo (B25)
p—
- IIG 27 12 W & 2700%
Yr ¢ B 222 T o B /AL 2d
fnagy: L

C=330nF

Y2V Yy,




B260D

Integrierter Ansteuerschaltkreis fir geregelte

Sperrwandler — und DurchfluBwa
netzteile

ndler — Schalt-

B303D -B304D - -B305D - B306 D |

Initiatorschaltkreise zur Realisierung von induktiven,
fotoelektrischen und kapazitiven Initiatoren.
Weiterentwiddung des Schaltkreises A 301 D.

- thelmlsche Sélutzsdlaltung fur 0; 2 125 *C,

rechluf
9 g 9

g bel B303 D, B 304D, B 305D

bei

Bauform 5
AnschluBbelegung
1 Betriebsspannung U 9 Synchronisation des
2 Stabilisierte Spannung Sagezahngenerators
3 Steuerspannung 10 Ein/Aus (Fernbedienung)
des Regelverstirkers 11 Strombegrenzung
4 Verstérkungsumstellung 12 Masse
5 Uberstromschutz 13 Uberspannungsschutz
6 Vynax-Einstellung 14 Ausgang (Emitter)
7 R des Sdgezahngenerators 15 Ausgang (Kollektor)
8 C des Ségezahngenerators 16 Vorwdrtsregelung
Blockschaltung:
7 8 8§ 1 2 1
R SR S S -
| Interne Siigezihn- Interne 1
I Referenz- generator Spannungs-
| spannung . VErsorgung |
ot : | ! . . {
| {~Pulsdauer| | Logik- us- %
3 - aNgs=
| ~Modulator| | Sehaitung .%fu?-‘e K T4
|
* N
| 738 = .
i -(:1 &Q&L’ 06' v |
L Y SN (SR
Q [+] kel (<3
6 5 L} n 3
Grenzwerte, gliitlg fir den Betriebstemparaturberelch
min, max.
Betrlebsspannung Uce -0,5 18 Vv
Ausgangsspannungen Uy ] 5 Vv
, Uis [ Ucc V
Stromaufnahme (bel Stromspeisung) Icc 30 mA
Ausgangsstrom lg 40 mA
max. Belastbarkeit der stabilisierten
Spannung -1z 5 mA
Strombelastbarkelt des
Regelverstirkerausganges
Uy =1V Iy 0.5 mA
U= 6V -l 1,5 mA
Gesamtverlustleistung
By = -235...460°C Peot 900 mwW
b, e 485°C Prot 570 mW
Betriebstemperaturberelch - —25 485 *C
Kennwerte (9, = 25°C £ 5 K, Ucc =12 V)
Stlrnmuufnohrneu
=, = 300 —U,—U‘ul_h:g'
U:ﬂ 1V, 12 ':- 12,6 kOhm ! lcc 13 mA
Stabilislerte Spunnung
~lg=5mA, Uy=0 U, 7.8 20 V
Interne Referenzspannung
Ryfs =0, Uy =0 U, /2 3,42 4,03 Vv
Sattigungsspannung der Ausgangsstufe
U= Us=Up=Uyp=3V,
Upn = Uy = Uy = Uy =0,
Us =1V, Iy = 40 mA Uisfiy sat? 400 mV
Obere Tastvarhditnisbegrenzung
R7/12 =10 kOhm, v T-1,5 ps
Ucc = 12V Tmax ¥

1) bei Spannungsspeisung

2) Vor den Funktionsprifungen bzw. der Messun er Sattigungsspannung
ist die Ausgangsstufe mittels Rechteckimpuls ﬂ.r ?

Pegelfol

=7V (10 ms) -1V (dauernd) am AnschiuB 8 durchzusteuern.

olge 1V {5 ms)

fiir die mbglldlen ZustGnde:
Grundschaltabstandshysterese
10fache bazw. stufenlos mnsbellhare Schaltabstandshyste-
rese (stufenlos bei 8303 D, B304D)
- Ausgénge intern mit Freilaufdiod
schaltet (auBer B 303 D)
= LED-Schaltzustandsanzeige bei B 305 D

fir induktive Lost be-

Bauferm 3 (B 306 D)
4(B303D, B204D, B30sD)

Ansch|uBbeleagungen
B3ID BI4D, BWSD

1 Emitter Elnzeltransistor Epy 8 Programmlereingang E,

2 Kollsktor Einzal- 9 Masss M _
translstor Ky 10 Ausgang Endstufe G

3 Varstirkeralngang E; 11 Batrisbsspann) rg

4 Varstd sgang A Ugg bei B 303D, B 304 D

3 usgal AnschluB LED bel B 205 D

& Ausgan Endimls Q

' 12 AnschluB Integrations.
7 Einstell kond,
hysterese H (B203D, B304D)
Batriebsspannung Uggo

13 Ausgang Stabllislerungs-
spannung A,
(B 305 D} 14 Basls Einzeltronsistor By

B3sD

1 Varstdrkeralngang €
2 Verstirkerausgang As
3 Verstrkerousgang Az
4 Ausgong Endstufe Q

Blockschaltungen
B 33D B m}o. B 305 D (Belm B 303 D, B 204 D entfdlll die Schal-

zustandsanzeige’

5 Masse M -

& Ausgang Endstufe G

7 Betriebssponnung U

8 Anschlul Integrationskondensator C

o Mymien) 18

i (Bagan £p By

B 306 D

5.5
FinS Masse
Grenrwarte, giitlg fir den Betriabstemperaturbereich
min, max.
Betriebsspannung B 303/304/306 D Uee 475 W0V
B 305D Uee 9 nVv
H-Auvsgangsspannung Yon o 0 v
L-Ausgengstrom 1oL o 70 mA
am farsl EF Uge ° 0V
Strembelastung der intern stabili.
sierten Spannung
B 303 D, B 304 D, B 305 D ta [ 3 mA")
Kollaktor- !mmortslmnnunn des
Einzeltransistors T
smo B304 D, 53050 Ycen v nyv
des
Baaln B 304 D, Bau.’:D Lot o 70 mA
Baslsetrem d'n Elnultrumlateu T
30 D, B 304 D, aansu g [ 5 mA
5505 b, 5504 O, B 305 b [ 300 mW
Betrishstemperaturbereich L] —25 +70 *C

Elekirische Kennwerte

{Ugg = 475... 30V, fir B 303D, B304 D, B 206 D brw.
Uge=19...30V fir BI5D, 8, =25°C=5K)
min, max,

Stromaufnahme Ice 15 mA
Uge= WV
L-Ausgangsspannung an @ biw. G Uay 115V
Ucc= 3V, 30V an Gp brw. Gp :
Konstantstrem im H-Zustand —log 0.3 1.5 mA
aus @ brw. G
Uee= 30V, 0V an Qp biw. Gp
L-Ausgangsstrom aus Ep —Igp 100 pA
UCC‘-'QUV.ﬂchEPB WID, B34AD, B WD
H-Eingangsstrom in Ep Igp 500 pA
Upe =30V, 30V an Ep B 303D, B 204D, B 35D
Kollektor-Emitter-Sattigungs-
spannung des Einzeltransistors T1 Urkiat Tt 400 mV

2 mA an Bry, OV em Epy
30V an Kpp

) bis Uggc 20V



B308D - B318D

NF-Verstarker mit einem Doppel-Endstufenausgang
zur polaritdtsunabhdéngigen Anschaltung des Ver-
starkers an die TeilnehmeranschluBleitung und
einem internen Rufspannungsschutz fiir den Einsatz

in Fernsprech-Mikrofonen

Wandlern.

mit

piezoelektrischen

Der B 308 D besitzt auBerdem einen AnschluB zur

externen Einstellung der Verstérkung.

Bauform 4

AnschluBbelegung

Eingang 1
Abblockung

Ausgang 1
interne ‘Verbindung
Ausgang 2
Eingang 2

-
rAO~NG W=

Verstarkungseinstellung (B 308 D)
Abblockung der Regelschieife (B 318 D)

alle anderen Anschlisse nicht belegt

MefBschaltung

{2
2
¢3

} 12k
(5378
ot

Grenzwerte gliltlg fir den Betrisbstemperaturbereich

Spelsestrom
Ausgangsstrom
(t, = 100 ms bel impuls-
pausen 2 10 3)

Betrlebstemperaturbereich Ly

Statische Kennwerte (3, ==25°C—~5K)
Ucc

Speisespannung

{R; == 95 Ohm, Rz == 1,2 kOhm,
Ry == 410 Ohm, Icc == 35 mA)

Dynamische Kennwerte (R; 95 Ohm, R; = 1,2 kOhm, R; =

lce

lcg == 35 mA, Uy = 10mV - B 308 D
lce = 45mA,Uj = 5mV - B 318 D

Wy = 25°C — 5 K, f =1 kHz)

Spannungsverstdrkung
(C; = €y = 6,4 nF)

Verstirkungséinderung

(fy =1 kHz, f = 300 Hz,

Co = Cy = 7,2 nF)
Verstrkungsdnderung bai
Umpolung (U} == 10 mV,
Cy; = G == 6,4nF)
Regelhub (B 318)")
Psophometrisch bewertets

Ausgangsrauschspannung
U =0
A (I = 22 mA)
) AAyg =201, - CC

g A, (ICC == 45 mA)

A

U

AAUI

AALI2

AAu3 '

min
30,3
32,3
34,3
36,3

35

oo oo

mox

100 mA
350 mA

+55°C

8.5V

410 Ohm,

max
33,7 dB
35,7dB
37,7dB
39,7dB

3dB

1.2dB

dB

0.5 mV

B315D,E,K-B325D,E,K- B360D,E,K - |

B380D,EK

Integrierte Transistorarrays mit
storen ohne und mit Kiihlk&rper.

vier Si-npn-Transi-

Bauform 4 (D-Typen)
20 (E-Typen)
21 (K-Typen)

Ch
[i2] [ [ ¢ A%1 [8]

=

oS
AT
D D

Substrat

A A
]

Substrat

BT BT HiBRE

Innera Schaltung und Ansd gung

i}

=

©;

B35D,B325D, B 30D, B3SE K; B325E K;
8 380 D B 360E K; B 380E K

1 Kollektor T 1 1 Kollsktor T 1

2 BasisT1 2 Basis T1

3 Emitter T 1 3 Emitter T 1

4 Substrat 4 Emitter T 2

5 Emitter T 2 5 BasisT 2

¢ Basis T2 6 Kollekter T 2

7 Kollektor T 2 7 Kollakter T 3

8 Kollektor T 3 & BasisT3

9 Basis T3 9 Emitter T 3 (Subsirat)

10 Emitter T 3 10 Emitter T 4

1 frei 11 Basis T4

12 Emitter T 4 12 Kollekter T 4

13 Basis T 4
14 Kollektor T 4

Greniwerte, giiltig fiir den Betriebstemparaturbereich

B 31
max.
Kollektar.Emittar. g Ucto 15
Kollaktor-Basls-Spannung Ucso 20
Emittar-Basis-Spannung Uggo
Kollaktorstrom Ic
Impulsspitzenstram I
Gesamtverlustleistung Piot (3.0
Prot (3.8
Prot (3.K)
Betrisbstemparaturberaich Pa
Sperrschichttamperatur Hmax
Gesamtwirmewidarstand Rihja (3..0)
Fihj (3.6)
Rihja (3.K)
Statische Kennwerte (0, = 25°C — 5K):
Gleichstromverstdrkung”)
Ucg=3V, Ic=50mA  hgg (T
Gruppe b
Gruppe ¢
Gruppe d
Gruppe e
Kollektor-Basis-Reststrom Iceo

Ucg= 20V B35D, E K
Ucp= 30V B35D,EK
Ucp= 8V B30D,E K
B3%D,E K
Kollektor-Emitter-

Sattigungsspannung
lg=50mA lg=10mA Ucg,,

3 B 325 B30 B30
max, max. max.
25 &0 0wyv
30 90 100 V
5 v
0,5 A
1,0 A
1,3 W
1,8 w
4,0 W
—25...485 ‘C

150 =C
85 Kw
&5 Kiw
30 Kw

min. max.

28 kAl

56 140

112 280

224 560

100 nA
06V

Kellektor-Emitter-
Dureh nnung B 315 B 352 B 360 B 380
IC = 1 mA UR)CEO 15 20 60 80 v
Kollektor-Basis-
Durchbruchspannung
I = 100 pA Urico 20 0 %0 100 v
G'lle‘iqllst{om\'eutﬁ:kungs- .
] lar i
untereinander?)
Ugg= 3V, Ic = 50 mA 0.8 1,25
Dynamische Kennwerte (3, = 25°C - 5K)
min max.

Obergangsfrequenz
Ucg= 10V, Ic = 10 mA fr &0 MHz
f = 15 MHz
W B3M5D,E K - Vorzugsgruppe d

B 325D, E K = Vorzugsgruppe d

B 30D, E K — Verzugsgruppe ¢

B 380D, E, K nur Gruppe b—d; Vorzugsgruppe ¢
%) nicht far B 380 D, E, K



B331G B
Integrierter Horhilfeverstérker mit Dynamikkompres-
sion fur Horhilfegerate

Bauform 26
AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung 8 Regelung Mikrofonverstarker
2 ALC-Eingang % Ausgang Mikrofonverstérker
3 Masse 10 Eingang Mikrofonverstérker
4 Ausgang Endverstérker 11 Regelumfang ALC

5 Gegenkopplung Endverstérker 12 Stabilisierungsspannung

6 Eingang Endverstéirker 13 Ausgang Hérspulenverstéirker
7 Regelzeitkonstante ALC 14 Eingang Hbrspulenverstérker

Blockschaltung

Spannungs- |
stabilisierung

AC-D(-
Wandter

b
n 2
Grenxwerte
Betriebsspannungen Uce 1...3V
Spannung am AnschiuB 4 U, 6V
Verlustleistung .
&g = 70 °C Peot 50 mW
Umgebungstemperatur Ya -25,..70 °C

Statische Werte (0, = 25°C = 5K; Ucc=1,55V; Ry =1Q)

Stromaufnahme

U =0 ]CC =1 mA
Stromaufnahme der Endstufe

U =0, U =155V 1, 1.4...23 mA

Spannungsverstérkung des
Hérspulenverstérkers
Uiz = 100 mV, f = 1 kHz AuH 18...22 dB

Spannungsverstérkung des
Mikrofoen- und Endverstarkers

Po = 0,5 mW, f == 1 kHz AUME 58...68 dB
Ausgangsleistung

Up Oberwell off= 16,4 mV, f= 1 kHz Po Z 0,5 mW
Klirrfaktor '

Po= 0,5 mW, f = 1 kHz k =6 7%
Regelberaich des Mikrofonverstérkers

Po = 0,5 mW ANAUME Z 36 dB

Eingangsspannung des
Mikrofonverstéirkers Unm =4V



B340D -B341D -B342D |
Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-
Transistoren
Bauform 4
AnschluBbelegung
1 Kollektor T1 8 Kollektor T3
2 Emitter T1 9 Emitter T3
3 Basis T1 10 Basis T3
4 Masse 11 Masse
5 Basis T2 12 Basis T4
6 Emitter T2 13 Emitter T4
7 Kollektor T2 14 Kollektor T4
Innere Schaltung
7 7 & T4 n
2 o '
3 i T2 4 Ty _L—
[+] o] ]
2 & &§ W g 72 3 4
Grenzwenrte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20V
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5V
Kollektor-Substrat-Spannung Ucio 30V
Kollektorstrom Ic 10 mA
Basisstrom ' I 5 mA
Wiarmewiderstand
fir Gesamt Ig Rihjo 120 K/W
Betriebstemperaturbereich o -25...85°C
Sperrschichttemperatur 3 125 °C
Kennwerte bei ¥, — 25 °C -+ 5K
Glelchstromverstlrkung c 56...140
Ucg = SV, lg=1mA h21 E(T1) :',;_;';';;;'ﬁ
UCBESV.IE_10H~A h21E c.d.ﬂ 30

Vearhditnls der Glelchstrom-
verstdrkung fiir alle méglichen

Transistorpaare

UCB = 5V, lE =3 1 mA ha?E(x}
h21€(y)

Differenz der Basis-Emitter-

Spannungen fir alle mdglichen

Transistorpaarae (nur B 340/341)

Ucg == 5V, Ig = 100 A Ug

Ubergangsfrequenz
Ucg=5V1c =1mA f=100MHz {1

Rauschfaktor fir B 341 D
o == 200 pA, f = 1 kHz,
Af = 100 Hz, Rg = 2 kQ

0,8...125

<S5 5mV

135 MH:z

% 6 dB
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Ubersichtsehaltplan Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)

Der B 384 D enthiilt die Leistungstransistoren, Dioden sowie den Pulsdavermodulator fiir

den Schaltregler innerhalb des Komplexes fiir Teilnehmeranschlufischaltungen. Der Hehalt-

kreis enthilt weiterhin eine Schwellenspannung flir den externen Feinschutz.

Aufgaben des Schaltreglers:

- die negative systemeigene Betriebsspannung Up im Gespréchszustand der Leitungsstrin-
ge (a-, b-Ader) anzupassen.

- die Betriebsspannung von -Up = 80 V fiir die Rufspannungserzeugung bereitzustellen.

Ausgewkhite Kennwerte

Kennwert E:ricz};m MeBbedingung in. | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannung Uy 4,75 5,25 ¥
S . 22,8 29 v
-UCC-E a4 72 :
L _UCCﬁn 29,5 95




B 385 D Testschaltkreis

| ‘I
b 530 fl- -fs3b
13 1!{ ) ‘1'1”
Tl Tl Ta@ Tb2 Upcs

i bersiehtssehaltiplan
Typstandard: TGL 4378
Baulorm: DIF-16, Plast (Bild 4)

Der Testschaltkreis fir Tellnehmeransehlufschaltungen B 385 D enth#lt 3 bidirekti
#u betreibende Schalterpaare mit der zugehiirigen TTL-kompatiblen Ansteuerlogik.

Thyristorsehalter sind mit einem niedrigen DurehlaBwiderstand liir Stedme bis; 2o 7

und Sperrspannungen bis zu 91 V kenzipiert. 82 hat eine spezielle Kompensati

tung zur Minimierung der Me@fehler.

Ausgewiihite Kennwerte

Kurz- . .
Hennwert zeichen Mefbedingung min. | typ. AKX, El. !
Betrichsspannung Uney 4,75 5,25 ¥
- v
U‘C o5 81 33 :




B 386 D speiseschaltkreis

os”

ulln—._ -

Ubersichtssehaltplan Bauform: DIP-24, Plast (Bild a)

Der B 386 D enthilt den Leistungsverstirker flir die a- und b- Ader, die Rufansteuerung,
den NF-Vorverstérker, den Abtaster fiir a- und b-Ader und den Umpolverstiirker.

Ausgewiihite Kennwerte

Kennwert Eeuil;:zh-en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit

Betripbaspannung Urey 4,75 5,25 | ¥
Uy 15 42 ¥

Verstiirkung Avioais Uno = 150 V 4,7 7,4 dB

Rufspannung U 56,5 4B

Rlirrfaktar kaa’ ktﬁ 'UB =nv 3,6 %

: kg kg | Ug = %0V 27 %

UM mspannungsunter- °
@ng mrnuml 18 dB




B3%D in Entwicklung W

Regler-Schaltkreis  fiir elektronisch  kommutierte
Gleichstromkleinstmotoren mit interner Anlaufschal-
tung, die den schnellstméglichsten Hochlauf des Mo-
tors gewdhrleistet

Bauform 7
1 - Motorwick}ung 10
2 - Motorwicklun : 11 . "
3 - Motorwicklung 12 J - Filterbeschaltung fiir PLL
4 - Stromfiihlerwiderstand 13
5 - Masse 14 - Siebung fiir Gleichrichtung
6 ] - RC-Beschaltung fiir 15 l
7 Referenzoszillator 16 - Motorwickiung
8 - NF-Muting 17
9 - Drehrichtungswahl 18 - Betriebsspannung
Blockschaltung
f_____”_'—“H____“H-'___—'__“__________ﬁ'i
| o8
I
| — Trigger und ~17
o— Ausgangs- rigger un
2 i Stromsenke Gleich- L4z
3 : richter I_ﬁl)ﬁ
4 ]
} _ - 13
59 Logik PLL L_g..,?z
I l_‘{’
| 1
l L ] __4; 0
|
6 ol ~ Dreh- |
74—y Meferenz NF-Muting richtungs- :
8 wah! !
g o {
{ 1
; |

Funktionsbeschreibung:

Die Motordrehzahl wird durch eine Zweifachregelung auf eine
Referenzfrequenz von 32,768 kHz synchronisiert, die gegebenen-
falls auch von einer Quarzreferenz abgenommen werden kann.
Der B 390 D verfiigt weiterhin lber eine Drehrichtungsumschal-
tung, die einen weichen Umschaltvorgang gewd&hrleistet und eine
NF-Abschaltung fiir den Fall, daB der Motor sich nicht mit Nenn-
drehzahl dreht. Durch eine Thermoschutzschaltung und eine
Unterspannungsabschaltung werden die Gebrauchseigenschaf-
ten weiter verbessert. Die intern stabilisierte Betriebsspannung
von 4 V sorgt weiter fiir einen groBen Betriebsspannungsbereich.
Sollen gréBere Motoren angesteuert werden, kénnen die An-
steuerausgdnge extern erweitert werden.

Informationsdaten

Betriebsspannung Ucc 132...6V
Betriebsstromaufnahme Icc 18 mA
max. Stromaufnahme

der Ausgangsstromsenken loUTmax je 400
Dauerstrom Ausgangsstufen lq 100 mA
Anlaufstrom lq max. 400 mA
Referenzfrequenz fref 10 ...100 kHz
Tachospannung Ur mex. = Ucc

Mutingausgang Ussat 250 mV



B391D

Motorprozessor fiir Kassettenlaufwerke

Bauform 7

Blockschaltung

r T Positionsdetektor
G

! i
4w b os=gy r :
I I Upe ]\74 AT |
o =1
erz- i 2 h
tol fif‘:ﬁis;gf lS,?rtzenwerf—. Trigger i Ausgangs - Ucc4
hulz- [ T 11 gteich- I |stromguelten Iy
i1 i : richter I . M
_._.._.i____!____ o sy | A
¥ M
8 |MF- Schleifen- _1 Stromschalter) | -
Mu- =4 PLL |} vepstirker 5
4 verstirke
tig ~oH
L 3 Crg
Tt (et 537 Sohalt-
G T le2 speicher
Crr
0 )
L & |Referenz-y  TeiterI| Um- | [Fertert
H aszillatar = sehal- P
R ter
B 7
7 Iﬁ' 639
AnschluBbelegung
1 Ausgang-Spulensystem S 10 Ausgang-Schleifenverstirker
2 Ausgang-Spulensystem T 11 Eingang-Schleifenverstérker
3 Ausgang-Spulensystem R 12 Ausgang-dynamische
4 Ausgangsstrombegrenzung Regelspannung
5 Masse 13 Ausgang-statische Regelspannung
6 Sensoreingang-Oszillator 14 Ausgang invertierte Tacho-
7 Entladeausgong-Oszillator spannung
& NF-Muting; Kontrollpin fir 15 Triggereingang R
Istdrehzahl 16 Triggereingang T
9 Drehrichtungsvorwahi 17 Triggereingang S
18 Betriebsspannung Ugce
Grenzwerte min. max.
Betriebsspannung Uce 6 20 v
Tachospannung Ur Uca
27V—Ucc‘) v
Endstufenstrom (t < 105s) 1,23 400 mA
Dauerendstufenstrom 12,3 250 mA
Oszillator-Entladestrom 15 20 mA
Filterwiderstand Rij—12 19,2 28,8 k2
Referenzfrequenz {5 100 kHz
Spannung am Drehrichtungseingang Ugp 0 0,3%) my
Strom am Drehrichtungseingang loy 10 uA
Muting-Ausgangsspannung Ugn 27 A
Muting-Ausgangsstrom laL 1 mA
Reststrom Pin 8 IRa 250 nA
Oszillator-Sensoreingangsspannung Ug 0 Uee v
Verstdrkerausgangsstrom fo -150 -+150 1A
Verstdrkereingangsspannung U12'13 0 4 v
Strom am invert.
Tachespannungsausgang lia 0 1 mA
Betriehstemperatur da -10 70 °C
Gesamtverlustleistung P 750 mWw

') Up wird gegen U gemessen

tot

?) Bei Uberschreitung ist Funktion nicht gewdhrleistet

Hauptkennwerte (Ucc=U g =15V; Uy 33 =6V, U5 14,17 = 16V; Ry =56 k&);
Ry = 7,5 kQ; Cs == 330 pF; Ro == 24 kQ; Rg==100Q;
falls nicht anders angegeben und bei #, =25°C -5K):

Stromaufnahme (Uge = Uiy =6 V)
Oszillator ein (U15,16.17 = 9 V)
Ausgangsspannung der
Endstufentransistoren

in der Betriebsart: Anlauf

|.1 '2.3 == 100 mA;

Oszillator gestoppt; Pin 4 auf Masse
L4 23 = 350 mA;

Qszillator gestoppt; Pin 4 auf Masse
Eingangsleitwert der Gleichrichtung

Uisie17 =22V

_ Ms16,17 — LIS.IG,I?)

Gis,16,17 -
( Uys,16,17 = Y15,16,17

ICC 18 mA
Uy

u, 0,6 v
Ug 1,2 v
Gis

Gig 0,15 0,3 m$
Gy

Uz = 1,5V; Pin 6 mit Masse verbunden



B 411 DD Priizisions-BIFET-Operationsverstiirker

* Im Entwicklung »

J——
' -0
é.— ; *Yeer
jnvert. Eingang nicht inv. Ausgang
Eingang
P
Of fopt-
abgl. (ext.}
Offset- =L
abgl. (ext.) b
Ubersichlssehaltplan Typstandard: TGL 45656
Bezeichnung der Anschlilsse Bauform: DIP-8, Plast (Bild 2)
1 Offsetabgleich 3 Offsetabgleich
i) invertierender  Eingang ] Ausgang
3 nichtinvertierender Eingang ) positive Betriebsspannung UCCI
4 negative Betriebsspannung UCCE B rieht belegt

Der B 411 DD ist ein integrierter Operationsverstiirker in bipolarer Technik mit Sperr-

schiehtleldeffekttransistoren in der Eingangsstufe.

Der Arbeitsstrom der Differenzein-

gangsstufe und die Eingangsoffsetspannung  werden aul dem Chip aufl geringe Drift und
Minimale Offsetspannung abgeglichen. Die Temperaturabhingigkeit des Eingangsbias-
Sromes wird weitgehend intern kompensiert. Der B 411 DD ist mit dem B 081 D und
dem B 061 D voll Pin-kompatibel. Die Offsetspannung ist extern abgleichbar, Die Type

Bt intern fiir eine Verstirkung von 1 kompensiert.

Eigensohaften

= hohap Eingangswiderstand,
" Beringe Eingargskapazitéi,
" Beringe Offsetdrift,

| Weitgehend temperaturunabhéngige Bias- und Offsetstréme ,
- Erolier Bereich fiir die Differenz- und Gleichtaktunterdriickung ,

" Lateh-yp-Freiheit.

anz



B451G - B452G - B453 G Hall-IC =

Magnetisch betdtigte, kontaktlose Schalter mit zwei
statischen gleichphasigen Ausgdngen

Bauform 27

AnschluBbelegung

1  Masse 3 Ausgang Q2
2 Ausgang Q1 4 Betriebsspannung
Grenzwerte
min. max.
Betriebsspannung B 451 G Ucc -0,5 30 vV
B 452 G -0,5 20 V
B 453 G -0,5 10 V
Ausgangsstrom je Ausgang lo 30 mA
Betriebsbedingungen |
Betriebsspannung B 451 G Ucc 4,75 27 V
B 452 G 4,75 18 V
B 453G 4,75 5,25 Vv
Umgebungstemperatur g 0 70 “C
Kennwerte Ucc = 5V
Stromaufnahme B > Be lcc 6 mA
B < Ba lcc 3 mA
Einschaltinduktion Be 75 mT
Ausschaltinduktion B 451 G, 452 G  Ba 10 mT
B451G beilUcc =27V Ba 5 mT
B452G beiUcc =18V Ba 5 mT
B453G beilUcc= 5V Ba 5 mT
Hysterese /\B 4 24 mT



B460 G Vorldufige technische Daten |

HALL-IS, der eine dem angelegten Magnetfeld pro-
portionale Ausgangsspannung liefert.

Bauform 27

AnschluBbelegung

1 Masse

2, 3 HALL-Ausgangsspannung )
4  Betriebsspannung

[EEEENEE
7 2 3 4
Blockschaltung
G B!
— 4
| i |
| -
| Gene- —d3
| rator’ I
I Referenz- s
| spannungs - 2
i quelle :
I |
i |
I [
1 |
| 1
L e e e e e e e e e e e J
Grenzwerte min, max.
Betriebss?unnung Uce -0,5 20 V
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce 4,75 18 \Y
Betriebstemperatur g 0 +70 °C

Der HALL-Generator liefert zwischen den Anschlilssen 2 und 3 eine Span-
nung proportional zur magnetischen Induktion.

Nullpunkt und Verstérkung miissen durch externe Verstérker-Beschaltung
eingestellt werden.

Elektrische Kennwerte Uc-p- =12V, &, = 25°C~5K

min, typ. max,

Stromaufnahme

B=0mT Clec 1113 21 mA
HALL-Offsetspannung

B=0mT Uoo -0,6 1.4 +36 mV
HALL-Spannung

B = 100 mT, Up +12,0 13,5 4162 mV

RL=100k2, Upp =0mV
HALL-Widerstand

B=0mT Ry 2,2 2,7 3,5 kQ
HALL-Rauschspannung

B = 0mT, R = 100 kQ Uon 0,56 0,64 0,72 Wy,
Steilheit AUO 0,12 0,134 0,16 mV

’ mT

HALL-Betriebsspannungs-
unterdriickung

Unmod = 0,5V, f = 1kHz,

RL = 100 kQ

Pin 2-3 SRV =37 dB

Pin (2,3)—1 SVR -0,2 dB
HALL-Grenzfrequenz fy 80 kHz

Ringkern M 340
(40 <X 20 3 15 mm)
Luftspalt 3 mm, 100 Wdg.
Rechtecksignal
Linearitatsfehler
zwischen B = =+ 100 mT
bezogen auf 4 40 mT Ey -3 0 43 9



B461G -B462G a

Integrierte kontaktlose magnetisch betdtigte Schal-
ter (Hall-Effekt) mit Freigabeeingang und offenem
Kollektorausgang.

Wenn ein ausreichend groBes Magnetfeld vorhanden st
(B = BE) und ein H-Signal am Freigabeeingang anliegt, schal-
tet der offene Kollektorausgang von H nach L. Das Magnet-
feld muB senkrecht mit dem Siidpol auf die mit der Kerbe ge-
kennzeichnete Fléche einwirken.

Bauform 27 0 2

AnschluBbeleguna -
1 Masse, 2 Ausgong, 3 Freigabeeingang, ‘ﬂ.‘.\‘._,l

4 Betriebsspannung resé
“ ‘H' 12
< [ ™
25 025
Blockschaltung
ot 1
| |
| T |
| [ , |
| intérne |
} , D Haligenerator Stromverserg.| |
Irigger
] i
| ]
' i
l 4 !
I L i
oL
7 2 i At
Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
min, max.
Betriebsspannung B 461 G Uee ~0,5 10V
B 462 G Uce 0,5 20V
Eingangsspannung Uiz -0,5 55V
Angelegte Spannung an
den Ausgang
B 461 G Uoa 0,5 7V
B 462 G Uz =0,5 18V
Ausgangsstrom lol2 30 mA
Betriebstemperaturbereich Pa 0 470 °C
Betriebsbedingungen
min max
Betriebsspannung
B 461 G Uce 4,75 5,25 V
B 462 G Uce 4,75 18,0 V
Umgebungstemperatur o ] 470 °C
Ausgangsstrom loL 16 mA
Statische Kennwerte (0, = 0 bis 470 °C, Uec=5V)
min typ max
Stromaufnahme
U =0V, B =B Iect 016 0,5 mA
Ups=5V, B =B Icca 2,6 5 mA
Upa =35V, B= By Iccs 1.5 3 mA
Einschaltinduktion
UiHa =24V BE" 34 65 mT
Ausschaltinduktion
Ua = 2.4V Ba%) 5 21 mT
Eingangsstréme
Ujg =0,4V —lia 0,12 5 pA
Uihg =24V lHa 0.0022 0,5 pA
Ausgangsstrom
UOH2 = Ucc)Ujyz = 24V, B = By |0H2 0,0003 10 pA
Ausgangsspannung .
UiHa == 2V oo = 16 mA, B = Bg UoLz 0,2 04V
Dynamische Kennwerte ({}, = 25°C — 5K, Uee = 5V, Bg= 70 mT

Ry == 400 Ohm, CL = {5 pF, U”.B = 0,4V,

Ups = 24V) .
Einschaltverzégerungszeit tPHL 1,0 3 us
Ausschaltverzdgerungszeit thLH 0,6 4 ps
Flankenzeit LY 6,17 2 us

tTTHL 0,032 1 us

1) Bg ist derjenige Wert der Induktion, bei der der Ausgangsstrom I, vom
H — Pegel (gys = 10 pA) auf den L — Pegel (Igo = 16 mA) ansteigt

2) By ist derjenige Wert der Induktion, bei der der Ausgangsstrem l; vom
L — Pegel {ig 2 = 16 mA) auf den H — Pegel (lgyz = 10 pA) absinkt



B 466 GA  Hall-IS fur Kfz-ZUndanlagen

i Bezeichnung |
s . o3 | der Anschiligy
*w i A - I Masse
g
u 2 nicht ap-
' zesohlogsey
. ' 3 i
HALL Merstcirkar F;f, Alsgang 3
L 4 Betrighs- §
L_lwr spanninge]
7 _K snsehiyl ':
Stromibaric
§ .3
O £ | |
e LT Schutx
Ubersiehtssehaltplan

Baufarm: SIL-4, Plastflachgehiuse (Bild 25)

tegrierter Regel- und Schutzsehaltung sowie interner Hysterese fiir prellfreies Schalter
Haupteinsatzgebiet als Hall-Zindgeber fiir Ottomotoren, aber auch fir industrielle Elek

tronik.

Ausgewiihite Kennwerte

Kennwert I:;';;n MeRtedingung min. | typ. | max. |Ein

Betriebsspannung u ce 4,5 12

Betriebstemperaturberaich Ta -85 130

Stromaufnahme ICC B =dmT 14

Einschaltfduktion BE 30

Aussehaltinduktion B n -30

magnetische Hysterese E[—I 4 20

AUSgangsspannung Ugp, B > 30 mT i, 4

i'DL = 16 mA

Ver.zﬁgerungszeit tFLH 2

‘PHL !




B 467 G Linearer Hall-Schaltkreis

3
)\K\ WOK 3y

2

' . 9_1: :[.L 1 N

- AN O

v L ~
B 4s7g Amciangsmmmw ) Prv2(a} R 3 {2)
mit Offssd Kemperneation By vz BmT

¥

Appliketionsbeispiel: B 487 G mil lypischer Beschaltung und Ausgangskennlinie
Bauform: SIL-4, Plastflachgehiuse (Bild 25)

Bezeichnung der Anschliisse 1 Masse
73 Ausgang
4 Betriehsspannung

Der B 467 G ist ein Hall-Schaltkreis mit magnetfeldproportionsler Ausgangsspannung mit
hoher mechaniseher Auflisung (Anderungen bis zu 1 pm). Er benbtigt am Ort seiner
Positionierung keine #uBere elektrische Beschaltung.

Ausgewiihlte Kennwerte

Kennwert L{e"li::i-en Melbedingung min. | typ. | max. |Einheit
Bﬂt[‘jebﬁspennung UCC 4,5 12 ¥
Stramaulnahme Iy 3 tnA
Ausgangsspannung U[}I G 28 v

: my
Wandiungssteilheit ] Bl < 60 mT 10 mT
s




B511N

Integrierter Temperatursensor, dessen Ausgangs-
strom der zu messenden Temperatur direkt proportio-

nal ist.

Der 2polige IS arbeitet als hochohmige Stromquelle
dessen TK im Toleranzbereich von 0,8...1,2 uA/K

liegt.

Bauform 29

AnschluBbelegung
1 Ausgang

2 nicht belegt

3 Betriebsspannung

Grenzwerte
Betriebsspannung Uee
Umgebungstemperatur ¥q

Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce

Betriebstemperatur ta

Kennwerte bei {§, = 25°C -5 K

Toleranz des Nennwertes
des Temperaturstromes
Lot (25°C) = 298,2 uA

Aly
Betriebsspannungsriickwirkung E"-JEE

4V - Uce — 5V
5V-Ueec—-15V
15V =~ Uee —-30V

Ii't} - l aul

min

~20
-55

=55

B511 N1 -60,6
B51TN2 -31,3
B 51T N3 2
B511 N4 28,2
B51T Nm~- 3

max

40 V
150 °C

30 Vv
125 *C

28,7 pA
— 2 nA
30,8 pA
60,8 pA

3 pA

0,5 pA
0.2 pA
0,1 pA



B555D - B556 D L

Monolithisch integrierte Einfach- und Doppel-Zeit-
geberschaltungen, die sich fiir sehr prézise Zeitver-
zdgerungen und als Oszillator verwenden lassen. Die
Zeitgeberschaltungen sind extern trigger- und rlick-
setzbar.

— Ausgangsstrom bis zu 200 mA

— CMOS- und TTL-kompatibel

— einstellbares Tastverh&ltnis
— weiter Betriebstemperaturbereich

— Arbeitsbereich von Mikrosekunden bis Stunden

Bauform 3 (B 555 D)

4 (B 556 D)
1 Masse 1 Ausgang fiir Entladung
2 Triggereingang (Komp. 1) 1. Syst.
3 Ausgang 2 Eingang des Schwellenwert-
. . schalters 1. Syst.
4 Ricksetzeingang
3 Kontrollspannung 1. Syst.
5 Kontrollspanung )
. 4 Rucksetzeingang 1. Syst.
6 Eingang des Schwellenwert-
schalters (Komp, 2) 5 Ausgang 1. Syst.
7 Ausgang fiir Entladung 6 Triggereingang 1. Syst.
8 Betriebsspannung 7 Masse
8 Triggereingang 2. Syst,

9 Ausgang 2. Syst.
Ricksetzeingang 2. Syst.
11 Kontrollspannung 2. Syst.

12 Eingang des Schwellenwert-
0613 RC (bbb schalters 2. Syst. .
‘ o (Mol 13 Ausgang fiir Entladung
1y, AR (Movoileg) 2. Syst.
14 Betriebsspdannung
Blockschaltung B 555 D
Schweliwert- Rifchsetz~
Ugg eingang eingang
e T 1
! I
I R, Komparator 2 ?;‘u%“”gs "I
|
AUSgan,
Yot T I g
|
| Entladung
Trigger-2 _
eingang)
l Ry Komparator T
)
Masse
Grenzwerte, gliltig fir den Betriebstemperaturbereich
B 555 D B 556 D min, max.
Betriebsspannung Ucc Uce 4,5 16V
Ausgangsstrom I3 15(9) ~ 200 200 mA
Eingangsspannungen U, Ua(a) 0
Y G o |
] 4(10) UccV
Us Uz (1) 0 I
U U2(12) 0
Entladestrom 1y 11(13) 4] 100 mA
Gesamtverlustleistung P, 600 mW
(Da=700C)
Pyot 1200 mW
(9, = 55 /C)
Sperrschichttemperatur 1“; B 150 °C
Betriebstemperatur L Pq -25 + 85 °C
Lagerungstemperotur g0 stg - 40 125 °C

Kennwerte, bei 8, =25°C - 5K U,

Uy = Ugc (B 355 D)

bzw. U‘(10) = Un = Ugc (BS55 D) und
bei Uce = 5V und 15V oder nur bei 5V, Werte in Klammern

B555D B55 D min typ max

Stromaufnahme lec | 10 (3,5) 15 {6) mA

cC 20 (7) 30 (12) mA
Kontrellspannung Us Uzry 9 (2.6) 10 (3.3) NEORY
L-Ausgangsspannung Uy UsoiL 1.(0,1) 2,5 (0,35 V
H-Ausgangsspannung Usy Use)H 12,75 {2,75) 13,3 (3.3) v
Schwellstrom l¢ l2¢12) 0,1 0,25 pA
Triggerstrom — glw» e.5 2,0 pA
ROcksetzstrom -1, ““'4(!0) 0,4 1,5 mA
Entladeleckstrom Iz _'1(13) 20 100 nA



B 589N B

Temperaturkompensierte ~ Zweipol-Bandgap-Refe-
renzspannungsquelle, die eine typische 1,235-V-
Spannung fir Eingangsstréme zwischen 50 pA und
5 mA erzeugt.

Die geringe Verlustleistung von 60 pA bei einem Be-
triebsstrom von 50 pA macht die Schaltung beson-
ders fiir batteriebetriebene Anwendungen attraktiv.
Eine niedrige Ausgangsimpedanz ermdglicht die Aus-
nutzung der maximalen Genauigkeit ohne externe
Komponenten.

Bauform 29

AnschluBbelegung
1 Eingang/Ausgang
2 nicht belegt

3 Masse
Grenzwerte
min max

Betriebsstrom lec -10 10 mA
Umgebungstemperatur % 0 70 *C
Betriebsbedingungen
Betrlebsstrom lce 0,05 5 mA
Betriebstemperatur 8, 0 70 *C
Kennwerte bei #_25°C - 5K
Ausgangsspannung Uo 1,2 1,25 V
lco= 0,5 mA
Anderung der Augangsspannung /AUg 0 5 mV
0,03 mA == [CC == B mA
Temperaturkeeffizient der U B 589 N 0 100
Ausgangsspeannung Yo B 589 Nm 0 50 1076
icc == (3,5 mA UG_&ﬁ B 589 Np 0 25 K

' B 589 Ng 0 10



B411D - B#15D - B621D - B6ISD - B&ND . W
6350 B7610 B765D . BUS1D . BBSD -
B2761D - B2765D - BAT6! - B 4T85

Einfache, doppelte oder vierfache Operationiverstar-

hahem g 4, groBam
nungsbergich, groBer Aussteuerbarkeit, hahem Aug.

kar mit hoher Verstdrkung, kleiner Offset-Spannung.

und op gdngen.
= B6110, 413D, 8521 D und B4T5D haben sinen TiLkom.

patiblen Augang
B 2761 ©, B 2763 1, B 4761, B 4745 mt bnsarner Froguentiem.
tion

BEND. BMID | Al
Bastarm 2

Bawip BEsD | T -
Bautsem 3 "

BaTEL, BA4MID
Bauarm &

Ban, Bass
BB 78S
e B3

82781, B IS
B, BaTes

e

B 654D

Servomotorsteuer-Schaltkreis mit Briickenschaltung
zur digital-proportionalen Verarbeitung der elektri-
schen FithrungsgréBe fir die Ansteuerung von
Kleinst-Elektromotoren in einer Abtast-Regelschal-
tung. Vorzugsweiser Einsatz in elektronisch gesteuer-

ten Rudermaschinen.

Bauform 4
AnschluBbelegung

1 Eingang des Impedanzwandlers
2 Ausgang des Impedanzwandlers
3 Eingang fir Fihrungsimpuls

4 Betriebsspannung Ucc+

5 Ausgang des monostabilen Multivibrators
6 Eingang des monostabilen Multivibrators
7 AnschluB fiir externe Totzeiterzeugung
8, 14 AnschluB zur Einstellung der Impulsdehnung

{Regelverstirkung)
9, 13 nicht belegt

1 Masse

", Blodkschaltung

“ 10, 12 Ausgang der Briickenschaltung

Brijcken-
r!mﬂfy,qg

—17 72

10

Betriebsspannung

: ., Eingangsspannung

Eingangssperrspannung

Ausgangsstrom des mono-
stabilen Multivibrators

Ausgangsstrom des
Impedanzwandlers

Ausgangsstrdme

Periodischer Spitzen-
durchlaBstrom

Dauergranzstrom

Gesamtverlustlelstung
fq = 55°C

s Umgebungstemperatur

fohgii
BLH

Gesamtstromaufnahme

Uy = 401V; Ug=15V
Up=Us=01V; R =
U= Uy=15V; R = o
Eingangsstrom

Uy =15V

Ausgangsdifferenzspannungen
Us

Uy=Us=15V;R. =10Q
Uy=U=4+01V;R =6Q;
t, & 5s; Vp S 01
Uy=U;=15V; R =68Q;
t, = 5s; Vp S 01

= U= 01 V;R. =108

la
I

IFRM 10/12 = —IFRM 10/12
Iravy 10712 = —IF av) 10/12

Piot

ta

H3

—Uron12
+Uson2

—Uioh2

+Vi0/12

=300

<

-

mA

mA
mA

mA
mA

mw
°C

"Informationswerte (3,= 25°C — 5K:Ugec = 5 Vilge= 0: Iy = I;; = 0.1 mA)

212
S45

<45

mA
mA

mA

wA

228V
228V
224V

z24V



B 2600 DG Regel-und Uberwachungsschaltkreis fir Schaltnetztey

s In Entuicmul

Ubersichtssehaliplan Bauform: DIP-18, Plast (Bild

Bezeichnung der Anschiiisse

Be‘trjebsspannung Regelteil 10 Ausgang Optokoppler Komgparator Untess I
Stabilisierte Spannung 11 Nichtinvert. Eingang Komparator Untesspan
Masse Regeiteil 12 Verzdg. Kondensator Komparator Uberspann i
Referenzspannung 13 Speieher Unterspannung :
Eingang Kemparator Powerféiil 14  Masse Uberwauhungsteilfﬁunstrat

Ausgang Komparator Powerfail 15 Ausgang Thyristor-Gate Komparator Ubers
Invert. Eingang Regelverstiirker 16 Betriebsspannung Uberw.-Teil
Niehtinvert. Eingang Regelverst.17 Ausgang Optokoppler Komparator (berspan
Ausgang Optokoppler Regelverst. 18 Invert. Eingang Komparator Uberspanfiing

ESE e BT S

per B 2600 DG ist ein Ansteuerschaltkreis, der fir den Einsalz im Sekundérkreis ven
5c11al.tnetzlel1en vorgesehen ist. Er enthiilt einen Regeltell zur Ansteverung des Pulsbrei-
jenmodulators sowie einen Uberwachungsteil, um einer Zerstérung oder Fehlfunktion der

yom Schaltnetztell zu versorgenden Elektronik vorzubeugen.
per Schaltkreis enthéllt die Regelireiselemente

_ Regelverstirker,

. Referenzspannung

. Dptokoppler-Ansteuerung,

- Netziehler-Erkennung (Power-fail),

sowie die Uberwachungsfunktionen

- Unterspannungsschutz ;

- Unterspannungssignalisierung bzw. Speicherung ,

- Uberspannungsschutz mit oder ohne Verzégerung »
- Uberspannungssignalisierung,

- Sieherungsauslésung eines externen Thyristors (Crowbar-Triggerstufe).
Die integrierte Sehaltung ist fiir eine Betriebespennung bis 35 V und einem maximalen

Thyrister-Gatestrom ven 200 mA ausgelegt.

Ausgewihite Kennwerte

Kennwert :eL;.;QI;en min. max. Einheit
Spannungen L 10 35 v
Uoes 4,5 35 v
Uﬁ, L’w -0,3 i3 v
Upgr Uy
Massepotentialdifferenz Usg -0,3 5 v
Betriebstemperaturbereich T -5 85 C
Stromaufnabme Teeg 7.8 mA
St
ST:T&:;:::::-: Lccz 8,1 :39 :"‘-
stab. : !
Temperaturkoeffizient der |TK
Uraf
Rorerenzspannung
B 2600 DGa 2. 107 17K
B 2600 pob PN 1,-'KJ




B 2765 S In Entwicklung B

Bipolarer Doppeloperationsverstarker mit Darling-
ton-Ausgang und interner Frequenzkompensation.
Dieser vielseitige OPV eignet sich auf Grund seiner
guten Eigenschaften fiir ein sehr weites Anwendungs-
gebiet in der MeB-, Steuer- und Regelungstechnik,
Kfz-Elektronik, Rechentechnik und Konsumgiiterher-
stellung.

Neben hoher Verstarkung, groBem Eingangswiderstand, gerin-
ger Offsetspannung zeichnet er sich besonders aus durch

— groBen Betriebsspannungsbereich

— groBe Aussteuerbarkeit

— groBen Ausgangsstrom

— geringe Temperatur- und Betriebsspannungsabhé&ngigkeit

Bauform 25
Grenzwerte
min. max.

Betriebsspannung +Ucc 0 15,3 V
Gleichtakteingangsspannung Ui —Ucc +Ucc ¥V
Differenzeingangsspannung Up —(Uecc+Vcc-D

| (Ucc4+iUcc-D
Ausgangsstrom o 70 mA
Sperrschichttemperatur % 150 =C
Statische Kennwerte
Eingangsoffsetspannung Uo -6 -+6 mV
R = 50Q 419,
Eingangsoffsetstrom ho —300 -+-300 nA
Eingangsbiasstrom hg 1 nA
Offene Spannungsverstérkung Ayoft 80 - dB
Ug = +10V 40,2V
Aussteuerbereich der Ug —13,8 bis 14,9 V
Ausgangsspannung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich ¥y -25 85 °C

Betriebsspannung +Uce 2 15 Vv



B 2960 VG Schaltregler-Schaltkreis + In Entiwi

Auﬁqrq

Crowbar-
Steuartsll

s
Fahiargignz [ spannungs-
%‘T _dumle 5,1V
T 5
04V P— il \'\....
| fliptiop o Y, i
Tl '
IRmt—
[ %o™P | Temperstur- wa b Reset-
| Giberwach. schaltung
SRS S . _%_J

] Ten

Ulsersichtsschaltplan Typstandard: TGL 45577 o
Bauform: TO-220, 15polig (Hild}
Bezeichnung der Anschlisse 3

Eingang der Uberspannungsiiberwachung 11  Regeleingang des Fehlerverstis g

1

2 Ausgang it Oszillator

3 Versorgungsspannungs- Eingang 12  Eingang RESET-Schaltung

4 Einstellung der Strombegrenzung 13 Verzogerung fir RESET

5 Soft-Start-Kondensator- AnschluB 14  Ausgang RESET-Schaltung

6 Sperreingang (INHIBIT) 15 Ausgang der Spﬂnnungsiﬁbar'ﬂ
T Invertierender Eingang der PWM "
B Masse

9 Niehtinvertierender Eingang PWM und Ausgang Fehlerverstidrker

per Sehaltkreis B 2980 VG ist ein DC-DC-Abwirtsregier. Er arbeitet in Verbindung mit
ginel Speieherdrossel, einem Ladekondensator und einer Freilaufdiode als Schaltregler,
in Leistungstransistor flir einen Ausgangsstrom bis zu 4 A it im Sehaltkreis integriert.
pei ginam Ausgangsspannungsbereieh bis 40V sind damit Ausgangsleistungen bis zu
50 W erreiehbar,

fin bevorzugtes Anwendungsgebiet ist die Stromversorgung fir periphere Gerdte der
fechenteehnik. Neben den iblichen Zusatzlunktionen wie Uberspannungsiberwachung,
chiptemperaturiiberwachung  und extern einstellbare Strombegrenzung sind speeiell fiir
gie Rechentechnik nutzbare Funktionen integriert wie RESET-Signalerzeugung bei Span-
mngseinbriiehen, Stand-by-Betrieb dureh INHIBIT-Funktion, Synehronisation der Sehali-

jrequenz und weiches Einsehallen mittels Soft-Start-Sehaltung.

‘Ausgewiihlte Kennwerte

y
Hennwert E:i;:en min. M. Einheit
Eingangsspannung U3;’$ ] 46 v
Eingangsspanmuing INHIBIT US.-’E -0, 5.5

Erreiehbare Ausgangs- IJ':._r 40 ¥
gleichspannung

Errpichbarer Laststrom Iy 4 A
Errcichbarer Ausgangs- Ao #,5 A
ipilzenstrom




B 3170 V - B 3171 V Positiv-Spannungsregler

B 3370 V - B 3371 V Negativ-Spannungsregler
Integrierte einstellbare Spannungsregler, einsetzbar fiir Stréme
bis 1,5 A und Ausgangsspannungen von 1,2V his 37V (B 3170 H),
1._2V bis 57V (B 3171 H), ~1,2V bis 47V (B 3371 H).

Die Spannungsregler sind gegen Ubertemperatur -und Kurz-

schluB geschiitzt.

Bauform 28 45 0
AnschluBbelegungen 7 37 N
B 31703171 V X
1 Einstellanschlufi (ADJ) [~ & T
2 Ausgang (Q) 2 |€
3 Eingang (I) ;§_l§.‘ =
B 3370/3371 V =
1 EinstellanschluB (ADJ) r 23]
2 Eingang (I} E
3 Ausgang (O) =

o RS

)

Q¥min.
_rl, Tz
| 07 min.

Typische Einsatzschaltungen

Kithifahne (mit 2 verbunden) nicht als Stromzufihrung benutzen

AN 83370

7 | aerrr w‘l‘? 23371
1wwr 14 Tzur 1

Eﬁz

R,_ |
R

[Vo|=|Vgal - U+ tap | R

Grenzwerte, giiltig flir den Betriebstemperaturbereich

J - (/o

B3170 H B 3171 H
B3370H B3371H

max. EingangsfAusgangs- Up 40 60 v
spannungs-Differenz —Up 40 50 \'4
max. Verlustieistung Prot 15 w
max. innerer Wirme- Rehjc 4 Kiw
widerstand
max, Sperrschicht- #; 150 °C
temperatur
Betriebstemperatur By ~25... -85 *C
Elektrische Kenndaten
min. Ausgangsspannung Uomi ne...1,3V
Up=425...41,3V .Lg“‘ o

4,25...61,3 VY T Ref

4,25...51,3 V)
o =10mA...15A
min. Eingangs/Ausgangs- YDmin| 3V
Spannungsdifferenz
o =10mA...15A
min. Ausgangsstrom | tomin| 10 mA
max. Ausgangsstrom 1 1.5 A
bis Up = 10V |'omenx
Eingangsspannungs- Uou = 25 mV?Y)
ausregelung m' © mux' £ 30 mV?)

< 35 mVY

Lastregelung Uo =30 mV
U| = 4,25 V, IA !
lpt = 10 mA
lyz = 1.5 A
Brummspannungs- SVR 60 dB
unterdriickung 50 dB?)
Uo = Vet .
AusgangskurzschluBstrom los 1.6...3A
U=35V, Ug=0V 1 |
max. Strom aus dem |tapy| <100 pA
EinstellanschiuB
"BV B3NV ¥ B 3370/3311 V%) B 3170 V/3370 V-

B 3718 VC  Bipolarer Sehrittmotor-Treiberschaltkreis
o}Ho)
@ g‘ ; g
H ,":9,_{
£
ol b él.r
a.
H: 5 g ]
-
£ [I]-v?
‘E‘g “E
Eif I
4 e
Qe ©O- 0. 3@ @:0

Uversichtssohaltplan
Bezeichnung der Anschlilsse
1

Bauform: TO 220-Plast 15polig (Bild 22}

Betriebsspannung (Ugxc) 8 Masse (M)

2 Strom-Pregrammiereingang {11} 9 Masse (M}

3 Stromrichtungs-Programmier- 10 Motorversorgungsspannung (Upp)
eingang (Phase) (P} 11 Monoflopeingang (T)

4 Strom-Programmiereingang (Ig) 12 Motorwicklungsanschiu (M)

g Komparatoreingang (C) Stromsensorausgang (E)

: Referenzeingang (Urer) 14 MotorwicklungsanschiuB (3p)
Alarmausgang (Ya1) 15 Motorversorgungsspannung (Unin)

Der Schaltkreis B 3718 VO ist fir die Steverung einer Wieklung eines bipolaren &
motors in Vollbeiickensehaltung bestimmt. Die H-Briicke besteht sus zwei Push-py
Gegentaklendstufen mit je zwei integrierten Freilaufdioden gegen Masse und Motop
SOPgungsspannung .

. Zawei ise in

Die werden mit

nigen externen Bauelomenten sind in der Lage, einen zweipoligen bipoiaran Schrittmy

zu Slewern.

Logisehe Zuordnung:

Ph H[H H H L T L L

n WL H | L H | L H [ L

i RN [N

My Quelle ! Senke U

My 7T sonke Quelle

Quellentransistar TL X X X X ® ¥ [ ¥ ¥
— L

Quellentransistor T2 H . LN X X | X | %

Senkentransistor T3 X * " * X X | X X

[Senkentransistor T4 x| x| x| X X v - v

H .. hoher Spanaungspegel ( 2 2 V) L .. niedriger Spannungspegel |

X .. Teansistor gesperct (20,8 v)

* .. Transistor leitend + .. Transistor leitend,
stramgechoppert
/ «+ Ausgang hochohmig ). wiihrend t . hochohmig

Der B 3718 VO besitzt LS-TTL-kompatible Steuercingdnge. Er besteht aus der
UND-Gatter gesteuerten H-Briicke mit integrierten Freilaufdioden, den Stufen. St
programmierung , ungspr ferung, und Ol g

ODER-Gatter und dem integri T

Die Strompr

mit A

gestattet bei

and Rg

FKinstellung cos Briickengieichstromes in [olgenden Stufen.

Iy I Briickengleichstrom

i il kein Strom

L H kleiner Strom (UCL)
n L mittlerer Strom EU(TM)
I i max. Strom (Un )

Das Kurzsehlietien der Ausgiinge M, und M gegen Masse, Molorversorgungsspann
untereinander ist unzuldssig. Die Kihlfahne fUhrt Massepotential. E
22

petriebsbedingungen

I;wver: ;“]’:&n min, max. Einheit
Jetricbsspannung U 4,15 5,28 v
lotor-Versorgungs- Uym 10 40 v
pannung
Engangsspannung High  [Up 2,0 v
Engangsspannung Low (U 0,8 v
Diodensperrspannung. UR L] 42 v
Ausgangsstrme
ansehiiisse M, My Luarhas -1,2 1,2 A
usgang E - -1,2 A
Ausgewihlte Kennwerte
Kennwert ?;’;;én MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
[stromaufnahme lo % mA
Eingangsstrom High Iy 2 A
Eingangsstrem Low Ty, Eingang Ig:!; 250 it}
s Eingang. Ph 20 JIEs
Kamparatoreingangsstrom |-I; 20 nA
Ausgangsreststrome iyagls 200 ua
L 200 A
Ausgangssiittigungs. Uoe Tga® g =1 A 1,9 v
spannung cat ya =lyp =1 & 1,6 v
Dioden flugspannung Up Upy = B4 Vs 1,8 v
Tya =14
Upy = 24 Vs 1,8 v
IMB =1A
Upy = 0,4V, 2,0 v
g LA
Upp = 24 ¥ 2,0 v
dyg= LA
Reforenzeingangsstrom  |Iypee | Upge® 5V 250 650 | pa
Komparatorschaltwellen  |Ue 65 80 m¥
Ucn 230 270 ¥
Uen 390 440 my




B 3870 D  Anaslog-Prozessorschaltkreis fiir
TeilnehmeranschluBschaltungen

X BB

wer B | e
chamakie

Der B 3870 D realisiert die Funktion NF-Verstiirkung in Empfangsrichtung, Ein
der Gebiirenimpulse, NF-Verstéirkung in Senderichtung, Gabelverstirkung mit Na

Ubersichtssehaltung
Typstandard: TGL 43781

Bauform: DIP-28, Plast (Bild

Speisewiderstandseharakteristik (Konstantstrom, Widerstandsspeisung), Innenwiders

stellung (Zweidrahtimpedanz), Spannungskomparator fir Schaltregler, digitale Schnit

le, Schleifenzustands- und Ruferkennung. Im digitalen Sehattungsteil werden die
signale fiir die programmierbaren Analogfunktionen Fweidrahtimpedanz, Verstiirk

einriehtung, Verstérkung-Empfangsrichtung, Geblrenimpulspegel, Speisecharakterls
Machbild, Analog-Sehleife gewonnen.
Ausgewiihite Kennwerte
Kurz- . .
Kennwert zeiohen Mefbedingung min. | typ. max.
Betrigbsspannung UCCI" 4,73 525
Uccs




B 3925 DD

Motorprozessor fiir Diskettenlaufwerke
» In Ei

[

N

nLE8

M2

bSC ED €1 E2

Betriepsart-
umschalter

=

onkaut

€ER EES €1 R £S5  ET

Ubersichtssehaltplan

Der B 3925 DD ist ein
internen Leistungstreibern. Er ist zur Ansteuerung und Regelung von Elektronik

Bauform: DIP-20, Plast (Bild

integrierter

mit Keramikresonator

mit zwei 1

fir den Einsatz in Disket

Bezeichnung der Anschliisse

1
2
3

4
B

6
[
[l

10

Ausgang System S (AS) /
‘Triggereingang System § (ES)
Ausgang System R (AR) /
Triggereingang System R (ER)
MeBwiderstand (RM)
Masseanschlu 1 (M1}
Invertierender Integrator-
eingang  {-EI}
Integratorausgang (AT}
STOB-Eingang (E5)
Filteranschluli (REG)

Digitaler Fehlerausgang (DSC)
Serviceanschlu {(A2)

geeignet.

11 Drehzablprogrammicrung (E0)
12 Drehzablprogrammietung (E1)
13 Oszillator 1 (0SC1)
Oszillator 2 {0SC2)

15 Masseanschlug 2 (M2)

16 Siebkondensatoransehluf (CT)
nicht belegt

=

=]

18  Betriebsspannung (UCC:
19 Interne Versorgungsspannung

(e
Ausgang System T (AT) /

2
=

Triggereingang System T (ET)

Der Schaltkreis besteht aus folgenden Funkticnsgruppen:

Netzteil:

Regelverstirker;

Endstufenkomplexs

Triggerkomplex:

Digitalkompiex:

Servicekamplex:

Band-Giape-Referenz, 4,2 V Aufstockung,
Anlauf- und Stopp-Sehaltung,
Unterbetriebsspannungsabsehaltung (< § V),
Uberbetriebsspannungsabsehaltung {>22 V) und
Ubertemperaturabschaltung (> 125 °C),
Bezugswerterzeugung fea. 2,1 V),
Diskriminatorstufe (DSC),
Integrator mit Hochehmeingang,
sutomatische Vorverstiirkungsreduzierung im
Anlauf auf 0 dB,
Anteufstromerzeugung
Endstufenstrombegrenzung und
bel

einer
Schutzsehaltung .

Stromschalter zur Umschaltung der drei Endstufen,

3 strombegrenzte Treiberstufen,
3 Endstufen und

3 mit und

Thyristornachbildung .

3 identische Triggerstufen zur Ermittlung des
optimalen Kommutierungspunktes,

3 Sehmitt-Trigger mit C-Umladung zur Stérunter-
drilekung und Drehsteomgleichrichter,

f gister,

Drehzahlschalter und Drehzahlmatrix sowie
Hochlaufschalter.
' i des

ten f

Ausgabe der Drehzahllrequenz und

Grenzwerie Ausgabe der Gleichlaulqualitit.
Grenzwert 5::}‘% min. max. E
Betriebsspannung Uee 0 22 v
Spannung der Ausgangs- | U,p. 0 36 v
stufen UAS‘
Unr
und Triggersingtnge Upgps 0 6 v
UES’
Ver
Spannung an den An- Ugg [ 5,5 v
sehlissen EER, EES,
EET
cT Uor 0 Ve Vv
Spannung an den vy 0 5,5 v
Ansehliissen ES, EB, E7,
E0, E1, E2, E3, B4
A2 UA? 0 UCC v
REG UREG 0 40 v
Dauerendstufenstrom Lare i B0 m
lass
IAT'
ufensteom Iirs 0 800 m
(t<ds Lyse
tar ;
Integratorausgangsstrom | F,, -10 10 m
Strom des Betriebs- [ 1 1 m
artenumschalters
Sperrschichtlemperatur TJ 150 0,
Umgebungstemperatur- | T, -10 1 q
bereich b
Gesamtveriustleistung PIDI 750 L

B 4002 D

Schnittstellenschaltkreis zwischen Logikbaugruppen
und Leistungselektronik
Eingangsseitig ist der Schaltkreis TTL- bazw. CMOS-Kompatibel.

Ausgangsseitig wird direkt die Basis eines Leistungstransistors
im Schalterbetrieb optimal angesteuert.

Bauform 5
Blockschaltung
b 7 71 13
*lee ton 15
Uberwach. min. 1
Eingangs - -
Fo———i" ) Basisan-
interface Steusriogik steusrang | —l]
i ‘J f ] Busisaus-
rdumung
imax ) 2
=l m ifgr'zﬁ- b
Ub&r‘ivﬂﬂh, gunq max. 12
6 3 & g
AnschluBbelegung
1 Basisausr@umstrom 9 Masse
2 neg. Betriebsspannung 10 prog. d. Einschaltverzégerun
3 Irlthibit-Eingcng 11 prog. d. zuldssigen 9 o
4 Ellngung_s;:rogrcmmierung Sé&ttigungsspannung
5 Signaleingang 12 prog. d. max. Kollektor-
6 prog._d. neg. Sollspannung stromes
des Pin 2 . . 13 Messung d. Kollektorspannung
7 prog. d. min. Lcl.tzeit 14 pos. Betriebsspannung
8 prog. d. max. Leitzeit 15 Ansteuerstrombegrenzung
16 Basisansteuerstrom
Grenzwerte
min max.
pos. Betriebsspannung Usare 0 15V
neg. Betriebsspannung Ugto =10 oV
Kellekterspannung Uys/o 0 15 V
Betriebsspannungsdifferenz Uy 18V
Eingangsspannung Us/o Uarg Uggjo V
Eingangsspannung Usjo 18 V
Gesamtverlustleistung Piat 1,51 W
Wdrmewliderstand Rehja 80 K/w
Sperrschichttemperatur iﬁ‘j 150 °C
Betriebsbedingungen
. min. max.
pos. Betriebsspannung Uecy 7 14V
neg. Betriebsspannung Uceo -9 -1V
Kollektarspannung Uyg 4 14V
Umgebungstemperatur a ~40 485 °C
Kennwerte (bei Uccy = +10V, Upep = =5V, 3, = 25°C - 5K, falls
nicht anders angegeben)
Grenz-  typ. Bemerkung
werte
Stromaufnahme lcc & 25 12 mA an Pin 14 gemessen
Eingangshighspannung Uy 2 2 V  Schaltspannungen an
Pin die als Low
Eingangslowspannung < High-Eingangssignal
f. TTL Upr & 08 V' erkannt werden
f. Impulsh, Uz & -2 \
TTL Eingangslowstrom -y = 50 5 pA
Impuls-Eingangsruhestrom o = 300 200 pA

") bei 8, 35°C



B 4206 D
Drehzahlregel — Schaltkreis

Verldufige technische Dalen

Der Schaltkreis B 4206 D ist flr das Prinzip der stromgeflhrten
Regelung von Universalmotoren mit Netzversorgung ausgelegt.
Zustitzlich kann eine Momentenregelung fiir die Handhabung
von automatischen Schraubendrehern oder &hnlichen Einsatz-
féllen mit maximal zulGssigem Drehmoment aufgebaut werden.
Die Verwendung eines Triacs ist erforderlich.

Bauform 5

AnschluBbelagung

1 Strem = Synchronisierung

2 Masse (M) — Bezugspotential

3 negative Betriebssponnung (-Ugg)
4 Impulsausgang

5 Eingang Impulssperre

4 Widerstand Ry fiir Stevarwinkel a

7 Kendensater Cppy fir Steuerwinkel a und Impulsbreite tp

s Elngung Momentregelung
d fiir M
:IEI 1 i fer Eingang R

11 Ausgang Regelverstirker und Steuereingang Ph

12 Kondensater flr Senftanlauf
131 Eingang Laststromibaerwachung

B 4207 D

Drehzahlregel — Schaltkreis

Der B 4207 D ist fur dos Prinzip der tur.hogefuhrten Regelung

Vorltufige technische Daten

von Universalmetoren mit MNetzversorgung

lich kann eine Momentenregelung fir die Hundhubung von B
automatischen Schroubendrehern oder &dhnlichen Einsatziéllen
mit maximal zuléssigem Drehmoment aufgebaut werden. Die
Verwendung eines Triacs und eines Tachogenerators ist erfar-

derlich,

. BaznD

Dirah

VorlBulige technische Daten L]

zur

elektrischen Universalmatoren. Er arbaltet nadh dem
Prinzip der Phasenschnittsteuerung.

Der Schaltkrsis Ist mit .-ur Wieltohl von Badienungs- wnd

gt. Zusdtz-

Bmlon«n
Minimum medustert wheden

nueg und S-l Yﬂd!u. Nndmilm..mm:k. Soetoniouf, Grenz.

outwond koante ouf ein verretbases

Baufom 7

Bauform 7

Anschlufibelegung

1 Strom-Synchronislerung

2 Masse (M)-Berugspotential
negative Betriebsspannung (-Ugg)

e T ——
Kendussaior Co g

-
ot mpalinenne £,
# Drgusg Frequess:

o erirgrpnd 21
 Untadsbondenssior i Wangie:
[ ——

Craitiaardes Gagarg

Eagalvansdri

"
"

Hishtinran
Hisgang

wageng Rafernn-
rpotmurguzuaile {-Uagy

Sparmrge- Saetrslienng

o,

T

14 glied_der L ib chung/nichtinverti dar Eingang
Regelverstarker
15 A Ref gsqualle (~Ugeyy
14 Spqnnungx-Syndwonlilamng
Blockschaltung
——— e g S '
OGS Stromapa- | | Macheiing- Ve .
" il rrorgung L 5
Synehrani chroigee 4 5
Y erung e aufomatik Betrists -
Soanndngs-

begrenzung [T

ey

& A it = l
7 sfeusrang @ =1 (U] 1
Referenz-
" o
quele
Befrivhs-
- PTG
gri?;rf dberwachung]
1
é Momenie rs
| | regelung
|
—— ———
& §F 72
Grenzwerte')
min max
Versorgung
Stromaufnahme lec i mA
Spitzenstromoufnahme —=lce 100 mA
p < 10 us?)
Referenzspannungsquelle
Ausgangsstrom lois 7.5 mhA
Phasenanschnittsteuerung
Synchronisierstréme LT} 5 mA
e 5 mA
tp <10 us? + 15 35 mA
tp < 10 ps?) + lyg 35 mA
Eingangsspannung —Uqq L] TV
Eingangsstrom 4 1 500 wA
Kondensator, Nennwert C‘l‘f' 2 nofF
Widerstand, Mennwert L L] kOhm
Impulsausgang,
Eingangsspannung Uy Uce 5 0V
Regelverstirker
Eingangsspannung Yo Uee oV
Impulssperre
Eingangsspannung Ujs Ujs v
Eingangsstrem Iig a 3 mA
Sanftanlauf
Eingangsspannung U4z g [
LoststromOberwochung Upa -3 i v
Eingangsspannung Uiyg Uy -3 v
Mementenregelung
Eingangsspannung Uig Uy o v
Eingangsstrem I 500 A
Gesemitverlustleistung
B, = 25°C Piot 1w
Betriebstemperatur By =10 85 °C
Sperrschichitemperatur L 125 °C
Betriebsbedingungen’)
Betriabsspannung
bei Netzbetrieb —Uee 13 Upegr, V¥
Stromsynchronisierung et 0,35 3.5 mA
Spannungssynchronisierung Igel 0,35 35 mA
Keondensatoer, Nennwert - 22 22 nF
Widerstand, Nennwert Ry 51 820  kOhm
Eingangsspannung
Impulsausgang Upg [
Spannungsbereich
Loststromiiberwachung Upa 0.5 0.5 ¥

) Bezugspunkt Anschluf 2, falls nicht anders angegeben

%) Impulspause 2 1ms

4 Impulsausgang

5 Madhzind L

& Wid. d Ry, fiir 5 kel o

7 Kend ;ful inkel u und 1 Fsd t

8 Eingang | CW{ Wand 4

2 Uml far £/ andl

10 Ausgang 1/u-We lar und i i d Regel 1k

11 Michti tar Ei Reaslvarstark

12 Ausgang R und S Ing Ph 4 g

13 Kendensator fiir Sanftanlauf
14 Eingang Momentenragelung
151 d der M,

16 Ausg Ref, gsquell

1735 Dunnung ssynchronisieru nu

18 Eingang Impulssperre und RC-Glied fir Tachoiiberwachung

Blockschaltung

(~URety

Spnmsngre i ast i
Sanderaster. Hasmwern
[ —

Firgenguisnamrg

Imputicugarg
Funbtisrbareish 1fa Wendier

M«c.fwnﬂ
adtainalik

|

Fusttismbarsich.
Hathrirdeemetn

Seonrusgiseraich

Versargung,
&#Mbsfly

L

Cummiiasegalory

Amaka

am 1 =

am 11 ma

EERE

n me ok
e v

@ W

[l v

o w v

Begrenzingmay ) bereaa (Mo Aestid 3
Graramaria’}
-1 Amchish min man
| LT
i Referenz- e 7 -
Spannumge —
guelte -
3 .
Belrichs- e
‘e
Sherwasbung S T
t i woe e v
! menten - Imputssperre | | e o e oy
|[ regelung '—{ a'n.’m.rf I""['w M.@r].. Tachodber- =g 00 :'_'"' : o o
b u .
S — a4 mo 2z
™ B m' R sanhonia -t
Bt ws b . -
[ the 1 1
Rty I 5
Granzwarle Emgargupsarusy P U s W
- Pow Vion
min max . . "
Versorgung 5 el
Stremaufnahme —iee 3 mA 3 Baregipunin Ansehivl 3. Foth s anders snpepeben
Spiuensqumuufnohme"’] ' e 100 mA 7 imeeeme B
tp < 10 ps Kansmms  Ugom =MV £ ATV B, = 0 3K
S
Relerenzspannungsquelle Amdkd  mis mas
Ausgangsstrom io1e 15 WA M e s e
Phasenanschnittsteusrung I
Synchronisierstréme W1et 5 s e v
I17eft L]
tp < 10 ps? ERT] 35
tp 10 ps?) + 47 35
Eingangsspannung “Upg @ 7 " u v
Eingangsstrom £ TH 500
Kondensator, Nennwert Cen 22 . " v
‘Widerstand, Nennwert e o
Impulsausgong
Eingangsspannung Ujg e 5 . e ea
Regelverstérker
Eingangsspannung Uy Uee o
AngchluB 9 offen Yo Uy o ! o
Impulssparre
Eingangsspannung Ujgg U a
Frequenz-Spannungswandler
Eingangsstrom HReft 3
p < 10 ps?) 4 ilg 1 w " i w
Sonftonlauf " " L
Eingangsspannung Uja Uy a
Momentenregelung') . s v
Eingangsspannungen Ujgg -1 El
Uyyg Uy -3 wo s
Gesamtverlustleistung
By = 25°C Prot 11
Betriebstemperatur iy =10 BS
Sperrschichttemperatur i 125 " ” o
"} Bezugspunkt AnschluB 2, fall: nicht anders angegeben
%} Impulspouse Z 1 ms
u n e
Betrisbsbedingungen’)
Batriabsspannung
bai Netzbatrleb Uee 11 Usegr.
Stromsynchronisierung el 0,35 3,5 ‘ -
Sponnungssynchronisierung [T 0,35 3.5
Kondensator, Nennwert - 22 .22
Widerstand, Nennwert By 51 820 " " e
Eingangsspannung :
Impulsousgang U a W
Funktionsbereich
MNachzindautomatik Rg_a a kOhm e W d ik
Funktionsbereich 555 oneouan
fu-Wandler) Ugg1s O 6 v rgang s - _—
Spannungsbereich
Momentenregelung LLTTS =0,5 0.5 v
o 0 .k

) Bezugspunkt Masse (M) AnschluB 2, falls nicht anders angegeben

) Berugspunkt Anschlull 16




BSY 34 B

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor
im TO 39-Gehduse fiir den Einsatz
in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber

Bauform 1 TO39

Warmewiderstand Reje < 220 K/W
Rthj-:: g 60 KIW
Grenzwerte
Ucso = 60V I == 200 mA
Uces = 60V 9y = 200 °C
Uceo = 40V a’stg = —05 ... +2UD °C
Ueeo = 5V Ptot =2,6W (bEi Ya = 45 qC)
Ic = 600 mA

Statische Kennwerte {8, = 25 °QC)

lcBO (bei Ucgo == 50 V) < 70 nA
Uericeo (bei Iceo = 10 mA) > 40V
Uerices (bei Ices == 10 nA) = 60V
UCEsat (bei Ic = 500 mA, Ig = 50mA) . <10V
UBEsat (bei lc  =500mA, I8 = 50mA) <15V
h2iE (bei Uce =1V, lc = 100 mA) = 25
hate (bei Upe =1V, lc = 500 mA) = 10

Dynamische Kennwerte (8. = 25 °C)

fr (bei Uce = 10V, lc = 30 mA, f=100MHz) = 250 MH:z
ton (bei lc = 500 mA, Ig1 = 50 mA, < 50ns
toff — lg2 = 25 mA, RL = 80 Ohm) < 95ns



C500D-C501D-C502D

Analog- bzw. Digitalp

Due mlegnerban Sd'mltkreu:e C_"DDD C 5ul l:l und C 502 D

eine:
den Aufbou eines l-ocnwmlgon Digit
Der C500D ist ein

uluollme!eu
fir einen

Far

A-D.Umszet.

mit 14 bit Geno:

kait (47); Digit). Dar C 501 D ist ein Analog-

uig
prozessor, der anndleul eines A-D-Umsetzers mit einer Ge-

nauigkeit vun || I‘::-t (3'; Digit) ist. Del C502D ist ein Dlgl

max, 41 Dmlt
Baulasmen: CH00D, C301 D 7
Cs02D @
Anahlulbelegungen
€300 0/C 301 O

Vo AXW  Anslegeingang High B

7 AXL  Anclogelrgonglow D1
3 Upeo  Relerenzausging D2
4 Upen  Belorenesingang o3
5 AGND  Anclegmeise Da
& CHz2 Relerenskopasitan D3
7CHI Refersnrkaparial 5A
s B Sseusreingeng B E
¥ A Steaereingarg A 5C
o Ko Komzaratoresigang
11 DOND  Digitalmasse 50
" Ugg— g Betrisbsspanaung SE
uoig Integratorousgang  SF
[T Integratorelngang 50
15 By Trelberausgang KO
1 Uggy  pos. Betiebsspannung TR
WGy Nullpunkikaparist  ©52
" Mullpunitkapaiitat 2 O
" - A
= - Vee

(=14
Stewersingang
Digit 1, L5
Digit 2

Digit 3

Diglt 4

Bigit s

Segment A
Segment B
Segmant C
Mazie

Segment D
Sagment E
Seament F
Segment O
Komgaratareingorg
Trigger-Eingang
Ousilistorsingang
Autgang
Steueravsgang A
Betrisbaspannung

cwp
Cs0D, C5D
Grenpwarte

min mas.
panitive Betfiskaspannungl  Upgc, o TR T
regotlve Beirlsbasponnung)  Ugeo -18 o
Lingangispannsnges u U U
Komparator-Autgangitpann: Y, o u,
[Pin A0} ARVERINNUTT VoI e CC+
Komparatar-Autgongistrom’] 'on:n... @ £

Oyl gnstrime
e

Howptkenswerte (0, = 23 °C, Ugg

€, =1 uF/RMP
Sremasinchme

Kamparater-Lew- Assgangiepanning’)
oL = 18 - Ugy

Eingorgastram o

(A B-High Eimgangoatram bet U 303 iy

Law-Einzaagutrom

Uy =08V W

Unecmitehler berdglich .l -

Urmaen: Blich lscale”

= -

Batriebsbadingungen

eositive Betriebaspennung

negotive Betriebispannung
Relersnsalngangsspanneng (Fin 4
Analog-Difierent Eingangsipanaung
Mutosers wnd Relersnskopoiar
Intagratarksperitgy
Integratoridarstand
Full-scale-Eingangwidertond

Vee

iy

LA

€m0 D [
€ 81 D (3% Dight
mr.nn-nw-m..rb.r..e. s,
Spannungen baregen auf Analog. und i
’) AusgBege sied nicht bureschlublas
'} barogen oul CigitolMosse

Betriebuipansung
Umgebunguamperalutbaraich
Eirgasguisasnung
der Logikeingings’)
Low-Aurgangurtrdme :
= Segment: brw, BCOD-Treibar
- Digitaltreibes

- A B, 20 K-Ausganguitrem
Migh-Ausgangsspannung
max. Verlustleistung’]

Batriabibedimgungen
Stramaulnahme
Upe =528V
Low-Auigangaigassung
G S2ument, baw. BCO, Tratber
Mg = mA

- Steuersl ng-a-ga e
20 m.

oL = 10 mA

ibar,
doge A 8 und 22 Kikuigong

gy 3 )

Spomnrnm der !CD baw.

Vlge = amv
u.-tmun;..um
n.mr Ourilioteraingang
=329 C. U, =
n oEingangas
..3« ou.uum.-.on.
V.U =24V

oy
fec

Uge—
Uikt
£ e
c . ooy 0.2

]

B, =2
n
-1

430wt
18-

min  BE o
; 13 1
LRt
aro

)

02
»

2 "
=
z
e
gitalmaise

w1

mA
mA

- 1V, Ugp— = 12V, Upg =1V,
Cy = A, Cpyyy = 1 F, €, =

ma

'} Fir die Eingings KOMP und TRIGGER sind swr Ausldsung dor Zuset

Tunktionen max, Uy = 7 ¥ auldssig.
1 Die Angobe gilt far B, = 3°C

Bal hiheten i wine

2.2 mW/K sinzuhalien

wan

Cs504D [ ]

I2L-Digitalprozessor fur 31/, und 4, Digit breite
Ausgangsinformationen und Zusatzfunktionen.

Der C 504 D bildet im Zusammenwirken mit dem C 500 D' oder
C 501 D einen 4/, Digit bzw. 3, Digit AD-Wandler mit einer
gemultiplexten Ausgabe des MeBwertes im BCD-Format."

Die Ankopplung an den Analogprozessor C 500/1 erfolgt wie
beim C502 (3) iiber die drei Leitungen Gontrol A, Control B
und Komparator. Der Steuerablauf erfolgt ebenfalls so, daB
mit der Umsetzung das Dual-Slope-Verfahren mit einer zusétz-
fichen Phase zur automatischen Offsetkorrektur (Auto-Zero-
'Phase) realisiert wird. Gegeniiber dem C 502 (3) sind beim
dC504 D zusétzliche Steuer- und Ausgabemdglichkeiten vorhan-

en;

— Umschaltung 3> Digit Mode/4'/, Digit Mode
— Blankeingang fiir die BCD- und Digitausgtinge
— Starteingang (statt Triggereingang)

— extra Vorzeichenausgang

— Uberlauf- und Unterlaufausgang

- Ausgang ,End of Conversion”

Bauform 14

AnschluBbelegung

1 QA BCD 20 15 A Control A

2 QB BCD 27 16 B Control B

3 QC BCD 22 17 EOC End of Conversion

4 — frei 18 - frei

5 QD BCD 23 1% OR Overrange

6 D1 Digit 1, LSD 20 20 K fosz/20 000

7 D2 Digit 2 21 KO Komparator

8 D3 Digit 3 22 ST Start

9 D4 Digit 4 23 3, 4%,  Digit

10 D5 Digit 5, MSD 24 BL Blank-Eingang

1M1 - frei 25 - frei

12 UR Underrange 26 — frei

13 P Polaritat 27 QOS2 Oszillator

14 GND Masse 28 Uee Betriebsspannung

Grenzwerte

min max.

Betriebsspannung Ucec 0 7 v

Betriebstemperaturbereich da 0 70 °C

Eingangsspannungen der Y, '} 55 V1)

Logikeingéinge

Low-Ausgangsstréme loL 10 mA

1oL 13 (Pelaritét) 20  mA

High-Ausgangsspannung UoH o Uee

Statische Kennwerte, bei 3, = 0...70°C: .

Betriebsspannung Ucc 4,75 525 V

High-Eingangsspannung Uiy 2,0 55 V

Lew-Eingangsspannung U 0 08 V

Stromaufnahme .

Uce = 525V lcc 55 mA
" YBlank =8V

Low-Ausgangsspannung

Upe = 4,75V UL 04 V

IOL = 6,4 mA

High-Ausgangsspannung ,

'OH = 160 pA UOH 2,4 A

Eingéinge auBer Oszillator

Uge =525V

Low-Eingangsstrom

UL =08V " —-400 1A

High-Eingangsstrom

UlH = 2,0V ||H 40 nA

Oszillatoreingang

Uece =50V

High-Eingangsstrom

Uy =17V [ +40 +170 kA

Ugp =24V (T 4500 uA

I:ow-Eingungsstrom

Uy =05V Ly -170 —-40 nA

Up =04V li2 ~170 A

) Fir die Eingtinge START und Blank sind kurzzeitig zur Auslésung der
Zusatzfunktionen max. U; +9 V zulassig.



C520D B Voo "
Monolithischer Digital-Analog-Wandler
) Em C 560 C setzt ein 8 bit breites DigittiriwolF\ i}:l eine ﬂnuio%}fe
. .. . usgangsspannung mit einem maximalen Fehler von 0,6
Integrierter 3-Digit-Analog/Digital-Wandler nach Vo Endwert um. Der Avsgar bereich ist mit dem
AnschluB 14 (UoseL ) anschluﬂprogramm;erbor Eine Verbin-

dem Dual'slope'verfa hren (2" Flanken‘ Integration) dung mit Analogmasse ergibt einen Endwert von 9,0...9,96V,

A fb d . "' d' . ' w&hr;g;! diez\;r\ll)f'mdurl;g rlrsitrg'nsdﬂulllms(uijhj einen Endwert

. von ergibt. Du variable Beschaltungsméglich-

um u ali yon reISte lgen Iglta en keiten \rc;ln ":\nsg’lluf;lstund 16 konn z. B der Ausgungsquell-

H strom erhéht oder der Endwert bzw. ver-
AnZEIgegerﬂt’en grélBert werden,

Die Betriebsspannung ven 45V und die beiden Steuerein-
génge CS1 und CS52, durch welche die Eingengsdaten zwi-
schengespeichert werden k&hnen, erméglichen eine optimale

Ba Uform 5 . | Eli:;i::::telle in 8-Bit-Mikrule&n:;—j::e::en.
AnschluBbelegung 7, f’i? kkbb i”i’ -
1 BCD-Datenausgang Qg 7 Masse ml]—TFFFJH_Hl N
2 BCD-Datenausgang Qp 8 Nullpunktpotentiometer Np 1 £
3 NSD-Digitausgang 9 Nullpunktpotentiometer Np 2 e L I i
(folgendes Digit) , 10 I -Eingang ,low" — M et “
4 MSD-Digitausgang _ 1 Iy- Eingqng #high® ) oy
(h&chstwertiges Digit) 12 lo-Integrationskondensator . [~ st
5 ISD-Digitausgang 13 Endwertabgleich "
(letztes Digit) 14 Betriebsspannung Ucc | Dotencingang DB 0, LS8 9 Chip Select 2, €53
6 Hold-Geschwindigkeits- 15 BCD-Datenausgang Q¢ 2 Dateneinsons 08 e S e
umschaltung 16 BCD-Datenausgang Qp { Dotaneingors DA 3 15 Analsgmense My
Blockschaltung 4D e o
& Doteneingang DB 7, M58 16 Spannungsausgang Force Ug

1 2 15 ’ Funktienstaballa

! ' DBE0...DB7 51 G52 Funktion
— ——— e Hi L L L Latch L transparent”., direkte Umset-
r.' - T - wung der Eingangsdaten
H, L L ,||l_ Einschreiben der Daten in das Lotch
- (Verriegelung) ; Umsetzung hat

?3 Refef'ef?Z' OSZ f{am Anpag_ I L ;;hr?nﬂenbei €51 = 052 = L be-
! ist verri : -
quelle "1 | schattung * X e R
x H schriebenen Daten
1 * 1 X...Pogel beliebig
-5 _f“. . . Low-High-Flanke
i Teilerstufen || Multiplexer YA
I 1 3 Granzwarta
| l min max
Betriebsspannung Uce o 1|V
i ] | L !
7}1 e ! g;‘gnga'}a?:;g:;:n%a?\il\|. 1-10) Uy o, TV
UXI— Kont - Ausgangsstrom Anschlufl 167 o 0,5 10 . mA
-4 0r1Ero | Zahler | Gesamtverlustleistung Pron 60 mw
70 o— Wandter Logik i
) interne Ausgongsstrombegrenzung & 7 mA
| Vomparator [ | Beabesapuigen
I 0 Betriebsspannung Uee
Toviaeci " s v
6‘ 7 Ausgangssirom [ 0 5 mA
Digitaleingéinge [Anschl. 1-10)
L-Elngangsspannung Uy L] 08 v
H-Eingangsspannung Uy 20 ) 55 ¥
Betriebstemperaturbereich B, o wC
Grenzwerte, gliltig fir den Betriebstémperaturbereich Kenngrsfen ailtia bel Uce= 8V 15V, %= 25°C = 5K, wamn nie
min. max. " egeben
min, maox,

H 7 v Endwertfehler E
Betriebsspannung Ucc 0 + Uyg, 10 = 08Y & 15m P
Eingangsspannung am . Unn...s 2V d 13my

- “opA + S
AnschluB 11 . Uy 15 +15 Vv G5 VeBeraich: Uce = 5V + 20my 25 o 1se
Eingangsspannung am o:fﬂ\l’;ﬂ:lreich: Upe = 15¥ + 50 my 28 o 15B
- satfehler E, =1 1 Ls8
AnschiuB 10 U 15 +15 Vv Ucc = 5V & 20 mV fiir 2,5 V-Baraich ©
Spﬂnnul‘lg an dﬂl"l BCD- ul'ld 0 +7 v I‘I"IH i ,nm;ﬁr:;l::;n:g durch TTL-Pagel
r e o= 0pA & Ll
Digit-Ausgdngen UoH 0 +7 Vv Linearitéitsfehler g 0.5 LS8
Spannung am Ansd‘lluﬂ_ 6 U, 0 470 °C 3?::.: stI_: 20 MV filr 2,5 V-Bereich
Betriebstemperaturbereich tVa Ui, g Ansteuerung durch TTL-Pagel
Difterentiatler Linearitétsfehler [ 1158
- . Uge = 5V £ 20 mV fir 2,5 V-Bereich
Statische Kennwerte ({, = 25°C - 5K, Ucc = 45...55V) Ui ., Anlevering durch T Pagl
- tromaufnahme lee 25 mhA
Stromaufnahme ﬁﬁc' ;lsi\; £ 90 m¥ far 10 V-Bereich
U6 =5V ICC 20 mA Uig, 1p = 0.4V _:;'m mv
Glelchtuktelngungsspunnung Eingang der Digitalei
Uge = 15V + 90 mV fir 10 V-Bereich
Uy = $200 mV Uom —200 +200 mV U:c 0V 10 mv Myt
- L 100 pA
LAus angsspannung der :::r,eh;" * nov o - 0 A
I pannungsunterdr i n )
odeausgdnge Uee o ”‘f '»;mm\.r“ a 0,5 LSB/V
IOL- 1.6 mA UoL . 0.4V UEE max = 16,5V + 20 mV
o PR They m
Fehler®) i 0.1 % £ 1 Digit (™" 5 s vebererch
Lastausregelung 1 LSB/mA
3:5-5\;‘;;20;?\.'2 e JhEs) o1 L
8 V-Bereid A
) Dia Fehlermessung erfolgt nach dem Abgleich des Nullpunktes und des [ -.°°, "™ ereleh 120l
Endwertes bei den angegebenen Einstellwerten Ig = 0 uA + 100 nA nd

I = 5 nA & 250 uA



C5650C - C565C

"cs570C.C571C

Monolithisch integrierte Digital-Analog-Wandler mit
einer Auflésung von 10 Bit (C 5650 C) bzw. 12 Bit
(C 565 C). Sie besitzen eine integrierte temperatur-
kompensierte  Z-Dioden-Referenzspannungsquelle
und einen Stromausgang. Die notwendigen Gegen-
kopplungswiderstinde fiir den AnschluB eines OPV
als Strom-Spannungswandler sind mit integriert.

Bauferm 12

AnschluBbelegung

1 nichl belagt 13* Bit 12
2 nicht belegt 4 Bt 1
3 positive Betriebssponnung (Vegq) 15 Bit 10
4 Referenzspannung-Ausgang 16 Bit 9
% Referenzspannung-Masse 17 Bita
& Refersnzeingang 8 Bit7
7 negative Betriebsspannung (U cs) 19 Bité
& Bipolaroffset-Eingang 20 Bits
¥ Stremausgang DAU 21 Bit 4
10 Widerstand 10-V-Bereich 22 Bit3
11 Widerstand 20-V-Bereich 21 Bir2
12 Mosse, Berugspegel 24 Bit1 M5B

* beim C 5650 C on Masse schelten
Blockschaltung

t Uy M5B [£7:] ag
3 o 20. """""" 5 3‘[

Ref u 0y
out ™ Referenz 5t
g
sohaiter

L
in "
Widerstands-
natZwerk
I? [S |1‘2
~lgez Arwalog -Masse | Digitai- Masse
Grenzwerte giiltig fir den Betriebstem peraturbereich
min,
positive Betriebsspannung Ucct ¢
negative Betriebsspannung Uees -18
Sp am Wand! U, 3
digitale Eingangssponnung Up1s, 24 -1
5 am Ref i

Bipolareffseteingang und am Wider
stand fir den 10-V-Beraich

Betriebsbedingungen

positive Betriebsspannung Uees
nagative Batrizbsspannung Uees
Low-Eingangsspannung Uy
High-Eingangsspannung Uy
Ausgangsspannung Flr unge- Uy
pufferten Betrieb des Wandlers
Umgebungstemperaturbareich By

Us, 8, 10 —12

min

1.4
—~16,5

2.0

-1.5

L

LSB fir C 565 C

L 201~ Berwich

2. 10V~ Bereich

M
18

L]

12

7

1z

LSB fur C 5650 C

Bl
— Wandlerawsgany

< g <SS

max.

14,5
=114
0.8
55
10

70

Elektrische Kennwerte giltig bei Uggq = —Ugep= 15V + 0,75 V;
f, = 25°C = 5K fir C5650 C und ¥y = 0 und 70°C = 5K fir C365C,

falls nicht anders angegeben
()

Stromaufrahme

Ugey= Upga = 18V + 0,18V lec
Uy 24 = IV £ 0,35V

Ueer = —Uccz =18V £ 018V ~leer
Ugz 34 = 7V + 0,35V
Eingangs-High-Stréme "
Uqg,.24 = 53V Eony
Eingangs-Low-Strame L
Uis. 24 = 0.8V + 16 mV

Ausgangsstrem —lg
Referenzausgangsspannung

ohne Last?) . Uaal
el = O

Referanzousgangssponnung

mit Last?) Yirar

IOt = 1.5 mA + 37,5 nA

Relerenzausgangispannung

shne Last) Yot
'Orai = ©

Referenzousgangsspannung

mit Last®) Yora
Iget = 1.5 mA £ 3.5 pA

Linearitdtsfehler mit R
intarner Referenz’) Ep,

C55C

C 5650 C

Uger = —Uggg= 114V £ 0,114V
Differantielle Michtlinearidt™ Ep
C 565 C

C 56500

Ueoecr = =Uggz — MAV #0114V
Unipolaroffset?) Euo
Bipolaroffsel®) Epmy
Endwertfehler (unipalar}?) Epg

) berogen auf die Aullésung des Waondlers
") gilt fur € 565 C
) agilt fir C 5650 C

min. max.

9,875

9.875

9.3

-0,75
-0,5

-1
0,75

~2.5
—8.0
29

2,4

10,125

10,125

10.7

0,7

v
W
v
W
W
[

LSE
LSE

LS
L5B

LSB
LSE
LSB

Monolithisch integrierte Analog-Digital-Wandler mit einer Auf-
16sung von 8 Bit (C 570 C) und 10 Bit (C 571 C). Das Vorhanden-
sein von Referenzspannungsquelle und Taktgenerator auf dem
Clip erméglicht den Einsatz dieser Schaltkreise in kostenginsti-
gen A-D-Wandler-Applikationen.
Die Wandler arbeiten nach dem sukzessiven Approximations-

verfahren.

Bauform 8

AnschluBbelegungen

C570C
10V
2 Ausgang Bit 8 (LSB)
3 Ausgang Bit 7
4 Ausgang Bit 6
5 Ausgang Bit 5
6 Ausgang Bit 4
7 Ausgang Bit 3
8 Ausgang Bit 2
9 Ausgang Bit 1 (MSB)
10 Ucegey
11 Eing. Ldschen/Starten
fL{S)
12 Ucca
13 Analcgeingang
14 Analogmasse
15 Betriebsartumschalt.
16 Digitalmasse o
i17° STATUS-Ausgang (STS)
18 Q. V.
Grenzwerte

positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
Differenzeingangsspannung
des Analogeinganges bezogen

auf Analogmasse
Verlustleistung

csnc

Ausgang Bit 9
Ausgang Bit 8
Ausgang Bit 7
Ausgang Bit 6
Ausgang Bit 5
Ausgang Bit 4
Ausgang Bit 3
Ausgang Bit 2
Ausgang Bit 1 (MSB)
Uccr

Eing. Loschen/Starten
(LfS)

Ucca

Analogeingang
Analogmasse
Betriebsartumschaltung
Digitalmasse o
STATUS-Ausgang (STS)
Ausgang Bit 10 (LSB)

Elektrische Kennwerte ¥ = 25°C — 5 K}:

Aufldsung
Linearitétsfehler C 571 C
C 570 C
Nullpunktiehler
Umsetzzeit C 571 C
C570C
Stromaufnahme

Ausgangsspannung?)
(lor = 3.2 mA)
(oH = —0,5 mA)
Ausgangsleckstrom

(UOO: OV und Uoo= SV)

Uy =5V
) nur C570C

min. max.
Ucct 0 7 \Y
Ucca ~16,5 - 0 \
U13. 14 —15 15 v
Piot 350 mwW
min. max,
10,8") bit
B 1 LSB
+7, LSB
Ezp ' +3 LSB
te 15 30 us
15 40 us
ICC1 (Uu = 5V} 5 mA
Icct (Ui = 0 V) 10 mA
lces -15 V- mA
UOL 0.4 V
UoH 2,4 v
40 uA
ool

9 Messung erfolgt nach éinem HfL-Sprung der Spannung am Anschlufl 11
an den Anschliissen 9 bis 1 sowie 18 (C 571 C), bzw. 8 bis 1 (C 570 C).
Die Einpréigung deés jeweiligen Stromes Igy bzw. lgi erfolgt erst nach
Umsetzung der Eingangsspannung.

Betriebsbedingungen

min. max.

Positive Betriebsspannung Uecer 4.5 55 V
Negative Betriebsspannung Ycez —16,5 -13,5 V
L-Eingangsspannung UL ] 0,8 V
H-Eingangsspannung . U1 2.0 55 V
Analogeingangsspannung, unipolar Ul1au, 0 0 Vv
Analogeingangsspannung, bipolar Ui1ag -5 5 V

! 8] 70 *°C

Umgebungstemperatur



C574C Voarlaufige technische Daten

W C670C - C670Cn

Schneller 12 Bit Analog-Digital-Wandler mit Mikro-

prozessorinterface

Bauform 16

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung fiir Logikteil Uge,

2 Efngung_‘!gfﬁj

3 Eingang CS5 1

4 Eingang A0

5 Eingang R/C

[ Eingang CS2

7 Betriebsspannung fiir Referenz Ugey

8 Referenzspannungsausgang Ugger

9 Analogmasse M,

10 Referenzspannungseingang Ujger

1 neg. Betriebsspannung —Uee,

12 Eingang BO

13 Eingang fir 10 V Spannungsbereich U, ;5 v
14 Eingang fiir 20 V Spannungsbereich U, 35 v
15 - Digitalmasse My

16 Datenbit 0 (LSB)

17-26 Datenbit 1-10

27 Datenbit 11 {MSB)
28 Ausgang Status SA
Blockschaltung
Yeer orz
7 !n
Urger |0
%w_sﬁﬁfﬂ 12 Bit A =Wandller
J'M
L I
b 20|
Sk
) Homparator
i _10¥)i3 é Iy Jukzessiv-
v s . ¥ Aproximationsregister
My 15
I rETI
gy |5
euerlegik | Trltate Ausgangstreiper
T 27 |
we | ar | oz | pinmss samsaL
57 RT JA

Grenzwerte, giltig fir den Belricbstemperaturbereich

min

maox

Vorldufige technische Daten

8 Bit A/D-Wandler

Monolithisch integrierte Analog-Digital-Wandler fir 8 Bit Auf-
losung. Die Wandler arbeiten nach dem sukzessiven Approxi-
mationsverfahren. Da sich auf dem Chip ebenfalls die Referenz-
spannungsquelle und der Taktgenerator befinden, sind die
Wandler mit geringer externer Beschaltung in kostenglinstigen
8-Bit-Applikationen einsetzbar. Die Typen sind pin kompatibel
zum C570C, wenn der Enable-Eingang auf Masse (Digital-
masse) gelegt wird. Der vorhandene Enable-Eingang dient zur
Freischaltung der Tri-state Ausgéinge nach erfolgter Wandlung,
so daB die IS gleichzeitig als Datenspeicher genutzt werden

Batriebsspannung fir Referenz Ueer) ] 165 V
Betriebsspannung fir Legikteil Ueea 0 7V
neg. Betriebsspannung =Uge2') o 14,5 V
Eingangsspanaung an

Steuereingingen _ Uga_g  -0.8 Ueeat0sv
(C5 1, C5 2, R/C, A O, 12/8)

s am Ref i g Vipes") 12,0 120 v
Spannung am 20 V-Eingang U207 1] 24V
Spannung am 10 V-Eingang Up4p”) =16,5 16,5 V
Spannung am Bipolaroffset-

eingang Uigg® ~16,5 16,5 V
) bezegen auf Digital I b auf Analog
Betriebsbedingungen

Botri g fur Ref Ueeq 1,4 165 v
Betriebsspannung fir Logikteil Uecea 4.5 330V
neq. Betriebsspannung — Ve 1.4 165 v
H-Eingangsspannung Uy 20 55 0V
L-Eingangsspannung UL a 08 vV
Umgebungstemperatur & 1] 70 =

Elektrische Kennwerte gillig bei Ugzeq

—Ugez = 15V, Uges

=5V £+ -0,25V, ¥, = 0 bis 70°C

Stromaufnahme | 38,5
Ucca= 55V—-1%, u,Lov ces

Stromaufnahme leey 5,5
Ucct ™= 165V — 17,

Stromaufnahme =1, El
—Ucce= 165V = 17, cez

Eingangs-H-5tram Iy 50
UMa...e =55V £ 2%

Eingangs-L-5trom he =50 50
Una...e =08V = 2%

Referenzspannung mit Lost UoRer 9,875 10,125
loREF = 1.5 mA £ 2,57, '
Linearitétsfahler Ep -1 1
Uccr = —=Ugez = MaAvV £ 1% |

H-Ausgangsspannung Uny 24
loH16...27= —05mA £ 27

L-Ausgangsspannung UgL 0.4
loLte...27= 16 mA £ 2%

Umsetzzeit t 40

mi

mA

m

i

pA

v

LSE

kénnen.
Bauform 8
71 GRST
15 MC
78 £0D
v =15
S 6
—]
—" 2
N | Ay
AnschluBbelegung
1. V. 10 Ueed
2 Ausgang Bit 8 (LSB) 11 Eing. Léschen/Starten (GRST)
3 Ausgang Bit 7 12 Ucea
4 Ausgang Bit 6 13 Analogeingang
5 Ausgang Bit 5 14 Analogmasse
6 Ausgang Bit 4 15 Betriebsartenumschaltung (MC)
7 Ausgang Bit 3 16 Digitalmasse
8 Ausgang Bit 2 17 Status-Ausgang {(SA)
9 Ausgang Bit 1 (MSB) 18 Enable-Eingang (EOD)
Grenzwerte
min max
pos.-Betriebsspannung Uecet 0 v
neg. Betriebsspannung Ucesz —16,5 \
Differenzeingangsspannung U1s/14 -13 15V
des Analogeinganges
bezogen auf Analogmasse -
Spannung am Steuereingang U1 0 7V
Pin 11
Zuléssige Spannung an den Uog 0 Vet v
Digitaleingédngen im
Tristate-Zustand
Gesamtverlustleistung Piot S350 mWwW
Betriebsbedingungen Dy = 25°C - 5K
pos. Betriebsspannung Ucct 4,5 55 V
neg. Betriebsspannung Uccs -16,5 -13,5 V
L-Eingangsspannung YL [} 08 V
H-Eingangsspannung YlH11 2,0 55 V
Analogeingangsspannung Unau 0 0 Vv
unipolar
Analogeingangsspannung Unae -3 5 v
bipolar
Umgebungstemperatur ta Q 470 °C
Elektrische Kennwerte 0, = 25°C - 5K, Ugcg = 5V + 0,25V,
- _UCC2 = 15V 4| 0,75V
C 670 C C 670 Cn
min max min max
Linearittitsfehler E +1 4+, LSB
Nullpunktfehler Ezp +2 41 LSB
Umsetzzeit te 10 40 10 40 ps



C5658D

Monolithisch integrierter

Digital-Analog-Wandler

mit einer Auflésung von B Bit. Er besitzt eine inte-
grierte temperaturkompensierte Z-Dioden-Referenz-
spannungsquelle und einen Stromausgang. Die not-
wendigen Gegenkopplungswidersténde fiir den An-
schlull eines OPV als Strom-Spannungswandler sind

mit integriert.

Bauform 11
Blodkschaltung
.‘lf%arqr Offset

24 58

0

e 20V Gerewch
e 10V~ Gerench

5

i

te giltig fir den Betri

. l 12

Analog-Masse  Digital- Masse

ich:

mir.
positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
Spannung am Wondlerousgong
Spannung am Referenzeingang.
Bipolaraffseteingang und am
‘Widerstand fir den 10-V-Bereich
max. Sperrschichitemperatur

Uece
U =18

Uie, 10,8 -12

o
Alle Spannungen sind auf Masse bezogen.
Unbenutzte Eingtinge sind ouf Masse zu legen,
Elektrische Kenndaten giltig fir &, = 25°C & 5K
Stromaufnahme
Uccp = 1635V =17
Ugc_ = =165V + 15,
Upy=17... 28 = 5V + 5%
Stramaufnahme
Uggy = 165V =10,
Uce_ = =165V -
U = 17...24 = 5V § 5%,
Eingangs-High-Stréme
Uggy = 165V 1%,
Uce_ = =165V 419

&

min,

lect

~lcce

i

[
—1ew+ 1%,
L2 =5V k5T

Uee—
Upy = 17.
Amgnngu\mm

Uge . = 165V =17,
Ugg = =185V +17%
U= 17...24 = 5V + 57,
Referenzausgangsspannung
Ugg = 165V — 1%,

_ o =165V 1

=15V £ 5%,

Uccy
Ugg = =15V £+ 509,
Differentielle Nichtlinearitan

Ugcy = -15V £ 5%
Upe_ = =15V + 5%,
Setzzelt 1,
Beotriebsbedingungen
positive Betriebsspannung
negative Betrisbszspannung
Low-Eingangspegel
High-Eingangspegel
Ausgongsspannung flr unge-
pufierten Betrieb des
Wandlerausganges
Betriebstamperaturbereich

1.4
-16,5

2.0
=15

.
Anwendungsschaltungen:

5 ausgang

max.

1
1

8 v

v
Y
z v

150 *C

0.7

16,5
=114
08
5.5
10

mA

mh

uh

L)

C7136D |

Monolithisch integrierter vollsténdiger 3f5-Digit-
Analog-Digital-Wandler nach dem Zweiflankenver-
fahren mit automatischem Nullpunktabgleich in
CMOS-Technik.

Auf dem Chip sind folgende wesentliche Schaltungsteile inte-

griert:

- Analogteil mit Puffer, Integrator, Komparator und Shifter

- Analogschalternetzwerk

— Referenzspannungserzeugung

— Digitalteil mit Steuerwerk, Zahler, Latch, Dekoder und LCD-
Ausgangsstufen

- Taktgenerator und Taktimpulsaufbereitung

Der C7136 D zeichnet sich insbesondere durch seine geringe

Stromaufnahme, seine geringe AuBenbeschaltung und den Be-

trieb aus nur einer Spannungsquelle aus.

Der C7136 D kann direkt eine Fliissigkristallanzeige fir Paral-

lelansteuerung (z. B. FAR 09) treiben.

Bauform 17

AnschluBbelegung

1 Uss 21 BP

2 1D 22 100 G

3 1C 23 100 A

i 1B 24 100 C

5 1A 25 10G

6 1F 26 Upp
716G 27 CINT

8 1E 28 BUFF

2 10D 29 C AL
o wc 30 IN LO
1M 0B 31 IN HI
12 10A 32 COMMON
13 10F 33 C REF =
14 10E 34 C REF -4
15 1000 35 REF LO
1% 1008 36 REF HI
17 100 F 17 TEST

18 100 E 3 05C3
1% 1000 AB % OsSC2
20 POL 40 0SC1

Der Einsatz des C 7136 D auf 2.5 mm Raster ist nicht zuidissig.

Blockschaltung

ANALDGTEIL ™ g&m
28
BufF
~
4
Nudi=
urchy - Fheverogik

8 kit D/AWandler mit interner Referenx und’ dodmd\ aingesdhrink
Temperoturbereich von #, = 25...50°C und Uy = 0., 10V
15
= L air
H Rz
L. %
¥R
1 E)
L £ 56580 80810 :
=0, 0V
470 |47
= ==
=75V BT = Ky nl(.fa
R2 = Endentaogloon
& bit D/AWandler mit externer Relerenupnnnungwuelle (B 589) wund

sinem Ausgangssponnungsbereich von Ug
bereich wird durch den TK des B 58% bestimmt.

+5V. Der Temperatur-

Zihler =1
Lafeh =
Dgcoder
Ausgangssf.  t—
7. Dekade 2. Dekade 3 Dekade A8 Fo 8P
min. mex.
Betriebsspannung (gegen Upp} Uss 1] +15 vV
Analegei Yop Uss
Eingnngnp-ﬂnuni bel externer,  Uggst Uge

Taktung an @5C 1
Der Eingangsspannungsbereich darf an INHI und INLO bei Bagranzung
des Eingangsstromes auf S 100 pA Oberschritten werden,

Betriebsbedingungen -

min typ. max.
Betriebsspannung Uce - ? -V
Bufferausgangsstrom lopufFF - - 1 pA
Umgebungstemperatur 3, 25 70 *C
Taktfrequenz fosz - 50 64 kHz

KenngriBen bei 9, =25°C, Upp = 9V, Uggg =1V,
fosc = 50 kHz (f,= 3,125 s=") sofern nicht anders ungngaben

Lizlem
TT

R 1 = Nutlpunktabgieict
R 2= Granawertabgleich

min fyp max
Stromaufnahme (Uge = 15V) Iss - 100 200 A
Linearitatsfehler E -1 - +1 Digit
Segment- und Backplan- 4 - 6V
Roll‘mr-:—F.hler Epo -
(Urgr = 100 mV: Uy €o./190 mV/ -1 +1 Digit
Ratiomessung (Display) L
U= URE"Q- 100 mV) ? 999 1000 1001
Cammon-Spannung
(gegen Ussi Icommon ™= 10 HA) 2.6 - LI

. (Inf.

TK der Cemmon-Spa. acem param.) 150 opm
Nullmessung Rzg (Display) -0 - +0
Eingangsleckstrom (Inf. param.) - 1 phA



FAR 03 A

s3t05
3301~ 29x 16 = 464 N
o ...

L L L -

i L 1
W ol il
e e A
L T - — Y || 1gEa

St | MDD D00 L leie)
st J_JLL,!_LﬁLLL.' L s E
ol | - )] |
Eﬂ‘ I Fri IS LA Lol x =
<+ [““:]@@“i@m Fri)(Sat) 575 /3
1
: ) ]
7\ ¢ — VA Etliies p—_— 1 | '""*'*‘l; = ;
MlLGETGE 795 N 10288 11
D ) 495 max i 28max. |
Kentakt Belegung Belegung Belegung
Riickelekirode 1 Riickelektrode 2 Riickelektrode 3
1 PM AM 1)
2 B flir SUN
3 M E
5 al gl d1
6 b1 ci P1
7 f2 e?2 far TUE
8 a2 g2 d2
9 b2 c? P2
10 £3 3 fir WED
1 a3 a3 d3
12 b3 c3 P3
13 fa el fir THU
14 ad g4 d4
15 b4 cd P4
16 f5 e5 fir FRI
17 ab a5s d5
18 b5 c5 P5
19 f6 eb . fir SAT
20 aé a6 dé
21 b6 c6 Pa
22 i7 e’ LAP
23 al g7 d7
24 b7 c? P7
25 8 e8 STP
26 ad a8 d8
27 b8 c8 P8
28 Rickelektrode 1
29 Riickelektrode 2
30 Riickelektrode 3

) SUN,

. .
MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT



FAR 04 A

— 93205 o
08 ” 2Tx1b =432 4_i 49 Zﬂma__?f .
A
b e
e pe==—======ry | JEIER) |
— p— —  w—  e— [~ U':‘_E
ST coooooo oy e
STTFE SO oo, s
! N . L. ; ) *——'-:Lh'— LEJ L
T T T 1 | 08max. s, |
' =1— 2015 1172005
21 | 21 1| 35max. Zam ||l "an
e T R |
. 2650 max
- _ 485min. B
. 3 50,8 min. R
Kontakt Belegung Belegung Belegung
Rilckelektrode 1 Riickelektrode 2 Riickelektrode 3
1 M minus E
2 f1 el
3 al gl o1
4 b1 cl h1
] f2 ed
6 a2 g2 d2
7 b2 c2 h?2
8 f3 el
? a3 al d3
10 b3 cl h3
11 f4 el
12 a4 g4 d4
13 b4 cd hé4
14 5 ed
15 a5 q5 d5
16 b5 c3 h5
17 f6 el
18 at ab do6
19 b6 ch hé
20 7 e’
21 al ql d7
22 b7 c? h7
23 f8 e8
24 a8 g8 d8
25 b8 <8 h8
26 Riickelektrode 1
27 Riickelektrode 2
28 Rickelektrode 3



FAR 06 A

g0y,
16
—— [_-__
S
o JEELL
l"'_""."""'"'." _______
OO

HH EEaaeg

ST

+.._ S

Kontakt Belegung Belegung

Riickelektrode 1

] f1 el
2 al ql
3 b1 cl
4 f2 e?
5 a2 g2
6 b2 c?
7 f3 el
8 al al
9 b3 ok
10 f4 ed
11 ad 94
12 b4 c4
13 f5 eb
14 as G5
15 b5 ch
16 f& ed
1y ab Q6
18 b6 ch
19 t7 e7
20 a7 g7
21 b7 c?
22 8 e
23 al (#1331
24 b3 B
25 fo a0
26 a? 9
27 b9 20
28 10 10
e9 alld gl
30 b10 c10
312 Riickelektrode 1

Lad
L

Rickelektrode 2

Belegung
Riif:ukelektrode 2_____R uckelekirode 3

(—)

dl

hi

Error

d?

h2

(innere Klammer)
d3

h3

d4

h4
(duBere Klammer)
d5

h5

(F)

dé

hé
(M)
d7

hiy
(SD)
d8

h8

(-)
d9
{x10)

d10

Rickelektirode 3



FAR 08 A

42,0405

29x125=3625

—e—

llllllllllll

.|
QZZH*_

llllllllll | T T R N T T |

LI L L L L

TR R L i R L s

ML

i

_(__i.__))..._l'.‘:a-.—. 1

725103

Kontakt Belegung Belegung Belegung
Rickelektrode 1 Rickelekirode 2 Riickelekirede 3

1 Rickelekirode 1

2 PM AM

3 SuU

4 M (-) E

5 1 el MO

6 al al d1i

7 b1 el hi

8 f2 e? U

9 a? ge d?

10 b2 cZ h2

11 3 el WE

12 a3 g3 d3

13 b3 3 ha

14 fa ed TH

15 ad ad d4

16 b cd hi

17 {5 ed FR

18 a5 g5 d5

19 b5 ch hd
20 f6 eb SA

21 a6 g6 dé

22 bé ch hé

23 £7 el (oberes Dreieck)
24 al al df

25 5%} cl h?

26 8 ed (unteres Dreieck)
27 a8 8 d8

28 bLé cl h8

29 Riickelektrode 2

Cad
=

Riickelektrode 3



FAR 09 A

_ 530105 .
L J6x 125= 45 .
4prans ' 125
SR a7 L 28max.
| :llt|1||t“l”| H”H!H _ H t , ” .. ! ’l{l‘lﬂlw
T b b A A T
| ) I
| !
- - RRELEE
s |SCEQ ™4 | = kQ!| IR =
E-#_ | i . } L L
Sl ooy dal dad ded M@ HEl
x4 1l ' L , .
§L¢| Blaladal. 0.0 nav 3 i
| L : - ___J - 2_‘_ E:.._:'
03 hb( ____________ ‘l_ ___________ # B ! L4 .
AL L +15
- 26,25 max, a 2625max _ AR
Kontakt Belegung Kontakt Belegung
Riickelektrode Riickelektrode
1 Riickelektrode 19 el
2 P4 20 g3
3 P3 21 f3
4 Pz. 22 al
5 (B) 23 b3
6 {=C) 24 cl
7 {(~) 25 d3
E =) 26 el
9 (E) 27 g4
10 E1 28 fa
1 b1, el 29 ad
12 e? 30 b4
13 g2 31 c4
14 f2 32 dd
15 a? 33 (ML)
16 b2 34 (ke2)
17 c? 35 (V)
18 d? 36 (A)
37 (m)



FAR 11 A

2625max. .. 2625max.
rq zl— i 2? -

V4 ) J 7
| ! N g 5
w L —— | R S
S L TeTe- Ty AL | RF
ST ) '.j‘“ .‘i _H ik
tyl ! YamY Yam mt LV heids ol &
NG : . S| IR - S S
qq_ Eh- e 3 :&E% )
B RS SRR RAREI AR RRERRRRRT YT )
e N !
5115 382 _] 28 max
530%05 .
Kontakt Belegung Belegung
Riickelektrode 1 Riickelektrode 2
1 Riickelektrode 1 nicht belegt
2 nicht belegt al, d1, el, g1
3 b1 cl
4 f2 e2
5 - d?2
6 g2 c
7 a2 b2
8 — h3
b e
12 f_a d3
11 3 c3
12 ga b3
13 f4 ed
14 - d4
15 g# ‘ cd
16 a4 b4
17 £5 el
18 - ds
19 g5 | c5
20 ab b5
21 f6 ed
22 - dé
23 gb cb
24 ab bé
25 nicht belegt AL
26 nicht belegt Ruckelektrode 2

- = keine Mdglichkeit die Riickelektrode ohne Kreuzung zu erreichen



FAT 02 B

- 24-g2 .
—tra 05 max. |
? | i I T— 1 1 L 1
1 SRERRRE SEERRRRRRERRE f
! ;rilllu‘]i"‘!': 'iii L] ”'i'}]l?ﬁp I
ol xlgl P g ﬂj
H= | 5
S D 8 ".“"."‘i ) %5
< g M L EpC ) . ’ 95
Sl T ||
L i o Vum? @ UV B AN -‘
F\PYYY ey
1 | -+ttt Rl
Lz 1500 |
- —fw—f _——— h-i T
Kontakt Belegung Kontakt Belegung
1 com 25 b6
2 al, d1, el, gi 26 c6
3 bi 27 ¢l
il g2 28 e?
5 f2 29 d?2
6 a2 30 ¥l
7 b2 31 c2
8 d3 32 e
Q a3 33 h
10 g3 34 ¥3
11 £3 35 cl
12 a3 36 yé
13 b3 37 4
14 g4 38 d4
15 f4 39 ¥5
16 ad 40 . ed
17 b4 41 eb
18 g5 42 ds
19 5 43 y6
20 ad 44 cI
21 b5 45 o6
22 DAT 46 ed
23 i6 47 y7
24 at 48 dé



FAT 07 B

. 24 gz _ ‘
; lax Q4 + 13x045=T145+008
|t .
OSmax. | §45+am3 428
AR - :
1 N2
R B e S ——— |
S Tl
5o /
& ’ L
D . ae
oy ¢ .J;J
8y H R, oD S 4,
: LG, b
i AR ‘ AR
6
| I B \ st m ke s oo i o S ——— I
5
Zhid I DI 045 50 e
o 05T | IoxQTIx045-675 1Efy
Kontakt Belegung Kontakt Belegung
1 al, d1, el, gl 14 b4
2 b1 i5 com
3 g2 16 ci
4 f2 17 a?
5 a2 18 d2
6 b2 19 c?
7 93 20 P
8 f3 21 el
9 ad 22 d3
10 b3 23 c3
11 g4 24 el
12 f4 25 d4d
13 ad 26 cd




FAT 12 B

/,
Y - _"ELM r T B 150009
+013 2ox(045+060)=2125 s T
045t Jon 040155 | <
= v _ - F
e | i |]
4 4N
/.—' ___________________ = E lr
\ =
LLLLLLERREE I
== | |l g oAl
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MB 101

Optoelektronischer Koppler aus
GaAs-Lumineszenzdiode und Si-npn-Fototransistor

Bauform 3 ot ___@_,_
A
P
’ % ~ a7
ot J7 max. e
. Anode HKollektor
o= y
S —
Y Katode S — Emitter )
Eingangsserte
Grenzwerte
Prifspannung’) + Up 5 kV
Eingangsdiode
DurchlaBstrom?) I 50 mA
Sperrgleichspannung) Ur 2V
Ausgangstransistor
Kollektor-Emitter-Spannung ') Uce 15 V
Emitter-Kollektor-Spannung) Uec 5 V
Verlustleistung?) Prot 50 mW
Lagertemperatur Sseg -55...70°C
Betriebstemperatur ta —-25...70°C
Kennwerte bei 74 = 25°C  (typ. Werte)
Kollektorstrom
bei IF==0, Ucg== 15V Ic 0,1 uA
lF==35mA, UcE= 15V Ic 1,5 mA
Kollektorspannung
bel IF= 35 mA, lc = 200 uA Uce 0,18V
DurchlaBspannung
bei IF= 35 mA Ur 1,25V
Isolationswiderstand
bei Uie= 1 kV Rio 1012 Ohm
Koppelkapazitat Cio 0,35 pF

Schaltzeiten

bel Ic == 250 uA, Ug = 15V, RL = 1 kOhm

Anstiegszeit te 5 us
Abfallzeit t 5 us
Verzdgerungszeit  td 3.5 us
Speicherzeit ts 0,4 us

") bei 1. = —25 bis 70 °C
2) bei Ua=—25 bhis 45°C




MB 104

Optoelektronischer Koppler aus einer IR-Diode
im Eingangskreis und einem planaren npn-Si-
Fototransistor im Ausgangskreis.

Bauform 4
AnschluBbelegung

IRED Anode

IRED Katode

Nicht belegt
Fototransistor Emitter
Fototransistor Kollektor

e

Grenzkennwerte bei 7, von —55 bis 85°C

Eingangskreis
DurchlaBgleichstrom?)
SpitzendurchlaBstrom?)
periodischer
SpitzendurchlaBstrom
nichtperiadischer

(tp == 1 us, 2 min Pause)
Sperrgleichspannung
Spitzensperrspannung

Fototransistor Basis bzw. nicht belegt

F
TFRM

Irsm

Ur
UrrM

& L
1 ch th
Markierung oo
fiir An- |
sehluf 7{:;1'}—'7‘_‘— B
1 1
| ¥ R B gy
7 2 4
min. max.
40 mA
80 mA
3 A
6 \4
[ v

Auf Wunsch kann der Koppler auch mit Uez = 35V (MB 104/5) sowie ohne

BasisanschluB (MB 104/6) geliefert werden,

Ausgangskreis

Kollektor-

Emitterspannung
MB 104/4 A...D
MB 1045 A...D
MB 104/6 A...D

Emitter-Basis-Spannung?)

Emitter-Basis-Spitzen-
spannung?)

Verlustleistung®)
Koppler
Spitzensolationsspannung®)

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Kennwerte bel 0, = 25°C

DurchlaBgleichspannung
bei Ip = 40 mA

Sperrgleichstrom

bei Up = 6 V
Kollektor-Emitter-
Dunkelstrom

bel I = 0, Ucg = 10 V
Kollektor-Basis-
Dunkelstrom

bei |F =0, Ucg = 70V
Emitter-Kollektor-
Dunkelstrom

bei g =0, Uge = 6V
Kollektor-Emitter-Strom
bei I = 10mA, Uggp =5V

A

B

C

D

'E: } auf Anfrage
beile = 3,2mA, Ucp = 0,4V

A

B

C

in]

:.E_. } auf Anfrage
Isolationswlderstand

bei Ujn == 0,5 kV
Verzdgerungszeit
Anstiegszeit
Speicherzeit
Abfallzeit

) bei einer Temperatur bis

1,33 mAJK

?) bei einer Temperatur bis

2,67 mAfK; ¢, == 50 ps;

Vcem

IcEo

lcpo

leco

ICE (H)

% gilt nur fiir MB 104/4, MB 104/5
)} bei 0, =25°C; fiir 25°C <, = 85°C Reduktion um 2,67 mW/K

3) innerhalb 1 min; gilt nur fir Standardbezugsatmoesphére

70V
35V
/Y

6,3
10,0
16,0
24,0
40,0

0,2
0,2
0,5
1,6
1.6
1.6

£ 70°C; fir 70°C < 0,

= 70°C; fir 70°C < 3,
t fr=1:2

200

4,4
85
125

max.,
1.5

10

5

© 10

1.5
10

mW

kv
°C

e
<

HA

nA

100 pA

10 uA

8 mA
12,5 mA
20,0 mA
32,0 mA
48,0 mA
80,0 mA

— mA
- mA
= mA
- mA
— mA
— mA

< 85 °C Reduktion um

85 °C Reduktion um

MB 105

Optoelektronischer Koppler aus einer Infrarot-
emitterdiode im Eingangskreis und einem planaren

npn-Si-Fototransistor im Ausgangskreis.

Bauform 4

AnschluBbelegung siehe MB 104

Grenzkennwerte bei 7, von —55 bis 85 °C

min.

Eingangskreis

DurchlaBstrom?) - mA
SpitzendurchlaBstrom®) IEgm - A
periodischer TERM - 120 mA
= 1 us, 2 min Pause)

Sperrgleichspannung Up - 6 Vv
Spitzensperrspannung UrrM - 6 Vv

Auf Wunsch kann der Koppler auch mit Ugcg= 35V (MB 105/5) sowie ohne
BasisanschluB (MB 105/6) geliefert werden.
Ausgangskreis

Kollektor-Emitterspannung Ucem
MB 105/4 - 70 v
MB 105/5 - 35 v
MB 105/6 - 70 A
Emitter-Basis-Spannung') Yepo - 1 A
Emitter-Basis-Spitzen-
spannung?) Urgm - 6 Vv
Verlustleistung®) Piot - 150 mwW
(Transistor)
Koppler
Spitzenisolationsspannung®)
f =50 bis 60 Hz sinus Yiorm - 5.3 kv
Betriebstemperatur #y —-55 85 °C
Lagertémperatur ﬂ*stg —55 125 °C
Kennwerte bel &, = 25°C min max
DurchlaBgleichspannung Ug - 1,65 V
bei Ig == 60 mA
Sperrgleichspannung g - 10 uA
bei UR =6V
Kaollektor-Emitter-Dunkelstrom
S MB 105/4 N A
bei I‘:CE ; 100 v I MB 105/5 Iceo 50 n
MB 105/6
U = - 10 uA
,FCE — 35V MB 105/5 L
Ucg = 70V | MB 105/4 - 50 1A
F =0 1MB 1056
Kollektor-Basis-Dunkelstrom™) lcBo - 100 pA
bei fg = 0, Ugg = 70V
Emitter-Kollektor-Dunkelstrom feco - 0 pA
beilg = 0, Uge =6V
Kollektor-Emitter-Strom ICE (H)
bel I|p = 10mA, Ugg =5V
A £,0 8,0 mA
B 6,3 12,5 mA
C 10,0 20,0 mA
D 16,0 32,0 mA
E 1ouf 24,0 48,0 mA
F IAnfrcge 40,0 80,0 mA
bei I = 10 mA, Ugg = 0.3
A-F 2,5 - mA
D und F auf Anfrage
Isolationswiderstand Rio 100 - G2
bei Ujg = 0,5 kV
Isolationsstrom Lo — 00 pA
bel Ujogm = 5,3 kV
Verzégerungszeit ty - 5 us
Impulsanstiegszeit t - 10 us
Speicherzeit tg - 1,5 us
4,07 us
Impulsabfallzeit [ —_ 10 us

'} nur fiir Koppler MB 105/4 und MB 105/5

% nur Kollektorstromgruppe E und F

%) bei einer Temperatur bis < 25°C, fiir 25°C < #, = 85°C Reduktion
um 0,8 mAJK

%) bei einer Temperatur bis < 25°C, fiir 25°C < gy = 85°C Reduktion
um 1,6 mAK, tp = 50 us, tp © == 1:2

5) bei $, =25°C, fiir 25°C <, £ 85°C Reduktion um 2,0 mW/K

) innerhalb 2,55 + 0,5s; Stondardbezugsatmosphire TGL 20618/02



MB 106
Optoelektronischer

Koppler

aus einer

Gallium-

arsenid-Lumineszenzdiode als Strahler und einem
Silizium-npn-Fototransistor als Empfénger.

Bauform 3 "
™
= — [l
% o7
37 max.
Anode Kollektor
e [ S
S s
" Hologe "X — Emitter
Eingangsseite
Grenzwerte
DurchlaBgleichstram?)
bei #, = —40 bis 25 °C I 100 mA
Spitzendurchiafstrom?),
periodischer
bei H'a = =40 bis 25°C IFRM 200 mA
Sperrgleichspannung
bei &, = —40 bis 85 °C Ug 3 v
Spitzensperrspannung,
periodische
bei 8, = —40 bis 85°C Ugrm 3 v
Kollektor-Emitter-Spannung
bei 8, == ~40 bis 85 °C Uceo 35V
Kellektor-Emitter-Spitzen-
spannung
bei §, = —40 bis 85 <C Uckm E IR
Emitter-Kollektor-Spannung
bei %5 == —40 bis 85 °C Ueco 5V
Emitter-Kollektor-Spitzen-
spannung
bei ¥, == —40 bis 85°C UECM 5 V
Gesamtverlustleistung®)
bei &, = —40 bis 25 °C Prot 200 mw
Spitzenisolationsspannung
periodische Yiorm 10 kv
Isolationsgleichspannung Uio 10 kv
Betriebstemperaturbereich L ~40...85 °C
Lagerungstemperaturbereich Pg 5...335 °C
bis zu 30 Tagen Ystq -50...85 °C
Kriech- und Luftstrecken Z 15 mm
bei Mutzung des
15 mm Abbiegemalies 14 mm
Kennwerte bei 9, = 25°C
min max.
Kollektor-Emitter-Strom
bei Ig = 0 mA i
Ugg =35V Iceo 2,1 uA
Kollektor-Emitter-Stram
bei lp = 10 mA
UCE = 0,8V ICE(H) 2,0 mA
Grundtyp bei ICE(H)Y 2,0 50 mA
Gruppe A g = 10mA ICE(H) 4.0 80 mA
Gruppe B UCE = 5.0 v lCE(H) 6,3 12.5 mA
GrupPe Cc 1CE(H) 10,0 20,0 mA
DurchlaBgleichspannung
bei I = 50 mA Up 1.5 Vv
Sperrgleichstrom
beiUp =3V Ir 10 pA
Isolationswiderstand
bei UlO == 0,5 kV R|O 10 GQ
Schaltzeiten)
bei lCE(H) = 2 mA
Uce = 20V
und Ry == 100
Impuls-Anstiegszeit t 10 Hs
Impuls-Abfallzeit t 1B ps
Verzdgerungszeit ] 3 ps
Speicherzeit tg 1 s

) Impulsdauer tp = 50 us, Tastverhéltnis © == 1:2

%) IFRM bei su > 25°C

t
ty = 50 pus; %:1:2; abweichende Tastverhiltnisse nach Vereinbao-

rung zwischen Hersteller und Anwender.

%) Pygy bal 8y > 25°C
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Optoelektronischer Koppler aus GaAs-Emitterdiode
als Sender im Eingangskreis und Si-Fotodiode als

Empfanger im Ausgangskreis.

Bauform 4

AnschluBbelegung

1 a GaAs-

2 k Emitterdicde
3 frei

4 a

5 k Fotodiode

6 frei
Grenzkennwerte

Eingangskreis
DurchlaBgleichstrom
DurchlaBspitzenstrom?)
Durchbrudhspannung
Spltzensperrspannung
Ausgangskreis
Durchbruchsponnung
Splitzensperrspannung
Koppler
Betriebsisolationsspannung?)

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
bis zu 30 Tagen
Kriechstrecke
Luftstrecke

Kennwerte bel {, = 25 °C
Ausgangskreis
Sperrglelchstrom

bel lF - 0

UR =20 V
bel lF -

Up =50 V
Eingangskreis
DurchlaBglelchspannung
bel ;F w 100 mA

Sperrgleichstrom
bel Ug = 3V, I =0
Koppler
Isolatlonswiderstand
bel U, = 0,5kV
Sperrgleichstrom
bel Up == 20V, I = 50 mA
Schaltzeiten
bel ll: s 50 mA

Upg =20 V
und ity =351 Q
Anstiegszeit
Abfallzeht

IFRM
Uesr)
UrrM

Uisr)
UprM

ViorMm

sty
stg

& 5 L
Markr‘erung' I ;
fiir An- | 1
sehluf ?\%_“' |
[ 1
O O J
7 2 9
min max
100 mA
200 mA
3 \Y
3 \Y
50 \'i
50 v
2,8 kV
=25... 70 *C
5... 35 *C
-55...125 °C
Z 9.4 mm
= 6,9 mm
min, max
50 nA
10 nA
1,5 \"
10 pA
100 GQ
75 nA
250 ns
- 250 ns

'} Impulsdauer tp = 50 us, Tastverhéltnis © = 1:2
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Optoelektronischer Koppler

aus

Infrarot-Emitter-

diode als Sender und Silizium-Fotodiode mit nach-
folgender integrierter Verstdrkerstufe als Empfénger
zur galvanischen Trennung von Stromkreisen mit

hohen Potentialdifferenzen.

Der Koppler ist TTL-kompatibel. Er stellt einen hybriden Logik-
schaltkreis dar (logische Funktion Y = A — positive Logik). Der
Kollektor des Ausgangstransistors ist offen.

Bauform 5

AnschluBbeslegung

1 IRED-Anode

2 |RED-Katode

3 nicht belegt

4 nicht belegt

5 1S-Ausgang Y

6 15-Mosse

7 1S-Betriebsspannung
8 Fotodiode-Katode

Grenzwerte

Eingangskreis

DurchlaBgleichstrom I
SpitzendurchlaBstrom TERM
Sperraleichspannung Ug
Spitzensperrspannung UrrM
Ausgangskreis

Betriebsspannung Uece
L-Ausgangsgleichstrom loL
Verlustleistung') Piot
H-Ausgangsspannung UoH

Koppler
Isolatiensgleichspannung Uio
Betriebstemperaturbereich ity

Lagerungstempercturbereich L)
bis zu 30 Tagen A,

) Py = Ug — I+ VoL - oL
Kennwerte bei 0, = 25°C
Eingangskreis
DurchiaBgleichspannung
bellg = 2 mA Ug
beilp = 15 mA Ug
bei lp == 30 mA Ug
Sperrgleichstrom
bei Ug &= 3V IR

Ausgangskreis
L-Ausgangsspannung
bel Ug == 4,75V, I = 16 mA
und g =15 mA Uoip
H-Ausgangsspannung
bei R == 4000 Q Uy
Ig = 2mA
H-Ausgangsstrom
bei Ug = 5,25 V IoH
Ugy = 12V
I 0
Kopplar

]

Isolatlenswiderstand Rioy
bei U|D = 0,5 kV

Stromaufnahme

bot Ug = 5,25V, I = 30 mA g
Stromaufnahme

bei Ug = 525V, Ip = 0 tsH

N

Isolationsstrom o

Spitzenisolationsstrom llorm
Stromaufnahme lccr
Stromaufnahme lccH

Schaitzeiten

Markierung
fiir An-

schiuB T~

100

bei US == 5V, RL == 400 Ohm.CL == 25 pF, |f: = 15 mA

Einschaltverz8gerungszeit ML
Ausschaltverz8gerungszelt HLH
Anstiegszeit il
Abfallzeit tTHL

-
=B

A
w
=)
3
pd

WA A TA 1
o
<

AU |
1,35 V
1.4V

10 pA

0,4V

2 pA

GQ

25 mA

15 mA

100 nA
3 nA
25 mA
15 mA

700 ns
700 ns
150 ns
100 ns



MB 123 B
Offener Koppler
Gahs-Dicde als Sender [ Si-Fototransistor als Empfénger
Die Kopplung ist von auBen beeinfluBbar.
Zur Gewdhrleistung der Funktion ist der Koppler
vor Fremdstrahlung abzuschirmen.
43 max. )
]  Hennzeichiurg
8oz " Typkennzeichen
3,2_0.# /
el
]
T e
— ! =)
% e wan N B 2 N R
5 i
= Vﬁ"’h—\'}/ T
1 i i |I
P L me ]
rennzeich- |4 _ 28 +02 .
aung der Lingangsseite X) Kennzelchnung
h - oy l Herstellerzeichen
| L;l S Herstellungsdatum
= - E‘;_: i
/ i
| A
Grenzwerle
Eingangsdiode
DurchlaBgleichstrom’} *}) Ig 50 mA
SpitzendurchiaBstrom?) *) IFRM 100 mA
Spitzengleichspannung**) Ug 2 V
Spitzensperrspannung®*) Urem 2 \Y
Ausgangstransistor
Keollektor-Emitter-Spannung**) Uce 15 \%
Kollektor-Emitter-Spitzenspannung**) Ucem 15 \Y
Emitter-Kollektor-Spannung**) Uge 5 v
Emitter-Kollektor-Spitzenspannung**) Ugem 5 v
Verlustleistung®) *) Prot 110 mW
Betriebstemperaturbereich Hq —~25...-+ 70 eC
Lagerungstemperaturbereich 85pg  —55...F 55 °C
fir 1 Monat
Kennwerte bei #, = 25°C
min max.
Kollektorstrom®)
bei g =0; Ucg =5V ICEO — 0,5 pA
bei lg =0; Ucg =15V lceO - 15 nA
bei Ip = 15mA; Ucg =5V
MB 123 A IC(H) 0,4 - mA
MB 123 B IC(H)' 1,0 - mA
DurchlaBgleichspannung
bel Ig = 35 mA Ug - L9V
Sperrgleichstrom*)
bei Ug =2V IR - 100 pA
Schaltzeiten
bei g =250 pA; Ug = 15V
R =1 kQ
Anstiegszeit e - 25 us
Abfallzeit i - 25 ns
Verzégerungszeit i —_ 15 us
Speicherzeit fy - 1,5 us
D] IF bei Su T 45 0C
) TprM bei 34 = 45°C t
Impulsdauer t, = 50 us; Tastverhdltnis © = %E 1:2
) Pyop bei &g > 509C

Y
*) bei Dq = =25.,.45°C
%) bei 0 = -25...70°C

Bei der Messung ist der Koppler vor Fremdstrahlung abruschirmen,



MB 125

Miniaturreflexkoppler in Allplastausfihrung.

Bauform 6
=) N 1
N =
) } A
48max. ]
1
1
NN«
Send, | | | l‘f——Enqz:w‘a:ifnges;
enaer, ¢ Hollektor
Anoae -
Sender Katode
Lmpfdnger, Emitter
Grenzwerte bei = 25°C
DurchlaB-
gleichstrom e 50 mA
Sperrgleich-
spannung Ug 3V
Kollektor-Emitter-
Spannung Uck 16 V
Betriebstemperatur-
bereich 3, -25 bis +85 <C
Lagertemperatur-
bereich Ytg ~55 bis --100 °C

Kennwerte bei 9,= 25°C

FluBspannung IRED
bei Ig = 50 mA Up

Kollektorstrom
bei Ig =0 mA, UCE= 5V

Kollektorstrom
bei Reflexion™)
||: = 10 mA, UCE=5V IC

Sperrgleichstrom IRED
beiUgp =3V iR
Anstiegszeit und Abfallzeit
bei Ug = 15V, tg
lc =150 uA,
RL= 1@
Ubersprechen**)
bei Ig =10mA, Ucp=15V

min, typ.
- 1.3
- 5
400 1500
- 10
- 2,5

max.

1.6

100

100

8

Zur Gewdhrleistung der Funkticn ist der Koppler vor Fremdstrahlung

zuschirmen,

nA

AN

A

s

ab-

*} Die Reflexion erfolgt an einer polierten Al-Flache mit einem Abstand
d = 1,5 mm zwischen Oberkante Linse und Al-Fléache.

**) Verhdltnis des Kollekiorstromes bei Abstrahlung in den freien Raum

zu Kollektorstrom bei Reflexion*).



MB 126

Miniaturreflexkoppler in Allplastausfiihrung.

Bauform 6 43
§]l 3 1_’ Y : L
= -
o3y 4 7
4.8 max. 1
+- . _J(_ s
N s
U =" £
_ mpfdnger,
sender, | Kollektor
Anode 2
Senden Katode
Lmpfdnger, £mitfer
Grenzwerte bei ¢, == 25 °C
DurchlaBgleichstrom?) I 50 mA
Sperrgleichspannung?) Ug i v
Kollektor-Emitter-Spannung®) Ureo 16 V
Gesamtveriustleistung’) Piot 100 mw .
Betriebstemperaturbereich hq —~25 bis -}-85 ¢C
Lagertemperaturbereich tetg 5 bis 35 °C
bis zu 30 Tagen Ysig ~55 bis 100 °C
Kennwerte bei #; = 25°C
min. max,
DurchlaBgleichspannung
bei Ip = 50 mA Ur .5 V
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom
bei lg =0 mA, Ucg =5V Iceo 100 nA
Kollektor-Emitter-Strom?) ]CE( H)
{Reststrom) Gruppe A 100 pA
Ig =10 mA, Ucg =5V Gruppe B 150 pA
Kollektor-Emitter-Strom*) ICE(H)
Gruppe A 0,4 mA
Gruppe B 0,8 mA
Sperrgleichstrom IRED
bei Up = 3V Ip 100 uA
Zur Gewdahrleistung der Funktion ist der Koppler vor Fremdstrahlung ab-

zuschirmen.

) Bg =-=25...425°C
2) 9q =—25...-70°C
3) ohne Reflexion

Y} Die Reflexion erfolgt an einer polierten Al-Fléche mit einem Abstand
d == 1,5 mm zwischen QOberkante Linse und Al-Flache.



MB 133 - MB 134 - MB 135 o

Optoelektronischer Koppler aus einer IR-Diode im
Eingangskreis und einem planaren npn-Si-Foto-
transistor mit und ohne BasisanschluB3 im Ausgangs-
kreis.

Priifzertifikat 0883

Bauform 4
AnschiuBbele
had
1 IRED Anode . : -
2 IRED Katode Mjwk"emng
fiir An-
3 Nicht belegt sohiuB - —"+———1
f ~
4 Fototransistor Emitter ;Eb_ I
5 Fototransistor Kollektor L;J Jus] L
§ Fototransistor Basis bzw. nicht belegt 7 2 3
Grenzwerte max.
Eingangskreis :
DurchlaBgleichstrom™ Ig 60 mA
SpitzendurchlaBstrom?) IFRM 120 mA
periodischer
SpitzendurchlaBstrom Igsm 3 A
nichtperiodischer
(tp = 1ps, 2 min Pause)
Sperrgleichspannung Up 6 \4
Spitzensperrspannung UrrM 6 v
Ausgangskreis
Koliektor-Emitterspannung
MB133A...E Ucem 0 v
MB134A.. . E 70 v
MB135A...E . 90 \
Emitter-Basis-Spannung?) Ueso 6 \'
Emitter-Basis-Spitzen-
spannung?) Uggm 6 "
Verlustleistung®) Peox 200 mw
Koppler
Spitzenlsolationsspannung®) Uiorm 53 kV
Betrlsbstemparatur Vg ~55 ... 85 eC
Lagertemperatur Tg 5 ... 35 °C
bis zu 30 Tagen Ysig -55 ... 125 °C
Kriechstrecke = 8.4 mm
Luftstrecke = 6,9 mm
Kriechstromfestigkeit PTI 100 I
Kennwerte bel &, = 25°C min, maox.
Eingangskreis
DurchlaBglelchspannuig
bel lp = 60 mA Ug 165 V
Spogaiaesten ; 0 1A
Ausgangskreis
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom
bel I = 0, Ucg = 10V IceO 30 nA
Ko!lektor-Basis-Dunkelstrom
bel Ip = 0, Ugp == 70 v Icso 100 pA
Emitter-Kollektor-Dunkelstrom )
bel Ip =0, Ugg = 6V leco 10 pA
Kollektor-Emitter-Strom :
bei Ip = 10mA, Ugg =5V ICE (H)
A 4 8 mA
MB 133 B 8,3 12,5 mA
MB 134 C 10,0 20,0 mA
MB 135 D 16,0 32,0 mA
E auf Anfrage 24,0 48,0 mA
bel I|p = 10 mA, Ucg = 0.4V
MB133A...E 2,5 . mA
MB134A...E 2,5 mA
MB135A...E 2,5 mA
Isolationswiderstand®)
bel Ujn = 0,5 kV RIO 100 GQ
Verzégerungszeit tg 5 us
Anstiegszeit t, 10 ps
Speicherzeit ty 1.5 us
. 4,07 ps
Abfallzeit & 10 us

') bel elner Temperatur bis £ 70 °C; fiir 70°C < ¥ = 85°C Reduktion um
1,33 mAJK

%} bei einer Temperatur bis = 70 °C; fiir 70°C < 8, = 85 °C Reduktion um
2,67 mAJK; t, =50 ps; 4, fr=1:2

% gilt nur fiir MB 134, MB 135

) bei ¥y = 259C; fir 25°C < ¥4y £ 85°C Reduktion um 2,67 mW/K

‘) innerhalb 1 min; gilt nur fir Standardbezugsatmosphére TGL 20 618/02

) bei Uy =53kVundt=125s

") nur fiir Kollektor-Emitter-Stromgruppe E



MQE 10 Vorldufige technische Daten )
Lichtemitteranzeigeeinheit

Rotstrahlendes, dreistelliges Lichtschachtbauelement mit Ana-
log-Digital-Wandlerfunktion.

Die Anzeigeeinheit ist ein hybrid-integrierter Baustein fiir meB-
wertanzeigende und meBwertverarbeitende Systeme.
Eingangsspannungen von =90 mV bis 999 mV werden mit
einer Auflosung von 1 mV dargestellt und als BCD-Code zur
Weiterverarbeitung an 7 Ausgéngen gelegt.

Die Lichtemitteranzeigen besitzen einen Steuereingang zur
Helligkeitsregelung.

Die Analog-Digital-Wandlung arbeitet nach dem Zwei-Flanken-
Integrationsverfahren auf Basis des Schaltkreises C 520,

40

k l |
o ! Lo

. (a— L —) [ o—) &
R /A =
_q._l'_
Y0 70 < O7 O
‘ e
7 ?ff ....___.g.ﬁ_..,.
Ziffernhéhe 12,7 mm, Anschlufraster 2,54 mm
AnschluBbelegung
1 Multiplexausgang MSD (102 12 Multiplexausgang (LSD 10°)
2 nicht belegt 13 nicht belegt
3 Katode Dezimalpunkt (10%) 14 Katode Dezimalpunkt (10°)
4 Helligkeitsregelung 15 Betriebsspannung (Ug == 5 V)
5 Multiplexausgang NSD (107 16 ... 21 Masse
6 Katode Dezimalpunkt (107 22 Integrationskondensator C)
7 nicht belegt 23 Geschwindigkeit
8 BCD-Ausgang Qp Umsetzrate
9 BCD-Ausgang @c 24, 25 Nullpunktpotentiometer
10 BCD-Ausgang @p 26 Eingang Lo_w
11 BCD-Ausgang @p 27 Eingang High
28 Endwertpotentiometer
Kennwerte bei 8, = 25°C
Eingangsspannungsbereich U, =90 mV...+999 mV
Aufl8sung ! 1 mV
Linearitdtsfehler” X max. 0,1 % vom MeBwert 4+ 1 Digit
Betriebsspannung Ug 45...55 V
Stromaufnahme lg  ohne MeBwertanzeige 20...30 mA
mit MeBwertanzeige 100... 180 mA
Lichtstérkemittelwert Iy 150, .. 500 ped
Lichtstdrkeverhdltnis Wmax 20...30
v IVmin
Betriebstemperaturbereich Hq : 0...70 °C
Gleichtaktbereich + 200 mV
Gleichtaktunterdriickung _ 40 dB
Umsatzrate (Messung/Sek.)
— langsam 2...7
= hold ' Speicherung des letzten MefBwertes

- schnell ’ 50...160



SA 403 A

Silizium-Planar-Diode im Plastgehduse fir Anwen-
dungen in der Digital-, NF- und HF-Technik, vor-
zugsweise als mittelschneller Schalter in Logikschal-
tungen.

2
-
Katode e .:f
o by
=] /
T
- 6 .
. 266 .
Grenzwerte (giiltig bis Jjmox)
Sperrgleichspannung Ur 25V
DurchlaBgleichstrom I 30 mA
ScheiteldurchlaBstrom IFM 60 mA
Sperrschichttemperatur h +125°C
Betriebstemperaturbereich Sa -25...-100°C
Lagerungstemperaturbereich Dag -55...4+125°C
Gesamtverlustleistg. Prot 100 mW
bei #a = 25°C
Statische Kennwerte
DurchlaBspannung Ur 2050V
|F = 0,1 I"I‘I.AjI 'ﬂ‘n — 25 GC
DurchlaBspannung Usr =081V
iF = 3,0mA, 9a = 25°C
Sperrstrom IR = 40nA
Ur =25V, 0 =25°C
Sperrstrom IR < 300nA
UrR =25V, 0a = 45°C
Dynamische Kennwerte bei &, = 25°C
Kapazitéat Co < 8pF
UrR =0V, f=0,5MH:
Sperrerholungszeit tr < 65ns

beim Schalten von
F=10mA auf Ur = 6V
gemessen bei

iR == 1TmA; RL = 50 Ohm



SA 412 A

Silizium-Epitaxie-Diode im Plastgehduse
zur elektronischen Bereichsumschaltung
in VHF-Tunern

Katode
/ S ‘J
[
- ~2R

Grenzwerte
Sperrgleichspannung Ur 20V
DurchlaBgleichstrom bei thq == 25°C lr 80 mA
Betriebstemepraturbereich da =25...-85°C
Sperrschichttemperatur % 125°C

Gesamtverlustleistung bei 0o == 25°C Ptot 100 mW

Kennwerte bei 94 = 25°C

DurchlaBspannung bei Ir == 100 mA U 1,2V
Sperrstrom bei UrR =20V IR < 100 nA
diff. DurchlaBwiderstand _
bei Ir = 10 mA, f=30...300 MHz i =< 10hm
Sperrschichtkapazitat

bei Ur =10V, f=10,5 MHz C; < 31pF



SA 418 A

Silizium-Epitaxie-Diode im Plastgehause
fir Anwendungen in der
Digital-, NF- und HF-Technik

N
-
Katade = .:_E
s ey wi
° [
]
b
- T T .
Grenzwerte
Sperrgieichspuﬁnung Ur 80V
DurchlaBgleichstrom Ir 100 mA
Gesamtverlustleistung bei %4 = 25°C Prot 100 mW
Betriebstemperaturbereich Vo =25...-+85°C
Lagerungstemperaturbareich dsig =55...+125°C
Sperrschichttemperatur 45 125°C

Kennwerte bei Vo = 25°C

DurchlaBgleichspannung

bei Ir == 100 mA Ur <12V
Sperrgleichstrom

bei Ur =80V Ir = 0,5uA



SAY 12 - SAY 16...SAY 18 - SAY 20 - SAY 73 A

Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastgehduse. Sie
eignen sich infolge ihrer geringen Sperrerholungs-
zeit (ns-Bereich) besonders fir den Einsatz als
schneller Schalter.

Lieferbar in Bauform L 2/13 oder Bauform B.

Bauform L 2/13

_lothar verzinnt

Katode ) P

Bauform B
Katodenring, gleichzeitiy Typenkennzeichnung
S 3

feuerverzinnt < P
| —————————— = —————— |
1 ———— ,/ S —— .
| 4t7 | 502 4271 r

75

SAY 73 nur Bauform L 2/13

Grenzwerte (Moximalwerte) bei &, = 45°C

SAY 12 SAY 16 SAY17 SAY18 SAY20 SAY73Y

DurchlaBstrom lpfmA 300 300 175 115 75 300
Spitzen- IrRM/mA 600 600 350 225 150 600
durchiaBstrom

Sperrspannung Ug/¥ 50 30 50 25 15 50
Spitzensperr- Ugem/V 75 35 60 35 20 75
spannung

Richtstrom lo/mA 200 200 115 75 50 200
StoBstrom

tp S 1us;

Pause & 2 min) tesm/A 2 2 2 2 2 2
Gesamtveriust- Piat/ m¥¥ 430 430 300 300 300 430
leistung

Sperrschicht- Hoc 175 175 150 150 150 175
temperatur

Waérmewiderstaond Ren K/mW 0.3 0.3 0,35 0,35 0,35 0,3
Betriebs- fla/°C min, 40

temperaturbereich - max. 100

Lagerungs- frag/"C min =50
temperaturberaich maox 50

*) speziell fir Rechentechnik, hohe Stabilitdt der DurchlaBspannung

SAY12 S5AY16 SAY17 SAY1s SAY20 SAY 73

Statische Kennwerte bei 8, ==25°C

OurchlaBspannung
bel lg s 10 mA Uply — -
Ip = 30 mA -
I == 100 mA -
I = 200 mA B g1
Sperrstrom
bai Up =15V Ig/nh
Ug =20V
Up == 25 ¥
Ug = a0V
Up == 38V
Up=mo ¥ < 01
Ug =60V

Dynomische Kennwerle bei §, = 25 °C

Gesamikapazitst

bet Up = 'i:m Crot/PF <4 B 53 54 54 <4
f

und Uyp == 50 m¥
Sparrarhalungszalt v, ns = 4 s 4 =2 52 5 4 S A

Beim Schalten von Ip = 10 mA ouf Ugppe= 6 V, gemessen bel lg = T mA



SAY 30 - SAY 32 . SAY 40 - SAY 42
Silizium-Planar-Dioden im Plastgehé@use fiir Anwen-
dungen in der Digital-, NF- und HF-Technik, vorzugs-
weise als mittelschneller und schneller Schalter in

A

Logikschaltungen.

SAY 36 SAY 32 SAY 40 SAY 42
Grenzwerte
Sperrspannung Up 25 V 25V i5V 15V
Scheitelsperrspannung URRM oV v 20V 20V
DurchlaBstrom Ie 30 mA 30OmA 20mA 0 mA
ScheiteldurchlaBstrom lERM 60 mA 100 mA 40 mA &0 mA
Sperrschichttemperatur 9 125°C  125¢C 125C 125 ¢C
Betriebstemperatur- L min —25 °C
bereick max 100 °C
Lagerungstemperatur- o min =55 °C
bereich 7 P e max 125 °C
Gesamtveriustieistung
boi ¥, == 25°C Prot 150 mW 150 mW 150 mW 150 mW
Dynamische Kennwarte
bei O, = 25°C
Kapazitdt N
bei Up =0V, §f=05MHz C 8pF = e8pF 5 8pF 8 pF

Sperrerholungszeit

tot

‘FI‘

S =
< 65n5°) 5 65ns') § 18 ns®) S 10 ns®)

*) beim Schalten von I = 10 mA auf Up = 6 V,
gemessen bel lg = 1 mA; R = 50 Ohm.

Bauform L 2/4
Bauform L 2/13 16,9 0,40

a b
8,2 0,55

T--* 4....._f...._1r
e s |
P SR B Sadi & |
‘u‘ . -amr
lotbar 02
Katnde/i -2z

i

3 A

%‘:{%/
#

0
I



SC 116 - SC 117 - SC 118 - SC 119 .
Silizium-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistoren

Bauform 2 TO18
Grenzwerte gliltig flr den Betriebstemperaturbereich

SC116 SC117 SC118 SC119

Ucso 20 30 60 80 V
Uceo 20 30 60 80 v
Ueso 5 5 5 5 Vv
Ic 100 mA
Is 50 mA
P ot 300 mW
9 +175 °C
ta -40...4+125 °C
Eilektrische Kennwerte (9o = 25°C - 5K)

: SC116d
F (bei Uce =5V, Ic = 0,2 mA) typ. 2,5 dB

fr (bei Uce = 5V, Ic = 10 mA) typ. 90 MH:z



SC 236 - SC237 - SC238 - SC239 B
Silizium-npn-Transistoren fiir den Einsatz in NF-Vor-
und Treiberstufen sowie universelle Anwendung

SC 239 speziell fiir rauscharme Vor- und Treiberstufen.

Bauform 3 E-Line
Wéarmewiderstand Rivjo £ 0,5 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
SC 236 SC 238 SC 239 SC 237

Ucgo 0V 0V 30V 50 V
Uceo 20 V 20 V 20 V 45V
Ueso 5V 5V 5V 6V
e 100 mA
Ig 10 mA
Prot (bel #, == 25 °C) 200 mW
ﬂi +125 °C
By -40 . . . 4100 °C
Statische Kennwerte ¢, = 25°C - 5K)
lcBO (bei Ucg = 30V) SC 236, SC 238, SC239 < 100 nA
IcBO (bei Ugg = 50V) SC 237 < 100 nA
U{BE)CED (bei lc = 10 mA) SC 236, SC 238, SC 239 = 20V
R SC 237 | Z a5V
UcCE<at (bei Ic =100 mA, Ig=5mA)’) . typ. 210 mV
Dynamische Kennwerte (2, = 25°C = 5 K)
fr bel hpyy, Gruppec typ. 120 MHz
(bei Ucp= 6V, d typ. 145 MHz
lc =10 mA, e typ. 170 MHz
f = 20 MHz f  typ. 210 MHz
Ciyp  (Ugg=0,5V, f=1 MHz) 7.7 pF
Coop, (Ucg==6V, f=1MHz)" 3,8 pF
F (bei Ucg = 6V, o= 0,2 mA, f = 1 kHz, ‘
Af = 100 Hz, Ry = 2 kOhm) 5C 236 | 10 dB
) SC 237, SC 238 < 84dB
F (bei Ucg == 6V, Ic = 0,2 mA, R, = 2 kOhm,
f = (0,03...15) kHz SC 239 = 4dB
hot e Gruppe ¢ 56... 140
(bei Ucp=26V, d 112... 280
IC =: 2 mhA, e 224... 560
f = 1 kHz) f 450...1120

Y ImpulsmaBige Messung



SC307-SC308-SC309 O

Silizium-pnp-Planar-Epitaxie-Transistoren
fir den Einsatz in NF-Vor- und Treiberstufen sowie
fir universelle Anwendungen |

SC 309 speziell fiir rauscharme Vor- und Treiberstufen.

Bauform 3 E-Line

Wdrmewiderstand Rehja < 0,5 K/mW

Grenzwerte gliltig flir den Betriebstemperaturbereich
SC 308 5C 309 SC 307

—Ucgo | 30 V 50 V
'—UCEO ' : 25V :‘5 V._
—Ugso ' 5 ‘JA 6V
—1 . 200 mA

Ptﬂf?ﬂa — 25 °C) 250 mW

ﬁl 150 °C

# -40 ... +100°C

Statische Kennwerte (7, = 25°C - 5K)

—lcpo (bei —Ugepg = 30 V) SC 308/SC 309 < 100 nA
HICBO {bei _UCB = 45 V] SC 307 é 100 nA
"'U(BR}CEO1) (bei =lc = 2mA) SC 308/SC 309 =25V
SC 307 = 45V
—UgEqat (bei =l == 100 mA, —Ilg = 5mA) typ. 410 mV
—Ugg (bei ~Ucg =6V, —lc = 0,1 mA) typ. 565 mV
(bei ~Ucg =6V, —lc = 2 mA) ' typ. 645 mV
_ (bei ~Urg =6V, —lc = 20 mA) typ. 690 mV
Dynamische Kennwerte (#a = 25°C - 5 K)
fr typ. 350 MHz
(bei —Ucg = 5V, ~Ic = 10 mA, f = 20 MHz) |
F (bei ~Ucg = 6V, ~lc= 0,2 mA, f = 1 kHz,
Af = 100 Hz, Rg = 2 kOhm) SC 307/5C 308 - <8 dB
F (bei —Ucg = 6V, —lc = 0,2 mA, typ. 1,2dB
f = (0,03...15) kHz, Rg = 2kOhm) SC309 (typ. 1,2 dB) maox. 4 dB
Ciip (=Ugg= 0,5V, f = 1 MHz) typ. 10 pF
Coop (—Ucg = 6V, f = 1 MHz) typ. 5.6 pF
ho1e Gruppe ¢ 56... 140
(bet —Upg =6V, - d 112... 280
—ic =2 mA, | e 224... 560
i =1kHz) f 450...1120

) ImpulsméBige Messung



SCE 237 - SCE 238 - SCE 239 -
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistoren fiir den
universellen Einsatz in der NF-Technik.

Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Wiarmewiderstand Ry,

auf Leiterplatte (Cevausit = 0,4 cm?) = 480 K/W
aus Keramik 8 > 10 X 0,7 mm = 420 K/w
Grenzwerte
SCE 238, 239  SCE 237
Ucso 30 50 v
Uceo 20 45 7 vV
Ueso 5 Vv
Ic 100 mA
Piot (bel 8, = 25 °C) 300 mw
®imax '- 150 oc
B, ~55 ... 4125 °C
Statische Kennwerte (bei #, = 25°C ~ 5K)
Iceo (bei Ucg= 30 V) bei SCE 238, 239 < 100 nA
| (bei Ucpg = 50V bei SCE 237 < 100 nA
U(BR}CEO (bei Ic == 10 mA) bei SCE 238, 239 = 20V
bei SCE 237 = 45V
UCEsat) (ic = 100 mA, Ig = 5 mA) typ. 220 mV
hate |
(Ucg = 6V, Ic = 2 mA) Gruppe d 112- 280
e 224— 560
- f 450--1 120
Dynamische Kennwerte (beid, = 25°C = 5K) .
fr (Ucg =6V, boye- Gruppe d typ. 185 MH:z
Ilc = 10 mA, f = 20 MHz) e typ. 210 MHz

f typ. 265 MHz
F(Ucg=6V,Ic=02mA, f =1kHzg,

Af = 100 Hz, RGB 2 kQ) SCE 237/238 < 10 dB )
F(Ucg =6V, lc=102mA, f=003...15kHz
RG = 2 k) . SCE239 (typ. 1,5) < 4dB

") Impulsmé&Bige Messung



SCE 307 - SCE 308 - SCE 309 -

Silizium-pnp-Epitaxie-Planar-Transistoren fiir den
universellen Einsatz in der NF-Technik.
Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Wdarmewiderstand Rinjo
auf Leiterplatte (Cevausit = 0,4 cm?2) < 480 K/W

auf Keramik 8 XX 10 XX 0,7 mm < 420 K/W

Grenzwerte
SCE 308, 309 SCE 307

—Ucso 30 50V
—UcEo 25 45V
—UEBO 5 6V
—Ilc 100 mA
—lcMm . 200 mA
—1a 50 mA

Pior (bei 8a << 25 °C) 300 mW
Hmox 150 °C
Pa -535...+125 °C

Statische Kennwerte (bei 9o = 25°C - 5K) |
—IlcBo (bei —Uce = 30 V) bei SCE 308, 309 < 100nA

—IlcBo (bei —Ucp == 50 V bei SCE 307 < 100 nA
—UBr)CEO (bei —Ic = 10 mA) bei SCE 308, 309 = 25V
bei SCE 307 = 45V

h21e (—Uce = 6V, —Ic = 2 mA) Gruppe ¢ 5;4..140
Gruppe d 112... 280
Gruppe e 224...560

Dynamische Kennwerte (bei 9o = 25°C -5 K)
fr (—Uce= 6V, —lc =10 mA, Gruppe c typ 145 MHz
f =20 MHz) Gruppe d typ 254 MHz
Gruppe e typ 295 MHz

F (—Uce= 6V, —lc==0,2mA, SCE 307/308 = 8dB

f = 1KHz,
Af == 200 Hz, Rc = 2 KOhm)
F (—Uce==6V, —Iic=0,2 mA, SCE 309 < 4dB

f = (0,03...15) KHz,
Rg = 2 KOhm)



SCE 535 - SCE 537 - SCE 539 =

Silizium-_gg'?a-Epituxial-PIunar-NF-Transistoren |
fir allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und
Aufsetztechnik

Bauform 4 SOT23

Warmewiderstand |
Rehja auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Flache < 160 K/W

auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Flache = 125 K/W

]

Absolute Grenzwerte SCE 535 SCE 537 SCE 539
Uceo 45 60 100 V
Uceo o 45 60 80 V
UEBO 3 \Y
Ic 1 A
lepm 1,5 A
g | ' 0,1 A
Piot (PFamp == 25 °C)

auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Flache 0,8 W
auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Fldache 1 w
t{’mi 150 Tel
Yamb —65 ..., -}150 °C
Tstg —65...-}+150 cC

Kennwerte (., = 25 °C)

UCESGi - {IC = 500 mA, '|B = 50 mA)

< 05 V
Ugg (Uce = 2V, Ig = 500 mA) < 1 vV
IcBO (Ueg = 30V) <100 nA
haqe') (Ucg = 2V, Ig = 5 mA) : >~ 25
h21g (Uce = 2V, Ig = 150 mA) Gr. A 40 .., 100
| Gr. B 63...160
Gr.C  100...250
hoqe') (Ucg = 2V, Ig = 500 mA) > 25
fT (Ucg =5V, Ic = 10mA, f = 20 MH:}I > 50 MHz
! ip

") Messung erfolgt impulsméBig, "7 = 001; tp = 0,03 ms



SCE 536 - SCE 538 - SCE 540 - -

Silizium- npn Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
fir allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und
Aufsetztechnik

Bauform 4 SOT23

Wirmewiderstand

Rthja auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Flache = 160 K/W
auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Flache = 125 K/W

Absolute Grenzwerte . SCE 536 SCE 538 SCE 540
—Ucso 45 : 60 100 V

—Ucko 45 60 80 V

—Ic 1 A

—lcm 1,5 A

—Ig 0,1 A

Piot {%nmb = 25 °C) |

auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Fldche 0,8 W
auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Flache 1 W
Y 150 oC
% omb ~65 . . . +150 °C
Frg —65. . . 4150 °C

Kennwerte (9,,, = 25°C)

—UCEst  (—Ic= 500 mA, ~lg = 50 mA) £ 05 v
-—UBE {—UCE = 2 V, '-'-|C = 500 mA} E 1 V
_HICBO (*—*UCB = 30 V) = 100 nA
hotE (—Ucg =2V, ~lc = 150mA) Gr. A 40...100

Gr.B 63...160

Gr, C100...250
hoyg?) (—Ucg = 2V, —I¢c = 500 mA) > 25
fr (—Ucg = 5V, -lc = 10mA, f = 20 MHz) > 50 MHz

t

1y Messung erfolgt impulsméBig, —-;— = 0,01, tp = 0,03 ms



SD 168

Silizium-npn-Leistungstransistor fiir Regelnetzteile
von Schwarz-WeiB-Fernsehempfangern

Bauform 5 TO3 )
Warmewiderstand R < 2,0 K/W

Grenzwerte (gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Uceo (I8 =0) 300 V
Ic - 3 A
iBM 2,5 A
Pt::-t (3": “=: 95 oc) 12,5W
W . - =10...4120°C
Yo -10...--100°C

Elektrische Kennwerte (3 = 25°C-5K)

t{:Eic:a (Uce =300V) < 3,0 mA
UcCEsat (IC =1 A. B = 0,2 A) _ﬂ 3,0V
Upesat (Ic = 1A, Is =0,2A) <15V
hote (Uce =5V, lc=0,2A) > 75



SD 335...SD 340 =

SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-
Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung fir
aligemeine NF-Anwendungen.

Als komplementédre Transistorpaare sind sie fiir NF-Leistungs-

endstufen und fiir Treiberstufen in NF-Verstdrkern mit hohen
Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6 TO126

Warmewiderstand  Rihja
Rthlc

< 1MOK/W
< 10K/W

Grenzwerte: (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SD 335/336 337/338 339/340

Ucso 45 60 80 Vv
Uceo 45 60 80 vV
Ueso| 5 ' "
Ic| 1,5 A
e 2 A
Is| 0,2 A
Pt (O < 25°C) 12,5 w
Ptol ('&a S 40 OCJ 1 w
9 150 °oC
da =55..,.+125 °C

Statische Kennwerte (9, = 25°C - 5K)

SD 335/337/339 SD 336/338/340
min typ mox min typ max

[U@ricso| (Jic] = 1 mA)

SD 335/336 45 ' 45 v
SD 337/338 60 60 v
SD 339/340 80 80 - v
|Usriceo| (llc| = 50 mA)
SD 335/336 45 45 Vv
SD 337/338 60 60 V.
SD 339/340 80 80 v
[Ucsrieeo| ([le|= 1 uA) 5 -5 \}
[iceo| (Ucs| =30V) <1 100 <10 100nA
lleso| (|Ues| =5V) <5nA 10uA < 5nA 10 uA
Uckser|") (lic| == 500 mA,
Is| = 50 mA . 200 500 280 500mV
ic| == 100 mA, [ls] = 10 mA) 70 - - 80 mV
UsEsatl') (JIc] == 500 mA,
Ig| = 50 mA) 870 930 mV
Use|") (Uce| =2V,
Ic| = 500 mA) 830 1000 835 1000 mV
haie| (Ucel =2V, |lc|=5mA 25 80 25 80
Uce| =2V, Gruppe A 40 65 100 40 75 100
Ic| ==150 mA)") GruppeB 63 110 160 63115 160
Gruppe C 100 150 250 100140 250
[h21 gl ﬂéjlci ;:mv A 25 90 25 108
Paarungsbedingung:
h21€1 (Uce| = 2V,
h21e2 |ic| = 150 mA)") =14
Dynamische Kennwerte: (8. = 25°C - 5K)
fr ((Ucel =10V,
ic| =50 mA, f=20MHz) 50 125 75 210  MHz

1) Messung erfoigt impulsmaBig



SD 345...SD 350 -
SD 345/347/349 npn-, SD 346/348/350 pnp-Silizium-
Epitaxie-Planar-Leistungstransistoren fiir allgemeine
NF-Anwendungen.

Als komplementdre Transistorpaare sind sie fiir NF-Leistungs-
endstufen und fiir Treiberstufen in NF-Verstdrkern mit hohen
Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6 TO126

Wadrmewiderstand Rinje < 100 K/W
Rinje < 6,25 K/W

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

SD 345/346 SD 347/348 SD 349/350
|Ucso| 45 60 80 V
|Uceo| 45 60 80 V
|UeBo| 5 v
e | | 3 A
llem| 6 A
|IB| 1 A
Piot (e < 25°C) 20 w
Dy 150 C°
Sa =-55...4125 C°

Statische Kennwerte (9 = 25°C = 5K)

|lceo| (|Ucs| = 30 V) < 1upA
|UCEsut! (“CI =2 A, .

ls| = 200 mA) < 1V
{Usg| ((Uce| = 2V, |Ic| == 2 A) <12V
h21€ (JUce| = 2V, [ic| = 500 mA) 40...250
Paarungsbedingung: |
R21 B (1yce| =2V, [ic| = 500 mA) <14
h21 E2
Dynamische Kennwerte: (3, = 25°C - 5K)
fr (|Ucg| = 10V, |Ic| == 200 mA, f == 20 MHz) = 60 MHz



SD 401...SD 410

In Entwicklung =

Komplementdre Silizium-npn-Epibasis-Leistungs-

transistoren.

Allgemein kdnnen diese Bauelemente als Leistungs-
schalt-, Regel- sowie Verstarkertransistoren im NF-
Bereich eingesetzt werden.

Bauform 8

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung

Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Pa £ 25°C

Sperrschichttemperatur

Kennwerte

Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung

Kollektor-Basis-Reststrom

Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
lcl=4A; [Bl=04A
Koilektor-Basis-

Stromverhdltnis
icl= 4 A; [Ucel= 2V

Uceo|
\Uceol
\Ueso|
le

{fel

18]

|
Ptﬂlt

I

1

Uceo|

llceo)
lUCEsatl

h21E

45/60/80,/100/120
45/60/80/100,120
7

10

20

4

5

90

S>> > > < <<

150

,:,
O

min. max.

45/60/80/100/120 V

0,7 mA
1 V
20 200



SD 451...SD 460

Komplementére 10 A-npn- und pnp-Epibasis-
Darlington-Transistoren.
Sie sind robust gegeniiber dem 2. Durchbruch, so
daB die maximal zuldssige Verlustleistung im SOAR-
Diagramm erst bei relativ hohen Kollektor-Ermitter-
Spannungen reduziert werden muB.

Weiterhin besitzen die Bauelemente groBe Gleich-
stromverstdrkungswerte (h2ie). Diese Bauelemente
sind flr den Einsatz als Leistungsschalt-, Regel- und
Verstarkertransistoren im NF-Bereich vorgesehen.

Bauform 8

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Durch-
bruchspannung

Kollektor-Basis-Durch-
bruchspannung

Emitter-Basis-Durch-
bruchspannung

Kollektordauerstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
'ﬂ“q é 25 C‘C

Sperrschichttemperatur

Kennwerte

Kollektor-Basis-Reststrom
\Ucg| = |UcBOmax |
Kollektor-Emitter-Satti-

gungsspannung
ic = 3 A; |lsl]= 12mA

Gleichstromverstdrkung
lcj=3A; || |=3V

\Uceo|
\Uceol
\UeBO|
c|

e |
Iy

i

Ptﬂt

ih;

llceo|

|UCE5ut|

ha1e

45/60/80/100/120 V
45/60/80/100/120 V
5 V

10 A
15 A
250 mA
300 mA
o0 W

150 °C

min. max.
0,2 mA

0.2V

1000



SD 600, SD 601, SD 602

O

Silizium- -npn- Lemtungstrans:storen fir den Einsatz in

Regelnetzteilen

Bauform 5 703
Warmewiderstand Ruwje < 4,5 K/W

.Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

SD 600 SD 601

7N

1A

Ucesm (Ust = 0) 120 60
Uceo (ls =0) 80 50

Ic 3 '3
iBM 1 1
Piot . (8 < 80°C) 10 10

9 -25...
Sa -25...
Elektrische Kennwerte (0c = 25°C - 5K)

UcEsat (Ic = 1A, I8 = 0,2 A) <15

UCksat ic=1A, Ip = 0,1 A) <10
Ugesat (Ic = 1A, IB=0,2A) <15

Usesat (lc=1A, lp=0,1 A) <10
haie (Uce =10V, lc=1,0A) =15

hoie (Uce==6V, lc =1A) > 20

SD 602

120 V
80 V
3 A

1 A

10 W
+125°C
-+100 °C

1.0V
1.0V



SD 802

Silizium-npn-Leistungstransistor fiir Regelnetzteile

Bauform 5 TO3
Warmewiderstand Rumje < 2,5 K/W

Grenzwerte: (gliltig fir den Betriebstemperaturbereich)

Ucesm (Use = 0) 150 V
Uceo (ls = 0) 100 V
ic 5 A
Icm 7.5 A
lam 25A
Pt (B < 25°C) 50 W
9 -25...4150°C
Sa -25...4100°C

Elektrische Kennwerte (9. =25°C -5K)

Uctsat {lc = 1A, I8 =0,1A)
Ustsar (Ic = 1A, I8 = 0,1 A)
haie (Uce = 10V, Ic=2,0A)

- N

IV INIA
G
< <



SD 812 | a
Silizium-npn- Lelstungstrunslstor fir Batterieziindan-
lagen.

Der Einsatz erfolgt in Darlingtonschaltungen.

Bauform 5 TO3
Wdrmewiderstand Renje S 2,5 K/W

Grenzwerte: (glitig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Ucerm (Ree < 100 Q) 500 V
Uceo (I8 = 0) - . 200 V
Ic 4 A
Icm 6 A
lsMm . 25A
Piot (8c £ 25°C) 50 W
9 -40...150 °C
Sa -40... 8 °C

Elektrische Kennwerte (%; = -25°C ~ 5K)

UCEsat (IC == 1 A. g == 0,2 A) _ 2,
Ugksae {lc = 3,2 A, I = 0,8 A) 1

WL
< <



SF 016 - SF 018 nicht fir Neuentwicklung B
Silizium-pnp-HF-Transistoren fiir Breitbandverstar-
ker und als mittelschneller Schalter.

Bauform 1

Grenzwerte: (gultig fir den Betriebstemperaturbereich)

—Ucso 75V
—Ucko 45V
—Ueso 5V
—lc 600 mA

Ptct ('ﬂ'u = 25 QC) 600 mW

Statische Kennwerte (3q = 25°C — 5K)

—lcBo (bei —Uce == 60 V) 0,1 uA
UcEsat (bei —Ic == 150 mA; 0,5V
—Ig == 15 mA)
h21e (bei ~Uce =10V, SF 016 25...120
== 10 mA) SF018 90...300

Dynamischer Kennwert

fr (—Uce =10V, SF 016 50 MHz
~lc =50 mA; f = 15 MHZ) SF 018 60 MHz



SF116 - SF117 - SF118 - SF 119 B
Silizium-pnp-HF-Transistoren fir Breitbandverstcr-

ker und als mittelschnelle Schalter. /)

Bauform 1 TO39
Grenzwerte (gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

- SF116 SF117 SF118 SF119

~Ucso 20 30 60 80 Vv
—Uceo 20 30 60 80 vV
—Ues0 _ 5 V
~lc ' 500 mA
Ptot (9o ==25°C) \ 600 mW

Statische Kennwerte (3o = 25°C - 5K)

—Ilceo  (bei —Ucs =20 V) SF 116 |
(bei —Ucs == 30 V) SE117 |
(bei —Ucs == 60 V) SF118 (= 100 nA
(bei —Ucs = 80 V) . SF119 ]
~Ucksat  (bei —lc = 150 mA; ~lg = 15 mA) <05V
h21E (bei —Uce =2V; -lc =50 mA) SF 116
SF117 | 28...560
SF 118

SF119 28...280

Dynamischer Kennwert
fr (<Uce = 10 V; =lc = 10 mA; f = 15 MHz) = 60 MHz



SF 126 - SF127 - SF 128 - SF 129 7]
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fir Breitbandverstarker
und als mittelschneller Schalter
Bauform 1 TO39
Wérmewiderstand Ry = 0,29 KimW
Rehje S 0,07 K/mW
Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
SF 126 SF 127 SF 128 SF 129
Ucso 33V 66 V 100 V 120V
UCED 20V 30V &0 V 8o Vv
Uegpo TV
e 500 mA
lcm 1A
Peot 600 mW (#, = 25°C)
9, 4175 °C
8, 40 °C bis + 125 °C
Statische Kennwerte (#q = 25°C = 5K)
SF126  SF 127 SF 128 SF 129
Ucso (bei Ucg = 33 V) <100 nA  ~ - -
(bei Ucg = 66V) - < 100 nA - -
(bei Ueg = 100 V) - - £ 100 nA = 60 nA
(bei Upg = 120 V) - - . < 1 pA
eBO (bei Ugg = 7V) <1pA =1uA S1pA S 1pA
U{BR}CED (bel tc = 50 mA) =20V = 30V = 60V Z B0V
UCEsﬂt {hll IC = 150 mA, .
- lg = 15mA) <05V <05V. £05V S05V
ho1g (bei U= 2V, lc = 50 mAj Gruppe A 18... 35
B 28... A
C 56... 140
D 112... 280
E 224... 560
F 450...1120
Dynamische Kennwerte (3,= 25°C — 5K)
fr (bei U == 10 V, Ic = 10 mA, f = 15 MHz) = 60 MHz



SF 136 - SF 137
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fir HF-Verstarker und allgemeine Anwendung

Bauform 2 TO18

Wérmewiderstand  Rehja < 0,5 K/mW
Rihjc < 0,15 K/mW

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SF 137 SF 136
Ucso 20V 40V
Uceo 12V 20V
Ueso 5V
Ic 200 mA
I 20 mA
Ptot 300 mW (bei 84 = 25 °C)
8, +175°C
S —~40 °C bis +125°C
Statische Kennwerte (9,=25°C-5K)
lcso (bei Ucs =20 V) < 100 nA (SF 136)
(bei Uce = 40V) <100 nA (SF 137)
IeBO (bei Ues = 5V) < 100 nA
Uiriceo (bei Ic == 10 mA) = 12 V  (SF 136)
= 10 mA) = 20 V (SF 137)
Uctsaw  (bei lc =10 mA) = 03V
hz1g (bei Ucg == 1V, Ic = 10 mA) Gruppe A 18...
B 28...
C 56...
D 112...
E 224 ...
F 450...1

Dynamische Kennwerte (94 = 25 °C - 5K)

35
71
140
280
560
120

fr (bei Uce =10V, lc =10 mA, f = 100 MHz) = 300 MHz
F (bei Uce = 6V, Ic = 0,2 mA, 7,3 dB (SF 136)
f =1 kHz, Rg =500 Q) 7,5dB (SF 137)

(bei Uce = 10V, Ic == 5 mA,

f =2 36 MHz, Rg = 240 Q) typ. 5,6 dB



SF 225 -
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistor fir
HF-Verstarker fir LMK-Vor- und ZF-Stufen

in Emitterschaltung.

Bauform 7 E-Line C-E-B p
Wdrmewiderstand Rinje < 0,5 K/mW

Grenzwerte giltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Ucso =40V Pist (3a < 25 °C) o ’ 200 mW
Uceo. =25V 3a -40°C...-+4100 °C
Ueso = 4V B 4125 °C

Ic = 25 mA

Elektrische Kennwerte (fir 9¢ = 25°C ~5K)

lceo (bei Uca = 40 V) < 0,5uA

U(sr)ceo')(bei Ic = 1 mA) =25 V

Uerieso (bei e = 10 nA) = 4V

I (bei Uce = 10V, lc= 1 mA) <25 uA

—-C12¢ (bei Uce =10V, lc=1mA, < 0,6 pF
f = 10,7 MHz)

F (bei Uce =10V, lc =1 mA, < 5 dB
f = 200 MHz, Rg = 300 Ohm).

fr (bei Uce =10V, lc=1mA, typ. 500 MHz

- f = 100 MHz) 4
lhoib | (bei Uc =10V, lc=1mA, typ. 29 ps
o f = 30 MHz)

h2t € (bei Uce = 10V, lc=1mA) (typ. 70) = 40

1) Messung erfolgt impulsmdaBig



SF 235 O
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor fiir
HF-Verstdrker und UKW-Vorstufen in Basisschaltung.
Bauform 3 E-Line
Warmewiderstand  Rihjo < 0,5 K/mW
Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
Ucso . 40 V
Uceo 25 V
Ueso 4 vV
Ic 25 mA
Plnt (‘B‘a < 25 GC) ) 200 mW _
Ja -40°C...+100 °C
3] ' ' +125 °C
Elektrische Kennwerte (fiir 9o = 25 °C — 5K)
lcso (bei Ucp == 40 V) <05 pA
Ueryceo') (bei Ic = 1 mA) =25 V
Uer)eo (bei I = 10 pA) = 4 V
I (bei Uce =10V, Ic = 1 mA) <35 uA
—Ci2p (bei UcB =10V, lg=10,f=10,7MHz) < 0,35pF
F (bei Uce =10V, Ic = 1mA, < 4 dB
f = 100 MHz, Yo = (5 -} 3,3) mS)

lh2ip | (bei UcB =10V, Ic = 1 mA, f=30MHz) typ. 7,2ps

1)}
fy21ib (bei Ucs =10V, Ic == 1 mA) typ. 740 MHz

1) yessung erfolgt impulsmaBig



SF 245 =
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor

fiir den Einsatz in nicht geregelten
FS-ZF-Verstarkerstufen in Emitterschaltung.

Bauform 7 E-Line C-E-B

Wérmewiderstand Rinje < 0,5 K/mW

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Uceo A0V
Uceo ' : 25V
Ueso . 4V

lc ) 25 mA
Ptot (bei #q == 25°C) 200 mW
9 4-125°C
Sa -40°C ... -+100°C

Statische Kennwerte (%4 =25°C ~5K)

lcBo (bei Ucg = 40V) < 500 nA
Uer) ceo’) (bei lc = 1 mA) = 25V
Uer)eeo (bei I == 10 uA = 4V
F (bei Uce == 10V, lc=7 mA) < 185 pA

Dynamische Kennwerte (9a =25 °C ~ 5K)

fr (bei Ucg =10V, lc = 7 mA, =100 MHz) typ. 960 MH:
—C12e (bei Uce =10V, lc= 1 mA, f=10,7 MHz)(typ. 0,38 pF)
< 0,45 pF
Gpe (beiUce =10V, lc=7mA, f=236MHz, = 265dB
Rg ==240 Ohm,RL = 1,2 kOhm) '

F (bei Uce =10V, lc=2 mA, {= 36 MHz, typ. 2,4 dB
Rg = 240 Q)
F (bei Uce =10V, lc=2mA, =100 MHz,
Y = YG opt. == (5,0 -] 6,6) ﬂ'IS) typ. 2,1dB
F (bei Uce =10V, lc =2 mA, f =200 MHz,
Yo = YG opt. = (8,33 ~j 13,3) mS) typ. 2,9 dB

1) Messung erfolgt impulsmaBig



SF 357 - SF.358 - SF 359

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren

-

fir Video-Endstufen in SchwarzweiBB- und Farbfern-
sehempfdngern, fiir NF-Endstufen mit hoher Speise-
spannung und flir Treiberstufen in Horizontal-Ab-

lenkschaltungen

Bauform 6 Td1 26

Wdarmewiderstand  Rehje
Rthjn

10 K/W
104 K/W

HALA

Grenzwerte gliltig fir den Betriebstemperaturbereich

SF 357 SF 358  SF 359

Ucso 160 250 300
Uceo 160 250 300
Ueso 5

ic 100

Ics - 300

I 50

Ptot bEi 31‘.‘ 5 90 QC 6

Piot bei 9o < 25°C 1,2

ohne Kiihlblech
% 150
a -40...4125

Elektrische Kennwerte (bei 8¢ = 25 °C - 5 K)

lceo  (SF 357 Uce = 100 V)

(SF 358 Uce = 200V)

(SF 359 Ucs == 250 V)
Ucksar (Ic == 30 mA, Ig== 6 mA)
h2te (Uce = 10V, Ic = 30 mA)
fr (Uce = 10V, Ic = 15 mA, fun'==20 MHz)
C22e (Uce =30V, Ic =0, fm =1 MH2)
~Ci12e (Uce =30V, Ic =0, fn=1MHz)

HANARVIVEATATAIA

20
20
30

25

60
4,5
3,5



SF 369 -

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
flr leistungssparende Video-Endstufen
in Fernsehempféangern

Bauform 6 TO126

20 K/W
104 K/W

Wa rmewidérstund Rthje
Rihjn

HAIA

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Uceo 250 V
Uceo 250 V
Ueso 5V
Ic 30 mA
lcm 100 mA
Piot (Do = 25 °C) 1,2 W
(9 = 110 °C) 20W
9 | 150 °C
O -40...-+125°C
Statische Kennwerte (9o = 25°C - 5K)
Ur) ceo (lc =10pA = 250V
U(er) cEO (lc =25mA) => 250 V
U(er) EBO (le == 10 pA) > 5V
lceo (Ucs ==200YV) < 50nA
h21g (Uce =10V, Ic 30 mA) = 50

Dynamische Kennwerte

~Ci12e (Uce =30V, lc=0,f=1MHz) < 18pF
C22¢ - (U =30V, Ilc=0f=1MHz) < 45pF
lh21 b/ (Ucs =20V, -le = 10 mA, f==10,7 MHz)

) < 90ps
T (Uce =10V, lc = 10 mA, f=20 MHz)

2 60 MH:z



SF 816 - SF817 - SF 818 - SF 819 p &
SF 826 - SF 827 - SF 828 - SF 829 nph
Silizium-Hochfrequenztransistoren fiir Breitband-
verstdrker und mittelschnelle Schalter
Bauform 11 T092
Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich :
SF 816, 817, 818, 819 SF 826, 827, 828, 829
Ucgo 20 -30 —-60 —80 33 66 100 120 V
Uceo -20 -30 -60 -80 20 30 60 80 V
IC —Em . 500 mA
Y -1 000 1 000 mA
g 250 ~250 mA
Piot (B, =25°C) 735 735 mW
9 150 150 °C .
Rihja 170. 170 Krw
&, ~40 ... 4125 ~40 ... 4125 °C
Statische Kennwerte (8, = 25°C — 5K)
“CBO[ SF 816 {—UCB = 20 V}
SF 817 (-Ucg = 30V) <
SF 818 (~Ucg =60V) ( = 1000A
_SF 819 (~Ucp = 80 V)
SF 826 (Ucg = 33V)
SF828 (Ucg =100V) | -
SF 829 (Ucg = 100 V) <  60nA
(Ucg =120V) - = 1000 nA
SF826...SF829 (~Ugg =7V) 1 uA
IUsR) cEO| (lcl = 10 mA) SF 816, SF 826 2 20V, SF 817, SF 827 = 30 V
SF 818, SF 828 = 60 V, SF 819, SF 829 = 80 V
VeEsat! (|IC| = 150 ‘mA, “El = 15 mA) =S 05V
h21E (|UCE| = 2V, “C' == 50 mA} Gruppe A . 18... 35
B 28... 71
C 56...140
D 112...280
E 224...560

Dynamische Kennwerte (3, = 25°C - 5K)
fr (bel/Uep/ = 10V, fic/ = 10 mA, f = 15 MHz) 2 60 MHz



SFE 225 -

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor fiir den
Betrieb in Emitterschaltung
Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23
Warmewiderstand Rihja
auf Leiterplatte (Cevausit = 0,4 cm?) = 480 K/W

auf Keramik 8 >< 10 > 0,7 mm < 420 K/W
Grenzwerte
Ucso 40 V
Ucko 25 V
Ueso 4 vV
Ic ; 25 mA
Piot (bei 9o < 25°C) 300 mW
B 150 °C
da . -55.,.-125 °C

Statische Kennwerte (9o = 25°C - 5K)

lceo (bei Ucs = 40V) < 500 nA
Uerjceo’) (bei lc© = 1 mA) > 25 V
U@er)eso (bel lE = 10 pA) = 4V
h2iE (bei Uce = 10V, Ic = 1 mA) = 40

Dynamische Kennwerte (%« = 25°C — 5K)

—Ci2¢ (bei Uce = 10V, lc= 1mA, f=10,7MHz) < 0,6 pF

f1 (bei Uce = 10V, lc=1mA, f=20MHz) typ. 390 MHz

F (bei Uce = 10V, lc=1mA, f=200 KHz, = 5 dB
Rc == 300 Ohm) (typ 1,6 dB

1) Messung erfolgt impulsmaBig



SFE 235 -
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor fir den
Betrieb in Basisschaltung.

Fir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23
Wdrmewiderstand Rinja

auf Leiterplatte (Cevausit = 0,4 cm?) = 480 K/W

auf Keramik 8 > 10 > 0,7 mm = 420 K/W
Grenzwerte Statische Kennwerte
Ucso 40V (bei 9a = 25°C = 5K)
Uceo 25V lcso (bei UcB = 40V) < 0,5pA
Ueso 4V UBRr)ceo') (bei lc= 1 mA) = 25V
lc 25 mA | Uryeso (bei le =10pA) = 4V
Pior (bei #a = 25 "‘C‘&JH I8 (bei Uce =10V,

300 m Ic = 1 mA < 35pA
& 150 °C mA) .
Ya =55...4-125°C I}
Dynamische Kennwerte (bei 94 = 25°C —~ 5K)
—-C12 (bEI UCB =10 V. g == 0, f = 10,7 MHI) < 35 PF

F (bei Ucs =10V, Ic= 1 mA, f==100 MH2),
Y == (5-j3,3) mS) < 4dB
fv21b (bei Uce = 10V, lc = 1 mA, = 100 MHz)  typ. 750 MHz

) Messung erfolgt impulsméBig



SFE 245 ‘ =
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor fir den
Betrieb in Emitterschaltung.

Fir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23
Warmewiderstand Rihja -
auf Leiterplatte (Cevausit = 0,4 cm?) = 480 K/W

auf Keramik 8 > 10 > 0,7 mm < 420 K/W
Grenzwerte Statische Kennwerte
Uceo 40 V (bei $q == 25°C -~ 5K) .
Uceo 25V | |cBO (bei Ucg = 40V) <05 pA
Ueso 4V U(er)ceo") (bei Ic = 1 mA) =225 V
lc 25mA | yereso (beilc==10pA) = 4 V
Piot (bei 3o < 25 °C) s - (bei Uce==10V,

300 mW lc=7mA) < 0,185 mA
Ly 150 °C |
o =55...125°C
Dynamische Kennwerte (3o = 25°C - 5K)
~Cyze (bei Uce =10V, lc=1mA, f=10,7MHz) = 05pF
Gpe (bei Uce = 10V, lIc =7 mA, Rg = 240 {2, = 25,5dB

RL = 1,2 kQ, f =36 MHz)
fr (bei Uce =10V, lc=7 mA, f =100 MHz) typ. 910 MHz

D) Messun'g erfolgt impulsmaBig



SM 103

eiectionic

electronic

SM 104

hoher Ei

Silizium-MOS-Feldeflekt-Transistor (n-Kanal-Depletion-Typ) mit hoher Ei
fir_aligemeine Anwendung, Bauform L 3 nach TGL 2008389, Das Substrat ist inner-
halb des Gehéiuses mit Source verbunden.

Silizium-MO!

Typ) mit

fic allgemeine Anwendung, Bauform L 3 nach TGL 200—8380, Das Substrat ist inner-

halb des Gehéiuses mit Source verbunden.

s
H
¢
15
Masse ca. 03 g Mosse ca. 03 9
Warmewiderstand Race/a S 0,6 grd/mW i Ru/a < 0,6 gnd/mW.
lltig fur den
ltig fur den .

99 Droin-Source-Spannung Uosy =20V
Drain-Source-Spannung Unsy Gote.Source-Spannung Uss = —15Vbis+5V
Gate-Source-Spannung Uss Drain-Gote-Spannung Upa =
Diain-Gate-Spannung Uss Drainstrom lo = 15mA
Drainstrom i Gesamtverlustleistung bei #a = 25°C Proc = 150mW
Gesamtverlustleistung bei da = 25°C Pt Kanaitemperatur fo =T
Kanoltemperatur on = 4125°C Betriebstemperaturbereich #a = 0°Cbis +125°C
Beuiebstemperaturbereich 0o = O°ChIsH12BC o sche Kennwerte (90 = 25°C =5 grd) Min Typ Mok

Statische Kennwerte (¢ = 25 °C =5 grd) Min.  Typ Max, Drain-Source-Durchbruchsponnung  UGsrlosy 20V
Drain-Source-Durchbruchspannung  Ulamdosy 20V Ve =10V
Uss =12 I = 10sA
o = 10pA Schwellsponnung -Ur 55V 8V
Schwellspannung Ur 75V Yos =8V
UNOS e 12V o = 10pA
io = 10uA oss L5mA  45mA  65mA
Drainstrom Ioss 3mA 75mA 12mA o
PO g ov
Uss v Eingongswiderstand Re 079 1w0no
Eingangswiderstand Re 10122 1049 ) =V
WVess = 10V Dynamische Kennwerte (0 = 25°C -5 grd)
Dynamische Kennwerte (0o = 25°C 5 grd) Steilheit ya1 1m$ 13mS
Steilheit o 13mS  17mS 3:'
Uos =8V bad
Vs =0V
§ = TkHr Eingangskapazitat o 525F  6pF
& — Uos 8V
ingangskapazitit e 550F  65pF Uss =0V
Uos =8V
Uss —ov Ausgangskepazitit cu 250t
. Uss =8V
Ausgangskapazitét e 28pF
Uos =8V
Uas ov
f = 1MHz e 12pf
Drain-Gate-Rickwirkungskapazitdt  cra 13pF
Uos 8V
an 0,074m$
0154 mS
T e
<., I .
o]
&
<
I
N = i
j 1 » 1T T
I T b
A A [ | v
1 e ® o ® i ® B %
= ey 3 Drain-Source-Widerstand
PN . . bei Ups = 0,1V
Drain-Source-Widerstand
bei Ups = 0,1V . T !
H
‘ p B S
o | ] ] - N
H | { | ;¥
ils < S 8
5~ =y L~ A
";s Mol
— 8T g ®
a
o
3
I i
L s
—ft¥ B 8 ® ® 8
Zuldssiae G I
e
E?T‘TzﬁSgggg,Q
N EEEEE. !
17 ¥
i | 11 RS
| 2 RN
T
N N S e L]
1 >
1
Steilheit bei Ups = 8V
Steilheit bei Uos = 8V
I 7
T[T TTT] EEERN I
N ‘\ 'r b
- N
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1 [ I <
N 5 s
§ T
5 ]l SRk .
T 7
i ¢
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F -~ .
E) iz = s - © st Eingangskennlinie bei Ups = 8V
Eingangskennlinie bei Uos = 8V
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SMY 50

SM 200 ¢ B
Si-MOS-Transistor, bestehend aus jeweils zwei in sy s oo o ssio oo o
Kaskade geschalteten MOS-Trioden (n-Kanal-Anrei- ™ i 1 oo perevseh
cherungstyp) mit integrierten Schutzdioden, vorwie-
gend fiir den Einsatz in HF-Verstérkerschaltungen im ]
VHF-Bereich.

;‘;‘;ﬁ-ﬂ;‘i:qung und elektrisches Schaltbild

Grenzwerte; giiltig fir den Betriebsumgebungstemperaturbereich
Kennwert MeBbedingungen max, Wert

—— bzw. Berelch
1 Drain-Source-Spannung Uos —3...+03V
1 Gate-Source-Spannung Ues —31... 4+ 03V
Drain-Gate-Spannung Uog ) -3+ NV
Source-Bulk-Spannung Uss —15 ... 403V
Gate-Bulk-Spannung Uss —3 .03V
\ Drain-Bulk-Spannung Uos —31 .. +03V
1 Drainstrom o 25 mA
T Flustrom der Gateschutz- lcs 01 mA
| 5 diode .
‘.-% o ImpulsiluBstrom der Gote- lasw  4/T = 1:10 2mA
o (=4 chated
I 1 schutzdiode tomax = 1ps
o) Zulbssige Gesamtverlust- Pioe 0a = 25°C 225 mW
=+ [
il Batriebsumgebungs- N —~25 ... + 85°C
: P ﬁt temperaturbereich
gy Lagerungstemperaturbereich 1es —40 ... H125°C
3
E:: Kennwerte bei #a = 25°C
Kennwert MeBbedingungen Min. Typ Max.
Drainstrom o Uos = 2V 3mA
Ues = 10V
“Uss = OV
Schwellspannung -ur Uos =Uss 3V sV
U = oV
B 1 do = 10pA
/ 1 Gotereststrom dess -Uos = OV 10 uA
[ Uss =3V
. ‘E+07 e
. Gaterestsirom dess  Ups = OV 01 pA
Uss =20V
-Uss = oV
Drainreststrom loss Uos =31V 10 gA
“Ues = 0V
U = 0V
Droinreststrom “oss -Ups =20V 0.1 kA
Uss = OV
Uss = OV
Source-Bulk-Reststrom - -lsss  -Uss = 15V 015 uA
# Uos = OV
Plastegehduse  SOT103 la = ov
Eingangskapazitat Conn Ubs = Uss = 12 pF

Uss ov
MeBspannung = 02V

£==05...2 MHz

Grenzwerte min max Wlormaiaeskennerte bei 9, — 25°C
Ups ~ 0.3 20 v o Jo e - a iy dom
Uais, Uges - 0,3 15 v s o o o
lD 30 mA Widerstand do = 1004A
z.to! 0 ng DE:W 1) Bestellbeispiel: MOS-Feldefiekitransistor SMY 50, TGL 26 432
a
'(}!tg . -55 125 °C
"} bei 25°C
Statische Kennwerte (#, = 25 °C)
Mefibe- min typ max
dingungen
Ups 15 v
Ugos 5 V
igiss Ugys =15V, Upg =0V, 1 uA ‘ B
Uges = OV = Sl & &
igoss Yges =15V, Ugis =0V, 1 uA Proc = f (B)
U = 0V
ps z: PF et @DE
Ibss Yps =20V, 10 wA S A
Upgt —Yg2s =0V ] E 5
U!l(‘jr UDS = 10V = Ust, 0,25 2,5 V s
In = 15 mA
Upp  Ups =Ygas Ygts =10V 025 01 25 V ’ o]
D = 0,01 mA s R Y o
L 7, T
] 18 T -
Dynamische Kennwerte (%, = 25°C) . > - T ~
SMY 50, SMY 51  Ausgangskennlinien
s Ups =10V, Uggs =10V 12 18 24 mA “lo = f (-Ups)
—— } I I
ot T
= z w | lpr o
Gy Ups =10V, Uggpg =10V 20 35 dB 7
I =15 mA
f =2 . 10% Hz
N o 1
AG,  Upg =10V 35 dB
Uggs =0V...10V
Ip =0...15mAY
f =2 .10 Hz 2 e @
SMY 50, SMY 51 Eingangskennlinie L
Ups =10V, Ugpg=10V 4,5 dB “los = f (-Ues)
b =15 mA .
. T T TR
f 20t H: J!I ] f L — rJr'r“ﬁ*
I | i
_ _ i 1 151 HITE
Cyy Ups =10V, Uggg =10V R LU 117 1 R R AT
Ip =15mA T 35 o e
= 106 RN I T §
f 107 Hz R A R AR
Caop Ups = 10V, f = 10° Hz 2,5 3 pF = A .
u —u Y M 1 S 7/
o1s = Vs SR
y u =Upg =10V 35 50 fF [ I ==
Cyp G2s DS . 118100 A 18
ID = 15 mA, f = 10f Hz —_— E) ® ®

1y Maximalwert bei Ugos max einstellen SMY 50, SMY 51 ::in:ofuza\:;de,smnd



AR ——
elechonic

SMY 51

Si-MOS-Feldefieki-Doppel-Tronsistor vom p-Kanal-Anreicherungstyp fir digitale Anwen-
dungen im DIL-Plastgehduse der Bauferm G 6 nach TGL 11811, Der Transistor hat inte-
grierte Gateschutzdioden, Source von Transistor 2 ist mit dem Substrat verbunden.

Masse 0.4 g

AnschiuBbelegung und elektrisches Schaltbild

Grenzwerte; giiltig Hir den B

Kennwert MeBbedingungen max. Wert
bzw. Bereich
Drain-Source-Spannung Ups —31 ...+ 03V
Gate-Source-Spannung Uqs —3i...+ 03V
Drain-Gaote-Spannung Uos 31 ...+ NV
Source-Bulk-Spannung Usa oV
Brainstrem -lo 20 mA
FluBstrom der Gate- las 0,1 mA
schutzdiode
mpulsfluBstrom der lasm /T = 1:10 2 mA
Gateschutzdiode tomax = 1 s '
Zultissige Verlustleistung Pos #a = 25°C 200 mW
Je Transistor
Zuliissige Gesomtverlusts  Proe #a = 25°C 240 mW
leistung
Betriebsumgebungs- '8 —25 ... 4 85°C
temperaturbereich
Lagerungstemperaturbereich Bug —40 ... +125°C
Kennwerte bei #a = 25°C
Kennwert MeBbedingungen Min. Tye Max,
Drainstrom -Ip Ups = 2V 3 mA
-Ues =10V
Use = 0OV
Schwellspannu: -Ur Uns = Uss 3V 6V
Uss = 0V
do = 10pA
Gotereststrom -less Uos = 0V 10 4A
Ues =3V
Uss = 0OV
Gatereststrom -lass -Ups = 0V 0,1 pA
-Uss = 20V
-Uss = 0V
Drainreststrom -lpss -Ups = 31V 10 pA
-Ues = 0V
Uss = 0V
Drainreststrom -loss -Ups == 20V 01 pA
Ues = 0V
SUss = 0V
Eingangskapazitit Cone Uss = Uss = 12 pF
Uos = 0OV
MeBsponnung =< 0,2V
f=05...2MHz
Informationskennwerte bai #, = 25°C
Drainstrom -lo Ups = Uss = 10V 10 mA
Steilheit Ya1 -Uos = Ugs = 10V 36 mS
£ == 1kHz
Drain-Source- Ros -Uas =20V 150 2
Widerstand slp = 100pA
INEREREENENE [T ..,T
T T 17 8
T s 4 s
1 =
| ¢ j,
Vi
R 8
] T s
i ' 7
T &
j I
! i
8 g 8§ % % g T
- z &7 P .
a8 Zuldssige Gesamtverustlsistung
Pto e=1f (’ﬁ‘u)

Zuldssige Verlustleistung
je Transistor
Pps = f (24)

Ausgangskennlinien, Eingangskennlinie und
Drain-Source-Widerstand siehe SMY50



SP 101 - SP 102 - SP 103

Schnelle implantierte Si-Epitaxie-Planar-Fotodioden
als Fotodetektoren fiir optoelektronische Systeme mit
Grenzfrequenzen im MHz-Bereich.

Bauform 7 (SP 101, SP 103)

Oy | &
e
_
L]
65 1. 255
Hatode am Gehduse
8 (SP 102)
i |
t\;% e ]
e
= P‘&
52 258
) 205max____,
Grenzwerte bei 95 =25 °C
Sperrgleichspannung Ur 25V
Sperrstrom bei Ee == 01Ix IR 1mA SP101

100 uA  SP 102

3mA SP103

Lagertemperatur dag  —40...-F100°C
Betriebstemperatur Ja —~40...4 70°C
Kennwerte bei 7o =25°C
(typ. Werte) SP101  SP102 SP 103
Sperrgleichstrom '
bei Ee —=0Ix Ur = 20V [gr 100 4 150 nA
bei E, = 1000 Ix, Ur= 20V1) Ir 20 1.6 70 uA
Empfindlichkeit bei mono-
chromatischer Strahlung
und Ur =20V

2. ==500nm SpH 0,30 uA/uW

A =820 nm SpH 0,60 uAjuW

A ==900 nm SpH 0,45 uAjuW
Wellenlénge bei max. .
spektraler Empfindlichkeit hs max 820 nm
Gesamtkapazitat
Eei UR=I OV, f=1MHz, Cix 90 10 110  pF

e =0Ix

bei Up= 20V, f = 1MHz, Cie 20 2 35 pF
Ee =0lx
Grenzfrequenz fmax 135 150 120 MHz

) gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2 856 K

(Normallichtart A)



SP 104 L
Si-Lawinenfotodiode

mit Lichtwellenleiter und Stecker.

Einsatz in der Lichtleiternachrichtentechnik mit groBen Uber-
tragungsldngen.

78 2 max

LWL = Steckverbinder

Grenzwerte bei &, = 25°C

Verlustleistung Piot 100 mW
Betriebstemperatur ¥q =15... -}-55 °C
Lagerungstemperatur "c}stg +5...-35 °C
(bis zu 30 Tagen) Yetg ~40 ., . 455 °C
Kennwerte bei ¥, = 25°C
min, max.

Spektrale
Empfindlichkeit

bei 1 = 850 nm So,85 0,3 AW-1

bei Up = 10V
Dunkelstrom

bei M = 100 RO 5 nA
Multiplikationsfaktor M 100 ~
Betriebsspannung

bei M = 100 Up 140 00V
Verstéarkungs-
bandbreiteprodukt VBR 150 GHz
Gesamtkapazitat Ciot 2 pF

bei Up = 100V

Aquivalente
Rauschleistung )
bei R = 100 kOhm, NEP 5. 10—

bei M = 50, f = 1 kHz . WHz-1/2



SP 105 @

Implantierte Si-Epitaxie-Planar-Sensorzelle mit ein-
geschlossenem Glasfilter. Sie ist als Fotodetektor fiir
elektronisch gesteuerte Kameras einsetzbar.

Sie zeichnet sich durch eine gute Anndherung der
Empfindlichkeit an die V (1)-Kurve aus und wird ohne
dulere Spannungsquelle betrieben,

Bauform ¢

45 max, Kennzeichnung
fiir Anode

1)4 TP

Filter
/

35

—

g
TS
A |

022

05
937

W e
' Lr v Cass
1,165

16 Ty ) Ansicht A

a5
‘h:-
s

KenngréBen bei ¢_ = 25°C min, typ. max
KurzschluBstrom
bei E=10%Ix, R =100 I 2,0 3,0 40 uA

Leerlaufspannung
bei E = 10% Ix, Rg=107 @ U 330 440 - mV

Nullpunktwiderstand R 5.10° 1. 10% Q
Wellenldnge der max.

spektralen Empfindlichkeit 8 520 555 520 nm
relative spektrale

Empfindlichkeit

bei 1 = 400 nm kel - 0,3 8,5

bei 4 = 700 nm Sherl - 0,1 0,25
Aktinitat fur Farb-

temperatur 4700 K I(Xe) 0,9 1,0 i
KurzschluBempfindlichkeit

im Bereich

Ey = 10=* bis 103 Ix

Re=10Q sk - 3,0 —~  nAflx
Anstiegszeit

bei IP'h = 10 uAd,

Rp = 1kQ, 1 == 650 nm t - 1,0 - s
Abfallzeit

bei [Pl'l == 19 !.I.A.

RL = 1kQ, 2 = 650 nm t - 1,0 - s
Sperrschichtkapazitét

(Eg=0) C, - 0,3 - nF
Temperaturkoeffizient
der Leerlaufspannung Ko - 2 - mV/K
Temperaturkoeffizient

des KurzschluBistromes TKix --0,05 B /K
Lagerungs-

temperaturbereich 0“9 —25 70 °C
Betriebs-

temperaturbereich # —15 55 °C



SP 106
Si-pin-Diode

- hohe Empfindlichkeit im nahen Infrarotbereich
- geringes Dunkelstromniveau
— als Empfdnger fir die Infrarotsignaliibertragung besonders

geeignet
Bauform 9
? 45 max, Kennzeichnung
: fir Anode
‘ / l \ 2| - Filter
oy jA T
Lo
A} a >
{ . ' Y T T
Lry ! x/ I I\B‘ & i .}::_:—Ji- o
(=1 ey oA 1 B =]
doft |0 ! i \l\ _'I_
1 ! ’ .\‘B - i
05 _
16 P Jsole 5 Ansicht A
Grenzwerte ¥o = -25...85°C
Sperrspannung Ur =25 V
periodische
Spitzensperrspannung URRM =25 V
Verlustleistung Prot <150 mw
ﬂu = 25 OC
Betriebstemperatur ta -25...+4+85 °C
Lagerungstemperatur Fstg -+5...-4+35 °C
bis zu 30 Tagen Dstg -40...-485 °C
Kennwerte bei o = 25°C
KurzschluBstrom Ik =50 uA
Ev = 1 kix,
RL =< 10Q
Leerlaufspannung Uo =330 mV
EV — 1 k!x}
RL = >107Q :
Dunkelstrom RO <30 nA
UR=1UV, Ee ==
Spektrale S = 0,5A/W
Empfindlichkeit
Anstiegszeit tr <80 ns
Abfallzeit tf <80 ns
UrR = 10V, RL = 50 Q



SP 107

Si-pin-Fotodiode in einem Buchsengehduse, das mittels einer
6sbaren Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden

werden kann.

Einsatz in LLKU-Systemen. Flanschbreite 8,4 mm,

V-G8 UNS-24

254
© | ﬂs...a meehamsche
= ["ﬁg_zj Bezugsiinge
fir Frontplatten, als auch fir ,__J[ ' )
o C Plamzs
Leiterplatten-Befestigung geeignet, ! 7 mxmim--?i
| I A &
[N T &y
o 7
‘°‘.- . el
L T “optische
b ,
Farbpunkt — | Keferenzebene
+r
el o
Angde ¥ ] Eg‘d
Greniwerte bei 4, = —40 bis 70 °C
min. max.
Sperrgleichspannung Ug 25V
Spitzensperrspannung,
periedische URrM 25 V
Sperrstrom
bei Eq > 0 IR 2 mA
Betriebstemperatur i —40 70 °C
Lagerungstemperatur Pag +5 +35 °C
{bis zu 30 Tagen) 1‘}“9 —50 55 °C
Kennwerte bei &, = 25°C
integrale Empfindlichkeit)
bei E, = 1kix
und Ug == 20V Stot 1,5 pA/klx
Dunkelstrom
bel Eg = 0kix
und UR = 20V |Ro 5 nA
Dunkelstrom
bel E,-= 0 kix
und UR = 25V ’Ro 1 llA
absolute (spektrale)
Empfindlichkeit?)?)
bei Up 20V
A =820 nm
bei K = 200 pm
NA = 0,3 Sa. S 0.4 AW
Impulsanstiegszeit t, 10 ns
Impulsabfallzeit t 10 ns

bei Ug = 20V;
R = 509; 1= 820 nm;

t, = 1ps; f, = 10kHz

1) Normlichtart A nach TGL 37 363

2} gilt nur fiir Einkoppeldampfung von OdB

%) werden LWL mit einer enderen numerischen Apertur verwendet, so ist
die entsprechende Umrechnung vorzunehmen



SP 109 ®

Si-pin-Fotodiode insbesondere fiir den Einsatz in der Lichtleiter-
nachrichteniibertragung (TeilnehmeranschluBbereich)

2049,

LWL~ Steckverbinader

Grenzwerte
Gesamtverlustleistung

bei &, == 25°C Piot S 100 mW
Betriebstemperatur L -15...-455 °C
Lagerungstemperatur Bstg +5...-+35 °C
(fir 1 Monat) Ystg ~40...455 °C

Kennwerte bei B’u = 25 oC

min. max.
Dunkelstrom
beiUp = 20V lro 2 nA
E, = 0lx
Spektrale
Empfindlichkeit X
bei i = 850 nm S, 0,3 AW-1
Ug = 20V
Anstiegszeit ‘
bei UR = 20V t 2 ns
Ry == 50 Ohm
Gesamtkapazitat
bei f =1 MHz C

tot 2 pF



SP 114
Lavinenfotodiode

Kleinflachige Silizium-Avalanche-Fotodiode in Epitaxie-Planar-

Technologie.

SP 114 zeichnet sich durch eine rauscharme Signalverstdrkung im

HF-Bereich aus.

Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik fiir
den Nachweis hochfrequenter optischer Signale geringer Inten-

sitat.

Metall - Glos — Gehduse

Grenzwerte

Verlustleistung

je Teilflache
Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur

Lagerungstemperatur
Lagerung bis zu 30 Tagen

Kennwerte bei 33 = 25 °C

Dunkelsperrstrom
Es = 0lx
Multiplikation M = 100

Multiplikationsfaktor
Ip = 1nA,

Betriebsspannung
00

P
Verstérkungs-Bandbreite-
produkt

hp = 850 nm

Rquivalente Raousch-
feistung

R = 100 kQ, M = 50,

f = 1kHz
Impulsanstiegszeit

R = 50 Q,

lp = B850 nm

Spektrale Empfindlichkeit
R=10V,
Ip = 1nA, ’“p = 850 nm")
Gesamtkapazitat
Es = 0lx, f =1 MHz,
Up = 100V
Temperaturkoeffizient der

Betriebsspannung
M = 100, I; = 1nA

Serienwiderstand
f =1MHz, Ugp = 0V,
Eq = 01x

") Bestrahlung groBfléchig

Ap = 850 nm)

I, = 1nA, 2, = 850 nm')

Uce

YEP

NEP

Crot

-15
—25

min.

100

140

0,3

/ ™ Y Liohteintrittsilfrung

D estrahlungsempling -

liche Flache
max
100 mW
125 °C
55 ©°C
70 °C
typ. max.
1 5 nA
200
300 V
200 GHz
104 WHz—/?
200 ps
0,4 A/W
2 pF
--0,4 %/ K
100 Q



SP 116 L

Si-Differenzfotodiode

Sie eignet sich flr Dioden- und Elementebetrieb, weist ein
niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet.
Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik,
insbesondere Nachlaufsteuerungen, Kantenfilhrungen sowie
Weg- und Winkelabtastungen.

Transparentes Kunststoffgehéuse

4
T
!
{
ol ™ L
~ ot
=
3 .
wl omax !
o3
[ b
Q4§
{otbar 254
Teitfldgche 7
s
AnschluBbelegung
1 nicht belegt
2 Katode
3 Teilflache 2
4 Teilfiéiche 1
7 Zeitraum
4,974
L97)
Grenzwerte bei 9, = -25,..70°C
min, typ. max,
Sperrgleichspannung’) Up 25 V
Verlustleistung Pien 75 mwW
je Teilflache
Betriebstemperatur 9q —15 + 55 °C
chertemperatur '3519 —25 70 °C
Kennwerte bei 94 = 25°C
Dunkelsperrstrom’) lRo 0,1 10 nA
Eqg=01x, Ug= 20V
Spektrale Empfindlichkeit S5, 0,25 0,33 A/W

b = 633 nm, Ug = 20V,
Ak ps = 10 nm
Integrale Empfindlichkeit’) Stot 4,5 nAlkix
Ug = 10V, E, = 1kix))
dange I max.
xne;lrf?::;ﬁrr}?;eﬁe ¢ i 600 700 800 nm
Aigs = 10nm, Up = 20V,
Ry < 100 Ohm
Impulsanstiegs- und ter Y 40 100 ns
Impulsabfalizeit)
Up = 20V, R = 50 Ohm,

i == 850 nm

Laterale Inhomogenitdt AS (L) 100 3 5 9

der Fotostromempfindlichkeit 5 (O)

Ug = 20V

Normlichtart A

Lichtfleckdurchmesser 50 ym

Ubers hen 1 N
preche T’E . 100 2 5 Gy

Pi

'} bezogen auf ein Element
%) gemessen mit Nermallichtart A nach TGL 37 363



SP 117 ' ®
Si-Quadrantenfotodiode

Sie eignet sich fiir Dioden- und Elementebetrieb, weist ein
niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet.
Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik,
insbesondere Nachlaufsteuerungen, Kantenflihrungen sowie
Weg- und Winkelabtastungen.

Transparentes Kunststoffgehduse

4 o &5
| =y
} oy
| o i -1
o) o T
A i ]
SIS o /
73, Ll I b J i
@ mar [TOU lthar & !f
” o i
02
A4 Ll 040 508
SN o, SR
1227, - 0
I{fll:,r 7° 759
IV 0048 sirabiungsempfing-  Ansioht A
banl |l | tiche Teiitiche Tty 1 cted
wisicres-J | & .
‘ %‘\‘\ S Typenkenn- _jl- |
Tesifliche 3 —4E 2, zechnang v | 1
ifiiche —6T il 1
rilticte 2~ 1 Al T | |
Rilfliche 1] . Herstelhungs™ |yl
: A T i
: H 245 zeitraum e L enms
2
AnschluBbelegung
1 Teilflache 1 4 Teilflache 3
2 Katode 5 Katode
3 Teilflache 2 6 Teilfliche 4
Grenzwerte
min. typ. max.
Sperrgleichspannung’) Up 25 V
Verlustleistung Pren i 40 Wm
je Teilfléche
Betriebstemperatur g ~15 +55 =C
Legertemperatur Ys1g ~25 +70 eC
Kennwerte bei %, = 25°C
Dunkelsperrstrom') Ro 01 10 nA
Ee = 0lx, Ug = 20V
Spektrale Empfindlichkeit S, 0,25 0,33 AW
o= 633 nm, Ug = 20V,
Ak g = 10 nm
Integrale Empfindlichkeit!) 3,0 nAkix
Ugp = 10V, E, = 1kl Stot
Wellenldnge der max.
Empfindlichkeit RS 600 700 800 nm
Algs S 10 nm, Ug =20V,
RL < 100 Ohm
{mpulsanstiegszeit) te 4Q 100 ns
Impulsabfallzeit’) t Eh 100 ns
Up = 20V, R = 50 Ohm,
L == 850 nm
Laterale Inhomogenitét AS (L) 3 5 o,
der Fotostromempfindlichkeit 3370y * 107
Up =20V
Normlichtart A
Lichtfleckdurchmesser 50 um
Ubersprechen ipg
. —— - 100 2 5 9
oy fo

) bezogen auf ein Element

’} gemessen mit Normallichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geome-
trischen Achse
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Vollflachenfotodiode

Die nichtunterteilte positionsempfindliche Fotodiode ist in Sili-
zium-Planartechnologie gefertigt und arbeitet nach dem duo-
lateralen MeBprinzip. Sie weist ein niedriges Dunkelstrom-
niveau auf.

Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik:
insbesondere zur Weg- und Winkelerfassung u.v. a. m.

Das Bauelement ist mit Planglasabdeckung in einer tiefgezcgene‘p Metall-
wanne mit eingeglasten Stiften vierpelig und mit Keramikchiptriiger aus-

geflihrt.
o
%
— T 13

}——ﬁzr_—:——ﬂ B

(87

Vbestratiungsemptindliche
Flgone 700 mm*®

AnschluBbelegung

1 Katode
2 Anode
3 Katode
4 Anode

AnschluB 1 ist durch andersfarbige Einschmelzung bzw. Farbpunkt gekenn-
zeichnet

Grenzwerte

Sperrgleichspannung Ug = 25 v

Verlustleistung Pirn S 300 mW
je Teiiflache

Sperrschichttemperatur B 5 125 °C
Betriebstemperatur 9 -15...70 °C
Lagertemperatur Ygig -25...85 °C

Kennwerte bei &, = 25°C .
min typ max

Dunkelsperrstrom 200 4000 nA
Ee= 01lx, Ug = 20V

Spektrale Empfindlichkeit” S5 0,25 0,3 A/W

h o= 633nm, Ug == 20V,

Al 0,5 = 10 nm, Ry <1000

Spektraler Empfindlichkeits-

bereich Ak g5 < 10 nm, 400 ... nm
${2) = 10 % S (hmax}, 1100

Ug = 20V, R < 100 ©

Integrale Empfindlichkeit") Siot 500 200 uh/klx
"UR = 20V, E, = 1 kix?)
Wellenlénge der maxi-

malen Empfindlichkeit b
Algs < 10 nm, Ry < 100 Q,

Up =20V

impulsanstiegszeit te
und Impulsabfallzeit 1

Lichtfleckdurchmesser
= 5 mm in der Mitte der
aktiven Flache

Laterale Inhomogenitét S(L) o
der Fotostromempfindlichkeit X 100 3 ho
Ug = 20V, & == 950 nm,

Normlichtart A mit Bg19-Filter
Pos. Linearitdtsabweichung Lp 2 %

% = 950 nm, Normlichtart A
mit Bg19-Filter

Loteralwiderstand Rg 30 kQ

=~

200 nem

'} beide Anoden und beide Katoden verbunden

) gemessen mit Normallichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geome-
trischen Achse
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Streifenfotodiode .

Die nichtunterteilte positionsempfindliche Fotodiode ist in Si-
lizium-Planartechnologie gefertigt und arbeitet nach dem duo-
lateralen MeBprinzip. Sie weist ein niedriges Dunkelstromniveau
auf.

Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik;
insbesondere zur Weg- und Winkelerfassung u. v. a. m,

Das Bauelement ist mit Planglasabdeckung in einer tiefgezogenen Metail-
wanne mit eingeglasten Stiften vierpolig und mit Keramikchiptriiger aus-
gefiihrt.

" sestrahiungsempliidiiche
Fidche 136 2mm

}

- ! et

I 1

) | i o
1 i “”‘;
. 3556 N
g1 |

T

Bl

!
i
i

AnschluBbelegung

1 nicht belegt
2 Katode

3 Anode 1

4 Anode 2

AnschluB 1 ist durch andersfarbige Einschmelzung bzw. Farbpunkt gekenn-
zeichnet.

Grenzwerte
Sperrgleichspannung Ug < 25 vV
Verlustleistung P < 300 W
je Teilfldche frn "
Sperrschichttemperatur # <125 °C
Betriebstemperatur 24 ~15...70 oC
Lagertemperatur Ds1g -25...85 °C
Kennwerte

min typ max
Dunkelsperrstrom Ino 200 2000 nA
E, = 0lx, Up = 20V
Spektrale Empfindlichkeit 55 0,25 0,3 AlW
i =633 nm, Ug = 20V,
Ak g5 = 10nm, R < 100 Q,
beide Anoden verbunden
Spektraler Empfindlich-
keitsbereich AL g5 < 10 nm,. A . 400 . .. AW
S(X) = 109 5 (imax), 1100
Ugp =20V, Ry < 100Q
Integrale Empfindlichkeit Stot 300 500 A/ kix
Ug = 20V, E, = 1kix")
Wellenldnge der maximalen
Empfindlichkeit hs 900 nm
Alo,5= 10nm, R << 100 Q,
Up = 20V
impulsanstiegszeit t.
Impulsabfallzeit 1 0 ) i
Lichtfleckdurchmesser
= 2,1 mm in der Miite der
aktiven Fléche
Laterale Inhomogenitat S{L)
der Fotostromempfindlichkeit 5{0) 100 5 *h

Up = 20V, 2 = 950 nm,
Normlichtart A mit Bg 19-Filter
Pos. Linearitdtsabweichung Lp 2 %o

i = 950 nm, Normlichtart A
mit Bg 19-Filter

Lateralwiderstand Rg 200 kR

) gemessen mit Normallichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geome-
trischen Achse
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Kreis-Kreisringfotodiode

Sie eignet sich fiir Dieden- und Elementebetrieb, weist ein
niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet.
Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik,
insbesondere Nachlaufsteuerungen,
Weg- und Winkelabtastungen.

Kantenfithrungen

sowie

Transparentes Kunststoffgehfuse

AnschluBbelegung

1 nicht belegt
2 Katode

3 Teilfldche 1
4 Teilfléche 2

Grenzwerte

Sperrgleichspannung’}

Verlustleistung
je Teilflache

Betriebstemperatur.
Lagertemperatur

KenngréBen bei ¥4

Dunkelsperrstrom’)
E, = 0lx, Up = 20V

Spektrale
Empfindlichkeit

i = 633 nm, Ug = 20V,

M.os 10 nm

= 25 °C

fntegrole Empfindlichkeit?)
Up = 10V, E, = 1klx®

Wellenldnge der maox.
Empfindlichkeit

Alg,s £ 10 nm, Ug
Ry < 100 Ohm
Impulsanstiegszeit?)
Impulsabfallzeit™}

Ug = 20V
Ry = 50 Ohm
A == B50 nm

Laterale Inhomogenitat
der Fotoempfindlichkeit

= 20V

Normlichtart A
Lichtfleckdurchmesser
50 um

Ubersprechen

= 20V,

045,

ftbar 294
ai:z’mgsmﬁnd/mﬁf .
Rilfiche je GZ83mm* 7An.5‘rcm‘A
g 3 i
ilfliche qjié%:—e spenkenn-] |
7 Zelchnung u. i
. EE@‘; Anscf;/uw-—-—-an -
T rersten] |
,,- rste ngzr_ oo _
Teilfldche &%ﬁ zelfradm ﬁ
2
min typ max
Ug 0 Vv
Pren 75 mW
Dy ~15 485 °C
Ytg -25 470 °C
ko 0,1 5 nA
5, 0,25 0,33 AW
T 1,0 A kix
ig 400 700 800 nm
Ir 40 100 ns
tg 40 100 ns
AS(L)
Kg(a} 100 3 5 Dj{)
1
—P—2 - 100 2 5 0,
Ipy

"} bezogen auf ein Element
%) gemessen mit Normallichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geome-

trischen Achse
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Kreis-Kreisringfotodiode

Sie eignet sich fir Dioden- und Elementebetrieb, weist ein
niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet. Einsatzgebiete sind die MeB-,
Steuer- und Regelungstechnik, insbesondere Nachlaufsteuerun-
gen, Kantenfiihrungen sowie Weg- und Winkelabtastungen.

Metail-Glas-Gehéuse (TO 39)

Anoge Z . _
Aatode

Lopde T —

.

o
NS -
L 3
&
h=%
Teilfigahe 1— T
Peilfliche 2—
Grenzwerte
Sperrgleichspannung Ug
Veriustleistung Pirn
je Teilflache
Sperrschichttemperatur Si
Betriebstemperatur Hq
Lagertemperatur {}stg
Kennwerte bei #; = 25°C
min typ
Dunkelsperrstrom lre 0,3
Eqg = 01Ix, Ug = 20V
Spektrale Empfindlichkeit 5, 0,25 0,33

4= 633nm, Ug = 20V

AL g,5 = 10 nm

Integrale Empfindlichkeit?) Stot 10

Ug = 20V, E, = 1kix?)

Wellenldnge der max,

Empfindlichkeit ts 400 700
Ahgs = 10nm, Ug = 20V

R < 100 Chm

Impulsanstiegszeit fp ) 40
Impulsabfallzeit t 40
Up =20V, R| = 50 Q,

A == 850 nm :

Loterale inhomogenitét AS (L)

der Fotoempfindlichkeit AS(O) 100 3
UR = 20V

Normlichtart A
Lichtfleckdurchmesser

50 pm

Ubersprechen 2 2
- . 100
IP1

} je Teilflache

25
100

125
. 55

.. 70

max
20

800

100
100

mw

°C
°C
°C

nA

A/W

pA/kdx

nm

ns
ns

*fa

?) gemessen mit Normallichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geome-

trischen Achse



SP 211 o
Silizium-npn-Planar-Fototransistor in einem Metall-
Keramik-Gehduse mit linsenférmigem Glasfenster
fur frontalen Lichteintritt.

Durch seine glinstigen @uBeren Abmessungen wird
der Aufbau von Fototransistorzeilen und -matrizen
mit einem RastermaB von 2,5 mm maglich.

Bauform 10 Kollektor qxfmrtfer -
N\
w| o)
°
16 1 H ;
275 | 05
s

Grenzwerte bei #, = —65..,125°C
Kollektor-Emitter-Spannung Uce 50 V
Kollektor-Emitter-
Spitzenspannung Ucem 50 V
Emitter-Kollekter-Spannung Ugc 7V
Gesamtverlustleistung Peot 50 mW
Betriebstemperatur B4 45, ..4125°C
Lagertemperatur Ps1g 65 ... +150 °C
Kennwerte bei #, = 25°C min. typ. max.
Kollektorstrom
Ee = 01lIx, Ugg = 25V 4 100 nA
Kollektorstrom bei
E, = 1000 ix"), Ucg =5V

SP 211 lc 025 mA

SP 211 A Ic 0,40 0,80 mA

SP 211 B Ic 0,63 1,25 mA

SP 211 C Ic 1,00 2,00 mA

SP211 D Ic 1,60 3,20 mA
Wellenlange der max,
spektralen Empfindlichkeit hsax 80D 850 950 nm
Cffnungswinkel der
Richtcharakteristik?) O 20 0
Kapazitat
E, = 0 Ix, UCE =5V Ciot 3,2 ' pF
Schaltzeiten | = 800 A, '
Ug =35V, R = 1kQ
Verzdgerungszeit tyq 5 us
Anstiegszeit t 10 s
Speicherzeit o 1.5 us
Abfallzeit ' 10 S
Thermischer Widerstand Rin 2 K/mW

'} Gemessen mit einer Wolframfadenlampe bei einer Farbtemperatur von
2 856 °K (Normlichtart) in Richtung der geometrischen Achse.
) Abfall der Empfindlichkeit auf 50 Uy des Wertes in optischer Achse,



SP 212

Si-npn-Planar-Fototransistor in Allplast-Linsen-Ver-

kappung.

Die spektrale Empfindlichkeit des SP 212 ist dem Ein-
satz in Verbindung mit GaAs-IRED angepaBt.

Bauform 11

Grenzwerte (2, = 25 °C)

Kollektor-Emitter-
Spannung

Kollektor-Emitter-
Spitzenspannung

Emitter-Kollektor-
Spannung

Emitter-Kollektor-
Spitzenspannung

Gesamtverlustleistung
Wérmewiderstand
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur
Sperrschichttemperatur

Kennwerte (%, = 25 °C)
Kollektorstrom
Kollektorstrom

Ev = ﬂﬂﬂlx, UCE =5V

Kollektor-Emitter-
Sdttigungsspannung
E, = 1000 Ix, | cg = 0,25 mA

Wellenldnge der max,
spektralen

Empfindlichkeit
Spektraler Empfindlich-
keitsbereich
Schaltzeiten

bei I~ == 800 pA,

Ug =35 VR =1kQ

Kapazitat
Kollektor-Emitter

25

_ 37 max.
53]
\ /1. o
| I B N ﬁ-~-—[—-—}~-
L | Sl A
I——— ==
27 %
- SRR G \
. 65 | Kollektor
min typ. max
UCE - - 50 v
Upgm - - 5 V
UEC — — 7 W
Ueem - — 7 V
Rth 0,65 - - K/imwW
S‘u ~40 bis 85 °C
9stg ~50 bis 100 °C
9 90 °C
min. typ. max.
Ico - 5 100 nA
IC 0,4 1.0 - mA
UCEsut - 0,2 -V
}Lmax - 355 - nm
FARY von 450 bis 1 050 nm
t, - 4 10 us
t — 4 10 us
— 3 — pF

f=1MHz, Ucp=0;E, =0 C¢g



SP 213

Si-npn-Planar-Fototransistor in 3 mm Allplast-Linsen-
verkappung. Die spektrale Empfindlichkeit des SP 213
ist dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IRED ange-

paBt,
Bauform 12 - 26 -
T e S—1HE 0!
2 cmitter I i S b
N1 &ﬁf{(ﬂ r_F_‘_J'F___ ‘&"E
b
= 131,35
- 2k eS8,
Kennwerte bei 44 25°C min, max.
Kollektorstrom
bei Ev = 1000 Ix
Uce= 5V Ic
ungruppiert 1,0 — mA
SP213 A 1,0 20 mA
SP 213 B 1,6 3,2 mA
SP213 C 2,3 50 mA
SP 213 D 3,6 - mA
Kollektor-
Dunkelstrom
bEi Ee =0
Uce= 25V Ico - 100 nA
Offnungswinke! 9] 60 -
Schaltzeit it — 70 us
Wellenldnge der
max, spektralen
Empfindlichkeit Amax 850 nm
Spektraler
Empfindlichkeits-
bereich AR 450...1050 nm
Kollektor-Emitter-
Spannung Ucko 50 V
Emitter-Kollektor-
Spannung Ueco 7 V
Gesamtverlust-
leistung Piot 100 mW
Betriebstemperaturbereich &4 -40...-}+85 °C
Lagerungstemperatur-
bereich Bsrg -50...+100 °C



SP 215 @

Si-npn-Planarfototransistor hoher Fotoempfindlich-
keit in 5 mm — Allplast-Linsenverkappung.

Die Basis ist offen, die Steuerung erfolgt durch den
Lichteinfall. Die spektrale Empfindlichkeit des SP 215
ist dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IRED ange-
paBt.

Bauform 13 " S
Kollekfor o, :
b} c?‘ = s = L
== B
’ Emff:"er T //
-q-._.._.--...._ fﬁ.ﬁ- |t ?33 =
Kennwerte bei 9« 25°C min makx.
Koliektor-Emitter- :
Dunkelstrom Iceo - 100 nA
bei Ee = 0lx
Uce =25V
Kollektor-Emitterstrom ICE(H)
bei Ev == 1Klx
Ucg == 5V
ungruppiert 1,6 — mA
SP 215 A . 1,6 3,2 mA
SP 215 B 2,5 50 mA
SP215 C 4,0 80 mA
SP 215D 6,3 - mA
Wellenldnge der max.
spektr. Empfindlichkeit hmax 850 nm
Spektr. Empfindlich-
keitsbereich Ay 450 1050 nm
Offnungswinkel © 30 ~grd
Schaltzeit te tf 10 us
Kollektor-Emitter-
Spannung Uceo 50 V
Emitter-Kollektor-
Spannung Ueco 7 -V
Betriebstemperatur Va -40...-}+85 °C

Lagerungstemperatur Pstg =50...-}100 °C



SS 125 - SS 126 Nicht fiir Neuentwicklungen H

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren fiir den
Einsatz als Schalttransistoren in der Datenverarbei-
tungstechnik, "

Bauferm 1 TO39

Rihj‘l.'.l g 0129 Krfw
Rehje <. 0,07 K/W

Grénzwerte' (gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SS 125 SS 126

Uceo 30 60 V

Uceo 25 50 V

Ueso 5 5 V

lc 500 500 mA

Plot (8a < 25°C) 600 600 mWwW

9 175 175 °C

Statische Kennwerte (%« = 25°C - 5K)

icBo (bei Uce == 20 V) 55125 25 nA
(bei Uce == 40 V) 5SS 126 25 nA

Ucesat (bei Ic = 400 mA; I8 = 40 mA) < 1V

h21€ (bei lc =400mA; Uce=1V) A...C 18...140



S$S200 - SS 201 - SS 202 | -

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren
hoherer Sperrspannungen fir allgemeine
Anwendungen |

Bauform 3 E-Line

Wdarmewiderstaond  Rija < 0,5 K/mW

Grenzwertc glliig fiir den Betriebstemperaturbereich

S5 200 SS 201 SS 202
Ucso, Ucev (bei —Upe == 1V) 70V 100 V. 120V
Uegso . 5V
ic 30 mA
I8 10,mA
Ptot (bei Ba = 25 °C) 150 mW
X 100 °C
da ~40,..+485°C

Statische Kennwerte  (Va = 25 °C = 5 K)

lcev  (bei Ucg = Ucev, —Uge = 1V] < 1uA
leso (bei Ugs = 5 V) < 100 nA
UcCEset (beilc == 1mA, I = 31 pA) < 06V
h21e  (bei Uce =3V, Ic= 10mA) > 32



$S 216 - SS 218 - SS 219 -

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fur digitale Anwendungen

Bauform 3 E-Line

Wdarmewiderstand Rije < 0,5 K/mW

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

Uceo 20V lem 200 mA
Uceo 15V is 20 mA
Ueso 5V Piot  (bei 8o = 25°C) 200 mW
Ic 100 mA 9 4+125°C
o =40 bis +-100 °C

Statische Kennwerte (9s =25°C-5K)

Iceo (bei Uce = 20 V) < 100 nA

Usryceo) (bei Ic == 10 mA) > 15V

Uesrieso (bei lE = 10 pA) > 5V

UCEsat (beile = 3mA lc30mA) < 0,45V

h21E (bei Uce = 05V,!1c30mA) Gruppe B 28... 71
C 56...140
D 112...280

Dynamische Kennwerte (8¢ =25 °C ~5K) |
SS 216 SS 218 SS 219

fr (bei Uce= 10V, Ic==5mA,

f = 100 MHz) 350 MHz 350 MHz 350 MH:z
Cazb (bei Ucg = 10V, lE =0,
f=2MHz) typ. 2,5 pF typ. 25thyp 25pF

ton (bei Ic == 10 mA, IB1'== 3 mA, < 100 ns
~IB2 == 1,5 mA, RL =220 Q)

toff  (bei lc== 10mA,lB1=3mA, S500ns < 60ns < 30ns
-iB2 = 1,5mA, RL =220 Q)

1) Messung erfolgt impulsmaBig

S 35ns = 35ns



'SSE 200 - SSE 201 - SSE 202

Silizium-npn-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
Fiir allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetz-

technik.

c

Bauform 4 S0T23

Wiadrmewiderstand

Rihja Sperrschicht-Umgebung auf Keramik 8 3 30 X 0,7 mm® = 0,42 K/mW

Grenzwerte SSE 200
Ucso 70
UCEV (—UBE = 1 V) 70
VeBo

Ic

J:

Piot (#, = 85°C, Ryja= 0.42 K/mW)

Y

P4 -~55 .
{-}stg =55,

Statische Kennwerte

lcev (—Ugg = 1V, Ucg = Ucgpy)
'eBO (Vgg =5V, Ic = 0)
U{BR]‘CE‘U “C = 1 mA, _UBE = 1 V}

Ucksat (lc = 15 mA, Ig = 0,5 mA)
heE (Ucg = 3V, Ig = 10 mA)

SSE 20

100
100
5
30
10
150
150

-« +150
. -+150

SSE 200
SSE 201
SSE 202

SSE 202

BV A I IV IV A 1A

120 V
120 V

1T pA
100 nA
0V
100 V
120 V
0,6V
32



SSE 216 - SSE 219 -

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistoren fir
digitale Anwendung.
Flr den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen,

Bauform 4 SOT23

Warmewiderstand Rihjo

auf Leiterplatte (Cevausit 2 0,4 cm?) < 480 K/W
=

auf Keramik 8 > 10 X 0,7 mm 420 K/W
Grenzwerte
Uceo 20V
Uceo | 15V
Ueso 5V
ic 100 mA
lem 200 mA
s | | 20 mA
Peot (bei 8o = 25°C) 300 mW
B | 150 °C
Da -55...-+125°C
Statische Kennwerte (bei 9o = 25°C - 5K)
lcBo (bei Ucs = 20V) < 100 nA
UBRr) ceO") (bei lc = 10 mA) = 15V
h21e (bei Ic = 30 mA, Uce = 0,5 V) Gruppe C  56-140

D 112-280
UCE sae (bei Ic = 30 mA, Is =3 mA) =045V
Dynamische Kennwerte (bei 9, —= 25°C — 5K)

SSE 219

Einschaltzeit ton - (Ic==10mA, Iz 1 = 3 mA, < 35ns
Ausschaltzeit to# B2 == 1,5 mA, RL == 220 Q) < 30 ns

') Messung erfolgt impulsmaBig



SSY 20 -

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor
fiir den Einsatz als Schalttransistor
in der Datenverarbeitungstechnik.

Bauform 1  TO39

Warmewiderstand Rujo £ 0,22 K/mW
Ribje < 0,04 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Uceo 60V I8 100 mA

Uceo 40V Pt (ben e £ 25°C) 700 mW

Ueso 5V & +175°C

Ic 600 mA 9. ~40°C bis +125°C

Statische Kennwerte (9, = 25°C ~5K)

Icso (beiUce= 50V) < 200 nA

IcBo (bei Ucs= 60V) < 100 nA

Uer)eeo (beile = 100 pA) = 5V

U@ryceo (beilc = 10 mA) = 40V

UCEsr (beilc = 500mA, Ie=50mA) £ 1V

UBE;sor (beilc = 500mA, I8 =50mA) < 1,5V

h21E (beilc = 500 mA, Uce =1,3V) Gruppe A 18...35
B 28...7

Dynamische Kennwerte (3. = 25 °C -~ 5K) ’

ton (bei lc = 500 mA, ls, == 50 mA, 50ns

—lg, = 25 mA, RL = 80 Ohrn)
toH (beilc = 500 mA, I8, = 50 mA, < 100 ns

—I8, = 25 mA,RL = 80 Ohm)



SU 111

O

Si-npn-Darlingtontransistor fiir elektronische Ziind-

systeme

Bauform 5 TO3

Wérmewiderstand  Ruje < 1,25 K/W
Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Kollektor-Basis-Spannung .
lE=0

Kollektor-Emitter-Spannung
=20

Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
¥ = 25°C
Betriebstemperatur
Sperrschichttemperatur

Ucso
Uceo

lc .
Icm
Ptnt

Va
U

Kennwerte bei 9. = 25°C-~5K

Kollektor-Emitter-Reststrom
Upe= =2V, Uce= 450V

Kollektor-Emitter-
Sdttigungsspannung
lc=7A, I8 = 0,14 A
Basis-Emitter-
Sdttigungsspannung
lc=7A, =014 A
Kollektor-Emitter-

Durchbruchsspannung
ic= 0,1 A

DurchlaBspannung
der Freilaufdiode
ImM=7A

icex

UcCEsar
UBE:at
U(Br)CEO

Urm

450 V
400 V

10A
15A
120 W

—40...-125°C
—40...4175°C

min max
1,0 mA
1.8V
25V
400V
3,0



SU 160 ]
Silizium-npn-Leistungsschalttransistor

far Horizontalablenkstufen

von Farbfernsehempféngern

Bauform 5 TO3

Warmewiderstand ‘Rinje = 1,6 K/'W

Grenzwerte (giiitig flir den Betriebstemperaturbereich)

Ucerm (RBE == 100 Ohm) 1500V
Ucesm (Uge = 0 V) 1500 V")
Uceo (Is = 0) 700V
ic 50A
lcm 7.5 A?)
iBM 4,0 A
Peot (9c = 95 °C) 12,5 W
9; ~10..,+115°C
90 -10...+100°C
Elekirische Kennwerte bei §. == 25 °C —- 5K

ices (Uce = 1500V; Uge = 0) < 1,0mA
Uemniceo (Is = 0; Ic = 100 mA = 700V
UcCEcat (lc = 4,5A; I = 2 A) < 50V
Ugksat (Ic = 4,5A; I8 — 2 A) < 1,5V
ti (ICend = 4,5 A; IBend = 1,8 A; L == 10 nH) < 1.0us

'} bei BildréhrenidberschiGgen 1650 V
2y bei Bildréhrenilberschlggen 10 A



SU 161 | @

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor
fur Horizontalablenkstufen in
Schwarz-WeiB-Fernsehempfdngern

Bauform 5 TO3
Wéarmewiderstand  Ruje < 2,5 K/W

Grenzwerte (gliltig fir den Betriebstemperaturbereich)

Ucerm (Ree < 100 Q) 1500V
Uceo (I = 0) 700V
ic 25A
Ilcm - 3,0A
lsm 2,5 A
Piot (bei 8¢ £90 °C) 10W
U =10...-+115°C
Ya -10...-4100°C

Elektrische I(ennwerte_(bei de =25°C-=5K) .
3,0 mA

tces (Uce = 1500V, Usg=0) <
U@riceo (Ie == 0, Ic = 100 mA) =700 V
UCEsat (lc =2A,IB=1A) < 50V
UBE;at (lc =2A,lg=1A) <= 15V
tf (ICend = 2A, IBend = 1A, L=~ 10 pH) <

1,0 us



SU 165 O

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor fir Transverter,
Schaltnetzteile und aligemeine Anwendung

Bauform 5 TO3
Warmewiderstand Rwje = 2,5 K/W

Grenzwerte (gultig flir den Betriebstemperaturbereich)

Uceam (Ree < 100 Q) Q00 V
Uceo (I = 0) 350V
ic , 2,5A
ICM 30A
iBMm 2,5 A
Pot (bei O = 90 °C) 10W
& -25...4+115°C
Fa -25...-+100°C

Elektrische Kennwerte bei 1. =25°C~5K

ICEs (Ucesm == 900V, Uge = 0) < 1,0mA
UCEsat (le = 1A, IB == (0,2 A) < 30V
UBEsat “C = 1 A. g == (),2 A) g 1.5V
ton (Ic = 1A) ' <1 us
toff o (Is == 0,2A, -lg = 0,4 A) <5 ps



SU 167/SU 169 [

Silizium-npn-Leistungsschalttransistoren
fir Schaltnetzteile und Motorsteuerung

Bauform 5 TO3
Wdarmewiderstand Reaje < 1,25 K/W

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SU 167 SU 169

Ucso (le = 0) 800 1000V
Uceo (I8 = 0) 325 400 V
Ic 10A
fcm 15A
Pot (B < 25°C 100 W
B - -25.,.,.-150 °C
9aq | -25...4125°C

Elektrische Kennwerte bei 9c =25°C = 5K min typ max

ICEX (Uce =800V, 1000V, Upe = -2 V) < 1,0 mA
UcEsaa (lc =28,0A, 1B =25A) < 33V
UBEsat (lc =80A Is=25A) < 22V
h21E (Uce =10V, Ilc =2,5A) = 15

Uericeo (Ic == 100 mA) > 325 = 400V
Uereeo (ic = 10mA) - = 8,0 \Y

tf (lc =80A I8 = —lp=25A) < 10 1S



SU 177 L]

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor fiir allgemeine -
Anwendung

Bauform 5 TO3

Wéarmewiderstand Reje < 2,0 K/W

Grenzwerte (gjiltig flir den Betriebstemperaturbereich)

Ucso (le = 0) 800 V
Uceo (lg = 0) 400 V
Ic 4,0 A
Icm ) 6.0 A
Piot (¢ < 50°C) 50 W
9 —40...4150°C
ds —40...-4100°C

Elektrische Kennwerte bei #; 25°C — 5K

Icex (Uce =800V, Upe = -=2V) < 1.0 mA
UCEsat (lc = 25A, I8 = 05A) <15V
UBEsat (lc = 25A, I8 =05A) <16V
Uerieso  (lE == 10 mA) | =60V
o (lc ==25Als=05A, -ls=1,0A) < 1,0 us



SU 178 - SU 179 U

Silizium-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schalt-
netzteile und allgemeine Anwendungen

Bauform 5 TO3

Warmewiderstand Reije < 1,65 K/W

Grenzwerte (giiltig fir den Betriebstemperaturbereich)

SU 178 SU 179

Ucso (le = 0) 800 1000 V
Uceo (Ig = 0) 400 450 'V
Ic . | 6,0 A
lcm 8,0 A
Plnt (ﬂ'c 5 50 GC) 60 A W
Ta ~25...-+125 °C
3 -25...-+150 °C

Elektrische Kennwerte bei 0. = 25°C - 5K

Icex (Uce = Ucso, Use =-2V) < 1,0 mA
UcCEsat (Ic = 25A, Is = 0,5 A) <15V
UBEsat (ic = 25A, I8 = 0,5A) <14 V
Uereso (Ie = 10 mA) > 6,0 V
t (lc = 25A,Is=05A, -lg = 1,0A) =< 1,0 us



SU 180 L]

Si-npn-Leistungstransistor fir elektronische
Vorscnaltgerdate fur Gasentladungslampen

Bauform 5 TO3
Wdarmewiderstand Ruje = 2,0 K/W

Crenzwerte (giltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Kollektor-Basis-Spannung

g =0 _ Ucso 1200V
Kollektor-Emitter-Spannung

I8 == 0 Uceo 400 V
Kollektorstrom lc 4 A

Kollektorspitzenstrom lcm 6 A

Gesamtverlustleistung

Y < 50°C ~ Prot 50 W
Betriebstemperatur 7a —-25...-F125°C
Sperrschichttemperatur ¥ -25...-+150°C

Kennwerte (9. = 25°C - 5K)

min  typ max
Kollektor-Emitter-Reststrom | |
Uce = 1200V, Use = -2V lcex 1,0 mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
ic =25A, 18 =05A U CEsa 50V
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
lc=25A18=05A UBEsat . 1.5V
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis |
Uce =5V, lc = 0,5A h21E 15
Koilektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc = 100 mA Uericeo 400 V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
lE = 10 mA Urieeo 6,0 \Y
Abfallzeit des Kollektorstromes
lc=2,5A, Ig ==0,5A, tf 1,0 us

— i3 =1,0A



SU 186/SU 187/SU 188 n

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schaltnetzteile
und allgemeine Anwendung

Bauform 5 TO3
Wdarmewiderstand Rije < 1,17 K/W

Grenzwerte (glltig flir den Betriebstemperaturbereich)
SU 186 SU 187 SU 188

Uceo (g =0) 160 250 300V
Uceo (lg == 0) 125 200 250 V
lc 15 15 20 A
lcm 20 20 25 A
Piot (B < 25°C) 150 W
9 ~25 .. .-200 °C
a | -25...-+}+125 °C
Elektrische Kennwerte bei ¢ == 25°C - 5K

[CEX (Uce = Ucso, Upe = -2V) < 1,0  mA
Uctsat (lc = 5A, I8 = 0,5A) =< 1,5 (58U 186) V
UCEsat (IC = BA, I8 = 0,8 A) < 1,6 (SU 18?) Vv
Uctsat (lc == 10A, Is = 1,25 A). <1,5 (58U 188) V
t (lc =50A,l8 =05A,~Is=10A) < 1,0 (SU 186) us
t (lc =80A,lg=0,8A,Iz=16A)=<0,8 (SU187) us
t (lc =10AIB=125A, -lg=25A) < 0,7 (SU 188) us



SU 189/SU 190

U

Si-npn-Leistungstransistoren fiir Schaltnetzteile und

Motorsteuerung

Bauform 5 TO3
Wadrmewiderstand Renje < 1,0 K/W

Grenzwerte (giltig fir den Betriebstemperaturbereich)

SU 189

Koliektor-Basis-Spannung Uceo 850

g =0 _

Kollektor-Emitter-Spannung Ucego 400

lg = 0

Koliektorstrom fo 15

Kollektorspitzenstrom lcm 30
Gesamtverlustleistung Prot 175
e < 25°C
Betriebstemperatur T -25...125
Sperrschichttemperatur & ~25 ... 200
Kennwerte bei 0 = 25°C ~ 5K

. min
Kollektor-Emitter-Reststrom lCER

Uce = 850V 1000V, Ree = 10Q

(SU 189) (SU 190)
Kollektor-Ermitter-Sattigungsspannung  Ucecat
lc = 10A, Ig = 2 A7)
lc = 8A, Iz = 1,6 A2?)
Basis-Emitter-Sdttigungsspannung
lc = 10A, Iz = 2 A

UBEmt

SU 190

1 000
450

max
1,0

1,5

1.6

lc = B8A, ls = 1,6 A?)
Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung U{BR}CEO 4007)
Ic = 200 mA 4507)
Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Uereeo 10

IE = 10 mA

Abfalizeit des Kollektorstromes ts 0,8
ic = 10A, Is == —lzg = 2 A")

lc= 8A,Ig= —Izg = 1,6 A%

Ucc = 150V |

1) SU 189 2) SU 190

P> < <

)

L)
a0

<

<<



SU 191

- SU 192

Vorlaufige technische Daten

O

Si-npn-Leistungsschalttransistoren vorzugsweise fiir

den Einsatz in Schaltnetzteilen

Bauform 5 TO3

Grenzwerte

Ucex
UcEo
Ic
fem

L

9,

Kennwerte bei -ﬁl = 25 °C

UCEsat
UBESCI"

i

Rihic

= 150 A, g
(lc = 10,0 A, Ig
(Ic == 150 A, Ig
(Ic == 10,0 A, Ip
(lc == 15,0 A, I
—lg = 1,54A)

(lc == 10,0 A, Ig
—Ilg = 1,0 A)

l

l

I

1.5 A)
1.0 A)

1,5 A)
1,0 A)

1,5 A,

1,0 A,

5U 191
160
125
20
25
200

max
1.2

2,0

0,8

1,17

SU 192
300 V
250 WV
15 A
20 A
200 ©C

max

0,9

e

T8

.17 K/W



SU 310 - SU 311 - SU 312 Vorlaufige technische Daten [ ]

Darlington-Schalttransistoren fiir elektronische Kfz-
Zindsysteme

Bauform 10 TO218

Grenzwerta

SU310 SU 3117 sSU 312
UCEX 400 450 450 v
UcEo 350 400 400 V
Ic 12 12 12 A
LM 15 15 15 A
—lcm 15 15 15 A
Pigt (0. = 25°C) 125 125 125 W
9, 175 175 175 °C

Kennwerte bei . = 25°C

max max max

UCEsat (g =T7A,Ig = 0,14 A) 1.8 . 1,8 Vv
(le == 10 A, Ig = 0,14 A) 1.8 V
Uggser e = 7A, Ig = 0,14 A) 2,5 2,5 v
(ic = 10 A, Ig = 0,14 A) 2,5 V
t lle = 7TA, lg = 0,14 A, 2.3 2.3 s

—lg = 0,14 A)
(le = 10 A, ig = 0,14 A, 2,5 us

- —lg = 0,14 A)
—Ucg (g = TA) 3 3 3 v

Rihic 1,2 1,2 1,2 K/W



SU 377/SU 379 ]

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir
Schaltnetzteile und allgemeine Anwendung

Bauform 8 T0220

Warmewiderstand Ripje = 1.76 K/W

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

SU 377 SU 379

Ucgo (g = 0) 600 800 V
UCED‘ (lg =0) 300 400 V
ic f A
lcm 8 A
Peot ({}c = 25°C) 85 W
9 ~25 ... 175 °C
9 ~25...-100 °C
Kennwerte {3, = 25°C - 5K)

lCEX (Uce = Uepor Uge = =2V) < 0,3 mA
UcEsat (e = 2,5A, Ig = 0,5A) SU 377 < 1,5 V
UCEsat (ic = 1,0A, lg = 0,2A) SU 379 < 1,0 vV
UBEsat (¢ == iCsar I8 = IBsae) < 1,3 <11V
' (¢ = lgger I = 2lggqy) = 08 S



SU 378/SU 380 L

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schaltnetzteile
und allgemeine Anwendung

Bauform 8 T0220
Wiarmewiderstand Reje < 1,76 K/W

Grenzwerte (gﬁlti;:; fur den Betriebstemperaturbereich)

SU 378 SU 380
Ucso (le = 0) 700 850 V
Uceo (ls = 0) 400 V
ic 6,0 A
lem 8,0 A
Pt (3c < 25°C) 85 W
9 -25...-4175 °C
9q ~25...--100 °C

Elektrische Kennwerte bei ¢ = 25°C = 5K

lcex (Uce == Ucgo, Uge = -2 V) < 0.3 mA
UCEsat (lc =25A, Ig = 0,5 A) <15 V
UBEmt “C = 2,5 A, Ig = 0,5 A) < 1.3 Vv
Uesrieeo  (IE = 10 mA) = 7,0 V
tf (lc =25A, g =05A ~-lg =10A) <08 us



SU 382 - SU 383 - SU 384 Vorlaufige technische Daten [ ]

Si-npn-Leistungsschalttransistoren vorzugsweise fir
den Einsatz in Schaltnetzteilen

Bauform 10 T0218

-

Grenzwerte
SU 382 SU 383 SU 384
Ucex 859 1000 1000 V
UCED 400 450 450 V
IC 9 9 9 A
Icm 15 15 15 A
Pioi (ﬁc = 25 °C) 125 125 125 W
-t}j 175 175 175 ©°C

Kennwerte bei ﬁj = 25°C

max max max
UcEsat Uc = 5A,Ig = 1A) 1,5 1.5 Y
(lc =7A,lg = 16A) 1,5 V
Uggsat e =5A,1g =1 4) 1,6 1,6 Vv
(lc =7A,1g = 1.6 A) 1.6 V
tg {lc =1A,lg =35 A, 0.8 0.8 0,8 us
—lg = 1 A)

“thjc 1,2 1,2 1,2 K/W



SU 386 - SU 387 - SU 388 - SU 389 - SU 390 L]

Vorlaufige technische Daten

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schaltnetzteile
und Motorsteuerung

Bauform 10 TO218

Grenzwerte

SU 386 SU 387 SU 388 SU 389 SU 390
Ucpy (Ugg = —2V) 160 250 300 850 1000 V
Uceo (Ig = ) 125 200 250 400 450  V
ICeat 5 8 10 10 8 A
leMm 20 20 25 30 30 A
Ptot (Ve = 25 °C) 150 W
b, 175 oC
9 125 °C
Kennwerte hei ﬂ‘j = 25°9C = 5 K
lcpx (Ugg = —2 V, Ucg = Ucgy) £ 1,0 mA
UR) CEO (I = 0.2 A) =125 = 200 =250 = 400 = 450 V
UCEcat (e = 1Csat) <15 =16 <15 <15 =15 V
ic/ip 10 10 8 5 5 A
t (ic = Icsar) <10 <08 <07 <08 <08 us



SU 508 - SU 509 - SU 510

Si-npn-Leistungsscl'\alttrcnsistoren-
fir Anwendung am 380-V-Netz

Bauform @ T0240

Grenzwerte, gliltig fir den Betriebstemperaturbereich

SU 510

SU 508 SU 509
Ucso 750 900 1000 V
Uceo 600 700 800 V
Ic 30 A
lem 60 A
Piot (Oc = 25 °C) 250 W
0 1350 °C
Elektrische Kennwerte bei }; 25°C - 5K
Icex < 5 < 5 < 5 mA
(Uce == Ucs max; Uge = -2 V)
UCEsut _ i: 2 V
(lc = 30A, 1B =1A)
lEBO < 200 =< 200 =< 200 mA
(Use = —5A)
UBE:I::'I: f_: 2;5 V
(lc=30A,Is =1A)
Ur < 1,8 Vv
(IF = lc = 30 A)
U(BRr) CEO — 600 = 700 == 800 V
('8 = 0 A, lc = 200 mA)
tf = 3 s

(Ic = 30A, Ig = —Ig = 1 A)



SU 518 - SU 519 - SU 520 Vorlaufige technische Daten[]
Hochstromdarlingtontransistoren fiir den Einsatz in

Stromrichtern

%,

Bauform 9 TO240

Greniwerte

Ucex

Uceo

ic

lem

~lcm

Piot (Fc = 25°C)

Y,

Kennwerte, bei'--‘}i = 25°C

Ucksat (lc = 50A, Ig = 1 A)

Uggsat (e = 50 A, Ig = 1A)

t {|C=50A. I = 1A,
-lg = 1 A)

—Uce (=g = 30A)
R?hjc

SU 518 SU 519

600
400

50
100
100
400
150

max
2,5
3,0

1.8
0,3

900
700
50
100
100
400
150

max
2,5
3,0

1,8
0,31

SU 520

1 000
800
50
100
100
400
150

max
2,3
3,0

1,8
0,31

=]
ni:b:bfnc:{



SY 170 - SY 171 =

Silizium-Gleichrichterdioden mittlerer Leistung im PreBfit-Ge-
hduse zum Einpressen in Kihlk&rper.

SY 170 Anode am Gehduse, SY 171 Katode am Gehduse

Ur IFAv) ') IFRM IrsmM2)
Typ V) (A) (A) (A)
SY 170/1 100 25 100 300
SY 171/1 100 25 100 300
SY 170/2 200 25 100 300
SY 171/2 200 25 100 300
SY 170/3 300 25 100 300
SY 171/3 300 25 100 300
SY 170/4 400 25 100 300
SY 171/4 400 25 100 300
SY 170/5 500 25 100 300
SY 171/5 500 25 100 300
SY 170/6 600 25 100 300
SY 171/6 600 25 100 300
SY 170/7 700 25 100 300
SY 171/7 700 25 100 300

Ur (bei ik =20 A, o = 25°C) 1V bei SY 170/171/1/2
1,2V bei SY 170/171/3/4

15...1500 Hz

IAIA

Reje £ 1,2 K/W

‘s]mu: == 150 .C

EinpreBkraft max. 8 800 N

) Sinushalbwellen, 4, = 100 °C ?) 50 Hz-Sinushalbwelle, &, == 150 °C

Katodenanschiuf * 31015
bei SY 170 T~ =
! 2\ | ca. G8dick
Katodenanschluf PIo-gs\+(
bei SY 171 N
Ly
oy
Z 1 [t
"tﬁ‘ E i i
_#128t00s




SY 180/1...SY 180/14 ®

Silizium-Leistungsdiode im Metallgeh&use
mit GewindeanschluB M 8

Typ UgeM) Yrsm 2)  Yrwm  Up IFavy?  'F(RMS) IFsm4)
V) (V) v V) (A) (A) (A)

SY 1801 100 70

2 200 140

4 400 280

]

8 % % 30 47 420

10 1000 700

12 1200 340

14 1400 980

- Sperrschichttemperatur =55 °C bis 150 °C
1
) .tT.E{\an UR) =0,5; f=50Hz...400Hz

Yy tp < 20 ms %) Sinushalbwellen, #_ = 100°C
‘) Sinushalbwelle, f =40Hz...65Hz, #; =150°C
Flty
|l -
D kadd «max.32
SWT4
5 -
T TE=—e
11 T

I ' 1%

-

(tmal biegen dersFuhne

um 90° zuldssig; Stellung Bezugspunkt zur  Kennzeichnung  Anedenanschiuf
der Fahne zum Sechskant .

unverbindlich) Messung der Gehausetemperatur



SY 180/6—A . . . SY180/14—A BN

Lawinengleichrichterdiode im Metallgehduse
mit GewindeanschluB M 8

Typ UgrM"? UrwmM Ur PrsM?  Trqavy?) IF(RMS) lesm 4
V) V) ) (KW) (A (A) (A)
SY 180/6-A 600 420
8—A 800 560
10—A 1000 700 10 30 47 420
12-A 1200 840
14-A 1400 980

i
)2 (von Up) < 0,5; f =50 Hz ... 400 Hz

) tp < 10 us; S 150 °C
) ¥, == 100 °C; Sinushalbwellen, f = 40 Hz...&65Hz
Y Sinushalbwelle, f = 40 Hz . .. 65 Hz, ity = 150 *C

- Frequenzbereich 40 bis 65 Hz
- Sperrschichttemperatur =55 °C bis 150 °C

(Imal biegen der
Fahne um 90°

zuldssig; Stellung der
Fahne zum Sechskant
unverbindlich)

043

Bezugspunkt zur  Kennzeichnung  Anodenanschiulf
Messung der Gehausetemperafur



SY 185/05...SY 185/6 ®
Schnelle Silizium-Gleichrichterdiode
im Metallgeh&use mit GewindeanschluB M 8
Typ UrrM')  Ursm?)  Ug IF(avy®) IF(RMS) IFsm®)
(V) (V) (V) {A) (A) (A)

SY 185/05 S0 35

1 1G0 70 16,5

2 200 140 bis 39 400

4 400 280 25

[+] 600 420

— Empfohlene UrwM < 0,7 > Urrm
— Sperrschichttemperatur oy == =55 °C bis +150°C
— Sperrerholungszeit tv < 0,3 us

IF = 1A, dif/dt = 12,5 Afus, R =03 A, &= 25 C

1
) Erg(vnn Up =5 0,5, f == 50 Hz . .. 30 kHz ?) t = 20 ms

) Sinushalbwelle, f == 50 Hz . . . 20 kHz, the == 100 °C

% Sinushalbwelle, f = 50 Hz, § =120°C, Ug =0

== — 521‘# ::‘
L —te max.J2 - |
SWIH | ;
— |
m‘ — i —— ..—:—1]
E; 11 i
= P
{(1mal biegen der /
Fahne um 90° zulédssig; / "
Stellung der Fahne ! _
zum Sechskant Bezugspunkt zur  Kennzeichnung  Anedenanschiulf

unverbindlich) Messung der Gehausetemperatur



SY 191/1...SY 191/16 - SY 192/1...SY 192/16 ©
Siliziumleistungsdioden im Metallgeh&use mit

GewindeanschluB M5 bzw. M 6

Typ

URRM

Ursm Urwim IECAv) lERM
Vv Vv v A
SY 191/1 100 70
2 200 140
4 400 280
6 600 420
8 800 560 20 200
10 1 000 700
12 1200 840
14 1 400 980
16 1 600 1120
SY 192/1 100 70
2 200 140
i 400 280
6 600 420
8 800 560 45 450
10 1 000 700
12 1200 840
14 1 400 980
16 1 600 1120
310 _
95 g
I
g,“ ;r}— .
3 A S /
25] /
S M5




SY 196/1...SY 196/10 - SY 197/1...SY 197/10 ©

Schnelle Siliziumleistungsdioden im Metallgehduse
mit GewindeanschluB M 5 bzw. M 6

Typ UrrM  URrsm UrwM  IFav) IFSM ter
Vv vV Vv A A ns
SY 196/1 100 70
2 200 140
4 400 280
6 600 420 15 170 0,3
8 800 560
10 1000 700
SY 197/1 100 70
2 200 140
4 400 280
6 600 20 2 20 0.3
8 800 560
10 1000 700
.- 385 .
TN 725
-
ST =
& {B .: _ .




SY 200...5Y 210
SY 220...5Y 230

Silizium-Gleichrichterdioden fiir Strdme bis 1 A

o
3
E

Abb. 23

Kotode bei SY 200..210
Anode ber SY 220..230

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SY200  SY201  SY202  SY203
§Y220  SY221  Sy222  Syz23

Nennspertspannung Trn 75 100 200 300 Vv
Sperrgleichspannung Ur v 75 100 200 0 v
Periodische Spitzensperrspannung  UrP 100 130 260 w0 v
StoBspannung Ors 2 10 150 300 450 v
SY204  SY205  SY206  SY207
SY224  SY225  SY226  SY227
Orn 400 500 600 700 Vv
Ur 400 500 600 700 Vv
Ore 520 650 780 sl v
Ors 600 750 900 1050 V.
Sva08 Y210
SY228  SY230
[ 800 1000 v
Ur 800 1000 v
Ore 1040 1300 v
Ors 1200 1500 v
DurchloBspannung Urd <12 Vi
Die Reihe SY 220, .. SY 230 ist fiir Neuentwicklungen nicht mehr einzusetzen
Schleusensponnung Us ca. 08 v
NenndurchloBstrom NS Rlost 07 A
Clast 06 A
Douergrenzstrom Irm & 2 A
Periodischer SpitzendurchiaBstiom T ? 8 A
StoBstrom s 40 (50) A
Grenzstromintegral [ 8 (125) A
Sperrstrom R 0 < 015 mA
Differentielier DurchlaBwiderstand o ca. 70 mQ
Nullpunktkapozitat Co 12 ca. 50 oF
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Gesamtwérmewiderstand R < 100 grd/W
Betriebstemperaturbereich ~40. .. +150 c
(Spenschichttemperatur)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Masse .3 9
Schwingungs- und StoBfestigkeit noch TGL 11053, BI. 1
KLIMATISCHE EIGENSCHAFTEN
Pritklasse 546 noch TGL 9202, BI. t

Logerungs- und Transportbedingungen nach TGL 11053, Bi. +

ALLGEMEINE TECHNISCHE FORDERUNGEN, PRUFUNG, LIEFERUNG

nach TGL 11053, BI. 1

Bestellbezeichnung  einer Silizium-Gleich-
richterdiode mit einer Nennspannung von
UR = 100 V, wobsi die Katode am Ge-

hause liegt Silizium-Gleichrichterdiode SY 201
24
7| —— ungeglattet 2z
- == yolist. geglittet /
20 / ﬁr
7 g
16 " Aom
P 4
/l
S 7
w ¥ E it C-Last L
200 uF A
o /
DurchlaBverlust-
leistung -
in Abhdngigkeit
04 des Durchla8-
’ / strommittelwertes
Parameter: -
DurchlaBwinke! g
] I ]
0 0.4 08, 12 1.6 20
I (A) —
Zuldssige
Verlustleistung
in Abhéingigkeit
12 von der
‘ Q Umgebungs-
temperatur
= Q*‘% \ Parameter:
<08 -~ Sperrschicht-
Qa N \ temperatur
cuny
Wi (C)
54, v 50
40
i 130
120
0
20 40 80 00

60
1y (°C) ==



SY 320/0,75 . .. SY 320/10 ®

Silizium-Gleichrichterdiode kleiner Leistung
im Kunststoffgeh&use mit Drahtanschlissen.

Typ UrwMm Ugrm?) Irav)2) lFRM Ipsm 3)
(V) (V) (A) (A) (A)
SY 320/0,75 75 100
1 100 130
2 200 260
3 300 390
4 400 520 = 0,95 <10 = 40
5 500 650 :
6 600 780
7 700 910
8 800 1040
10 1000 1300

virtuelle Sperrschichttemperatur #,-40. .. +15¢°C
f max. = 1 kHz

Y Dauer = 1 ms
©) Sinushalbwelle, tto= 45 °C volle Drehldnge ouf Leiterplatte
%) Scheitelwert einer 50 Hz-Sinushalbwelle bei 120°C, UR =10

- max7§ .

J_‘m:rzi?:,r: 10245

i S | '
2mal biegen der AnschluBdrdhte =l Rl ‘
um 180° mit Biegeradius 2 0,8 mm =t “f i 3= <i
IUIE‘SEig y I_/l ! \/ c:‘;r,-

/
Kennzeichnung 2-zeiliy  Katodenanschiul
aufgestempelf (Farbring)



SY 330/1...SY 330/20 | 0

Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
im Kunststoffgehduse

{

Tye URrm') Ursm?) Ug Irav)®) IFsm*)
(V) v) (V) (A) - (A)
SY 330/1 100 100 100
2 200 200 150
4 400 400 350 < 0,48
6 600 600 500 < 20
8 800 3800 700 bis
10 1000 1 000 900
12 1200 1200 1100 < 0,29
15 1500 /1500 1 400
18 1800 1 800 1 600
20 2000 2 000 1800

~ Empfohlene UrwM = 0,7 XX UrrM
— Sperrschichttemperatur =55 bis 160 °C
- Sperrerholungszeit t«« < 0,25 ps
IF = 1A, dif/dt==~25Afus, Ik = 0,4 A, % =25°C

"‘;go.s.f-——.mHz...mkHz 2) tp S 20 ms

3) Sinushalbwelle, f=50Hz...30kHz, volle Drahtldnge auf
Leiterplatte, #, = 45°C

%) Sinushalbwelle, f 2 50 Hz, ¥; = 100°C, Ur =0

I _
i 273

Drahtanschlisse beiderseitig Anode
bis auf 1,5 mm Abstand vom neaenanschiuf Katodenanschiult

Gehduse 16tféhig verzinnt (‘Fa‘ﬁéﬁw)



SY 345/05. .. SY 345/10 O

Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
im Kunststoffgehduse

Typ Urrm')  Ursm?)  Ur IF(AV)®) IFsm*)
v) (V) v) (A) (A)
SY 345/05 50 50 35
1 100 100 70
2 200 200 140 < 14
4 400 400 280 bis <. 40
6 600 600 420 < 11
8 800 800 560
10 1000 1 000 700

— Empfohlene Urwm = 0,7 X UrrmM
— Sperrschichttemperatur =55 °C bis 160 °C

- Sperrerhnlungszeit tre £ 0,25 pus Gruppe K
< 0,35 us Gruppe L

IF = 1A, dir/dt== 25 Afus, IR = 0,4 A,% =25°C
" tp/T £05, f=50Hz...30kHz 2) tp < 20 ms

3) Sinushalbwellen, f= 50 Hz...30kHz, Kiihlung der An-
schilisse im Abstand von 10 mm vom Gehduse auf 9u = 45°C

) Sinushalbwelle, f = 50 Hz, 9; = 120°C, Ur =0

|
S —

2mal biegen der AnschluBdréhie
um 180° mit Biegeradius = 0,8 mm Anodenanschiull  Katodenanschluf?

zuldssig (Farbring)

- 625
min 273 . 63, 1

B




SY 346/05...SY 346/10 - SY 347/05...S5Y 347/10 (]

Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden im Kunststoff-
gehduse

Typ Urrm UrwMm')  IFrav)®)  IFRM IFsm?)
(V) V) (A) (A) (A)
SY 346/05 50 35 0,81
1 100 70 0,81
2 200 140 0,81
4 400 280 074 <8 <40
6 600 420 0,68
8 800 560 0,63
10 1 000 ' 700 0,59
SY 347/05 50 35 0,73
1 100 70 0,73
2 200 140 0,73
4 400 280 067 <38 35
6 600 420 0,61
8 800 560 0,57
10 1 000 700 0,53

) empfohlener Wert

2) Sinushalbwelle, f > 50 Hz, 9; = 45°C, Ur =0
Sperrerholungszeit tee = 0,2 us

3) volle Drahtldnge auf Leiterplatte, %o == 45°C

S ! _--'
min 278 9
G e B
b ! _E}_
— 1 . g '__f
|

Anodenanschiull Katodenanschiul?
(Farbring)



SY 351/05... SY 351/16
Silizium-Gleichrichterdiode im Kunststoffgehduse

[

Typ UrrM') URSM?) Ur  IFaVY’) IFsm®)
v (V) V) A A
SY 351/05 50 35
/1 100 70
{2 200 140
/3 300 210
/4 400 280 < 3 80
/6 600 420
/8 800 560
/10 1000 700
/12 1200 - 840
/14 1 400 980
/16 1600 1120
— Empfohlene UrwmE< 0,7 2X U rrM
— Sperrschichttemperatur =55 °C bis 150 °C
— Betriebsfrequenz f=50Hz...1kHz
) f=50Hz...1kHz t,/T £0,5
%) tp = 20ms - max. 62,5 _
3) Sinushalbwellen, Kiihlung mn25, . 95
der Anschliisse im Abstand g
von 10 mm vom Gehduse :;.1 ; :
auf 3o = 45°C qﬁ{:_ 1B £=3c=F
%) 50 Hz-SinE-swelle \, | ! \/ o
% =120 C Uz =0 Anodenanschiuf Katodenanschiul

(Farbring)



SY 356/05...SY 356/10 O

Schnelle Slltzmm Gleichrichterdioden im Kunststoff-
gehduse

Typ UprMm?  Upsm? Ur lzav)?  lgsm Y
V) (V) (W) {A)
SY 356/05 50 35
1 100 70
2 200 140 3,0
4 400 280 bis - 80
6 600 420 2,3
8 800 560
10 1 000 700

~ Empfohlene Urwm < 0,7 XX UrrMm
— Sperrschichttemperatur 55 °C bis 150 °C

- Sperrerholungszeit t < 0,3 us (K)
< 04 us (L)

Ir = 1A; die/dt= =25 A/us lg = 0,5A: % =25°C
) tp/T £0,5; f=50Hz...30kH:z
Y tp < 20ms

3) Sinushalbwellen, Kiihlung der Anschliisse im Abstand von
10 mm vom Gehduse auf 9%q = 45°C

) Sinushalbwelle, f = 50 Hz, & = 120°C, Ur =0

I max. 62 5
,I min25,, g5 .
ey f
- 4 ¥
X | A
x\l ki ; N
Anodenanschiuf Kafodenanschiull

(Farbring)



SY 360/05...SY 306/16 - SY 361/10...5SY 361/18 [J

Silizium-Gleichrichterdioden kleiner Leistung
im Miniatur-Plast-Gehduse

Typ Urrm')  Ursm2) UYpwm  Ur  Igavy  TRRM IFSM
(V) V) ) (v) (A (A (A)
SY 360/05 50 35
1 100 70
2 200 140
3 300 210
4 400 280 ‘
6 600 420 <095 <8 <409
8 800 560
10 1000 700
SY 361/10 1 000 700
/13 1 300 900
/16 1 600 1 100 1%) < 10 £ 50°)
/18 1 800 1 250

f max, == 1 kHz
Virtuelle Sperrschicht- #] ~—55... 150 °C
tempearatur

D tp (UR) S 0,5 2 tp < 20 ms
T

%) Einwegschaltung, R-Last #_, = 45 °C, volle Drahtlénge
auf Leiterplatte

%) Scheitelwert einer 50 Hz-Sinushalbwelle, #; = 120°C, Ug=0
®) Scheitelwert einer 50 Hz-Sinushalbwelle, &; =25°C, Ug =0

¢} Sinushalbwellen, .Ki.ihlung der Anschliisse im Abstand von 10 mm vom
Gehduse auf ¢, = 85°C

. 625 .
min 273 i, 63 :

2mal biegen der AnschluBdrahte
um 180° mit BEEQETUdius = 0,8 mm Anodenanschiull Aaioaenanschiu?

zuldssig (Farbring)



'SY 525/020 . .. SY 525/070 ©
SY 526/030 ... SY 526/045

Schottky-Leistungsgleichrichterdioden
im Metallgehduse (Schottky-Barrier-Diode)

W

Typ UrrM  UrwM  Tr(av)”) 'FRMS) TEsm?) YEMD  lrem &9
(V) (v) (A) (A) (A) V) (mA)  (nF)
SY 525/020 20
030 30
040 40
050 50 30 47 600 072 3 30% 2
060 60
070 70 '
SY 526/030 30
035 35 25 39 . 500 0,55  3%200% 3
040 40
045 45

Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dUp/dt SY 525 = 1 000 V/ps,
SY 526 = 700 V/us

Sperrschichttemperatur SY 525: 'B‘J = -55°C.,..4+175°C
SY 526: %] = =55°C,.. 4150 °C

Y sinusférmiger Stromverlauf; {}]- = 175 °C (S5Y 525) 150 «C (SY 526)

2) 50 Hz-Sinushalbwelle; t, = 10 ms; +. = 125 2C (SY 525) 100 °C (SY 526)
3 lgy = 30 A (SY 525) 25 A (SY 526); 9, == 25°C — 5K

) Up = Ugprmi P¢ == 25°C = 5K

% Ug = Uppms % = 150 °C — 5K (SY 525) 125 °C — 5K (SY 526)

g5 L SWTT

4 = -

b
]

| (L _I,
J
|

=~




SY 625/0,5...SY 625/2 ®©

Epitaxial- Lelstungsgie:chrtchterdlode
im MetalIgehause mit Gewmdeanschluﬁ M5

Typ Ugrm") UrwM  IF(av))  TFRMS)  Trsm® UEY ter")
(V) (V) (A) (A) (A) (V) (ns)
SY 625/0,5 50
/1 100
".s 150 28 43 420 0,85 50
/2 200
Sperrschichttemperatur ) = -55°C...4-150°C
1
Jte < o5

2) Sinushalbwelle, #. = 120°C

3) Sinushalbwelle, Ur == 0; tp = 10 ms

Y UF bei IF = 20 A, % = 100°C

5 Ig = 1A; dI/dt = —50 A/us; i = 0,1A; $c = 25°C

310
% N 1 L SWTT

|
1

6.3

=




SY 710 * u
Sehr schnelle Si-Gleichrichterdiode

Grenzwerte

Typ UrrmyV) Ursm®™)  UrMY)  Ie(av)n)(A)  lrsmey(A)
SY 710/0,5 - 50

SY 710/1 100 7 80

SY 710/1,5 150

SY 710/2 200

empfohlene Betriebsscheitelsperrspannung UrwM —0,7 URrM
Sperrschichttemperatur =55 °C bis 150 °C

Kennwerte .

tee < 35ns bei Ir = 1A, Ir = 0,1TA
diF/dt == =50 A/us

Uem < 0,85V bei IfM = 5 A, % = 100 °C

Rthjc < 2,7 K/W

) f = 50 Hz bis 100 kHz
2) Sinushalbwellen, f== 50 Hz bis 100 kHz, & = 125°C
3} Sinushalbwelle, tp < 10 ms, ;= 150°C, Ugr = 0

—

JFe8, 18] ALY 7

!

u s
|+ It ;’;I St
i Ll

R | e
I 1 I W
1 TR H S % zur Messung
— - der Gehduse- |
‘| W\ femperatur |
: |
o0, )
1 1 508 27 | | G%

Kotode Anode
Kafode 15t ierfend mit der Kihifahne verbunaen



SY 715 L

Sehr schnelle Si-Gleichrichterdiode mit hohem Wir-
kungsgrad fir den Einsatz in Schaltnetzteilen

Grenzwerte

Typ Ugrm)  Ursm  Ur Fay)  lesmd)
(V) (V) (V) A A

SY 715/0,5 50

SY 715/1 150

SY 715/1,5 100 12 200

SY 715/2 200

empfohlene Betriebsscheitelsperrspannung Urwm —0,7 UrrM
Sperrschichttemperatur -55 °C bis 150 °C

Kennwerte

ter < 35ns bei Ir = 1A, Ir == 0,1A
dif/dt = —50 A/us

UrM 0,85V bei IgkM == 10 A, ¥ == 100°C

=
Rihje < 2K/W

1} f = 50 Hz bis 100 kHz
2) Sinushalbwellen, f = 50 Hz bis 100 Hz, & = 125°C
3) Sinushalbwelle, tp < 10ms, ¥ = 150°C, Ur = 0

MaBbild siehe SY 710



SZ 501...SZ 510
Silizium-Leistungs-Z-Dioden

Wird im Laufe des Jahres 1970 durch die elektrisch gleichwertige Nochfolgetype SZ 600/ . ..
ersetzt,

Abb. 34

KENNWERTE (8 = 25°C -5 grd)

$§7¢ Sz Sz Sz Sz Sz SZ Sz Sz
501 504 S05 555 506 SO07 508 509 510

Z-Spannung Uz 05 48 53 58 64 T0- 77- 85 94 V
085 55 60 66 73 79 88 96 106

Z-Widerstand 2 15 5 2 2 2 2 2 4 4 Q

bei einem

. Strom Iz ~ 100 100 100 100 100 100 100 50 50 mA

Temperaturbeiwert Kyz — -1 2 3 3 4 5 6 6 grd-t

der Z-Spannung 104

Tempercturbsiwert K 20 20 20 20 20 20 20 20 20 grd!

des o4

Z-Widerstandes

8z S§z S8z Sz Sz sz Sz Sz
51 512 513 515 516 518 520 522

Z-Spanaung Uz 104 114- 125- 138 153- 168 188. 208 V
M6 127 140 158 170 190 21,0 230

Z-Widerstand 7 7 1 #1513 15 15 Q

bei einem
ZStrom Iz 50 50 0 50 25 5 2% 5 mA

Temperaturheiwert Kyz 7 7 7 7 -7 7 7 7  gri
der Z-Spannung 104

Temperaturbeiwert Ky 20 20 20 20 20 20 20 20 grdt
des -10+¢

e
Z-Widerstandes

2ZULASSIGE HOCHST- UND MINDESTWERTE (#2 = 45°C)

Sz* Sz Sz Sz Sz Sz SZ Sz Sz
501 504 505 555 506 507 508 509 510

DurchlaBstrom IFmac 1000 250 250 250 250 250 250 250 250 mA
IFmin 2

Z.Strom Izmax>} 175 160 145 130 415 110 100 90 mA
Izman?) 1400 1290 1170 1060 980 880 800 730 mA
Izmin 10 10 10 19 10 10 10 10 mA

Sperrschicht- % 155 o

temparatur

Umgebungs- B 55 L4125 oC

temperatur

Warmewiderstend  Rini 8 grd/w
Rin 2 ardjw

8z $§z Sz Sz Sz sz Sz Sz
51 512 513 515 516 518 520 522

DurchloBstrom IFmax 250 250 250 250 250 250 250 250 mA

Z-Strom lzmax!) 80 75 65 60 55 S0 45 40 mA
Izna® 670 610 550 490 450 400 370 330 mA
Izn 10 10 10 10 10 10 40 10 mA

Sperschicht- & 155 °C
temperatur
Umgebungs- [ 55... 4125 oc
Warmewidersiand R s s
“in DurchlaBrichtung gepolte Diode ') Ohne Kithlblech 3 Mit vertikalem Kiihiblech
Uy (V)
a
-
200 —~
<
&
400
N
600 l
o Mittlere Kennlinien
800 (fiir $o = 25°C)
6 g Reduzierung der
? 80-80~2 Verlustleistung
T 4 ls0es0xz N\
<~ [30:30x2 N~
a2 a
otne Kuh/blzch% %
o 50 1o 150
% () —-
7 Mittlere
DurchlaB-
2 4 kennlinie
1 bei 25°C
— und
B JET| T esec
JArim| y Ume
I | S gebungs-
10°¢ tempe-
0 020406 0810 ratur
Ue (v) —
2 T
10
s prwzes a7
%, g
6
‘f> PR
S
ZAM
0
-2

24 20 16 12 8 4

- ———UZ )
Streubereich der Temperatur-Beiwerte
Kuz der Z-Spannung Uz in Abhdngig-

keit von Uz bei Iz 100 mA
00
80
60 7
40
T 7 g
20
N Uz 10 m4
=S 10
E 8 ‘/A
N6 U7 *100mA
4 YV
2
7

4 8 12 18 20 24

T Uy (V)=
Z-Widerstand rz (Max. Werte)
in Abhdangigkeit von der Z-Span-
nung Uz bei 25°C Umgebungs-
temperatur



SZ 600/0,75 . . . SZ 600/22 0

Silizium-Z-Diode im Metaligehduse
mit Gewindezapfen M 4 und Drahtanschliissen,
Z-Spannungstoleranz 5 9/,

Typ ' Uz rzd bei Iz I: maox, Pmox.
' bei IZMnss GI"II"IE mit
Kihlblech)
V) (€) (mA) (mA) (mA) (W)
SZ 600fC,75 0,65... 0,85 1.5 100 1000 3000 3.5
5.1 48 ... 54 5 100 185 1450 8
5.6 52 ... 60 2 100 12 1330 8
6,2 58 ... 6,6 2 100 1 1210 8
5,8 64 ... 7,2 2 100 139 1100 8
7.5 7 ... 7.9 2 100 126 1010 8
8,2 7 ... 8,8 P 100 113 910 8
9,1 8% ... 9,6 4 50 104 830 B
10 o4 ...10,6 4 50 g4 750 8
11 10,4 ...11,6 7 50 B %0 8
i2 1.4 ...12,7 7 50 78 630 8
13 12,4 .., 14,1 11 50 Vil 5K 8
15 13,8 ... 15,7 11 50 63 500 8
16 15,2 ... 1714 15 25 58 &70 8
18 16,8 . 19,1 15 25 52 420 a
20 18,8 ... 21,2 15 25 &7 280 8
22 20,8 ... 233 15 25 43 350 8

I == {00 mA fir SZ 600/0,75 ... SZ 600/8,2
#Mess " "50 mA far SZ 600/9,1 . .. SZ 600/15
25 mA fiar SZ 60016 ... SZ 600/22
Die oberen Grenzwerte des Z-Stromes |7 max. gelten fiir eine Umgebungs

temperatur von 45 °C bel natirlicher Luftklihlung.
Y blankes Aluminium 200 X 200 X 3 mm?® (beil SZ 600/0,75
mindestens 50 X 50 X 2 mm3) — vertikale Anordnung

100-5
=} Ly
07435 X108 max 775 —
&t1 .
gl ':?hﬁ——r 4 o
! TR B
~ ; i . - -
l‘;? Ll !
Katodenanschlult Kennzeichnung Anoaenanschiul

«-a" Abstand einer Drahtblegestelle = 3 mm



SZX 18/1;5,6... 33 A

Z-Dioden in Allgiasausfihrung zur Stabilisierung
und Begrenzung von Spannungen

sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen.

Die Z-Dioden SZX 18 werden in der E 12-Reihe (10 %) geliefert.

Grenzwerte bei 94 = 25 °C

Gesamtverlustleistung Prot 500 mW
Sperrschichttemperatur D 175°C
Wérmewiderstand Rth 0,3 K/mW

Kennwerte 9, — 25 °C

Typ Z-Spannung Z-Wider-  rel, Temperatur- Sperr-
stand koeffizient span-
der Z-Spannung nung
bei I7 = 5 mA bei g == 1 pA
SZX 18/11) 0,65... 0,85 < 8 —0,26 . ..—0,22 —
SZX 18/5,6 50 ... 63 = 65 —0,03...-0,06 Z 1
SZX 18/6,8 60 ... 7.5 = 10 -—0,01...-0,07 = 2
SZX 18/8,2 7.3 ... 92 = 8 -+0,02 ... 40,07 = 3.5
SZX 18/10 88 ...11,0 < 17 +0,05 . . . 0,08 =5
SZX 18/12 10,7 ...13.4 < 30 -+0,06 ... 490,09 = 7
SZX 18/15 13,0 ...16,5 = 40 40,07 ... +0,09 2 10
SZX 18/18 16,0 ...20,0 =< 55 -+0,08 , . . 40,095 2= 10
SZX 18/22 19.6 ...24,4 = 90 --0,08 . .. <0,1 = 12
S5ZX 18/27 24,1 ,..300 < 100 ~+0,08 ... -+0,1 = 14
SZX 18/33 29,6 ... 36,5 = 100 40,08 ... 40,1 2 17

DurchlaBspannung bei Ig = 50 mA, Ug < 11 V
") wird in DurchlaBrichtung betrieben

oy schwarzer Farbring (Katode) SZX 78/7../33

< ;3 roter Farbring (Katode) SZX19/57.../33

By 4 h

- . —+—" - - n . ; - i

SV | AnschluBdrah? . J AnschluBaraht
(gtbar verzinnt | 4%*1 g1\ lotharverzinnt
- 30+5 o | max. 43 e 30+% .




SZX 19/5,1...33

A

Z-Dioden in Allglasausfiihrung zur Stabilisierung
und Begrenzung von Spannungen
sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen.

Die Z-Dioden SZX 19 werden in der E 24-Reihe (59%;) geliefert.

Grenzwerte bei 9o = 25 °C

Gesamtverlustleistung Piot 500 mW
Sperrschichttemperatur ¥ 175°C
Warmewiderstand Rih 0,3 K/mW
Kennwerte ¢, = 25°C
Typ Z-Spannung Z-Wider- rel, Temperatur- Sperr-
stand koeffizient span-
der Z-Spannung nung
Uz/v . /Ohm Txuzf Yo IK URJ{?
bei iz == 5 mA b.lp == 1 uA
SZIX 19/5.1 4,8 . 5.4 <75 —0,05 .. = 1
SZX 19/5,6 52... 6,0 < 60 ~003, - s 1
SZX 19/6.2 5,8 ., 6,6 = 35 -—0,02 .. = 1
SZX 19/6,8 6,4 . 71,2 < 8 —-—0,01... = 2
SZX 19(7.5 7,0 . 7,9 < 7 +0,02... < 2
SZX 19/8,2 7.7... 87 S -40.03... = A8
SZX 19/9.1 8,5 . 9.6 < 10 ~+0,04 . .. = .5
SZX 19/10 9.4 . 10,6 =15 -+0,05 . . . 40,085 -
SZX 19/11 10,4...11,6 < 20 +4-0,055. . . = 5
SZX 19/12 11,4...12,8 < 20 +-0,06 . = 7
SZX 18/13 12,5... 14,0 < 25 40,07 ... s 7
SZX 19/15 13,8...15,5 < 30 +0,07...-40,095 =10
SZX 19/16 15,3.,.17,0 < 40 +0,08,...40,095 =10
SZX 19/18 16,8...19,0 = 50 40,08 ... ,005 = 10
SZX 19/20 18,8...21,0 <55 0,08 . = 10
SZX 19/22 20,8...23,0 < 55 40,08 . > 12
SZX 19/24 22,8...25,6 < 80 ~4-0,08 , = 12
SZX 19/27 25,1...28,9 = 80 4-0,08 .. =
SZX 19/30 28,0,..32,0 = 80 --0,08 .. 2 14
SZX 19/33 31,0... 35,0 < 80 +-0,08 . . = 17

DurchlaBspannung bet Ip = 50 mA, Ug £ 1,1V MaBhbild siehe Seite 699



SZX21/1;51...24 A

Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastgehduse. Sie
dienen zur Spannungsstabilisierung und -begren-
zung sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannun-
gen. -

Die Z-Dioden SZX 21 werden in der E 24-Reihe (5%;) geliefert.

Grenzwerte
Gesamtverlustleistung Pior 400 mWT)

Pt 250 sz)
Sperrschichttemperatur % 150°C
Warmewiderstand Rew 0,31 K/mW?)

Rew 0,5 K/mWw?)
Lagerungstemperatur- Qg =50...-+50°C
bereich
Betriebstemperatur- s =55...-+100°C
bereich

) Angaben gelten, wenn AnschluBdrdhte in 3 mm Abstand vom
Gehduse auf einer Temperatur von e == 25°C gehalten wer-
den

2} ohne zusétzliche Kihlung

ot el
y s ©
Yl e | 4
Wi T <
Ny 'Y : T T T
4 = S
=1
Sy o
Katou ldtbar verzinnt || 4202 U
aioge | L pl
- 7 24t
Kennwerte bei $, = 25°C
Typ Z-Spannung Z-Wider- Sperr- rel, Tamperatur-
Uz/¥ stand spannung koeff. der
re [Ohm Ur /¥ Z-Spannung
bei Iz —5 mA beilgem 1 A Kor B /K
SZX 2110 0,73... 0283 < 8 - -0,22 ...-0,18
SZX 2151 48 ... 54 iw Z 08 -005 ...4 003
SZX 21/5,6 52 ... 60 < 40 = 1 -0,02 ...4 0,05
S7ZX 21/6,2 58 ... 6,6 <10 > 1 -0,01 ...4+006
57X 21/6,8 64 ... 72 28 = 2 -0,00 ...40,07
S7X 21/7.,5 70 7% 2 7 > 2 4002 ...+ 007
SZX 21/8,2 77 ... 87 < 7 2 35 40,03 ...-4007
57X 21/9,1 85 ... 9,6 £10 = 35 40,04 ...4008
S5ZX 21/10 94 ...10,6 <15 Z 5 40,05 ...4 008
SZX 211 10,4 ...11,6 =20 =5 +0,05 ...+ 0,08
5ZX 2112 11,4 ...128 <20 z 7 006 ... 4009
57X 21/13 12,6 ...14,0 < 25 > 7 -+ 0,065. ..+ 0,09
SZX 21/15 138 ...155 = 30 Z 10 + 0,07 ...4009
SZX 21/16 153 ...17.0 = 40 = 10 + 0,07 ... -k 0,09
SZX 2118 168 ...19,0 < 55 210 -+ 0,07 ...4 0,09
52X 21/20 188 ...21,0 < 55 =10 40,07 ...+ 0,09
SZX 21/22 20,8 ...230 <55 212 -+007 ...+009
SZX 21/24 228 ...256 < 80 =12 =+ 0,075...-+ 0,095

Durchlofspannung bai Ip = 50mA. jp S 1V "} wird In Durchla®ilchtung betrlaban



U12sD *
4 Dekaden Vor-[Riickwartszéhler

Programmierbarer 4stelliger dekadischer Vor-Riickwértszéhler,
Er enthdlt 2 Speicher, deren Inhalt mit dem Zéhlerstand vergli-
chen wird.

Uber entsprechende externe Treiber ist es méglich, 7-Segment-
anzeigebauelemente (LED) im Multiplexbetrieb anzusteuern.
Gleichzeitig steht die Ausgangsinformation auch im BCD-For-
mat an den entsprechenden Ein-/Ausgéangen zur Verfiigung.
An den 3 Z&hleingdngen ist eine Summe- und Differenziogik
angeschlossen, die es gestattet, in bestimmten Betriebsarten
mehrere, auch gleichzeitig auftretende Impulse zu zdhlen,

Fiir den Betrieb als Uhr enthélt der Schaltkreis einen 25-Vortei-
ler und die Logik zur Erzeugung von 100 Hz und 1/60 Hz-Impul-
sen. Bei Ausfall der Betriebsspannung Upp st es méglich, den
Inhalt der Speicher und den aktuellen Zéhlerstand zu erhalten.

Bauform 14

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

Lze Vernullen- Upp Betriebsspannung
unterdriickung 5/05C Verzeichanausgang

57 Synchrenisierung Ausgang Teller

a2l Takt-[Mulleingang INS Varzeichensingabe

Do Dezimalstelle 0 1M1 Zahlelngang 1

m Dezimalstelle 1 12/P5 Zéhleingang 2

Dz Derimalstelle 2 13T ;mﬁrtllmmicm;ﬂnung £

f eingang 3,
CE Dezimalstelle 3 Teilertest

] Programmiereingang 1
P2 Programmiereingang 2
T-Segment-Ausgiinge UD/Ps Vor-Rickwirts-
umschaltung
Programmiereingang 6

|

BCO-Ein-/Ausgénge B4 ecingdnge 3 und 4

coz {Load Digit) LM1 Laden Speichar 1
ojLD3 LMz Ladan Speicher 2
COMP1 Lc Laden Zéhler
coMpoj  emporatorausgénge RESET Riicksatzeingang
0 Nullousgang EQUAL  Koinzidenzausgang
Ugps gepufferte Betricbs- CARRY  Ubertragausgang
spannung Usg Bezugsspannung
18 @ &
b 8
er—m
d m
ey—iz
f 13
i
20
M
22
|23
p—c37
204
—
Gremwerte  {#; = —10...70°C) min. max.
Betriebsspannung Yop - 0,5 TV
Eingangsspannung U - 05 7V
Lagerungstemperatur fag =55 125 C
Verlustleistung P (i, = 25°C) . o7 W
Statische Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Ynp 4,75 525V
gepuHerte Betriebsspannung Uops H 525V
gepufferta Batrisbszpannung Upps 4,75 525V
Eingangssponnung L Uy - 0,5 08 v
Eingongsspannung H Uy 24 UppV¥
Takteingangsspannung L Ve - 05 0,45V
Taktaingangsspannung H Umne Upp - 20 Upp ¥
Blodkichaltung
a7 oy
& 0’5 " iscasr; s




U 192 D  Dekoderschaltkreis

Qoc
or :—-1 Uon Eo-——lID | 0a |—o1
— Jo—lc Ob ——od
0 Z 15] 0  o—IE Gc o9
e 3 s} Oh S ol A Oc p=——0ail
— Ge —o11
8 L 2] 0g o [on
1A 5] 12] of g —oi3
USSI-E 11] oe 0!1 —ol4
0a E Elﬂd Qi 015
ob (& 9] 0¢ or —o1
i J
AnsehluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: TGL 42662
D |C |B A |oa|loOb|Oe]Od] Oe| Of | Og | Oh| Qi | Or |Display
vl e te e i e o | L jL (o |L fH I
IR ERE W lw | Llu oL |H -
cle il el il | | v | |L L {H 3
LlL it e e |a|L | ! | bL L |H —H
L luwdle o dw | |8 v L | HiH L |L |H =
L JH L B ] L (8 [0 |H HlL |n |H =
L |v |H |L |l i e L in |a 1
t el |ulo s |nie s | v {8 i L |0 H
Hle ol lule e | ple | vl L L |H H
#le e | lw it e |l | B L [0 |[H]|H i
TR R R R A T T ||
gL v iwlu v fu B |98 L | |[H |H H I
H|L (L |u|H |H|H|[L 1 m|H |H |H =
Hiwnle el el |t ol in s {H i
Hiw luwjL|n |t |8 |[H!L H|H |H |H |H =
Hojm (W fH fu (L |n lufB s fEH 8 ]
Ausgewihlte Kennwerte
Kennwarte :;;i’en MeBbedingung min. max. Einhei :
Betrichsspannung UDD 10,8 15 ¥
AUSZANZSSPAMMUNE UD ] "'I;m v
Ausgangsstrom H “OH' 10 mhi |




U 739 DC . 12 Bit Analog/Digital-Wandler . 1o kntwickiuny , © 000 D ¢
T |m f W m Infrarot-Fernbedienungs-Empféanger-Schaltkreis
e o & I"I__{__‘ _-a{—-—;{—l Dekoder-Schaltkreis zur Verarbeitung von Befehlen, die durch
M ot - Nt I | Infrarotlicht libertragen werden und vom Fernbedienungsschalt-
PR g2 g | { | kreis U 807 erzeugt wurden.
comp “l BT —{ I Aa—
[ [ [ '| Bauform 11
]
| g o e — ( ! . UEDED|DATAy—=14
1 i | j g ge— - .
m i —-:—-om | 1004 DLEN—= 13
| + * 1 / r/ i I :le,,g 23— L00A FREA <17
i L-___IE_ P —— :]10;‘6 220~ LOCE PRGB == 16
Mulldurch= i o a0e PREC F—< 75
- 7 | 2 PREE = 75
sang STEUERLOGIK | [ coco 20>—{Locp FRGD|—= 15
e—1LoL =]
N 17 ] oce 19 o—|LocE ==
tororteler 41 |- 21 p{ 571 r‘) Zahler Zihinr I ) Pro8 o psrsr (Voro— &
I I M Lateh 1 ProA ANALZ— 7
Hod 1 Codr e {cedeeng | aLs— 5
Schalter i | Phgs ANALY—= §
linaitiv} i _Jl w5 Mt
e ———— R3VA p—10
- e i e (7772 a5va 11
> 10CEm RSvp— 3
0FF —3
L1
DD @1 17 &% %7
iibersichtssehaltung Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12) AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
Bezeichnung der Anschlilsse Typstandard: TGL 45443 1 Serieller Signaleingang 13 Datenbusfreigabe-Ein-/A
l...5; 26...28 Datensusgang 12 Auto-Zero-Kepazitit 18 Heferenzeingang Low 2 Systemtakt 14 Sericller Datenausgang
. - ! : et : 3 1 P ister-Ein-
[3 Ausgangsaktivierung 13 Eingang Low 18 Referenzeingang High 10 } Reserve-Ein-/Ausgiinge 1: \ ragrammregister-Ein-/Ausgang
T Abschluf der Umsetzg. 14  Eingang High 20 Testeingang n Sub. Ein/A 17 | Prog gi A g
4 -Ein-, 1
8 Digei talmasse 15 Analogmasse 21...23 Oszillatoransehiul \ ubsystem-Ein-/Ausgang .
@ neg. Betricbsspannung 16  Referenzkapazitdt neg. 24 pos. Betriebsspannung ‘3 Anaglogwertausgange g? ] Paralleler 5Bit-Eingang
] Integratorausgang 17  Referenzkapszitdt pos. 5 Adrefeingang 8 J 22 Jlur Lokalbedienung
o 5 Stand by-Ein-fAusgang 23 )
Der U 738 DC ist ein datenbuskompatibler integrierender 12 Bit CMOS-AnalogﬁJugHﬁ]- 12 Betriebsspannung 24 Bezugspotential
Wandler mit  byteweiser Datenausgabe im gepackten BCD-Format. Die Datenibel™ g nbild
tragung  wird vom Mikrorechner aus gesteuert {passives Verhalten des Wandlers). Aur
Steuerung  der  Dutenlbertragung  dienen die  Eingiinge "Ausgangsaktivierung” (OEL - LOCD  LOCH
* _ ) ) o Uss Uy © LocELoce  LocA RSts!
Ausgang hochohmig oder aktivy und der "AdreBeingang” (Low/High/Byte/Select) LEHS. j_ I L l I { I l
frer AbschiuB einer Umsetzung und die Aktualisierung der Latchinhalie wird vom Aus l I
p—. 1 - o - W=
gung "Absehluft der Umsetzung” (EOC) angezeigt, der zur Interruplaniorderung genutel A :;:::r i’:ﬁfﬂ Erke,
werden  kann. Die Umsetzung  erfolgt bei anliegender Betriebsspannung fortlaufend- ngsie und Wrt-
tionstabelle .
LHS nog D DOZ DOE DO4 oS DOG noT
X hoehohmig
v Schalf- Anaiogtert Programm-~ Ausgabe-
A B2 2 2
l L AL | o €1 D1 z Funktionen register steuerurg
A3 i B3 <3 D3 A4 B4 B4 P
i
, O, BCD-Kedierung (mit Stellenangabe) m}ﬁ %mgm’ iH‘ i l t ; l L 3 ‘
3 . . - . . ANALG ANALZ PR6D PRGB  MODEP [DTEN DATA .
A Ergebnis,
. Folaritiit (MSD, H bei positivem Ergebnis) ASVB OFF ANALS VOLY
zwerte
: Grenzwerte (%0 —0.., 70"
. f:-;i‘en min max. Einheit| e (o o
4 min max
1 ) i -
itive Botriehsspanmeng Ucer o [ 8 v Betriebsspannung Yoo 0.3 7 v
i . Eingongsspannung Uy -0,3 12 v
tive Betriebsspannung -U [} 1 ] ¥
o cez 1 u v Ausgongsspannung Vs -0,3 12 v
anung: an Pin Uy i b i cC1 Eingangsstrom i 2 mA
] . - i .
nung an Pin 1 bis 3 Ul—:'o ])t o i UCCI v Ausgangsstrom o 10 mA
ung an Pin 26 bis 28 Ugs_-;:s 1 Verlustleistung je Ausgang Po 50 mwW
ung an Pin 7 UTI}I 0 Uooy ¥ Gesamtvarlustieistung Pro 500 mw
nnung an Pin a5 U25 Lagerungstemperoturbereich Qsm =55 125 =
nung an Pin 6 |.L-E Kennwaerte (i, = 25°C)
| . Melbedingung  min max
nuog an Pin 13 v,” Uces Uoes y _
: ) v 2) Betriebsspannung Ypp 475 525 v
nung &an Pin 14 NEJ Stremaufnahme Iop Upp = 525V kL mA
nnung an Pin 18 E'!]S_ Uy =103V
nndng an Fin 19 l-'“;\‘;.:| 3»1 - -325 3
. . o =
i Datenausgange [DOI- 0 ! i Eingangsspannung L Uy 0,3 L2 v
-1 Eingangsspannung H Uiy 35 12 v
om L des Ausganges 1 pott [} 2 mA Toktfrequenz fe 56,25 68,8 kHz
; . Ygat EOCL Tastverhéltnis T 04 06
chlud der Umsetzung '[IEO('H | Anstiagszeit Y 1 s
Flustieistung ptol ‘l 106 mW | Abfallzeit Y 1 Bs
i Eing ] Upp = 5.25V 10 pA
wrgschiull < 1 s Rsiat, ¢ YU =03 v
) - Eingangsstrom i U =00 v 10 230 HA
berschreitung an INL. INH (13, 140 zulissig, wenn g, 1, = g pa LOCA bis LOCE Upp = 525V
wihite Kennwerte Eingangsstrom = 250 pA
T ~— DLEN, PRGO, MODEP, OFF
nwert hurz- min. max. {Einheit, Ausgangsspannung L UgL Upp =5 V 08 Vv
oy weichen | . PRGA bis PRGD, MODEP, Up =08V
. — T==="1 RSVA, RSVB, RSVD Up =35V
iebsspa nnung U 4,75 5,25 PV o =1 mA
. Vees i Ausgangsspannung L Uo, lo =2 mA e v
b - o DATA, DLEN Upp =5 V
atur L o i oD
Eebungstemperatur 14 T Ausgangsreststrom H lon 2 A




U 807D ¢ U1056D *
Infrarot-Fernbedienungs- Sender Schaltkreis PLL-Synthesizerschaltkreis
Senderschaltkreis zur Er Signale zur Be- _ monolithisch integrierte Synthesizerschaltung;
fehlstibertragung mit | licht far den Empf im Empfén- _ enthilt folgende 95|ememg: 9
gerschaltkreis U 806 D. Zusétzlich ist mit dem U 807D die asynchrone Seriensch lle mit Formatk It
direkte Befehlsiibertragung, d. h. die Bedienung am Gerol mig- zur, Selektlon von 17 Bit-Datenwdértern,
lich. Die jeweilige Funktionsart kann durch Anlegen ister fiir alle zugefiihrten Daten,
Logiksignaole an die modus bestimmten Eingéinge prog t St leit (durch Pegel tzer TTL-kompatibel),
werden, entkoppelter Oszillatorfrequenz-Ausgang
Raf A
Bauform 11
Bauform 5
2 1.
. ;35];;’?? 3 i ) B Ypar 1ty 15— FIM ¥ ¢
4 WD y—=i7 GLOK] i g T
¢ 2pmvE ReF e 1
R;{ L J'il 2 e W w
4 21} 0RVE 5 ey o LM ml] N
5 ::%nm 7 ...; —-iﬁ DLE) o =7
6 1-8:"5’“3 ‘: ool I DATA Maez 3 se—o3
p . 2 1
s w8 pV— 2t ffw %Eﬁf :;o—if
i wvE W a3 “
LA L Mg 77
o %[ Juod ! AnschiuBbal wad
572 12 moe 13 1 Smiseipunnuns fiie die Pegelkonverter
2 Taktsignal for die D
3 Referenzteilerwahl
1 13| Steuereingange 44 Tur des Vaerteil
2 14 . zur Auswohl 5 Fmgubuignai fiir die Datenibertragung
i Sensoreingtinge 15 | der Betriebsart g Eingang fir die Daten ;nd Teilerzahlen
] . 16 Gl gane a3 9
Tostenmatrix Fad welterer
& 17
,‘ 8 l Treiberstulen- G B aing far die Referantf
s 1 »Tqu,gang. fiir 10 5 zur F gerung
. astenrmateiz- 11 Ouzillatorelngang fir Refarenzfrequenz (f = 4,0 OMHz)
A .
9 Ausgang fir Oszillater 21| Ablrage 12 Lock- und Detekior A‘Mong e
10 Eingang fir Osillotor - 13 Signaleingang max.
brw, Systemtakt lu ot
" Signalausgang 24 Betriebsspannung |5 Testpin (im Belrle‘iuloll an Us_r,)
16 Betriebsspannung
12 Berugspotential 8l It
Blockschalthild und Zuordnung |BUS-Coda-Nr. zum Tastaturield e £s wg
Bk 3 =
MOA 05 MOC Y !1» —‘T-
11
Y —
[ ; i & |
Bsziltaty mpuls- "l A - F
g wmlc.\'rcrr =1 Abtands: ;Sgabe = = H
L moduloior | teusring s E
I &
&
f |
Tostmtur-Abfragezahler ] = '
T , Se i I
‘:‘?
Matrix /Sencer Matrix/ Treiber
?’;:
T R ‘
T

1l

HHH
EEEEEES

w3

=
L3
& E

IRVD

4‘
e
BHOOODDO®
OO O®

Grenzwerte (0, = 0...70°C)

min max
Batriebsspannung Yan =33 11 W
Eingongsspannung uy =01 Vopp WV
Eingangsstrom i 2 mA
Ausgangsstrom i w mA
Verlustlelstung [ 50 mw
Verlustlaistung Pror 00 mw
Logerungs- g =55 125 C
temparaturbereich
Kennwerte (7, == 25°C, Ugg =0 V)
Melbedingung min max

Betrichsspannung Voo 71 v
Eingangsrestsirem i||RE U = oV U =10V 1 uA
MOA, MOB, MOC Upp = 10V, I, = OmA
Eingangsreststrom [ U =10 1 wA
Sensoreingang I, = OmA
Eig_ﬂﬁgsslrom _ U = ov 0 250 pA
SENOQ bis SEN7 Upp = 10V
Ausgangsstrom Ia Uy =Upp= 7V 1.5 mA
DRVO bis DRVT uy
REMO, QCL Uy
Ausgangsstrom REMO ~lon Uy = = 10V 27 mA

Ui

Yo
Ausgongsstrem QCL —=lgn Y = Upp = 10V 0,6 mA

Up = oV

Ug = oV
Betriebsruhestrom lppe Yy = Upp = 10V 0 pA

Up = ov

L9 = 0OmA
Funktiensfahigkeit bel  Ugy | Upp =7V 1V
Ug min Uon | Uy =21V v

| l U =48V L]
Funktionsféhigkeit bei Ugy [ [ Upp = 10V z v
Ug max Uon l Uy = 3V v

]l Uy = 7V ]

Swallowzihier
it

S
a
Grenzwarte min. max,
Betrlabsspannung Upp 0.3 nov
Eingengssponnung U =03 Upo ¥
Eingangsstrom Wl 10 mh
Strom ven Uppj nach Upp 1 10 mA
Ausgangsstrom o o mA
Verlustlalstung Fg 00w
pra Ausgang
Verlustleistun P, ELS A
pro Glhﬁulog b
Betriebstemperatur Wy L nocC
Lagerungstemperatur SW —55 150 *C
Kannwarte min. max.
Betriebsspannung Upp L] w v
Betriebsspannung Upps [x 55V
Ruhestram oo LT
Elnaﬁngn ohne Pegelumsetzer
FIN, GRZ)
Eingangsspannung L U o 24V
Eingangsspannung H Ui Upp =24 Upp V
Eingangsstram H o Uy =0V 1 pA
Eingangsstram L h W o= oV 1 pA
Eingangsfrequen: [ 1 MHz
Tastwarhélinis 45 35 U
Obargangszeiten
[L-Flanke ZTHL 50 ns
L{H-Flanke Iny 0 ns
Eingénge mit Pegelumsetzer
(DATA, DLEN, CLCK, REFE)
Eingangsspannung L Uy 0 (027 UpppV
Eingangsspannung H Ui (0.8 Upmyd UD')[ v
Eingangsstrom H M U = Upp wh
Eingangsstrem L e U =ov : 'l wh
Eingangsfraquenz § 100 kHz
Ausgangsspannung  (CMOD)  Ugy 05 v
Ausgongsreststrom  (CMOD)  Ipg W opA
Autgangsspannung Uagn lg =1 mA Uppos v
(LOC, FU, FDN) VoL lo =1 mA 05 v
Ausgangsspannung UoH 1o =1 mA Upgp
Ugy g =1 mA 1V
Ausgangsspannung UgH lg =12mA Uppt
(cLO) U Ig =4 ma v



U 1159 DC
Teilerschaltkreis

Vorldufige technische Daten

programmierbarer HF-Teiler mit Verstdrker; besonders ge-
eignet fiir FrequenzmeB- und Syntesizersysteme

hohe Empfindlichkeit (< 100 mV) T

programmierbare und umschal
32/33:1
: 64/65 : 1
100/101 / 110/111 : 1

komplementéire Ausgéinge

- Bereich der Eingangsfrequenz
Temperaturbereich 0...70°C
CMOS-Technologie

tbare Teilerverhdltnisse

0,5...125 MHz

@ U 7650 DD

*+uecy
n.m,.T
i o]
night i, rerst,
Eingong

r
ltl‘[‘_
|

o Tait-, o oo 1"
singeng 1wt lertor

>—':r'---
|
!
I

17T Raciaaiturg
Ca

Ubersiehtsschaltplan

Chopperstabilisierter CMOS Opemﬁmers
B

Bezeichnung der Anschilisse
Anschluf Kondensator C
AnsehluB Kondensator €,
NC (Abschirmung)
invertierender Eingang

EXT
EXT

nichtinvertierender ‘Eirgang
NC {Abschirmung)

negative Betriehsspannung
Uces ]
8 Riickleitung- Kondensatoren

9 Ausgungsklemmung

Ausgang

positive Betriebsspannung

U,

interner Taktausgang

mm e e e ot =

externer Taklausgang
Umschaltung INT/EXT

Beuform:
DIP-14, Plast (Bild 3)

Der U 7650 DD erreicht seine extrem miedrige Offsetspannung durch den Verglei
Spannungen am invertierenden und nichtinvertierenden Eingang (ber einen Null- Vi

ker. In zwei extern K

wird: die PANNUNE.

Bauform 5 speichest. Eine K im reduziert die V
. - des Hauptverstiirkers bevor der maximale Ausgangspegel erreicht wird. L:
INT I 1 16 j p1 1 Teiler ger U 7650 DD ist intern fiir eine Verstirkung von 1 kompensiert.
renzwerte
w1 Oz 15 RES enmwert Kurz- .
R min max.
UL‘C E g " j W @ 08 |positive Betricbsspannung | UL, o 9
Nz E I 13 j oM E 07 ::i:li-ue Betriebsspannung —UUCcz [ ]
L eingangsspannung Leh -y, U,
IN? E g 72 :] S8 Gleichtakteingangs- ”:: —cucgzlu.a) uszllm.:
spannung
Uee 16 1] r2 Lagertemperatur 55 150
gs E 7 0 jCMZ Sperrschichtzemperatur T:'K 125 :
Ausgewlihite Kennwerte
q [s grs
Kennwert Rure | Netbedingung min. | typ. | max. |Einhelt
y . it Betriebs: Uees 3 18 v
AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen . z;:’:e ;:::;::::; ‘?c(’clz . A
IN 1 Eingang 1, invertierend RES Riicksetzeingang Gleichtakteingangs- Yie “Uoce Yoer?) ¥
IN 1 Eingang 1 CM 1  Teilmoduseingang 1 spannung g
N 2 Ei . . CM 2 Teilmoduseingang 2 periebstemperaturbersich | 1 10 70 c
IN 2 E::gg;g ,5‘ invertierend Ucc  Betriebsspannung Ausgangsstrom I . w | ma
iy Us-ﬁ‘ Masse stromavinahme lCC RL = 100 KObm 1.8 7,8 mh
Q Aus B iert 1
3 Aﬁsg::g negie 15 Trisiclte-Eingang Eingangsof fsetstrom '|o“ 5 50 pA
P1 Programmiereingang 1 SW Eingangsumschalter Eingengsbiasstrom " 0 a0 | opa
P2 Programmiereingang 2 SB Standby-Eingang affene Spannungs- At |V =10V 0o | 115 dB
verstirkung RG = 10 KOhm
Gleichtaktunterdriickung CMR“ U] =-10V 86 110 aB
Blockschaltung R = 10 KOhm
0]
EBetriebsspannungs- SVR™ (AU = 20V 86 110 a8
Sw 58 P1 P2 RES TS wierdricung Re = 10 Komm
. Eingangsoffsetspannung UIOZ) RG = 10 KOhm 160 500 ny
- [ R S [, —_T e ;ﬂ:x- :usmngﬁmnnum- ch” :L = ;Okléﬂhhm z: :: . :
| reicl L= m \
i I | offene Spannungsver- Amﬂ Uy =Ty 00 | 115 dB
. Sterkung R = 10 KOhm
m —t— 5’“9“"".9‘3" il AUS!}U"?S— Q iickung | CMR UIL “wv 8 | 110 dB
IN2 —= verstirker euer verstirker a . Ry = 10 Kohm
l‘.'N'-i elriebsspannungs- SVR UCC :; 8V baw, 86 g <B
o unterdriokung Upe= 18V
IL {‘ {_ i R = 10 KOhm
Transitfrequenz I 2 2.5 MHz
____________ U | 1 .
1 giiltig bei Uep =i, T, = -10/bis 70 °C
M1 OM2 A gitig bei U =T 15V, T, =25 °C © 5 K
Greniwerte Alle Spannungen sind auf Ugg= 0V bezogen Ausgewliite Kennwerte .
min max Kennwert f:l’;;m MeBbedingung min. | typ. | max. |E
Betriebsspannung Uece -0,3 7.0 V positive Betristuspannung | Uy 2,5 3 v,
Spannung an allen U -0,3 79 v e B‘:"’em":'""w 'T"CCZ e -
Eingdingen mgebungstemperatie .
ingang Eingangsoffselspaniung Ui 5 20 i
Verlustleistung Pv 0,25 W Ausgangsspannungsbereich | Upoq a7
Lagertemperatur Hsig —55 125 oC °“5i‘; :"““"““‘F’ Avort s
verstiirkung
Umgebungstemperatur 'sa 0 70 °C Gleichtaktunterdrickung | CMR 110 | 130
max, Ausgangsstrom lomax 20 mA Betriebespanhungs- SVR mo | 130
unterdriickung
- - Stromaufnahme ohne Last | T 1.4 2,0
Betrlehsbed'“’"“"" Taktfrequenz (intern) [‘s:‘: 200
Betriebsspannung Ucc 4,5 55 V
Eingangs-L-Spannung UL -0,3 1.0 V
Eingangs-H-Spannung Uy Uece -1.0 Uge +03 ¥V |
Eingangsfrequenz i 0.5 125 MHz Eingango
Umgebungstemperatur i 0 70 °C
Kennwerte
Ausgangs-L-Spannung’) UaoL 24 V
Ausgangs-H-Spannung’) UoH 8.5 v
Stromaufnahme?) lcc 40 - mA
Standby-Stromaufnahme?) lccse 20 pA
") Lestwiderstand von 470 Ohm gegen 9 V Spannungsquelle Ucg = 4,5V
) Frequenz 125 MHz, TeilerverhGlinis 32 : 1, Steuereingéinge auf Ugg bzw. d
Masse k
3) Steuereingénge auf Masse, Signaleingtinge offen, Uge = 5,5V,

9, =170°C

Applikationssehaltung: niehtinvertierender Verstirker




VQ 120

GaAs-Infrarot-Emitterdiode in Metall-Keramik-Ge-
hduse mit linsenférmigem Glasfenster.
Durch ihre GuBeren Abmessungen ist der Aufbau von
Emitterdiodenzeilen und -matrizen mit einem Raster-
maB von 2,5 mm mdglich. Bauform und Abmessungen
stimmen anndhernd mit denen des Fototransistors

SP 211 (iberein.

Bauform 14

Grenzwerte bei fhy == 25°C

DurchlaBgleichstrom I
Sperrgleichspannung Up
Betriebstemperotur Pq
Lagertemperatur #

Kennwerte bei ﬁq == 25 ¢

DurchlaBBgleichspannung

Ig = 50 mA Ug
Diff. Widerstand
Ig = 50 mA ry
Sperrgleichstrom
Up =2V g

Strahlungsleistung
I = 50 mA, tp = 50 ms

VQ 120 A Pe
VQ 120 B Pe
vQ 120 C Pe
Wellenlédnge der max. Emission?.p
I = 50 mA
Spektrale Halbwertsbreite Ak
lF = 50 mA

Schaltzeiten bei lerm = 100 mA
Anstiegszeit t
Abfallzeit t

Anode
Y
i N
Q‘ i
"9.1
76,
215 ]
33
min
—£5 _
—55 —
- 1,25
— 1.2
400 600
700 900
T 000 1 350
913 940
— 55
— 0.6
- 0.5

160 + mA
2 Vv
100 =C

125 “C
1.5 V
- LY
100 uA
- nW
- A
975 nm
73 nm
2 us
2 s



VQ 121 [

GaAs-Infrarotemitterdiode in  Allplast-Linsen-Ver-
kappung.

Durch ihre duBere Gestaltung ist der Aufbau von
Diodenzeilen méglich.

37 max.

Bauform 15 [:—’
]—"—l'-:"-—- qu
P
Lo N N ISR
o t _!_JJ
1 ——w [ i
A 'p'é E
65 >N
‘ w &P Anode
Grenzwerte (8 4= 25°C) min, max,
DurchlaBgleichstrom I - 50 mA
StoBdurchlaBstrom
(Einzelimpuls tp = 10 us) lEsMm — 1.5 A
Sperrgleichspannung L.’R - 4 v
Gesamtverlustleistung Pot - 100 mWw
Wéarmewiderstand Ren 0,65 — K'mW
Betriebstemperatur #q —A40 85 °C
Lagerungstemperatur Pag —50 100 =C
Sperrschichttemperatur #; - 90 °C
Kennwerte (4= 25°C) min. typ. max.
DurchlaBgleichspannung
g = 50 mA Ug ~ 1.3 1,5V
Strahlungsleistung
Ip = 50 mA () = 30° B 0,7 1,3 mW
Strahlungsleistung
IF = 50 mA, Poges — 5,3 - mW
(gesamt)
Wellenlange der
max. Emission
Il = 50 mA ’max - 940 — nm
Spektrale Bandbreite AL - 40 — nm
Sperrgleichstrom
Schaltzeiten
von 10 9%, auf 90 9 t - 1,0 — us

Ip = 50 mA t, - 1,0 — WS



vVQ 123

Infrarotemitterdiode in einer rauchfarbenen 3-mm-
Allplast-Linsen-Verkappung. Die Diode weist einen
hohen StrahlungsfluB auf und ist fir Impulsbetrieb
geeignet. lhr Emissionsbereich ist an den spektralen
Empfindlichkeitsbereich von Si-Fotcempféngern an-

gepabBt.

Bauform 16 -

ST T e

%+ ;
(N
Nht Kafaa_’f

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom

bei i, = —40...25°C I
SpitzendurchlafBistrom,
periodischer

bei U, = —40...25°C lERM
nichtperiodischer
Spitzendurchlafistrom,

bei U = —40...25°C IFSM
Sperrgleichspannung

bei U, = —40...85°C Ug
Betriebstemperatur i
Lagertemperatur fl“g

Kennwerte bei i1, — 25°C
DurchiaBgleichspannung
bei g = 50 mA Ug
bei lg = 100 mA Ug
Strahlungsieistung
bei g = 50 mA VQ123A P,
bei Ig = 50 mA VQ123B @,
bei Ig =50 mA VQ123C 9
Sperrgleichstrom
bei Ug == 3V 1p
O#fnungswinke!
bei Ig = 50 mA e
Wellenlange des Maximums
der spektralen Emission
bei I = 50 mA 8

max
Spektrale Strahlungs-
haondbreite .\I'.J, 5
Schaltzeiten

bei lggm = 50 mA t Y

26 .
ﬁ'—-—u \ ;-;_' @
NN 5 ey i
+4 3 F’_
L PR AN
1=

24 - )

min. max.

- 100 mA

- 200 mA

- 2,5 A

- 5 V

—A{ B5 “C

50 100 “C

min typ max
-~ 1,3 1,5
—_ 1.4 1.7
115 - 3;5
2,3 - 4,0
2,6 - —_
- - 10
50 - -

900 940 980
- - 75

e ]

nim

nm

us



VQ 125

Infrarotemitterdiode auf GaAs-Basis in einer rauch-
farbenen 5-mm-Durchmesser-Allplast-Linsenverkap-

pung.

Die Diode weist einen hohen StrahlungsfluB auf
und ist fir Impulsbetrieb geeignet. Ihr Emissionsbe-
reich ist gut an den spektralen Empfindlichkeitsbe-
reich von Si-Fotoempféngern angepaft.

Bauform 17 - 175 . . gF -
[ Anode %
od
et O\
%,
E 195 N S
Kennwerte beiily = 25°C min typ. max.
DurchlaBgleichspannung Up
bei lp = 50 mA - 1,3 1,5 V
bei Ig = 100 mA - 1,4 1,7 V
Strahlungsleistung
bei Iz = 50 mA
VQ 125 A @ 2.4 S omw
VQ 125 B o 3.6 - mw
Sperrgleichstrom
bei Up =3V Ig - 0  uA
Wellenldnge des Maximums
der spektr. Emission
bei Ig = 50 mA hmox 500 980  nm
Spektrale Strahlungs-
bandbreite A 05 - 75  nm
Offnungswinkel G 50 55 - .°
Schaltzeiten
bei lggm = 50 mA
Impulsanstiegszeit LU ¥ - 2 us
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
bei 04 == 40 bis }25°C Iz - 100 mA
Spitzendurchlalfstrom
periodischer
bei iy = —40 bi< 25 °C ERM - 200 mA .
SpiizendurchlaBstrom _
bei g = —40 bis 25 °C gy - 2,5 A
Sperrgleichspannung
bei i, == —40 bis +87°" Ug - 5V
Betriebstemperatur Ug —40 -+85 «C
Lagerungstemperatur g —55 -+100  °C




vVQ 130

GaAs-HochIeistungsemitterdiode mit Si-Fotodiode (Monitor-

diode) und Lichtwellenleiter mit Stecker.

Einsatz des Senders erfolgt in der Lichtleiternachrichtentechnik
mit groBen Ubertragungsldngen.

L:}::hrw?ﬁen{ef{smcker

) S1max
B - 2B 425
IR T
S ] <
= =

frei X)
Stelle der
Kennzeiehning
Mepunkt
Anoge  Katode
Empfinger Sender

*) innere Verbindung mit Anode-Sender mdglich

7 des LWL-Kerns }
& des LWL-Mantels
Lénge des LWL's:

nach TGL 55141/02

3mm; 1 mm auch zulé&ssig.

LWL-Steckverbinder nach Angaben des Herstellers
Befestigung auf einer Kihlflache

Grenzwerte bei &, = 5 bis 25°C
Spitzenstrahlungsleistung &L LRM
Dauerstrahlungsleistung LN
SpitzendurchlaBstrom
(periodisch) TERM
DurchlaBgleichstrom 'F
Sperrgleichspannung Ur
Spitzensperrspannung

bei %4 = 5... 50°C UgrrM
Betriebstemperatur By
Lagerungstemperatur é}stg
bis 30 Tage 1‘}“9
Gehdusetemperatur i
Kennwerte bel &, = 25°C
Spitzenstrahlungsleistung

bei IFRM = 200 mA OLLRM
Dauerstrahlungsleistung

bei I £ 200 mA Dy
Dunkelstrom
der Fotodiode

bei Ug =12V Iro
Fotostrom der
Fotodiode

bei ®, = 50 uW Ip
DurchlaBgleichspannung

bei @ = 70 uW Ug
Sperrgleichstrom

bei Up =2V R
Anstiegs-, Abfallzeit t, 1
Wellenldnge der max,
spektralen Emission J‘P

Spektrale Strahlungs-
bandbreite

130
100

300
300

5... 50

+5...+35
~50...-+50
+52

min max

100

20

10
2,3

10

20
820 870

40

= —{H=

nW

mA
mA

oC
°C
°C
°C

pW

nA

uA

pA

ns
nm

nm



VQ 150

Infrarotlasermodul (IRLM) im Metallgehduse mit einem Licht-
wellenleiter (LWL)-Kabel mit LWL-Stecker. Das IRLM enthalt
eine GaAs-Laserdiode (LD) als Sender, eine Si-Fotodiode (FD)
als Monitordiode, ein Peltierelement (TEMM) zur Temperierung
der inneren Wéarmesenke und einen Thermistor (RN) zur Tem-
peraturmessung an der inneren Wdrmesenke.

Zmax

70

—-

-

26max
752
73 ‘max.

. e

Ansioht von reehts
Jamax

T2max
i

PITTIY =t
b

bx 2,54= 18,24

LWL Stecker

Grenzwerte bei &y = 5...55°C

LD min max
Dauerstrahlungsleistung LINS 2 mw
Spitzenstrahlungsleistung
periodisch DLLRM 3 mW
DurchlaBgleichstrom?) Ie 190 mA
SpitzendurchlaBstrom
periodisch?) IERM 200 mA
Sperrgleichspannung UR 1V
Spitzensperrspannung Urmm 1 v
FD
Sperrgleichspannung Ug 15 Vv
TEMM min max
Spannung UT ‘4,5 V
Isolationswiderstand ris 50 k2
zwischen beliebigen
unabhdngigen Anschliissen
{Strombegrenzung 100 pA)
Flanschtemperatur Semax 50 °C
Kennwerte %, = 5...50°C
LD
Dauerstrahlungsleistung

bei [ = 150 mA ) DL 1,5 mW
Spitzenstrahlungsleistung

bei Ipgm £ 160 mA D LRM 2,5 mW
Schwellstrem (Gleichstrom)

$eo = 30°C lih 120 mA
DurchlaBgleichspannung

bel P = 1,5 mW Vg 2,3 Vv
Sperrgleichstrom

bei Ug =1V In 10 pA
Schaltzeiten LI 1 ns
Wellenldnge der
max. Emission kp 820 860 nm
Spektrale Strahlungs-
bandbreite Abg,s 4 nm
FD
Fotostrom Ip 50 nA
Dunkelsperrstrom

bei Ug = 10V lro 20 nA
Fotostrom-Gleichlauf-
verhdltnis?)

bei . = 30°C Kip 0,63 1,5
TEMM
Peltierstrom Iy 0,75 A
Peltierspannung Up 4 \'
RN
Thermistorwiderstand

bei ;= 25 °C RN 9.9 10,1 ke

W Ig bzw. Ipppm darf nur bis®p | = 2 mW bzw.
&) gM = 3 mW geregelt werden

o () 1

D K =gt

T B

VQ 170

GaAlAs-Infrarotemitterdiode mit Buchsangehduse, das mittels
einer l&sbaren Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbun-

der, werden kann,

Einsatz in LLKU-Systemen

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom
bei®, = 25°C
ab &, = 0°C
Reduktion 2,5 mA/K
SpitzandurchlaBstrom)
bei #, = 40°C
Reduktion 2,5 mA/K
SpitzendurchlaBstrom?)
ab &, = 40°C
Reduktion 5 mA/K
Sperrgleichspannung
bei$, = —40...70°C

Spitzensperrspannung,
periodische

beify = —40...70°C
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur
bis 30 Tage
Sperrschichttemperatur

KenngréBen bei $, = 25°C

DurchlaBgleichspannung
bei I = 50 mA

Strahlungsleistung
bei [ = 50 mA

eingekoppelte
Strahlungsleistung

bei I = 50 mA;
By = 200 um;
Na = 0,3
Sperrgleichstrom
bei Ugp = 3V

Impulsanstiegszeit

Impulsabfallzeit

= 36 UNS-2A

bei 1y = 100 mA;
o = 1 us;
fo = 10k Hz

Wellenlénge des
Maximums der
spektralen Emission

bei I = 50 mA

spektrale Strahlungs-
bandbreite

bei I = 50 mA

PIY
2
I P4E, mechanische
:;t 25226 || Bezugsiange
’r e N v A
2 : .
- §
1 | P N
& a7 =
© - N
- D ! optische
Farbpunkt— J FReferenzetene
rot 41 f
( ) “:': i 'H_ULE.
Anode T B
min, max.
e 100 mA
IFRM 100 mA
lerMm 200 mA
Ur v
Ugrm 3 v
Bq —40 70 °C
Ferg -5 +35 °C
g 50 +55 °C
¥ 80 °C
min max,
Yk 26 V
@, 150 o
DLy 0% W
Ir 10 pA
t, 40 ns
4 40 ns
*max 790 850 nm
Ahg,5 50 nm

1) fiir beliebige Tastverhdltnisse

2) tp = 1ps; fP = 103 Hz

%) Werden LWL mit einer anderen numerischen Apertur verwendet, so ist

folgender Zusammenhang zu beachten: ¢ = f (NA) = K -

NA?



VQA 10

Katode

|

|
L/

g5 |

3
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
bei g = ~25...55°C |Fmax 30 mA
Sperrgleichspannung
bei ’ﬂ'u = ~25...85°C Uqux 5V
Betriebstemperatur Ua —-25...85°C
Lagerungstemperatur
fiir Lagerung bis zu 30 Tagen Ustg -50...50°C
Kennwerte (84 = 25°C)
Lichtstdrke
bei IF = 10 mA lv 0,9...4,5 med
DurchlaBgleichspannung -
bei IF = 10 mA Ur =26V
Sperrgleichstrom
bei UR =5V . Ir < 100 uA
Wellenldnge der
max. spektralen Emissionen hp 635 -+ 10 nm
Offnungswinkel Os 60°



VOQA13 - VQA13-1- VQA23 - VQA33

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom

bai ’&a = 25 ... 55 OC Iqu: 30 [T'IA

Sperrgleichspannung
bE] ﬂa = —25... 85 O'C URmax 5 vV

Betriebstemperatur Ya ~25...85 °C

Lagertemperatur Psig -50...50 °C
fir Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (0a = 25°C)

Lichtstarke | :
bei I = 20 mA Iv VQA 13 0,9...3,0 mcd

bei IF = 20 mA VQA13-1 0,9...3,0 mcd
bei IF = 10 mA VQA 23 2,0...6,8 med
bei Ir = 20 mA VQA 33 30...6,8 mcd
DurchlaBgleichspannung Us VQA 13 <18V
bei If = 20 mA VQA13-1 =18V
| VQA 23 =26V
VQA 33 <26V
Sperrgleichstrom Ir = 100 LLA
bei U =5V
Wellenldnge der - Ao VQA 13,13-1660 + 30 nm
max. spektralen Emission VQA 23 560 + 10 nm

VQA 33 590 + 10 nm
Offnungswinkel B 60 °



VQA 14 - VQA 24 - VQA 34

Hatod '
chode 175 - 75
Y y +
K
, =
,r--'r ?&5 - H’E -
]
-:.‘I:
Nh
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
bEi ‘Bu = —25...55 °C ) Iqu: 30 mA
Sperrgleichspannung
bEi‘S‘u = —-25...85°C URmm: 5V
Betriebstemperatur da -25...85 °C
Lagertemperatur Sag ~50...50 °C
fir Lagerung bis zu -
30 Tagen
Kennwerte bei 3. =25°C
Lichtstarke
bei IF =20 mA Y VQA 14 0,6...3,0mcd
VQA 24 0,9...3,0mcd
VQA 34 0,6...2,0 med
DurchlaBgleichspannung
bei Ir = 20 mA Ur <28V
Sperrgleichstrom
bei UR =5V IR = 100 uA
Wellenlange der Mo VQA 14 635 + 10 nm
max. spektralen Emission VQA 24 560 + 10 nm

VQA34 = 590 = 10 nm
Offnungswinkel e 100°



VQA 15 - VQA 25 - VQA 35

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom

bei ¢ = -25...25°C
bei $a = —25...40°C
bei $a = -25... 40 °C

Sperrgleichspannung
bei ¢ == -25...70°C

Betriebstemperatur

Lagertemperatur
fur Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (8o == 25 °C)

Lichtstarke

bei IF = 20 mA

bei IF= 10 mA

bei IF = 20 mA
DurchlaBgleichspannung
bei IF =20 mA

bei IF = 10 mA

bei IF = 20 mA
Sperrgleichstrom

bei UR =5V

Wellenlange der
max spektralen Emission

Offnungswinkel

Iqux

Iv

Ur

Oe

VGA 15
VQA 25
VQA 35

VQA 15

VQA 25
VQA 35

VQA 15
VQA 25
VQA 35

VQA 15
VQA 25
VQA 35

Vv
V

< 100 uA
660 + 30 nm

560 + 10 nm
590 — 10 nm

100°



VQA 16 - VQA 26 - VQA 36 - VQA 46

175

' Hatode & ‘

B
= |-

$6

195 . 723

Grenzwerte (%o = -25...55°C)

DurchlaBgleichstrom IFmax 30 mA

Sperrgleichspannung URmax 5V

Betriebstemperatur da ~25...85 °C

Lagertemperatur stg ~50...50 °C

fir Lagerung bis zu

30 Tagen

Kennwerte (8, = 25°C)

Lichtstdarke

bei Ir = 10 mA v 3,0...150 med

DurchlaBgleichspannung

bei IF = 10 mA Ur <26V

Sperrgleichstrom

bei UR =5V IR < 100 uA

Wellenlange der y VQA 16 635 + 10 nm

max spektralen Emission VQA 26 560 -+ 10 nm
VQA 36 590 4- 10 nm
VQA 46 610 -4 10 nm

Offnungswinkel Oe 25°



VQA 17 - VQA 27 - VQB 37 - VQB 47

Grenzwerte (%, = -25.,.55°C)

DurchlaBgleichstrom
Sperrgleichspannung
Betriebstemperatur

Lagertemperatur
fir Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (34 = 25°C)

Lichtstarke
bei IF = 10 mA -

DurchlaBgleichspannung

bei Ir = 10 mA
Sperrgleichstrom
bei U =5V

Wellenlénge der
spektralen Emission

Offnungswinkel

. 26 27
________-,\fﬁ__l_,_ﬁ,i_:u [ \‘5“%;
e~ e s
~ ] L 4
Katode 113 35 _
S . S B
lFmax 30 mA
Uﬁmax 5V
3u —25 " aa 85 GC
Dstg -50...50 °C
lv VQA 17 0,6...3,6 mcd
VQA 27 1,35...4,5 mcd
VQA 37 0,9...3,0mcd
VQA 47 0,2...3,0 mcd
Ug =26V
IR < 100 nA
hp VQA 17 635 4+ 10 nm
VQA 27 560 + 10 nm
VQA 37 590 4+ 10 nm
VQA 47 610 + 10 nm
Be 70°



VQA 18 - VQA 28 - VQA 38

Katode - 96
"-'-1-? —;AT" _ ;:_‘i‘h"—_' P
3 d ol
i . 7 . ¥
e 185 e 12% T
<t
o
Grenzwerte (% = -25...55°C)
DurchlaBgleichstrom
bei fa = —-25...55°C IFmax 30 mA
Sperrgleichspannung ,
bei 90 = -25...85°C URmax 5V
Betriebstemperatur o -25...85 °C
Lagertemperatur dsig -50...50 °C
fir Lagerung bis zu
30 Tagen
Kennwerte (9a = 25°C)
Lichtstarke
bei IF = 20 mA Iv VQA 18 0,6...2,0 mcd
VQA 28 0,9...3,0 mcd
VQA 38 0,6...2,0mced
DurchlaBgleichspannung
bei IF = 20 mA Ur <28V
Sperrgleichstrom
bei Ur =5V IR < 100 uA
Wellenldnge der Jop VQA 18 635 + 10 nm
max. spektralen Emission VQA 28 560 + 10 nm
VQA 38 590 + 10 nm
Offnungswinkel G 100°



VQA 19 - VQA 29 - VQA 39 - VQA 49

Kalode

2 54

05

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom
ﬁﬂ - _25| Ilsan)

Sperrgleichspannung
bei #a = =25...85°C
Betriebstemperatur

Lagertemperatur
fir Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (Hc = 25°C)
Lichtstdrke

bei |F = 20 mA
DurchlaBgleichspannung

bei Ir == 20 mA
Sperrgleichstrom

bei Up =5V

Wellenlange der manx.
spektralen Emission

Offnungswinkel

IFmax

Urmax
ita

{lstg

‘f}stg

e

VQA 19
VQA 29
VQA 39
VQA 49

30

-25...85

5...33
-50.;-50

mA

°C
°C

0,4...2,0mcd

<28V

< 100 A

635 +

10 nm

560 - 10 nm
590 + 10 nm
610 + 10 nm

100°



VQA 60 - VQA 70 - VQA 80

- 85
4]

b~ 175
3 [
———

—re L :
~ / / /
W Anode?  Katode  Anode 2

Grenzwerte (9§, = —-25...55°C)

DurchlaBgleichstrom IFmax 30 mA
Sperrgleichspannung URmax 5V
Betriebstemperatur Sa —-25...85°C
Lagertemperatur stg -50...50°C
fir Lagerung bis zu

30 Tagen

Kennwerte (9, = 25°C)
Lichtstdrke
bei IF = 10 mA Iy VQA 60 0,92...4,5mcd

VQA 70, 80 0,6...3,0 med
DurchlaBgleichspannung

bei Ir = 10 mA Ur <28V
Sperrgleichstrom |
bei Up =5V Ir < 100 uA
Wellenlange der hp VQA 60 635 + 10 nm
spektralen Emission 560 + 10 nm
VQA 70 635+ 10 nm
590 +— 10 nm
VQA 80 560 + 10 nm
590 + 10 nm

Offnungswinkel Oe 70°



VQA 101 - VQA 201 - VQA 301
VQA 103 - VQA 203 - VQA 303

VQA 101, 201, 301

A

Katode

2,54

4
: s |- Sy |
s L | LT v
- '+ i e SE v o)
=X -5 ~:+“I “’1

| 2,3

y T ——rx——

VQA 103, 203, 303

c:::"\

. ¥
S - = o

Grenzwerte siche Seite 592

Kennwerte (94 = 25°C)
Lichtstdrke

bei I == 20 mA ly
DurchlaBgleichspannung

bei IF = 20 mA Ur
Sperrgleichstrom

bei U =5V Ir
Wellenldnge der max, Ap

spektralen Emission

Offnungswinkel Oe

VQA 101, 103
VQA 201, 203
VQA 301, 303

0,4...2,0 mcd
=28V

< 100 pA

635 4+ 10 nm
560 4+ 10 nm
590 4+ 10 nm

100 °



VQB 16 - VQB 17 - VQB 18 ®

Rotstrahlende einstellige Lichtschachtbauelemente
mit Diodenchips auf GaA/As-Basis.

Ziffernhdhe 19,6 mm. '
Die VQB 17 hat eine gemeinsame Katode und die
VQB 18 eine gemeinsame Anode. Die VQB 16 hat
herausgefihrte Katoden und Anoden.

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
bei $a = —-25...25°C I 20 mA

SpitzendurchlaBstrom,
periodischer

bei $a = —=25...25°C IrrM 150 mA
Sperrgleichspannung

bei g = =25...85°C Ur 6 V
Betriebstemperaturbereich {q -25...85 °C
Lagerungstemperatur-
bereich fir Lagerung
bis zu 30 Tagen Vg -50...50 °C

Kennwerte bei 1} = 25°C
min. typ. max.

Lichtstdrke Gruppe B Iv 230 -— 460 wucd
bei I = 10 mA Gruppe C Iv 350 - 700 ucd
Gruppe D Iv 520 - 1040 wucd
Gruppe E Iv =~ 780 - - ucd
Lichtstarke- i
verhdltnis b .
bE‘i 'F —— 10‘ I'I'IA Iv min - - 2rD
DurchlaBgleich-
spannung
bei Ir = 10 mA Ur - 2,0 26 V
Sperrgleichstrom
bei Ur == 6V Ir - - 100 uA

Wellenlange der
max. spektralen
Emission o 655 665 675 nm

AnschluBhelegung siehe VQB 26



VQB 26 - VQB 27 - VQB 28
Griinstrahlende einstellige Lichtschachtbauelemente
mit Diodenchips auf GaP-Basis.
Ziffernhéhe 19,6 mm.
Die VQB 27 hat eine gemeinsame Katode und die
VQB 28 eine gemeinsame Anode. Die VQB 26 hat
herausgefiihrte Katoden und Anoden.

Grenzwerte
Durchlafigleichstrom

bel e == -235...25°C I 20 mA
Spitzendurchlafistram,
periodischer
bei ia &= =25...25°C lram 150 mA
Sperrgleichspannung
bei fa = =25...85°C Ur 6 V
Betriebstemperaturbereich o =25...85 °C
Lagerungstemperatur-
bereich fiir Lagerung
bis zu 30 Tagen Tharg -50...50 °C
Kennwerte bei o = 25°C
min, typ max,
Lichtstéarke Gruppe B Iv 230 - 460  ped
bei IF = 10mA Gruppe C v 350 - 700 ned
Gruppe D Iv 520 - 1040 ped
. Gruppe E Iv 780 - - ued
Lichtstérke-
verhdltnis W max
bei e = 10 mA ¥ min - - 20
Durchlafgleich-
spannung
bei If = 10 mA Ur - 2,0 26 V
Sperrgleichstrom
bei Uz =6V ] - - 100 uA
Wellenléinge der
max. spektralen
Emission ie 555 565 575  nm
AnsshluBbelegung VQB 16, VOB 24
An- Belegung An- Belegung
sahlufi- . sehlufi-
r. HNr.
1 chaé Stiit 10 Fa
2 Ay n Fie
3 Dy 12 By
4 Dy 13 By
5 [ i Cp
6 Ey 15 Ap,
7 Ep 16 ohne Stift
a Fi 17 A
9 chne Stift 18 chne Stift
o Moz
[
i
T o
tr = Ty —F
Lol [ A i o T ,:g
wl=! .'gg,' g1 4
55 QE‘; 2y 5 =
N amnelt % 3
| JI'| CAN EE = a1
I i ' A S— udl
e [
~L17 . i
o 2L E
J S 1 - L
L

" Anzeigefliche

x7) Einsatz der Anzeigen ouf Leiterplatten mit metrischem RostermaB ist

zuldssig.

Anschluflbelegung VOB 17, VQB 12, VQB 27, VOB 28

An- Belegung An- Belegung
schiufis schluli-

Me. VQER 17, 27 VOB 18, 28 M, VQEB 17, 27 VQE 18, 28
1 shne Stilt l H

2 A n D

3 F 12 k% ghAl
4 gk Al 13 cC

5 14 G

s Ly ah’) 15 8

7 b % ok’ oA’}
& ahne Stift 17 whae Stift

# ohne Stift 18 chne Stift

" nb = nicht belegt; gh = gemeinsame Ancde; gk = gemeinsome Kalode

P
YR

=M Anceigefllache

37 x2}

154 » 20

J -

1 B—

X2,

|

Jeass

1

RHTTTINIE

%"} Einsatz der Anzeigen ouf Leiterplatien mit metrischem Rostarmaf ist

zuldssig,

VQB 200 - VQB 201

16-Segment-Lichtemitteranzeigen
Griinstrahlende einstellige Lichtschachtbauelemente mit Dioden-

Chips auf GaP-Basis.
Symbolhdhe 12,7 mm

V@B 200 gemelnsame Katoede
VQB 201 gemeinsame Anode

AnschluBbelegung

*ﬂﬂﬂ{%

250025

| BxD54=2032

VQB 200 VQB 201

10
1
12
13
14
15
16
17
18 gK%

o s Bt s WY =
mTMAQOITRITPE

) gK == gemeinsame Katode

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom?)
b, == =25...25°C

a
SpitzendurchlaBstrom®)
periodischer

Y, = -25...25°C

Sperrglaichspannung)
Vg = ~25...85°C

= e

&
Betriebstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich
bis zu 30 Tagen

ZnTcoan<

gAl)

gA =

Kennwerta (0, = 25°C, I = 10 mA)

Lichtstérke

Lichtstdrkeverhéltnis

DurchlaBgleichspannung’)
Sperrgleichstrom?)
Ug = 6V

Wellenldngs der max.
spektralen Emission

Spektrale Strahlungsbandbreite

by

Wmax

Wmin
Uk max

IRmax

L

Alo,s

1} je Segment und je Dezimalpunkt

gemeinsame Anoce

17,5 mA

120 mA
§ V
—-25,..85 *C
5...35 °C
-~50 500 °C

150...1170 ped

£20

2,6 V

100 pA

565 + 10 nm

49 nm



vacio L

Emitteranzeigeeinheit bestehend aus 53¢ 7-LED-
Matrizen und integrierten Schaltkreisen, die die Zwi-
schenspeicherung der darzustellenden Information
und die Ansteuerung der Lichtemitter mit Kontrast-
strom erméglichen. Die vierstelligen Punktmatrizen
sind aneinanderreihbar. .

AnschluBbelegung

1D1 Pep 3 1727
2ep i 10 Masse® 1|ZaE
3 Masse® 1 Da 19 Z3
iD3 12 cp 4 2021
Scp2 13 Masse® 2 Z2
& Masse® “Ucn 2224
7 0. V. 15D 5 B3ZIS
8D2 16 Masse 24 Masse
* Warmeableitstift
Grenzwerte min  typ  max
Betriebsspannung
bei #a = -25.,.85°C Ucc 0 - 7 v
Eingangsspannung
bei #o = =25...85°C U -08 - 55 v
Zailenel

=
bei 4. = -25,,.85°C Uz © - 5 v
Gesamtverlustleistung®)
bei $, =-25,,,25°C Pir - - 165 V
Taktfrequenz
kel Ucc= 525V fc - - 125 MH:z

Kennwerte bel ita = 25°C
Lichtstarke)2)3)
bei Uiz= 5V le 25 - - wed
Dioden-Lichtstirkever- :
héltnis von Punkt zu
Diodenpunkt’)
bei Uz =5V Iy mox

Ie min
Wellenlénge der maximalen
spektralen Emission?) lmox 630 665 690 nm
H-Eingangsstrom
bei Ucc= 525V

bel Uin = 2,4V hH = - 008 mA
L-Eingangsstrom-Daten - - - 2 mA
L-Eingangsstrom-Takt e = - 0,8 mA

bei Ucc== 525V

und UL = 0,4V
Eingangsdiodenspannung
bei Ucc= 4,75V

und ic = 12mA U - - 1,5 v
Zeileneingangsstrom

bei Uz =5V iz - - 500 mA
Stromoufnahme

bei Ucc= 525V lec = - 68 mA

Temperaturkoeffizient

der Lichtstdrke

bei {ta = 25...85°C =Tk = - 1,0 Ofy/K
Reduktionskoeffizient

der Gesamtverlustleistung

kei il = 25...85°C =TKpv — - 08 mw/K
Betriebsbedingungen min  typ max
Betriebsspannung Uge - 4,75 525 V
Taktimpulsdauer®) tpT - 400 - ns
Datenvoreinstellzeit te - 300 - ns
Datenhaltezeit th - 200 - ns
H-Eingangsspannung Un 2 - 55 V
L-Eingangsspannung Ue - = 08 V

1) Lichtstérkemessung erfolgt an einem beliebigen Diodenchip
mit einem Offnungswinkel von 15° + 3°

Yty =250 s, 1 =1:10

) Priifung  des Lichistdrkeverhiltnisses erfolgt durch visuelle
Kontrolle auf der Basis von Vergleichsmustern.

1) Die Halbwertsbreite liegt bei = 40 nm.

5) giiltig nur fir Uee= 55V;Uz= 5V und einem Anzeigen-
belastungsfaktor von 0,57 (20 Bildpunkte pro Stelle einge-
schaltet)

4 HL-Flanke zu LH-Flanke



VQE 11 - VQE12 - VQE 13 - VQE 14

Lichtemitteranzeigen

Rotstrahlende zweistellige le':tsdmdﬂbauelemente
mit Diodenchips auf GaP-Basis. Ziffernhéhe 12,7 mm.

VQE 11, VQE 13 gemeinsame Katode
VQE 12, VQE 14 gemeinsame Anode

Grenzwerte bei 94 == 25°C

DurchlaBgleichstrom I
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer IFRM

Sperrgleichspannung
bei ¥4 = =25...85°C Ur

Betriebstemperatur | Ya
Lagerungstemperatur

fiir Lagerung bis

zu 30 Tagen Fseg

KenngroBen bei a0 = 25°C

Lichtstarke | Gruppe A v
bei IF =20 mA Gruppe B Iv
Gruppe C Iv
Gruppe D lv
Gruppe E v
DurchlaBgleichspannung
bei IF =20 mA Ur
Sperrgleichstrom
bei UR=6V IR
Wellenldnge der max.
spektralen Emission Amax

AnschluBhelegung siehe VQE 21

min
150
230
350
520
780

623

30

200

mA

- mA

5 V

t

-

p- max.

300
460

- 1040

2,0 2,8
— 100

635 645

700

°C

°C

nm



VQE21-VQE22 - VQE23 - VQE 24

Lichtemitteranzeigen

Griinstrahlende zweistellige Lichtschachtbauelemente s
mit Dioden-Chips auf GaP-Basis.

Ziffernhshe 12,7 mm.

VQE 21, VQE 23 gemeinsame Katode
VQE 22, VGQE 24 gemeinsame Anode

Grenzwerte bei &, — 25°C

VQH 200

Lichtemitter-Flachbandanzeige

VGH 200 ist eine Reih

d von 24

@ VQOH205 - VQH 206 \ron

L ]
Lich Flachband

UDH 205 Ist eine gri tende finstellioe Zi
und mit einem Komma rwischen der 3. und l

mit zwei
A 277 im Punktbetrieb.

ten

i 28 =578

Durchlafigleichstrom Ie 29 mA
Spitzendurchlafistrom,
periodischer IFrM 150 mA
Sperrgleichspannung
bel 3q =-25,,,85°C Ur 6 Vv
Betriebstemperatur fta 25 85 °C
Lf.lgerungstemperotur Anschludbolegung
Lur Lagerung 1 Upiming  Unters Relersnsipaniong
is zu 3 : = 2 Uyy
0 Tagen g =50...50 °C | uMc;c‘
4 S50 1
KenngréBen bei %, = 25°C S Uy Halligkeitssteuarung
. 4 Uprgpmax 1 Obere Reletanzipannung
) . min. typ max. 7 Koteds LED L
Lichtstérke Gruppe B Iy 230 - 460 ped : Scc ‘-Eg ; ;
. L
bei lr =10mA  Gruppe C Iy 350 - 700 ped w0 U:fmip! Unters Refarenzspannung
Gruppe D | - " Uyz Steuerspannung
pp v 520 1040 ped 12 Ugcz  Betrishsspanmung
Gruppe E Iy 780 - 1560 ped 12 Mose 2
Gruppe F iy 1170 - - “:d 14 Uy Halligkaitsstevarung
. i 15U, Obers Ref
DurchlaBgleichspannung Bl st T
bei Ir =10 mA Ur = 2.0 26 Ve Schaltung
Sperrgleichstrom
bei Up= 6V Ir - - 100 pA
Wellenldnge der max. i
spektralen Emission I— 555 565 575 nm
AnschiuBbelegung 1 ;"—
An- Belequng’) An- Bel )
schluB- VQE N VQE 12 sehlulle VQE 1 “unnP’QE 12 i
NI VQE 21 VOE 22 Ne VQE 21 VQE 22 |
1 nb 10 G ' L
2 F: n Ay i
3 B, 12 Fz : ;7
4 ak; afy 13 B: i
5 aks af; 14 Ay i ,,.,—l
@ = 15 E 5
7 E: 1% o | &
8 = 17 o | 7
s H; 1 nb 'S
) nb = nicht belegt: gK = gemeinsome Kotode: gA = gemeintame Anode r
L —
4 "—‘
! LR o
! K2 4277
1 123
© Ma
K5
|
E—— g
L"W i iy RABR
o
Angseht quf gre
Ansehlufistifte Grenzworte
: ) . min max
2 Batriebsspannung Ueg 18 v
eenscosnn By = —25... 0 5C
Steuerspannung Uy ] &z v
| H socoo0000 Pa = -23...70°C
- cbare Referensspannung [T 0 42 v
8 = 25...70°C
x7) Anzeigefliche untere Referenzspannung Urafmin a 62 v
9 EII:;«I: der Anzeigen oul Leiterplatten mit metrischem Rostermal By = -25...M"C
zuléssig. LED-Strom [ W mA
by = -25...25%C
AnschluBbelegung s-mﬁg;ﬁmmhm
An- Helegung') An- Belegung’) s LED-Strames —TKiReD 0,25 mAK
i vaErr ™oErs shiwa. VOE1 vQE1s o= 25...000C
I VaE 23 VQE 24 N VQE 23 VGE 24 Betrebstemperatur :a -2: EH :2
g i 35
1 o 10 Ga bis 2u 30 Tagen g -5 8 o°C
2 E n Az ") Eine Unterschraitung ven Ugg = 5.5V fahrt zur Funktionsunfbhigkelt
3 oy 12 F: des Schaltkreises, nicht 1w dowsen Zerstarung.
4 aks gk 3 8
5 aks ah; 14 By Kennwerte bei g = 25°C
& D: 15 Fy min max
7 E 16 Ay Stremaufnohme [ 0 mA
M & 1 G, U3, 12,8,9 = 18V:
N He 13 ™ Us, 15 = Vi lLgp = O mA
Eimgangsstram =lg =lys 20 pA
) gk = gemeinsame Katede: gA « gemeinsame Anode Uz, 12,8,9 = 12V;
Vg, 15 == 1.2V; Uy 19 = 0V
Us gz,8,9 = 12V; ==l 20 A
Ug 15 = 6V: Uy qp =0V
Uy q2,8,9 = 12¥: —lg, =y EL I
Uz gy =0V
Lichtstdrkemittelwan?) Ty 1% ped
Us, 12,8,
Ug, 15 = 52 V3
Uy g = 0V: Uz 197}
ILEn = 10 mA
Raaisiont Sar Limmwiacka —THyy 19 oK
(85| 15 Us 2,89 ™ 12V;
/ < otk —'Q—-—-—-— Ug 45 = 52V: Uy gp = 0V:
5,15 = 52 Vi Uy 10 :
.’l}'d.@ ﬂ.\z'w istbar Uz 19K g = 10 mA
emnzeinhmng . Wellanlnge d .
_BREBE: _2?.22__‘ Angrcht auf die Emission gron. (GaP) H 55 75 nm
"
4'2‘ # 045 Ansehlufistifts Us 12,89 = 12V:
pras - E) Ly Uz, 19 = 0V Igp = 10 mA
wonssnsss Spektrala
Sauhlunglhuﬂdbmll. Alg s L] Am

¢acosanes

=") Anzeigefliche

x) Einsotz der Anzeigen ouf Leiterplotten mit metrischem. Rastermaf ist

rultissig.

Uy 42,89 = 12V:
Uz 19 = 0V; Igp = 19 mA

Ansandas

) by -Wert gemittelt Uber die ersten 4 Segmente der Zaile, Einschétrung % Iv-\-s'.-e! gamittelt Gber dis Segmente der
gment zu Segment erfolgt wisuell. so dofl
nicht stérend

e ly Verhdltnlsses von
Lichtstark

sind.

T Tur A

der erston 3

H’
Zmﬁullﬁ enthih doy Bﬂuslem-wl Mow Symbolfelder mit den
Schriltzaichen kHz® MHz*, die jeweils von twei in
Raihe geschalteten C‘!lpl uuigckudml erden.
WGH 206 und VGH 207 sind grunlcur.humll vierstellige Ziffern-
onzeigen,

41
VGQH 205

I |'-|a!'ﬁ'|T|T|T|I|TL'|'|lel‘lflTl? ._

VO 208
Anschlufibategung
1A ) " aw mav
2 EN B ™ FV
D 2 Asade V w bW
4 mEY w A
5 fral nov o aw
"4 Anode B ELI o Fiv
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